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LISTE DES NOTES D'APPLICATIONS TECHNIQUES
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linéaire

Considération pratique relative & l'utilisation des ampli opérationnels du type SF.C 2709M

Caractéristiques et utilisations des amplificateurs opérationnels

Conception de circuits électroniques linéaires destinés a |'intégration monolithique. Notion
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Amplificateur BF 20 W utilisant un circuit intégré

Remplacement des transistors de puissance au Germanium

Synchronisation de commande en circuit intégré [ogique TTL

Emploi des transistors plans en boitiers plastique BC 208 et BF 233 dans les récepteurs a
Modulation d'amplitude

 Commande de Nixie

Utilisation et applications de ['ensemble des circuits intégrés
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Initiation & I'emploi des circuits intégrés digitaux

Réalisation d'un appareil de test des régulateurs de tension positive SF.C 2100 - 2200 - 2300 -
2105 - 2205 - 2305

Conception assistée par ordinateur. Constitution d’une bibliothéque de transistors et de diodes
siticium

Caractéristiques schémas d’applications des nouveaux ampli opérationnels SESCOSEM

SF.C 2301 A - SF.C 2307

Interface TTL -MOS - TTL

Comptage et décodage




Index numérique alphabétique
Numerical alphabetical index
NOTA BENE

Dans ce livre, les notices des familles xxFZ, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont clastées dans |'ordre alphabétique.
In this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, XxxM 1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are ciassified in alphabetical order.

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice
“Type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet
05 RM 80 TN 2901 1N 1582 1N 1581 1N 3882 1N 3879
05 RM 100 1N 2901 1N 1583 1N 1581 1N 3883 1N 3879
05 RM 120 1N 2901 1N 1584 1N 1581 1N 3889 1N 3889
05 RM 150 . 1N 2901 1N 1585 1N 1581 1N 3890 1N 3889
1N 48 .- 1IN 48 1N 1586 1N 1581 1N 3891 TN 3889
TN 54 A 1N 48 1N 1587 TN 1581 1N 3892 1N 3889
1N 60 1N 60 ’ 1N 2901 TN 2901 1N 3893 1N 3889
1N 63 1N 48 1N 2911 1N 2901 1N 3899 1N 3899
1N 64 1N 60 1N 2919 . 1IN 2901 1N 3300 1N 3899
1N 65 1N 48 1N 2923 1N 2901 1N 33901 1N 3899
1N 81 1N 48 1N 3016 B 1N 3821 A 1N 3902 1N 3899
TN 126 A 1N 48 1N 3017 B 1N 3821 A 1N 3903 1N 3899
TN 127 A 1N 48 1N 3018 B 1N 3821 A 1N 3908 1N 3909
1N 128 1N 48 1N 3019 B 1N 3821 A 1N 3910 1N 3909
TN 198 1N 198 1N 3020 B 1N 3821 A 1N 3911 1N 3909
1N 2488 1N 248 8B 1N 3021 B 1N 3821 A 1N 3912 1N 3909
1N 2498 1N 2488 1N 3022 8 1N 3821 A 1N 3913 1N 3909
1N 250 8 1IN 248 B 1N 3023 B 1N 3821 A 1N 4009 1N 4009
1N 270 1N 270 1N 3024 B 1N 3821 A 1N 4148 1N 4148
1N 277 IN 277 1N 3025 8B 1N 3821 A 1N 4149 1N 4148
1N 456 1N 456 1N 3026 B 1N 3821 A 1N 4150 1N 3600
1N 457 1N 456 1N 3027 B 1N 3821 A 1N 4151 1N 3604
1N 461 1N 461 1N 3028 B 1N 3821 A 1N 4152 1N 3604
1N 462 1N 461 1N 3029 B 1N 3821 A 1N 4153 1N 3604
1N 483 B 1N 483 B 1N 3063 1N 3063 1N 4154 1N 4009
1N 484 1N 483 B 1N 3064 1N 3063 1N 4244 1N 4244
IN484A - 1N483B ° 1N 3069 1N 3069 1N 4446 1N 4448
1N 541 N 541 1N 3070 1N 3070 1N 4447 1N 4148
1N 542 1N 541 1N 3595 1N 3595 1N 4448 1N 4148
1N 645 ) 1N 645 1N 3600 TN 3600 1N 4449 1N 4148
1N 646 1N 645 1N 3604 1N 3604 1N 4454 1N 3063
1N 647 1N 645 1N 3605 1N 3604 o 1N 4728, A 1N 4728
1N 648 1N 645 1N 3606 1N 3604 . 1N 4729, A 1N 4728
1N 648 1N 645 1N 3821 A 1N 3821 A 1N 4730, A 1N 4728
1N 914 1IN 914 1N 3822 A 1N 3821 A 1N 4731, A 1N 4728
TIN914 A 1N 914 1N 3823 A 1N 3821 A 1N 4732, A 1N 4728
IN914B 1N 914 1N 3824 A 1N 3821 A 1N 4733, A 1N 4728
1N 916 1IN 914 1N 3825 A 1N 3821 A 1N 4734, A 1N 4728
1N916 | 1N 914 1N 3826 A 1N 3821 A 1N 4735, A 1N 4728
1IN 916 B 1N 914 1N 3827 A 1N 3821 A 1N 4736, A 1N 4728
1IN 1195 A 1N 1185 A 1N 3828 A 1N 3821 A 1N 4737, A 1N 4728
1N 1196 A 1IN 1195 A 1N 3879 1N 3879 1N 4738, A 1N 4728 -
1IN 1197 A IN 1195 A 1N 3880 1N 3879 1N 4739, A 1N 4728
TN 1188 A 1N 1195 A 1N 3881 1N 3879 1N 4740, A 1N 4728
1N 1581 1N 1581




NOTA BENE

Dans ce livre, les notices des familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dans I'ordre alphabétique.
In this book, data sheets of _deviae: familles xxF2, XxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 are classified in alphabetical order.

Type Voir notice TypeA Voir notice Type Voir notice
Type See data sheet Type See date sheer Type See data sheet
1N 4741, A 1N 4728 2N 1773 2N 1770 6 RM 36 1N 2901
1N 4742, A 1N 4728 2N 1773 A 2N 1770 A 6 RM 42 1N 2901
TN 4743, A 1N 4728 2N 1774 2N 1770 6 RM 48 1N 2901
1N 4744, A 1N 4728 2N 1774 A 2N 1770 A 6 RM 56 1N 2901
1N 4745, A 1N 4728 2N 1775 2N 1770 6 RM 64 TN 2901
1N 4746, A 1N 4728 2N 1775 A 2N 1770 A 6 RM 72 1N 2901
1N 4747, A 1N 4728 2N 1776 2N 1770 6 RM 80 1N 2901
1N 4748, A TN 4728 2N 1776 A 2N 1770 A 10T4 10T4
1N 4749, A 1N 4728 2N 1777 2N 1770 10T4S 10T4s
1N 4750, A 1N 4728  2N1777 A 2N 1770 A 1T4 10T4
1N 4751, A TN 4728 2N 1778 2N 1770 11T4S 10T4sS
1N 4752, A 1N 4728 2N 1842 2N 1842 1126F 112Z6F
1 RM 40 1N 2901 2N 1843 2N 1842 1126 AF 11 26 AF
1 RM 80 1N 2901 2N 1844 2N 1842 12P2 12P2
1 RM 150 1N 2901 2N 1845 2N 1842 12T4 10T4
1 RM 250 1N 2901 2N 1846 2N 1842 12T4S - 10T4s
2N 681 2N 681 2N 1847 2N 1842 12Z6F 1126F
2N 682 2N 681 2N 1848 2N 1842 1226 AF 1126 AF
2N 683 2N 681 2N 1849 2N 1842 13P2 12P2
2N 684 2N 681 2N 1850 2N 1842 1326 F 1126F
2N 685 2N 681 2N 2322 2N 2322 13Z6 AF 1126 AF
2N 686 2N 681 2N 2323 2N 2322 14 P2 12P2
2N 687 » 2N 681 2N 2324 2N 2322 14T4 10T4
2N 688 2N 681 2N 2325 2N 2322 14T4S 10T4s
2N 689 2N 681 2N 2326 2N 2322 1426F 1MZ6F
2N 690 2N 681 2N 2327 2N 2322 14Z6 AF 1126 AF
2N 691 2N 681 . 2N 2328 2N 2322 15P1 15P1
2N 692 2N 681 2N 2329 2N 2322 15P2 12P2
2N 877 2N 877 2N 2619 2N 1770 1526 F 112Z6F
2N 878 2N 877 2N 3649 2N 3649 1826 AF 1126 AF
2N 879 2N 877 2N 3650 2N 3649 16P2 12P2
2N 880 2N 877 2N 3651 2N 3649 16T 4 10T4
2N 881 2N 877 2N 3652 2N 3649 16T4sS 10T4s
2N 1595 2N 1595 2N 3653 2N 3649 16Z6F 1MZ6F
2N 1596 2N 1595 2N 3654 2N 3654 16 Z 6 AF 1126 AF
2N 1597 2N 1595 2N 3655 2N 3654 17P2 12P2 -
2N 1598 2N 1595 2N 3656 2N 3654 17T4 10T4
2N 1589 2N 1595 2N 3657 2N 3654 17T4S 10T4s
2N 1770 2N 1770 2N 3658 2N 3654 172Z6F 1M2Z6F
2N 1770 A 2N 1770 A 2N 5204 2N 5204 1726 AF 1126 AF
2N 1771 2N 1770 2N 5205 2N 5204 18P2 12P2
2N 1771 A 2N 1770 A 2N 5206 2N 5204 18Z6F 112Z6F
2N 1772 2N 1770 2N 5207 2N 5204 1826 AF 11 Z6AF
2N 1772 A 2N 1770 A




NOTA BENE .
Dans ce livre, les notices des familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont classées dans I'ordre alphabétique
In this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xx T4, xxZ6 are classified in alphabeticla order.

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice

Type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet
18P1 19P1 32R2 32R2 61J2 BYX 60 — 50 °
19P2 12P2 33F2 30F2 61T4 80 T4
1926F 11Z26F 34F2 30 F2 6126 5126
1926 AF 1126 AF 34P4 34P4 61Z6A 51Z6A
20M1 20 M1 el 34R2 32R2 62J2 BYX 60 — 50
20M2 20 M1 35F2 30F2 62R2 62 R2
20Z6F MZ6F 35P4 34P4 62T 4 60 T4
2026 AF 1126 AF 36P4 34P4 . 6226 5126
21 M1 20 M1 36R2 32R2 62Z6 A 51Z6A
21Z6F MZ6F 36R2S 36 R2S 63J2 BYX 60 — 50
21 Z6 AF 1128 AF 37P4 34 P4 6376 5126
22R2 22 R2 38R2 32R2 63Z6A 51 Z6 A
2226 F 1126 F 38R2S 3BR2S 64J2 BYX 60 — 50
22726 AF 11Z6AF 40R2S 36R2S 64 R 2 62 R2
23J2 BAW32 A 42R2 42 R2 64 T4 60 T4
2326F 112Z6F 44R2 42R2 64726 5126
23 Z6 AF 1126 AF 46 R 2 42 R2 64ZBA 51Z6A
24J2 BAW 32 A 46 R2S 46 R2S 65J 2 BYX 60 — 50
24R2 22R2 48 R 2 42R2 65726 5126
24Z26F 1126F 48R2S 46 R2S 65Z6 A 51Z6A
2476 AF 1126 AF 50R2S 46 R2S . 66J2 BYX 60 — 50
25J2 BAW32 A 5126 5126 66 R 2 62R2
25Z6F 1126F 5126 A 51Z6 A 66 R2S 66 R2S
25Z6AF . 11Z6AF 52276 5126 6626 5126
2642 BAW 32 A 52Z6 A 51Z26A 66Z6 A 5126 A
26P1 26P1 5326 5126 67J2 BYX 60 — 50
26 R2 22R2 53Z6A 51 Z6A 67726 5126
26R2S 26 R2S 54276 5126 67Z6A 51Z6A
26Z6F 11Z6F 54Z6 A 51 Z6 A 68 R2 62R2
26 26 AF 11Z6 AF 5576 5126 6BR2S 66 R2S
27J2 BAW 32 A 55Z6 A 51Z6A 68726 5126
272Z6F 11Z6F 5626 51726 68Z6 A 51Z6A
27 Z6 AF 1126 AF 56 Z6 A 51Z6A 70R2S 66 R2S
28J2 BAW32 A 5726 5126 72R2S 66 R2S
28R 2 22R2 57Z6A 51Z6A 7126,A 7126,A
28R2S 26 R2S 5826 51726 7226, A 7126, A
28Z6F 1M1Z6F 58Z6A 51 Z6 A 73726,A 7126,A
2826 AF 11726 AF 59 Z6 5126 7426,A 7126, A
30F2 30F2 59Z6A 5126 A 7526,A 7126, A
30R2 22 R2 60J2 BYX 60 — 50 7626,A 7126,A
30R2S 26 R2S 60T4 60 T4 7726,A 7126, A
31F2 30F2 6026 5126 7826, A 7126, A
32F2 30F2 60Z6 A 51Z6 A 79Z6,A 7126,A

8026, A 7126,A




NOTA BENE

Dans ce livre, les notices des familles XXF2, xxJ2, xxM1, xxP1, xxP2, xxP4, xxR2, xxT4, xxZ6 sont cl dans I'ordre alphabétig
In this book, data sheets of devices familles xxF2, xxJ2, xxM1, xxP1, XxP2, xxP4, xxR2, Xx T4, xxZ6 are classified in alphabetical order.

Type Voir notice Type Voir notice Type Voir notice
Type See data sheet Type See data sheet Type See data sheet
8126,A 71286, A BRY 54 — 500 BRY 54 — 100 BYX 67 —-600 BYXG67—600
8226,A 7126,A BRY54—-500T BRY54-100T BYX 67 —800 BYXG67—600
8326,A 7126,A BRY 54 — 600 BRY 54 — 100 BYX 67 — 1000 BYX 67 — 600
8426,A 71286,A BRY54—-600T BRY54-100T BZX 46 Csérie BZX46C2V7
85P1 15P1 BTW27 —100 R BTW27 —100 R BZX 55 Csérie BZX55CO0V8
85726,A 71286,A BTW 27 ~200R BTW27 -100R §ZX 83 Csérie BZX83C2V7
8626, A 7126,A BTW27—-300 R BTW27 - 100R BZX 85C série BZX85C3V3
872Z6,A 7126,A BTW 27 -400R BTW 27 —-100R C36M 2N 1842
8826, A 7126, A BTW 27 —500 R BTW 27 —100 R C36N . 2N 1842
116Z6F 11Z6F BTW 27 —-600 R BTW?27 —100 R C36S 2N 1842
116 26 AF 1126 AF BTW28—-500 R BTW28 —-500R C40 A c40U
. 11826 F 112Z6F BTW28—-600 R BTW28 —500 R c408 c4a0U
118 Z6 AF 11 Z6 AF BTW 28 —700 R BTW 28 — 500 R c40C c40U
12026 F 1M1 26F BTW 28 —800 R BTW 28 —500 R c40D c40U
120 Z 6 AF 1126 AF BTW 28 A—500R BTW 28 - 500 R C40E Cc40U
122Z6F 1126F BTW 28 A—600R BTW 28 — 500 R C40F C40U
122Z 6 AF 1126 AF BTW28A—700R BTW 28 —500 R C40G c4a0U
12426 F 11 26F BTW28A—~800R BTW?28 —500 R C40H c40U
12426 AF 1126 AF BY 183 — 50 BY 183 —50 c40U c40U
166 J 2 166J 2 BY 183 ~ 100 BY 183 — 50 FS19 FsS 19
168J 2 16642 BY 183 — 200 BY 183 —50 FS 36 FS36
212R2S 26 R2s BY 183 — 300 BY 183 —50 PHG 1 PHG 1
312R2S 36R2S BY 183 — 400 BY 183 —50 PHG 2 PHG 1
A 502 GE A 502 GE BY 183 — 600 BY 183 —50 S 02 série §$02
A 503 GE A 502 GE BYX 60 — 50 BYX 60 — 50 S 10 série S.10
A 504 GE A 502 GE BYX 60 — 100 BYX 60 — 50 S 20 série S10
AA 113 AA 113 BYX 60 — 200 BYX 60 —50 SFA 302 SFA 302
AA 118 TN 541 BYX 60 — 300 BYX 60 — 50 'SFA 303 ISFA 302
AAY 48 SFD 118 A BYX 60 — 400" BYX 60 — 50 SFD 43 SFD 43
AAY 49 SFD 1298 BYX 60 — 500 BYX 60 — 50 SFD 83 " SFD 43
AAZ 18 SFD 1298B BYX 60 — 600 BYX 60 — 50 SFD 86 SFD 86
BAV 54 — 30 BAV 54 — 30 BYX 60 — 700 BYX 60 —50 SFD 89 SFD 89
BAV 54 —70 BAV 54 — 30 BYX 61 — 50 BYX 61 — 50 SFD 105 SFD 105
BAV 54 -100 BAV54-—30 BYX 61 ~ 100 BYX 61 —50 SFD 106 SFD 106
BAW32 A BAW32 A BYX 61 — 200 BYX 61 —50 SFD 108 SFD 108
BAW328B BAW32 A BYX 61 — 300 BYX 61 —50 SFD 108 A SFD 108 A
BAW32C BAW32 A BYX 61 — 400 BYX 61 —50 SFD 118 A SFD 118 A
BAW32D BAW 32 A BYX 62 — 600 1N 3889 SFD 121 SFD 121
BAW32E BAW32 A BYX 63 — 600 1N 3899 SFD 122 SFD 122
BAY 71 BAY 71 BYX 64 — 600 1N 3909 SFD 1298 SFD 129 B
BRY 54 — 100 BRY 54 — 100 BYX 65 — 50 BYX 65 — 50 SFD 143 SFD 143
BRY54—100T BRY54—100T | BYX 65— 100 BYX 65 — 50 SFD 180 SFD 180
BRY 54—200 BRY 54 —100 BYX 65 — 200 BYX 65 —50 SFD 181 SFD 180
BRY 54 —200T BRY54—100T | BYX 65 — 300 BYX 65 — 50 SFD 183 SFD 143
BRY 54 —300 BRY 54 —100 BYX 65 — 400 BYX 65 — 50 SFD 185 SFD 185
BRY 54 ~300T BRY54—100T | BYX 66 — 600 BYX 66 — 600 T 06 série TO6
BRY 54 — 400 BRY 54 —100 BYX 66 — 800 BYX 66 — 600 T 20 série T 06
BRY 54 —400T BRY 54 —100T| BYX 66 —1000 BYX 66 —600 TD 06 série To06
ol TD 20série © T 06
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TABLEAU 1 Diodes de signal au silicium — usage général asc
TABLE Silicon signal diodes — general purpose : famb
. r
Type Boitier | VR~ VAM o Ve o/ W/ VR ¢ Vo natice
Type Case W (mA) 1) (ma) (nA) v (pF) See data sheet
max max max max max
1N 456 DO —7 25-30 %0 1 40 25 25 N 456
1N 457 D0 -7 60-70 ° 75 1 20 25 60 1N 456
N 461 D07 25-30 60 1 15 500 25 i 6§ 1N 461
N 462 D0-7 6070 50 1 e 500 60 8§ N 461
1N 483 B DO-7  70-80 200 1 100 -25 60, N 483 B
N 484 D07 130 - 150 100 11 100 750 125 1N 4838
1IN 484 A DO -7 130- 150 200 1 100 25 125 1N 483 B
N 3069 DO—7 6066 75 1 50 100 50 6 N 3069
SFD 180 DO -7 50-60 80 1,15 30 100 50 48 SFD 180
SFD 181 DO—7 150 - 150 80 1,15 30 100 150 45 SFD 180
TABLEAU 2 Diodes de signal au silicium — trés faible capacité o
TABLE Silicon signal diodes — very low capacitance! fomd
tamp = 150°C
Type Boftier | VAM o Vi o/ o/ Va "o/ Va ¢ Vai notica
Type Case W (mA) w (ma) (A} w (] vy o R See data sheet
max max max max . max max
*12p", DO -7 200 60 1 10 500 200 100 200 0,4 12P 2
*13P2 DO~-7 200 40 1 1 500 200 100 200 0,4 12P2
*14P2 D0—7 150 40 1 1 500 150 100 150 . 04 12P 2
*15p2 D07 100 40 1 1 500 100 100 100 0,4 12P 2
*16P2 DO-~7 50 40 1 1 500 50 100 50 0,4 12P 2
*17p2 00—7 30 40 1 i 500 30 100 30 04 12P 2
*18P2 DO ~7 10 40 1 1 500 10 100 10 04 12P 2
*19p2 | 00 —7 10 60 1 10 500 10 100 10 04 2P 2
* BAW32 A 00—7 200 60 13 60 100 200 20 200 0.4 BAW32 A
* BAW328 D0 -7 150 60 13 60 100 150 20 150 0,4 BAWS32 A
* BAW32C DO 7 100 60 13 60 100 100 20 100 0,4 BAW32A
* BAW 32D DO~7 50 60 13 60 100 50 20 50 0,4 BAW 32 A
* BAW 32 E DO —7 10 80 13 60 100 10 20 10 04 BAW 32 A
* Dispositif recommandé § Valeur typique
Preferred device Typical value
1971 GS 1/26
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TABLEAU 3 Diodes de signal au silicium — commutation rapide .
TABLE Silicon signal diodes — High speed switching Tamp = 25°C
tamb = 150°C
Type Botier |[YR"VRM o Ve / ¥ ln / Vg R/ Vm c ty I Vair notice
Type Case | v} (ma) { V) (mA} . [nA) v (uA) W eh (mA) | See data sheet
max max max max max max max
BAY 71 DO-7 35-50 75 1 20 100 35 2 2 10 BAY 71
SFD 83 D0-7 25-30 75 1,1 10 200 10 4 4 10 SFD 43
SFD 183 DO-7 40-70 75 1 10 200 40 4 4 10 SFD 143
¥ INOI4 DO-7_ 75-100 75 1 0 % 20 50 20 3 [ 10 NoI4
* ING14 A DO-7 75-100 75 1 20 25 20 50 20 4 4 10 IN914
* IN9148 DO-7 75-100 75 1 100 25 20 50 20 4 4 10 INS14
¥ IN 016 DO-7_ 75-100 75 [ 0 % 20 50 20 2 7 0 IN914
¥ INOIB A DO-7_ 75-100_ 75 1 0 2% 20 50 20 2 7 0 IN914
¥ IN916B DO-7 75-100 75 1 30 25 20 50 20 2 4 10 INS14
* 1N 3063 DO-7 50-75 75 0,85 10 100 50 2 4 10 1N 3063
1N 3064 DO-7 50-75 75 1 10 100 50 100 50 2 4 10 1N 3063
* 1N 3604 DO-7 50-75 75 1 50 50 50 50 50 2 2 10 1N 3604
1N 3605 DO-7 35-40 75 088 20 50 50 50 30 2 B 0 IN 3604
1N 3606 DO-7 50-75 75 088 20 50 50 50 50 2 7 0 TN 3604
1N 4009 DO-7 25-35 75 1 30 100 25 100 25 4 2 10 1N 4009
SFD 43 F 80 25-30 75 1,1 10 200 10 4 4 10 SFD 43
SFD 143 F 80 40-70 75 1 10 200 40 4 4 10 SFD 143
BAV 54- 30 F80_ 30-30 . 150 1 10 200 20 3 3 10 BAV 54-30
BAV 54-70 F 80 70-70 150 1 10 200 40 4 4 10 BAV 54 -30
BAV 54 - 100 F 80 100-100 150 1 10 200 60 4 4 10 BAV 54 - 30
¥ 1IN 4148 F80  75-100 75 1 6 % 20 50 20 7 7 10 N 4148
* 1N 4149 F 80 75-100 75 1 10 25 20 50 20 2 T 10 1N 4148
* IN4151 F80 50-75 75 1 0 50 50 50 50 2 q 10 N 3604
1N 4152 F80 30-40 75 088 20 50 0 50 30 Z 7 0 N 3604
1N 4153 F 80 50-75 75 0,88 20 50 50 50 50 2 4 10 1N 3604
% IN 4154 F80__ 25-35 75 1 30 00 2% 700 %5 7 3 0 N 4003
% 1N 4446 F80  75-100 75 1 206 2 20 50 20 7 G 10 N 4148
N 4447 * FB80 75-100 75 i 20 25 20 &0 20 7 g 0 TN 4148
¥ 1N 4448 F 80 75-100 75 1 100 25 20 50 20 4 4 10 1N 4148
¥ 1N 4449 F80__ 75-100 75 1 700100 20 50 20 B 3 10 N 4148
N 4454 F80_ 50-75__ 75 7 10 100 50 2 2 10 1N 3063
34P4 F 80 20-25 75 1 15 30 10 4 10 10 3P 4
3P4 F80  45-50 75 1 70 0 20 2 e
36P4 F 80 90-100 75 1 10 60 50 2 10 10 4P 4
37P4 F 80 45 - 50 75 1 20 10 20 2 [] 10 34 P 4

% Disposit!f recommandé

Preferred device

§ Valeur typique
Typical value

1871GS 2/26
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TABLEAU 4 Diodes de signal au silicium — commutation ultra rapide

.
TABLE . Silicon signal diodes — very high speed switching tamp = 25°C
b = 150°C
Type Boitier [Va~Vam o Ve / K R / Va v / Va c we/ Voir notice
Type Case . {ma) v (mA) {nA) v} (kA) v) {pF) {ns) {ma} See data sheet
max max. max max max max. max
1N 4244 DO~7 15-20 80 1 20 100 10 08 075 10 N 4244
TABLEAU 5 Diodes de signal au silicium — commutation fort courant -
d tampy = 25°C
TABLE Silicon signal diodes — high current switching amb
_ tymp = 150°C
Type soter {YA~VEM o Ve /I R/ Vg IR / Vm ¢ w /I Vot notice
Type Case v} (mA) [\ {mA) {nA} v) (wA) v (]3] {ns) (mA) See data sheet
max. max max max max max max
SFD 185 DO-7 30-50 200 1 100100 30 25 10 200 SFD 185
¥ 1N 3600 DO—7_50-75__ 200 i 360100 50 00 50 2.5 5 300 TN 3600
N 4150 FB0 _ 50-75_ 200 7 200 100 50 100 50 25 5 360 TN 3600
TABLEAU 6 Diodes de signal au silicium — commutation haute tension e
TABLE Silicon signal diodes — high voltage switching 1 mb =
tamb = 150°C
Type sorier |VR~VAM o Ve / "/ Va R/ V c w / Vaie notice
Type Gue | M @A L0 A R M A W BF) (o) (ma) See data sheat
max max max max max max max
SFD 86 DO—7 150-180 100 1 50 10 150 6 75 30 SFD 86
* 1N 3070 DO—7 175-200 100 1 100 100 200 100175 5 50 30 1N 3070
SED 89 DO—7 200-220 100 1.3 50 10" 180 6 75 30 SFD 89
TABLEAU 7 Diades de signal au silicium a faible courant de fuite = 25°C
TABLE Low leakage 'silicon signal diodes" il
tamb = 150°C
Type Boftier [VR—~VAM o Ve / W/ Va '/ c w /I Voir fiatice
Type Case ) {mA) V) mA) (A) v (uA) v (pF) () (ma) See data sheet
max max | mx max max max mex
1N 3595 DO—7 126-125 150 1 200 1 125 3 125 8 3 10 O N 3585
#* Dispositif recommandé § Valeur typique
Preferred device Typical value

1971 GS 3/26



TABLEAU

8 Diodes de signal au germanlum a pointe tungstene — usage general
TABLE Tungsten point contact germanium diodes — general purpose tamb = 25°C
Type Boltier Vg lo Ve /K IR/ Va "/ VR / e Voir notice
Type Case v) Ige %) (ma} (1A) v () v ) See data sheet
A
max. (l’nnil() max max max
SFD 108 100 50° 5 7 10 250 100 20 SFD 108
48 70 50 B30 50 N 48
54 A ) 30 7 10 100 50 25 IN48
IN 63 100 50 4 50 50 25 10 25 1N 48
TiNe4 15 25 10 1N 60
1N 65 70 50 5 200 50 1N 48
81 40 40 10 70 100 40 25 TN 48
126 A 60 30 800 50 50 10 25 TN 48
INI127 A 100 30, — 30050 25 0 75 TN 48
1N 128 40 30 10 10 TN 25
IN198 80 30 50 50 250 50 75 IN 198
TABLEAU Diodes de signal au germamum a pomte tungsténe — détection
TABLE Tungsten point contact ger diodes —
Type Bofiier Va to Ve /¥ m / Vi W / VR / tm Vair natice
Type Case ) (mA) v (mA) )] ) (na} ) re) See data sheet
max max max max max
AA 113 DO -7 60 10 5 120 30 500 60 25
AA 119 DC—7 30 35 4 18 16 500 45 60
N 541 DO ~7 30 35 4 18 10 500 45 50
1N 542 DO —7 30 35 4 18 10 500 45 60
TABLEAU 10 Diodes de signal au germanium d pointe tungsténe—détection vidéo
TABLE Tungsten point contact germanium diodes — video detection |
Type Boftier VR lg Ve / & W/ v W/ VA& / tam Vair notice
Type Case v) {mA) ) {mA) )] v) [)] v re) See data sheet
max max max 10 1 max max
SFD_106 DO—7 25 30 1 5 10 15 200 25 25 SFD 106
1N 60 D0-7 __ 25 30 05 0,375 200 10 TN 60
TABLEAU 11 Diodes de signal au germanium d pointe tungsténe — commutation
TABLE Tungsten point contact germanium diodes — switching
Type Boltier | VR lo Ve / R/ Vg B/ Vg / tm w /I Voir notice
Type Case ) {mA) V) (mA} (A) V) (#A) v) rc) {ns} (mA) See data sheat
max  max max max max max
05 DO-7 30 5 30 10 30 55 160 10 SFD 105
FS 36 D0—7 u;gl 30 0 300 10 FS36
26 P DO—7 60 50 ~ 5 0 50 5 5 30 %

* Disposltif recommandé
Preferred device.

§ Valeur typique
Typleal value .
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TABLEAU

T g - T TR o e e
12 Diodes de signal au germanium a pointe or — usage général
TABLE Gold bounded germanium signal diodes — general purpose famp = 25°C
Vg lo Ve / I '/ Vm Y/ VR / tamb W /Y .
Type Boitier (V] (mA) (] ) A 1] A V) {°c) {ns) {ma) Voir notice
Type Case See data sheet
max max max max max max
SFD 108 A DO-7 100 50 1 30 7 10 250 100 25 500 10 SFD 108 A
AN 270 00 -7 80 80 1 200 100 50 25 1N 270
1N 277 DO ~7 100 50 1 100 75 10 250 50 75 IN277
TABLEAU 13 Diodes de signal au germanium a pointe or — commutation
TABLE Gold bounded germanium signal diodes — switching famb = 28°C
Type Boftier | Vg I Ve /0 s / Va R/ VR / s 4 /I Vair notice
Type Case ) (mA} ) {mA) A} V) rA) ) (°cy (ns) (mA) See data sheet
max max max max max max
FS19 DO -7 25 30 1,1 110 10 10 240 25 70 500 5 FS 19
SFD 121 DO-7 10 30 0,8 10 2 1.5 50 10 55 400 10 SFD 121
SFD 122 DO -7 25 50 0,8 50 50 25 100 25 55 400 10 SFD 122
15p1 DO—7__ 100 150 1 100 100 100 250 60 55 250 10 5P
19P1 DO —~7 15 200 1 100 25 10 150 10 55 250 10 19P 1
85P1 DO --7 50 200 1 200 100 50 250 30 55 1P 1
SFD 118 A DO -7 12 30 05 10 10 6 100 10 25 6 10 SFD 118 A
(AAY 48)

TABLEAU 14  Diodes de signal au germanium a pointe or—commutation trés rapide
TABLE Gold bounded germanium signal diodes — very high speed switching ' tamb = 25°C
Type Bofier | Vg Iy Vg I I/ Va Ip Ve / tamb 1 Volr notice

Type ol T S . S Y T 4 ) / oo / (mA) | Soe data sheet
max  max | wax max mox max
* SFD 1298 DO-7 40 150 0,75 200 25 40 '200 40 70 400 10 SFD 1298
[AAY 49)
* AAZ 18 DO ~7 20 180 0,65 150 50 20 100 20 60 708§ 10 SFD 129 B

* Dispositif recommandé

Preferred device

§ Valeur typique

Typical value

1971 GS 5726
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TABLEAU 15 Photodiodes
TABLE Photodiodes tamb = 25°C
Caurant dobscurité Photo cousant 3
Type Boitier Dark current Photo current at 500LUX Vair notice
Type Case VR Frat R/ Vn L} ' 'n See data sheet
) (mw) (1A} v) {uA) (uA) (uA}
max min typ max
a, Germanium — Germanium
Phg 1 CB 25 30 30 30 30 100 Phg 1
Phg 2 F 46 30 30 30 20 50 Phg 1
b, Silicium — Sflicone -
30F2 F 46 40 50 0,05 24 6 50 30F2
31F2 F 46 40 50 0,08 24 30 95 30 F2
32F2 F 46 40 50 0,05 24 65 180 30F2
33F2 F 46 40 50 0,05 24 120 360 30F2
34F2 F 46 40 50 0,05 24 240 720 30F2
35F2 F 46 30 50 0,06 24 480 30F 2
cB17 A c859 : cB6O
TABLEAU 16 Modulateurs en anneau
TABLE Ring modulators
u bl du courant
Type Boftier Matéhaie (M’H ) ;u"’;m porteur Mwmrd"'"w' Vair notice
dria 2, arrier current ulator current
Type Case Matérial tromtiation attenuation See data sheet
min max {Np) min {Np) min
* A502 GE CB 18 Ge 1 4 5 62 A 502 GE
* A503GE CB 17 Ge 1 4 5 62 A 502 GE
¥ A 504 GE €B 18 Ge ['A] 0,5 45 6,2 A 502 GE
SFA 802 CB 18 St 1 12 5 62 SFA 302
* SFA 303 cB 18 Si 1 12 5 62 SFA 302
20 MI CB 60 Ge 038§ 5 49 20M 1
21 Ml €8 59 Ge 03§ 5 49 20M1
20M2 CB 60 il 1 12 5 4.9 20M1

* Dispositif recommandé
Preferred device

§ Valeur typique
Typlcal value
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TABLEAU

17

Diodes de régulation de tension

TABLE Voltage regulator diodes Pz = 400 mW /tyqy, = 50°C  EPI2 ® tamb = 25°C
.
Type Boitier | Vzr  Vzr  Vor /v omr o /' ayz W/ Va Voir notice
Type Case | (v) W) v (ma) (@) o] (mA) (%rc) (wA) (V) | Seedatasheet
min non max max max min max
* BZX46-C2V7 F 80 25 2,7 2,8 20 30 700 1 -0,08 -0,06 75 1 BZX46-C2V7
¥ BZX46-C3V 0 F 80 2,8 3,0 32 20 29 700 1 ~-008 ~0,06 50 1 BZX46-C2V7
* BZX46-C3V3 F80 31 33 35 20 28 700 1 ~0,08 ~-0,05 10 1 BZX46-C2V7
% BZX46-C3VE F 8O 34 36 38 20 24 700 1 ~0,08 --0,04 10 1 BZX46-C2V7
% BZX46-C3V9Q F 80 37 39 41 20 23 700 1 -0,07 -0,03 10 1 BZX46-~C2V7
* BZX46-C4V 3 F80 4,0 43 4,6 20 22 700 1 -0,04 =-0,01 2 1 BZX46-C2V7
*BZX46~C4V7 F80 44 47 50 20 19, 700 1 ~003 +001 2 1 BZX46-C2V7
* BZX46-C5V 1 F 80 4.8 51 5,4 20 17 700 1 -0,02 +0,05 1 1 BZX46-~C2V7?
*BZX46—~C5V6 FB80 52 56 60 20 1" 700 1 —001 +006 1 2 BZX46-C2V7
% BZX46-C6V2 F80 58 62 66 20 7 700 1 0 +007 1 3 BZX 46~C2V 7
¥BZX46-C6V8 FBO 64 68 72 185 45 700 1 +001 +008 5 48  BZX46-C2V7
* BZX46-C7V5 F80 70 75 19 165 55 700 05  +001 +009 5 53  BZX46-C2V7
% B2ZX46-C8V 2 F 80 7,7 82 8,7 15 6,5 700 05 +0,01 +0,09 5 58 BZX46-C2V7
* BZX46-COV 1 F 80 8,5 9,1 9,6 14 75 700 05 +0,02 +0,1 5 6,4 BZX46-~C2V7
% BZX 46— C 10 F80 94 10 106 125 B85 700 025 4003 +011 5 70  BZX46-C2V7
# BZX46~C 11 F 80 10,4 1 1,6 11,5 95 700 0,25 +0,03 +0,1 5 84 BZX46~-C2V7
* BZX 46— C 12 F 80 1,4 12 12,7 10,5 15 700 0,25 +0,03 +0,11 5 81 BZX46~C2V7
* BZX 46—~ C 13 F 80 12,4 13 14,1 9,5 13 700 0,25 +0,03 +0,11 5 9,9 BZX46-~C2V7
% BZX46—-C 15 F 80 138 15 15,6 85 16 700 0,25 +0,03 +0,11 5 11,4 BZX46-C2V7
* BZX46~C 16 F 80 15,3 16 171 7.8 17 700 0,25 +0,03 +0,11 5 12,2 BZX46-C2V7
* BZX46-C 18 F80 168 18 191 7 21 750 025 +003 +0,11 & 137 BZX46-C2V7
* BZX 46— C20 F80 188 20 212 62 25 750 025 +003 +0,11 & 152 BZX46-C2V7
* BZX 46~-C22 F 80 20,8 22 23,3 5,6 29 750 0,25 +0,03 +0,11 5 16,7 BZX46-C2V7
* BZX 46-C24 F80 28 24 256 52 33 750 025 4004 +012 5 182  BZX46-C2V7
¥ BZX 46 - C 27 F 80 25,1 27 289 4.6 41 750 0,25 +0,04 +0,12 5 20,6 BZX46—-C2V7
* BZX 46 — C 30 F 80 28 ‘30 32 4,2 49 1000 0,25 +0,04 +0,12 5 228 BZX 46-C2V7
* BZX 46 - C33 F80 31 33 35 38 58 1000 025 +004 +012 5 25,1  BZX46-C2V7

* Dlsposttif recommandé
Preferred device

1971 GS 7/28



TABLEAU 18 Diodes de régulation de tension
TABLE Voltage regulator diodes Pz = 400 mw [ty p = 50°C eplz® tamy = 25°C
b= tamb=
Type Boftier 25°C 150°C vait notice
Type Case Vor  Vzr Vor /lm or ok / 'k @vz R kR / VA See data sheat
v} ) v (mA) (@) @) {mA) %/ (A} (nA) )
min non  max mex  max tvp max  max
*BIXS5-COVB F80 073 078 083 5 8 1 -025 BZX55--COV8
* BZX55-C2V7 F80 25 27 29 5 75 600 1 -007 4 50 1 BZX55-~COV8
% BzX55-C3V0 F80 28 30 32 5 80 800 1 -007 4 50 1 BZX55-COVE
*BzX55-C3V3 FBO0 31 33 35 5 85 600 1 -006 2 40 1 BZX55-COV8
¥ BZX65-C3V6 FB0 34 36 38 5 8 600 1 -007 2 40 1 BZX55-COV8
*BZX55~C3V9 F80 37 39 41 5 75 600 1 0055 2 40 1 BZX55-COV8
* B2X55--C4V3 F80 40 43 46 5 70 600 1 -0045 2 40 15 BzX55-COV8
% B2X65-C4V7  FBO 44 47 50 5 60 600 1 -002% 2 30 2 BZX55~COV8
¥ BZX55-C5V1 _ FB80 48 5.1 54 5 50 550 1 4002 01 2 1 BZX55-COVS
¥ BZX55-C5V6  FB0 52 5,6 6,0 5 40 450 1 4003 01 2 1 _BZX55-COV 8
*BIZX55-C6V2  FBO 58 62 66 5 10 200 1 4004 01 2 2 BZX55-COV8
* B2X65-C6VE  FB0 64 68 72 5 8 150 1 40045 01 2 3 BZX55~COV8
* BZX55-C7V5 _F80 7,0 75 19 5 7 50 14005 01 2 5 BZXS55-COVS
* BZX55~C8V2  F80 7.7 82 87 5 7 50 1 +0055 0,1 2 6 BZX55-COV8
% BZX55-C9V1 FB0 8BS 9,1 96 5 0 50 1 4006 01 2 7 BZX55~COV 8
% BZX 55— C 10 F80 9.4 10 106 5 15 70 1 40065 0,1 2 75 _ BZX55-COVS
* BZX 55~ C11 F80 104 11 16 5 20 70 14007 01 2 85 BZX55-COV8
* BZX 55~ C 12 F80 114 12 12,7 5 20 9% 1 4007 01 2 9 BZX55—COV38
* 82X 55-C 13 F80 124 13 14,1 5 26 110 i 40075 01 2 10 BZX55-COV 8
* BZX 56~ C 15 F80 138 15 15,6 5 30 110 1 40075 0,1 2 11 BZX55-COV8
* BZX 55— C 16 F80 153 16 17,1 5 40 170 1 +0080 0,1 2 12 BZX55~COV8
* BZX 55— C 18 F80 168 18 19,1 5 55 170 1 +0080 0,1 2 14 82X 65—-COV8
* BZX 55~ C20 F80 188 20 21,2 5 55 220 1 40,080 0,1 2 15 BZX55-COVS
* BZX 55— C22 F80 208 22 233 5 55 220 1 40085 0,1 2 17 BZX55-COV8
* BZX 55 — C 24 F80 228 24 %6 5 80 220 1 40085 0,1 2 18 BZX55—~COV 8
* BZX 55— C27 F80 251 27 28,9 5 80 220 1 40085 0 2 20 BZX55~COVE
% BZX 65— C 30 F80_ 28 30 32 5 80 220 1 4009 01 2 22 BZX55-COV8
* BZX 55~ C33 F80 31 33 35 5 80 220 1 4009 01 2 24 BZX55-COV8

% Dispositif recommandé
Preferred device
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TABLEAU 18 Diodes de régulation de tension

TABLE Voltage regulator diodes Pz = 400 mW /1t = 50°C Pz ®  typy = 25°C
Type Boitier Vzr  Vgr o Vo /e o o /o @z RO/ VR Vi notice
Type Case V) ) v} (mA) () (e} (mA)  %/°C wA) © V) See data sheet
min ron  max mex  max tvp max
% BZX83—-C2V7 F 80 25 27 28 5 90 600 1 -007 100 1 BZX83-C2V7
* BZX83~C3VO0 F 80 28 3,0 32 5 0 600 1 -0,07 60 1 BZX83~-C2V7
% BZX83-C3V3 F 80 3,1 33 35 5 90 600 1 —006 30 1 BZX83-C2V7
% BZX83~C3V6 F 80 3,4 36 38 5 90 600 1 -007 20 1 BZX83-C2V7
* BzX83-C3V9 F 80 37 39 4,1 5 85 600 1 —-0,055 10 1 BZX83-~C2V7
*% BZX83—~C4V3 F 80 4,0 43 46 5 80 600 1 -0045 5 1 BZX83~C2V7
* BZX83-C4V7 F 80 4,4 47 50 5 80 600 1 ~0025 2 1 BZX83-C2V7
% BZX83—~C5V 1 F 80 48 5,1 5,4 5 60 550 1 +002 1 1 BZXB3-C2V7
* BZX83—C5V6 F 80 52 56 60 5 40 450 1 +003 1 1 BZX83—C2V7
* BZX83-CBV2 F 80 58 6,2 6,6 5 10 200 1 +0,04 1 2 BZX83-C2V7
% BZX83-~C6V8 F 80 6,4 6.8 72 5 8 150 1 +0,045 1 3 BZX83~-C2V7
* BZX83—~C7 V5 F 80 7,0 75 79 5 7 50 1 +005 1 35  BzX83-C2V7
* BZX83—-CBV 2 F 80 77 8,2 8,7 5 7 50 1 +0,085 1 4 BZXB3-C2V7
¥ BzX83—-COV 1 F 80 8,5 9,1 9,6 5 10 50 1 + 0,06 1 5 BZX83-C2V7 -
¥ BzX 83— C10 F 80 9,4 10 10,6 5 15 70 1 + 0066 1 6 BZX83~C2V7
# BZX83-C11 F 80 104 11 11,6 5 20 70 1 4007 1 7 BZXB3-C2V7
*B8zX 83~ C 12 F 80 11,4 12 12,7 5 20 30 1 + 0,07 1 8 BZX83-C2V7
* BzX 83— C 13 F 80 12,4 13 14,1 5 25 110 1 +0075 1 9 BZX83-C2V7
*BZX 83— C 15 F 80 138 15 15,6 5 30 110 1 +0075 1 1 BZX83-C2V7
* BZX83~C 16 F 80 15,3 16 171 5 40 170 1 +0,08 1 1" BZX83-C2V7?
* B2X 83— C 18 F 80 168 18 19,1 5 55 170 1 +008 1 12 BZX83-C2V7
* BZX 83— C20 F 80 188 20 212 5 55 220 1 +008 1 14 BZX83-C2V7
* BZX 83 C 22 F 80 208 22 233 5 58 220 1 +0085 1 15 BZX83—~C2V7
* B2ZX 83 C24 F 80 228 24 25,6 5 80 220 1 +008 1 16 BZXB83-C2V7
# BZX 83— C27 F 80 251 27 28,9 5 80 250 1 +0085 1 18 BzX83-C2V7
* BZX 83~ C 30 F 80 28 30 32 5 90" 250 1 +009 1 20  BZXB3-C2V7
# 82X 83-C33 F 80 31 a3 35 5 90 250 1 +009 1 22 BZX83-C2V7

% Dispositlf recommandé
Preferred device

. 1871 GS 9/28
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TABLEAU 20 Diodes de régulation de tension
TABLE Voltage regulator diodes Py = 1W/ %,y =40°C ez ® tamb = 25°C
Type Boitier | V2T Var  Var / lzr zr 2/ avz ] ] Vair notice
Type Case V) v} [\ (mA) Q Q {mA} %/°C (A) v See data sheet
min non max max max min max max
*BZX85-C3V3 CB101 31 33 35 80 20 400 1 ~008 -004 40 1 BZXB5-C3V3
%BZXB5—-C3V6 CB101 34 36 38 60 15 500 1 -008 -005 20 1 BZX85-C3V3
* 82X 85-C3V9 CB101 37 39 41 60 15 500 1 ~007 -002 10 1 BZX85-C3V3
¥ BZXB5-C4V3 CBI0I 40 43 46 50 12 500 1 -005 +001 3 1 BZX85-C3V3
% BZX85-C4V7 CB101 4,4 47 50 45 13 600 1 -003 +004 3 1,5 BZX85—C3V3
#BZX85~C5V1 CB101 48 5,1 54 45 10 500 1 -001 +004 1 2 BZX85-C3V3
¥ BZXB5~C5V6 CB101 52 56 60 45 7 400 1 0 40045 1 2 BZX85—-C3V3
% B2X85-C6V2 CB101 58 62 66 35 4 300 1 +001 +0055 1 38 BZX85—C3V3
* BZX85-~C6V8 CB101 64 68 72 35 35 300 1 40015 4008 1 4 BZX85-C3V3
*BZX85-C7V5 CB101 70 7.5 7.9 35 3 200 05 +002 +0085 1 45 BZX85-C3V3
%8ZX85-CBV2 CB101 77 82 87 25 5 200 05  +003 +007 1 5 BZX85-C3V3
% BZX85~COV1 CB101 85 9,1 9.6 25 5 200 05 +003 +0075 1 55 BZX85—C3V 3
%82X85-C10  CB101 94 10 108 25 7 200 05 +004 +0080 05 7 BZX85-C3V3
#8ZX85-C11  CB101 104  11. 116 20 8 300 05  +0045 +0080 05 77 BZX85-C3V3
%82X85—-C12  CB101 11,4 12 127 20 9 350 05 +0045 +0085 05 84 8ZX85-C3V3
*82X85-C13  CB101 124 13 41 20 10 400 05 +005 +008 05 91 BZX85-C3V3
%B2zX85-C15  CB101 138 15 156 15 15 500 05 +0055 +009 05 105 BZX85-C3V3
#BZX85-C16  CB101 153 16 17,1 15 15 500 05  +0055 +008 05 1,2 BZX85-C3V3
%BZX85-C18  CB101 168 18 19,1 15 20 500 05 +006 +009 05 126 BZXB85-C3V3
%BzZX85-C20 CB101 188 20 212 10 24 600 05 +006 +009 05 14 BZX85-C3V3
*BzX85-C22  CB101 208 22 233 10 25 600 05 +006 +0095 05 154 BZX85-C3V3
#82X85-C24  CB101 228 24 256 10 25 600 05 +006 +0095 05 168 BZX85-C3V3
*82X85-C27  CB101 251 27 288 10 30 750 025 +006 +0095 05 183 BZX85—C3V3
* BZX85-C30  CB101 28 30 32 10 30 1000 025 +006 +0095 05 21 B2X85-C3V3
¥ Bzx85-C33  CB101 31 33 3 10 35 1000 025 +006 +0095 05 231  BZX85-C3V3

* Dispositif recommandé
Preferred device.
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TABLEAU

MR T

21 Diodes de régulation de tension W e e
TABLE Voltage regulator diodes Fz = 1Witamp =50°C  famb =2
, I 1 vV
U/ Boltier :le)T / ('-ﬂ) I e W ) / v lienotice
nom max max typ. max
* 1N 4728, A C8 101 33 76 10 400 1 —-0,075 100 1 1N 4728
* 1N 4729, A cB 101 36 69 10 400 1 ~-00865 100 1 1N 4728
* 1N 4730, A c8 101 39 64 9 400 1 —0055 50 1 IN 4728
* 1N 4731, A c8 101 43 58 9 400 1 - 0,04 10 1 1N 4728
* 1N 4732, A cB 101 47 53 8 500 1 - 0,02 10 1 1N 4728
* 1N 4733,A cB 101 5,1 49 7 550 1 +0005 10 1 1N 4728
* 1N 4734, A cB 101 56 45 5 600 1 +0,02 10 2 N 4728
* 1N 4735, A CB 101 62 41 2 700 1 +0,035 10 3 N 4728
* 1N 4736, A c8 101 68 a7 35 700 1 +0,04 10 4 1N 4728
* 1N 4737, A B 101 7.5 34 4,0 700 05 +0045 10 5 1N 4728
* 1N 4738, A CB 101 82 31 45 700 05 40,048 10 6 1N 4728
* 1IN 4739, A cB 101 9,1 28 5 700 05 +0051 10 7 1N 4728
* 1N 4740, A CB 101 10 25 7 700 025 +0,055 10 7.6 1N 4728
* 1N 4741, A CB 101 1 23 8 700 0,25 +0,06 5 84 1N 4728
* 1N 4742, A cB 101 12 21 9 700 025 +0065 5 a1 1N 4728
* 1N 4743, A cB 101 13 19 10 700 0,25 +0,065 5 9,9 1N 4728
* 1N 4744, A €8 101 15 17 14 700 0,25 +0,07 5 1.4 1N 4728
* 1N 4745, A cB 101 16 155 16 700 0,25 +0,07 5 12,2 1N 4728
* 1N 4746, A cB 101 18 14 20 750 0,25 +0075 5 13,7 1N 4728
* 1N 4747, A c8 101 20 125 22 750 0,25 +0075 5 15.2 1N 4728
* 1N 4748, A cB 101 22 15 23 750 0,25 +0,08 5 16,7 1N 4728
* 1N 4749, A cB 101 24 105 25 750 0,25 +0,08 5 182 1N 4728
* N 4750, A CB 101 27 9,5 35 750 025 +0085 5 20,6 1N 4728
¥ N 4751, A c8 101 30 8,5 40 1000 025 +0085 5 22,6 1N 4728
* 1N 4752, A CB 101 33 75 45 1000 025 +0085 & 25,1 1IN 4728
.
* Dispositif recommandé 1N 4728 — 1N 4752 tolérance £ 10 %
Preferred device 1N 4728 A— 1N 4752 A tolérance £ 5%
1971 GS 11/26
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i’A'BIL'EinUmEZ-Diloldes'de.régulation de tension

Py = TWiypp = 25°C tamp = 25°C

TABLE Voltage regulator diodes
Type Boftier Vor /  Vor Tolkrance f2r 7K / lx ayz Voir natice
Type Case (ma} (mA) Q) Q) {mA) %/°C See data sheet
nom max max. typ.
11286F DO — $10% 60 =005 11.Z 6F
11ZB6AF DO ~ 165% 52 600 1 ~0,05 112 6AF
1226 F DO - X +10% 60 — 0,05 112 6F
122 6 AF DO — X +5% 52 600 1 ~0,05 11.2_6AE
3Z6F DO — 0 60 ~ 0,05 1 Z GF
326 AF DO — X 0 52 600 1 =005 11 Z BAE
4Z6F D0 — 0 60 —0,08 1nZgF
4Z6AF DO - A 0 52 600 1 ~0,05 11 2 BAF
TI576F DU=T13 3,7 10 E3 1) —0,03 1 Z 6F
15 Z 6 AF. DO -13 4.7 10 E3 52 600 T ~0,03 117 BAE
1626 F DO~ 13 5,1 10 3 36 - +0,01 112 6F
16 Z 6 AF DO -13 5,1 10 E 34 512 1 +0,01 11 Z BAF
1726 F DO =13 56 10_ 3 36 +0,02 112 BF
172 6 AF DO — 13 55 10 3 32 512 1 0,02 11 Z_6AF
18Z6F 0 —~ A 10 E3 20 +0,03 112Z6F
18 Z6AF DO — 0 3 12 360 1 +0,03 11 2 GAF
16Z6F DO — 0 3 20 +0,05 112 8F
1926 AF DO — 0 3 12 360 1 + 0,05 11 Z 6AF
20Z6F DO — 0 + 4 +0,07 112 8F
20Z6 AF DO — 0 * 55 1 +0,07 11 Z 6AF
2126F DO — 0 + 4 +0,07 112 6F
21 AF = 10 E3 12 1 + 0,07 11 2 6AF
22Z6F DO - 13 i 3 8 +0,08 112 6F
22 AF DO —13 A 0 1 20 1 +0,08 11 Z 6AF
23Z6F DO —13 0 0 g +0,08 1 2Z 6F
326 AF DO =13 0 38 1 +0,08 11.2 BAF
426 F DO ~ 13 1 1 +0,08 1.2 §F
4 2 6 AF DO — 1 0 50 1 +0,08 11 Z BAE
2526F DO — 2 0 4 +0,08 112 6F
25 Z 6 AF DO — 12 0 50 1 +0,08 11 Z B6AF
2626F DO —13 73 10 2N 0,08 112 6F
2626 AF DO ~ 13 13 10 3 iE] 330 T 410,08 112 6AF
2726 F DO — 13 i 10 £10% 50 +0,08__°_ 117 6F
27 Z6 AF DO —~13 14 10 5% il 550 _ 1 +0,08 11.Z 6AF
2826 F DO =13 15 10 F10% 0 ¥ 0,08 1.Z 6F
28Z 6 AF D0 —13 15 0 5% 24 550 i ¥0,08 1.2 8AE
F DO — 13 16 10 £10% 0 30,08 112 6F
AF 0 — 15 (] 5% 35 — 600 T +0,08 11 Z 6AF
E DO — 18 T10% 80 +0,08 117 6F
AF DO — 18 5% 40 600 1 +0,08 11 Z BAF
20Z6F DO — 20 0% 90 ¥0,08 11 Z 6F
120 Z 6 AF DO — 20 0 % 45 600 c 1 +0,08 11 Z 8AF
12226 F DO —13 22 0 0% 110 ¥0,08 1 Z BF
122Z6AF DO —-13 22 Q %, 55 600 1 0,08 11.Z 6AF
12426 F DO — 13 24 0 £10% 120 +0,08 11Z 6F
12426 AF DO—13 24 0 5% 60 600 1 + 0,08 112 6AF

* Disposltlf recommandé
Preferred device
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TABLEAU 23  Diodes de régulation de tension _ - y
TABLE Voltage regulator diodes Pz = Wham =25°C  tam, = 25°
e W e o BB GRG0 e
nom max max yp max

1N 3821 A DO -~13 33 76 5% 10 400 1 —0,075 10 1 1N3821 A
1N 3822 A 0~ 13 3,6 69 5% 10 400 1 —0,065 10 1 1N 3821 A
1N 3823 A DO -13 39 64 5% 9 400 1 - 0,055 10 1 1N 3821 A
1N 3824 A DO —-13 4,3 58 5% 9 400 1 -0,04 10 1 1N 3821 A
1N 3825 A DO ~13 4.7 53 5% 8 500 1 -0,02 10 1 IN3821 A
1N 3826 A DO -13 5,1 49 5% 7 550 1 + 0,005 10 1 IN3821 A
1N 3827 A DO ~13 5,6 45 5% 5 600 1 + 0,02 10 2 1N 3821 A
1N 3828 A DO -13 6,2 41 5% 2 700 1 + 0,035 10 3 1IN 3821 A
1IN 3816 B DO -13 6,8 37 5% 35 700 1 +0,04 150 52 1N 3821 A
1N 38178 DO -13 75 34 5% 4 700 - 05 + 0,045 75 57 1N 3821 A
1N 38188 DO —-13 8,2 31 5% 4,5 700 0,5 +0,048 50 - 62 1N 3821 A
1N 38198 DO ~-13 9,1 28 5% 5 700 0,5 + 0,051 25 69 1N_3821 A
1N 38208 DO - 13 10 .25 5% 7 700 0,26 + 0,055 10 7,6 iN3821 A
1N 3821 B DO —13 " 23 5% 8 700 0,26 + 0,06 5 84 1N3821 A
1N 3822B DO —-13 12 21 +5% 9 700 0,25 + 0,085 5 8,1 1N 3821 A
1N 38238 DO -13 13 19 5% 10 700 0,25 + 0,065 5 9,9 1N 3821 A
1N 3824 B DO ~-13 15 17 5% 14 700 0,25 +0,07 5 11:4 1N 3821 A
1N 38258 DO ~-13 16 15,5 5% 16 700 0,25 +0,07 5 12,2 1N 3821 A
1N 38268 DO —-13 18 14 5% 20 750 0,25 +0,075 5 13,7 IN3821 A
1N 3827 8B 0~ 13 20 12,5 5% 22 750 0,26 +0,075 5 15,2 IN3821 A
IN38288B DO-13 22 1,5 5% 23 750 0,25 +0,08 5 16,7 IN3821 A
1IN 3829 B DO —-13 24 < 105 5% 25 750 0,25 +0,08 5 18,2 1IN 3821 A

* Dispositit recommandé

Preferred device

1971 GS 13/26



TABLEAU 24 Diodes de régulation de tension

TABLE Voltage regulator diodes . Pz = Wity =25°C  typp=25°C
Type Boftier Var /o Toléance 21 2/l vz Vot notice
Type Case v {ma) [i2)] Q) {mA) %/°C See data sheet
non max max 1yp.
5126 DO~4 33 100 £10% 30 0,05 5126
5126A DO -4 33 100 +5% 25 32 10 — 0,05 512 6A
5226 DO-4 36 100 £10% 30 — 0,05 517 6
5226A DO -4 36 100 £5% 25 32 10 - 0,05 512 6A
5326 DO -—4 3,9 100 £10% 30 —~0,04 5126
53Z6A DO -4 39 100 +5% 20 31 10 —0,04 512 6A
5426 DO -4 43 100 £10% 30 ~0,04 5126
5426A DO -4 43 100 £5% 20 30 10 0,04 512 6A
5526 DO-4 4,7 100 £10% 30 - 0,03 517 6
55Z6A DO -4 47 100 £5% 20 27 10 - 0,03 51 Z 6A
567 6 DO—-4 5.1 100 £10% 20 —~0,02 512 6
5626A DO—4 5.1 100 £5% 15 23 10 0,02 512 6A
5726 DO—4 56 100 +10% 20 +0,01 5126
57Z6A DO-4 5,6 100 *5% 15 20 10 +0,01 512 6A
5876 DO -4 6.2 100 +10% 10 +0,03 51 Z 6
58Z6A D0 -4 6.2 100 5% 10 8 10 +70,03 51 Z 6A
5926 DO—4 68 100 0% 10 +0,06 512 6
59Z6A DO -4 6.8 100 5% 10 5 10 +0,05 512 6A
6026 DO-4 75 100 2 10% 10 +0,07 512 6
60Z6A DO-4 75 100 5% 70 38 10 0,07 512 6A
6126 DO—4 82 100 £10% 10 0,07 5126
61Z6A DO -4 8.2 100 5% 10 35 10 +0,07 51 Z 6A
62Z6 DO -4 9,1 100 +10% 15 + 0,08 512 6
6226 A ~ DO-4 9,1 100 5% 15 39 10 +0,07 512 6A
6326 50 -4 10 100 0% 15 +0,09 5126
63Z6A DO—4 10 100 £5% 15 44 10 + 0,09 512 6A
6426 DO—4 11 100 $10% 15 +0,1 5126
64Z6A DO—4 11 100 £5% 15 6 10 +0,1 51 Z 6A
6526 DO—4 12 100 £10% 20 +0,12 512 6
6526A DO -4 12 100 £5% 20 8 10 +0,12 512 6A
6626 DO -4 13 100 £10% 20 +0,13 512 6
66Z6A DO-4 13 100 5% 20 12 10 +0,13 512 6A
5726 DO -4 14 100 £10% 30 +0,14 5126
6726A DO—-4 14 100 £5% 35 14 10 +0,14 51 Z 6A
6826 D04 5 100 0% 40 _ +0,15 5126
68Z6A D04 15 100 +5% 40 15 +0,15 512 6A

%* Dispositif recommandé
Preferred device
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TABLEAU

25

Diodes de régulation de tension

= = 250, =
TABLE Voltage requlator diodes Pz = 25W/typyy, = 25°C  typp = 25°C
Type Boitier Vzr / lzr 21 vz Voir notice
Type Case v {mA) Q) %/°C See data sheet
non max typ
7126,A $178 33 400 2 — 0,05 726
7126,A 5179 36 400 1.9 — 0,05 TMZ6
73Z6,A 5179 3.9 400 18 ~ 0,05 NZe
7426,A 5179 4,3 400 15 - 0,05 7NZEs
7526,A 5179 4,7 400 15 — 0,05 T Z6
7626, A $179 52 400 1.0 + 0,06 MNZe6
771Z26,A $179 56 400 10 + 0,06 NZs
7826, A S179 6,2 400 1.2 + 0,06 NZ8
7926, A $179 6.8 400 12 + 0,06 nze
8026, A 5179 15 400 18 + 0,06 MZ6
8126,A 5179 8,2 400 2,0 + 0,06 MNZE6
8226,A s179 9,1 . 400 25 +0,07 NnZs
83Z6,A s17¢9 10 400 30 +0,07 TZE6
B4Z6,A s179 11 400 35 + 0,07 nzZe
BSZ6,A $179 12 400 3.8 + 0,08 MNZE6
86Z26,A $179 13 400 38 + 0,08 NZ6
8726,A 5179 14 400 5 + 0,09 1MZ6
8826, A §$179 15 400 5,5 + 0,09 NZ6
* Dispositif recommandé 7126 —8826 Tolérance + 10%
Preferred device 7126A—-B8Z6A Tolérance + 5%
1971 GS 15/26
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Diodes de redfessemént au'silicium — série normale

TABLEAU 26
TABLE Silicon rectifier diodes — normal serie tamb = 25°C
Type Boitier Vaam foper lo sm Ve I Vaie notice
Type Case v °c () (A) w (a) See data sheet
ty=10ms
max. max max max max
.
BY 183 - 50 DO -7 50 125 02 2 1,2 0,1 BY 183 — 50
BY 183~ 100 DO -7 100 125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183 ~ 50
BY 183 ~ 200 D0-7 200 125 0,2 2 12 0,1 BY 183 — 50
BY 183 - 300 D0 -7 300 125 02 2 12 0,1 BY 183 ~ 50
BY 183 — 400 DO-7 400 125 0,2 2 12 0,1 BY 183 —50
BY 183~ 500 Do -7 500 125 02 2 12 0,1 BY 18350
BY 183 — 600 DO -7 600 125 02 2 1,2 0,3 BY 183 — 50
* BYX 60— 50 DoO—~7 - 50 125 04 254 12 04 BYX 60 ~ 50
* BYX 60— 100 00-7 100 126 0.4 2,5° 12 0,4 BYX 60 — 50
* BYX 60 — 200 Do-7 200 125 0,4 2,5° 12 0,4 BYX 60 - 50
* BYX 60 — 300 007 300 125 0,4 25° 12 04 BYX 60 — 50
* BYX 60 — 400 D0-7 400 125 0,4 25° 1,2 04 BYX 60 ~ 50
* BYX 60 — 500 DO~-7 500 125 0,4 25" 12 04 BYX 60 ~ 50
* BYX 60 — 600 DO~7 600 125 04 25° 1,2 0,4 BYX 60 ~ 50
* BYX 60 -~ 700 D0 -7 700 125 04 25° 1,2 0,4 BYX 60 — 50
* 1N 645 DO -7 225 150 04 3 1 . 04 1IN 645
* 1IN 646 Do-7 ‘300 150 04 3 1 0.4 1N 645
* 1IN 647 Do -7 400 150 04 3° 1 04 N 645
* IN 648 DO-7 500 150 0,4 3 1 0,4 1N 645
* 1N 649 D0-7 600 150 0,4 3 1 0,4 1N 645
% Dispositif recommandé St s

Preferred device.

§ Valeur typique
Typical value

1871 GS 16/26
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TABLEAU 27 Diodes de redressement au silicium — série normale -
TABLE Silicon rectifier diodes — normal série . tease = 25°C
Type Boitier » Varm toper lo [(F:)M Ve e Voir notice
o
Type Case v) c A pm10ms [\l (A See data sheet
max max max max. max
* 1IN 1581 D0 -4 50 " +175 3w 40 15 3 N 1581
* 1N 1582 DO —4 ' 100 +175 3 W 40 15 3 1N 1581
¥ N 1583 D0 — 4 200 + 175 3w 20 15 3 N 1581
% 1N 1584 00—-4 300 +175 3 40 15 3 N 1581
* 1N 1585 DO -4 400 + 175 3 W 40 1,5 3 1N, 1581
¥ 1N 1586 00 —4. 500 +175 ER 40 15 3 N 1681
% 1N 1587 DO -4 600 175 3 o 40 15 3 IN 1581
¥ 42R2 DO-4 200 + 150 6 75 13 6 A2 R 2
*44R2 DO—4 400 + 150 [ 75 13 [ 42 R 2
¥ 46R2 D0 -4 600 + 150 6 2 75 13 3 42R 2
¥ 48R2 DO =4 800 + 150 6 & 75 13 6 2R 2
¥ 62R2 D0O—4 200 + 150 120 150 13 12 62 R 2
“¥B4R2 DO—4 400 + 150 2 150 13 12 62 R 2
¥66R2 DO -4 600 + 150 12 150 1.3 12 62 R 2
* 68 R 2 DO -4 800 + 150 127 150 13 12 62 R 2
_F IN2488 DO -5 50 + 175 20 250 15 50 N 248 B
¥ 1N 2498 D0-5 100 +175 207 250 1,5 W 50 IN248B
¥ IN2508 0O-5 200 +175 200 250 1,5 50 1N 248 B
1IN 1195 A DO —5 300 . +175 200 350 12 20 N 1195 A
1N 1196 A DO -5 400 + 175 2077 350 1,2 20 1N 1185 A
INT197 A DO-5 500 +175 207 350 12 20 TN1195 A
IN 1188 A DO -5 600 + 175 200 350 12 20 1N 1195 A
*22R2 DO -5 200 + 150 20 OF 250 13 20 2R 2
* 24R2 D0-5 400 + 150 20 250 13 20 2R 2
*26R2 DO--§ 600 + 150 209 - 250 1,3 20 2 R 2
*28R2 DO-5 800 + 150 209 250 13 20 2R 2
*30R2 DO—5 1000, + 150, 207 250 13 20 22 R 2
¥ 3ZR2 50—5 200 150 3B 500 i3 35 3R 2
¥ 34R2 DO=5 400 __+ 150 35 @ 500 13 35 2R 2
*36ER2 DO -5 _600 + 150 35 4 500 13 35 2R2
¥38R2 00-5 800 +_150 35 4 500 13 35 32R2
* Dispositif recommandé (1} Yoy = 150°C 1) Vegm Tesm
Preferred device 2} toyge= 125°C
(2} tegge
§ Valeur typique (3) tegeq = 120°C
Typlcal value

°
14) 1gqe = 110°C

1971 GS 17/26
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TABLEAU 28 Diodes de redressement au silicum — avalanche contrdlée
TABLE Silicon rectifier diodes — controlled avalanche tyon = 25°C
m
Type Boltier Vaam toper lo Tesm Ve /K Ver Voir notice
Type Casz (] rel (A} (A} v} {A) v) See data sheet
tp= 10ms
max max max max max min max
* 16602 00-7 600 + 150 0,4 3 1 04 700 1000 166 J 2
* 16842 DO~7 800 + 150 0,4 3 1 0.4 900 1200 166 J 2
lu"-25°0
*46R2S DO -4 600 + 150 6 W . 75 13 6 700 46 R 25
¥ 48R2S DO ~4 800 + 150 6 M 75 1,3 6 900 46 R 2§
*50R2S DO -4 1000 + 150 6 75 1.3 6 1150 46 R 25
¥ 66R2S DO—4 600 + 150 120 150 1,3 10 700 66 R 25
* 68R2S DO —-4 800 + 150 120 150 1,3 10 900 66 R 25
¥ 70R2S DO-4 1000 + 150 1240 150 1,3 10 1150 66 R 25
¥72R2S DO —4 1200 + 150 120 150 1,3 10 1300 6 R 25
¥26R2S DO -5 600 + 150 202 250 13 20 700 26 R 25
% 28R2S DO -5 800 + 150 20 (2t 250 13 20 900 26 R 25
% 30R2S DO -5 1000 + 150 20 2 250 13 20 1150 26 R 25
% 212R2S DO -5 1200 + 150 20 @ 250 1,3 20 1300 2% R 28
¥36R2S DO -5 600 + 150 353 500 13 35 700 36 R 28
*38R2S DO -5 800 + 150 35 500 1,3 35 900 36 R 28
*40R2S DO -~5 1000 + 150 35 12l 500 13 35 1150 36 R 25
* 312R2S DO-5 1200 + 150 35 0 500 1,3 35 1300 38R 25
* Dispositif recommandé (1) topge = 125°C Tyt

Preferred device

§ Valeur typique
Typical value

{2} tpq, = 120°C
(3) togqe = 110°C
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TABLEAU 29 Diodes de redressement au silicium — série rapide .
TABLE Silicon rectifier diodes — fast recovery serie tease = 25°C
t ! 1 v
Type Boftier va ey ™ he w / ('AF, (ﬁ "y Vaie notice
Type Case max 10ms See data sheet
tease =100°C =
max max max max max

* BYX 66 — 600 DO-—4 600 150 12 150 15 12 500 BYX 66 — 600

* BYX 66 — 800 DO—4 800 150 12 150 15 12 500 BYX 66 —— 600
__ ¥ BYX66-1000 DO =4 1000 150 12 150 15 12 500 BYX 66 — 600

* BYX 67 — 600 DO-5 600 150 30 300 5 30 500 BYX 67 — 600

¥ BYX 67 — 800 DO-5 800 150 30 300 1.5 30 500 BYX 67 - 600

* BYX 7 — 1000 DO—5 1000 150 30 300 15 =

¥ 1N 3879 DO -4 50 150 6 75 14 6 200 1N 3879

¥ 1N 3880 DO—4 100 150 6 75 1.4 6 200 1N 3879

¥ 1N 3881 DO—4 200 150 6 75 1.4 6 200 1N 3879

¥ 1N 3882 DO—4 300 150 6 75 1.4 3 200 1N 3879

* 1N 3883 DO -4 400 150 6 75 14 [ 200 1N 3879

* 1N 3889 DO -4 50 150 12 150 1,4 12 200 1N 3889

* 1N 3890 DO—4 100 150 12 150 14 12 200 1N 3889

% 1N 3891 DO -4 200 150 12 150 1.4 12 200 1N 3883

* 1N 3892 DO -4 300 150 12 150 14 12 200 1N 3889
— ¥ 1N3893 DO —4 400 150 12 150 14 12 200 1N 3889

* BYX 62 — 600 D04 600 150 12 150 14 12 200 1N 3889

¥ 1N 3899 DO-5§ 50 150 20 150 14 20 200 1N 3899

% N 3900 DO—5 100 150 20 150 14 20 200 1N 3899

¥ 1N 3801 DO-—5 200 150 20 150 14 20 200 1N 3899

¥ 1N 3902 DO -5 300 150 20 150 L4 20 200 1N 3899

¥ 1N 3903 DO -5 400 150 20 150 14 20 200 1N 3899

* BYX 63 — 600 DO —~5 600 150 20 150, 1,4 20 200 1N 3899

* 1N 3909 D0=5 50 150 30 300 14 30 200 1N 3909

* 1N 3910 DO-5 100 150 30 300 14 30, 200 1N 3900

¥ 1N 3911 DO-5 200 150 30 300 14 30 200 1N 3909

* IN3912 DO-5 300 150 30 300 14 30 200 1N 3909

¥ IN3913 DO-5 400 150 30 300 14 30 200 1N 3909

¥ BYX 64 — 600 DO—-56 600 150 30 300 14 30 200 1N 3909
__¥BYX61-50 DO -4 50 150 12 150 1.4 12 100 BYX 61— 50

* BYX 61— 100 DO—4 100 150 12 150 1.4 12 100 BYX 61 = 50

FBYX 61 — 200 DO—4 200 150 12 150 14 12 100 BYX 61 — 50
__ ¥ BYX61--300 DO—4 300 150 12 150 14 12 100 BYX 61 — 50

¥ BYX 61 — 400 DO-—4 400 150 12 150 14 12 100 BYX 61 — 50

¥ BYX 65 — 50 D0—5 50 150 30 150 15 30 100 BYX 65 — 50

¥ BYX 65— 100 DD -5 100 150 30 150 15 30 100 BYX 65 — 50

¥ BYX 65 — 200 D0-56 200 150 30 150 1,5 30 100 BYX 65 — 50

¥ BYX 65 - 300 DO—6 300 150 30 150 15 30 100 BYX 65 — 50

¥ BYX 65 — 400 DO-5 400 150 30 150 1.5 30 100 BYX 65 — 50
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cB28-CB32

CB47-CB48

TABLEAU 30 Redresseurs haute tension au silicium (moulage epoxy)
TABLE High voltage silicon rectifiers (epoxy encapsulation) tamb = 25°C
Type Boitier Vaam o rsm Yoper Vr Ie Valr notice
Type” Case v} (a) (A) re vy (A} See data sheet
fpa 13
max max max max max
1N 2901 ca 28 3000 025 2 150 6 025 1N 2901
* 1N 2911 cB 29 4000 025 2 150 8 0,25 12901
1N 2919 B 20 5000 0,25 2 150 10 025 1N 2901
1N 2023 B 30 6000 0,25 2 150 12 0,25 1N 2901
# 0,5 RM 80 ca 31 8000 0,25 2 150 16 025 1N 2901
0,5 RM 100 B 32 10000 0,25 2 150 20 025 1N 2901
0,5 RM 120 cB32 12000 0,25 2 150 24 025 1N 2901
% 0,5 RM 150 B 32 15000 0,25 2 150 30 0,25 1N 2907
% 1RM 40 c8 47 4000 05 6 150 [} 1 1N 2301
* 1AM 80 cB 47 8000 05 5 150 18 1 1N 2901
1AM 150 B 47 15000 05 6 150 28 1 1N 2901
% 1AM 250 cB 48 25000 05 6 150 50 1 1N 2901
6 RM 36 CB 48 3600 2 25 125 6 15 1N 2901
* 6 AM 42 c8 48 4200 2 25° 125 7 15 1N 2901
6 RM 48 cB 48 4800 2 25° 125 8 15 1N 2901
6 AM 56 CB 48 5600 2 25° 125 8 15 1N 2901
6RM 64 cB 48 6400 2 25° 125 8 15 1N 2901
6RM 72 CB 48 7200 2 25° 125 8 1.5 1N 2001
* 6 AM 80 cB 48 8000 2 25° 125 [ 15 1N 2901
Eléments redresseurs Haute tensfon sur allette, Ttp=1s
High voltage Rectifier stack.
f;;’;:‘;’:;“ 6000V < Vg < 20000V 10 < 5A/typp = 25°C 'gng‘;’;:: .

* Dispositlf recommandé
Preferred device.

§ Valeur typique
Typlcal volue
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TO46

TO18

TABLEAU 31  Thyristors — série normale
TABLE Thyristors — normal serie foasa =257 C
. leT
. Vapm Voam et lrsm Toper () §
;f_;;ee Bg;;l;r Hems tp=10ms ) t =mzs° [ s;l: Z;‘z:u::eer
) W Al ) re) -
max max max max min max max
60T4 TO - 46 25 25 0,26 5 —40 +100 0.2 60T 4
61T4 TO —46 50 50 0,26 5 —40 +100 0,2 60T 4
62T4 TO~—46 100 100 0,26 3 —40 +100 0,2 60T 4
64T 4 TO - 46 200 200 0,26 5 —40 +100 02 60 T 4
2N 877 TO -~ 18 30 30 0,5 5 —65 125 0,2° ZNBT7
2N 878 TO-18 50 60 05 5 —%5 FI125 02" TNB77
2N 879 JT0-18 100 100 05 5 — 68 + 125 0,2* 2N 877
2 N 880 TO-18 150 150 0,5 5 — 65 +126 0,2 2N 877
2N 881 TO-18 200 200 0,5 5 — 65 +125 0,2° 2N 877
*10T4 TO -39 25 25 1.6 15 — 40 +100 2,5 0T 4
*10T4s TO -39 25 25 1.6 15 — 40 + 100 0,2 107 45
*11T4 T0-39 50 50 1,6 15 — 40 + 100 25 07T 4
*11T45S TO -39 50 50 1,6 15 —40 +100 0,2 107 45
* 1274 T0-39 100 100 16 i5 —40 100 25 WY 4
*12T4s TO -39 100 100 1.6 15 — 40 +100 02 10T 48
*14T4 TO -39 200 200 1.6 15 —40 +100 2,5 107 4
¥714T4S TO -39 200 200 1.6 15 —40 100 0,2 0T 45S
*16T4 T0-39 300 300 16 15 —40 +100 2,5 0T 4
*16T4S 70 -39 300 300 1,6 15 —40 +100 0.2 107 45
#1774 10-39 400 400 16 15 — 40 +100 25 0T 4
*17T4S T0-39 400 400 1.6 15 —40 +100 0,2 10T 4S
* 2 N 1595 TO -39 50 50 1.6 15 —~65 125 0" Z N 1595
* 2N 1596 TO -39 100 100 1.6 15 —~65 +125 10° 2 N 1695
F 2N 1597 TO -39 200 200 1.6 15 ~65 125 07 Z N 1595
* 2N 1598 TO -39 300 300 1.6 5 — 65 F125 07 2N 1595
* 2N 1599 TO—39- 400 400 16 5 ~65 +125 10° 2N 1595
¥ 2N 2322 TO -39 25 25 16 15 —65 125 0.2° INZ3Z
¥ 2N 2323 TO-39 50 50 1.6 15 —65 125 0,2° 2N 2322
* 2N 2324 TO -39 100 100 1,6 15 —65 +125 02" (2N 2322
X 2N 2325 TO =39 150 150 1,6 5 ~65 +128  02°  INDZ
¥ 2N 2326 TO -39 200 200 16 75 —65 F125 02" 2N 2322
¥ 2N 2327 TO -39 250 250 1,6 5 = 125 0,2° 7N 2322
¥ 2N 2328 TO -39 300 300 16 15 —65 F125 02" 2N 2322
% 2N 2329 TO -39 400 400 1,6 15 —~65 + 125 032" 2N 2322

* Dispositif recommandé
Preferred device

§ Valeur typique

Typical value
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TO39

TABLEAU 32  Thyristors — série normale
TABLE Thyristors — normal serie tease = 25°C
VRRM VoRm et Irsm toper lsT
Type Baltier Tems ty=10ms Voir natice
Type Case ) ) I ) ) (mA) See data sheet
max max max max min max
* BRY 54 — 100 TO -39 100 100 25 50 — 40 +100 20 BRY 54 — 100
¥ BRY 54— 1007 ___TO -39 100 100 2,5 60 — 40 +125 20 BRY 54 — 100 T
* BRY 54 — 200 TO — 39 200 200 25 60 — 40 +100 20 BRY 54 — 100
¥ BRY 54—200T __TO -39 200 200 25 60 — 40 +125 20 BRY 54— 100 T
* BRY 54 — 300 TO -39 300 300 25 60 — 40 + 100 20 BRY 54 — 100
% BAY 54 ~3007 7O -39 300 300 25 60 —40 +125 20 BRY 54— 100 T
"% BRY 54 — 400 TO -39 300 400 2,5 60 —40 + 100 20 BRY 54 — 100
¥ BRY 54 —400T __TO —39 400 300 25 50 —40 +125 20 BRY 54— 100 T
% BRY 54 — 500 TO -39 500 500 25 60 —40 +100 20 BRY 54 — 100
% BRY54—500T 70 -39 500 500 2,5 60 — 40 +125 20 BRY 54— 100
¥ BRY 54 — 600 TO -39 500 600 25 60 — 40 + 100 20 BRY 54 — 100
¥ BRY54—600T 70 —39 600 600 2,5 60 — 40 125 20 BRY 54— 100 T
* BTW 27—100R ___TO—66 100 100 74 100 —20 +100 50 BTW 27— 100 R,
* BTW27 —200R _ TO—66 200 200 74 100 —20 +100 50 BTW 27— 100 R
¥ BTW27-300R __ TO-66 300 300 7.4 100 —20 + 100 50 BTW27 — 100R
¥ BTW27—400R___TO—66 400 400 7.4 100 —20 ____ +100 50 BTW 27 — 100 R
¥ BIW2/ —500R ___TO-—66 500 500 74 100 —20 +100 50 BTW 27 —100 R
% BTW2/—B0OR___ TO-66 600 600 74 100 —20 +100 50 BTW27-100R
* 2N 1770 TO—64 25 25 74 60 — 65 +125 15 2N 1770
F N 1770 A TO-64 25 25 74 60 — 65 + 150 15 2N 1770 A
* 2N 1771 TO - 64 50 50 74 60 — 65 + 125 15 2N 1770
* 2N 1771 A TO - 64 50 50 74 60 — 65 +150 15 2N 1770 A
* 2N 1772 TO - 64 100 100 74 60 — 65 +125 15 2N 1770
* 2N 1772 A TO - 64 100 100 74 60 —65 + 150 15 2N1770A
* 2N 1773 TO-—64 150 150 74 60 —65 + 125 15 2N 1770
* 2N 1773 A TO—64 150 150 74 60 —65 + 150 15 2N 1770 A
¥ 2N 1774 TO— 64 200 200 74 50 — 65 +125 i5 2N 1770
¥ 2N 1774 A TO - 64 200 200 74 60 — 65 + 150 15 2N 1770 A
¥ 2N 1775 TO - 64 250 250 74 50 —65 " 1125 15 2N 1770
* 2N 1775 A TO — 64 250 250 74 60 — 65 +150 15 2N1770A
* 2N 1776 TO-64 300 300 74 60 —~65 +125 15 2N 1770
* 2N 1776 A TO-64 300 300 7,4 60 ~ 65 + 150 15 2N 1770 A
% 2N 1777 TO —64 400 400 74 60 —65 +125 15 2N 1770
% 2N 1777 A TO - 64 400 400 74 60 — 65 +150 15 2N 1770 A
% 2N 1778 TO — 64 500 500 74 60 — 65 +125 15 2N 1770
¥ 2N 2619 TO - 64 600 600 74 60 —65 +125 15 2N 1770

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

§ Valeur typique

Typical value
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TABLEAU 33  Thyristors — série normale
TABLE Thyristors — normal serie tease=25°C
v VRAM Voam Yrett trsm toper o1
Type Bojtier Mims tp=10ms (mA) Voi notice
Type Case ) V) (a) (a) co 4j=28¢ See data sheer
toage =25°C*
max max max max min max max
2N 1842 TO 48 25 25 16 125 —40 + 100 80* 2N 1842
2N 1843 TO 48 50 50 16 125 —40 +100 80° 2N 1842 °
2N 1844 TO--48 100 100 16 125 —40 +100 80° 2N 1842
2N 1845 T0-48 150 150 16 125 ~40 + 100 80° 2N 1842
2N 1846 7048 200 200 16 125 — 40 +100 80° 2N 1842
2N 1847 TO-48 250 250 16 125 —40 +100 80° 2N 1842
2N 1848 TO~—48 300 300 16 125 —40 +100 80° 2N 1842
2N 1849 TO—48 400 400 16 125 —40 +100 80" 2N 1842
2 N 1850 TO - 48 500 500 16 125 — 40 + 100 80° 2N 1842
c36M TO-48 600 600 16 125 —~40 +100 80° 2N 1842
€368 TO-48 700 700 16 125 —40 +100 80* 2N 1842
C36N T0-48 800 800 16 125 —40 +100 80° 2N 1842
2 N 681 TO — 48 25 25 35 150 — 65 + 126 40 2N 681
2 N 682 TO-—-48 50 50 35 150 —~65 +125 40° 2 N 681
2N 683 TO-~48 100 100 36 150 —65 +125 40" 2N 681
2N 684 TO-48 150 150 35 150 —65 +126 40° 2N-681
2N 685 TO 48 200 200 3% 150 —~65 +125 40° 2N 681
2N 686  To-—48 250 250 35 150 —65 +125 40° 2N 681
2 N 687 TO -~ 48 300 300 35 150 — 65 +125 40 2N 681
2N 688 TO-48 400 400 35 . 150 —65 +125 40° 2N 681
2 N 689 TO~~48 - 500 500 35 150 — 65 +125 40 2 N 681
2N 690 TO —48 600 600 35 150 — 65 + 125 40* 2N 681
2N 691 TC--48 700 700 35 150 —65 +126 40° 2N 681
2N 692 TO--48 800 800 35 150 —65 +125 40° 2N 681
* 2 N 5204 TO--48 600 600 35 300 —40 +125 40° 2N 5204
* 2N 5205 TO--48 800 800 35 300 —40 +125 40 2 N 5204
* 2 N 5206 TO - 48 1000 1000 35 300 —40 +125 40° 2 N 5204
* 2 N 5207 TO —48 1200 1200 35 300 —40 +125 40°* 2 N 5204

* Dispositif recommandé
Preferred device,

§ Valeur typ';que
Typical value
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TABLEAU 34 Thyristors — série rapide
TABLE Thyristors — fast recoveries series toase = 25°C
Veam  VDRM et ltsm Toper leT  dide v/t t
Type Boitier Mims  tp=10ms zv(zl;g'c Vair notice
Type Case ) ) ) m o) u]uﬂ"‘ W) (Vhe) ) See data sheet
max max max max min max max min min max
* 2N 3649 TO-48 50 50 35 10 -85 +120 180" 400 200 15 2N 3649
* 2N 3654 TO-48 50 50 35 180  ~65 +120 180° 400 200 10 2N 3654
* 2N 3650 TO - 48 100 100 35 180  —65 +120 180" 400 200 15 2N 3649
* 2N 3655 TO~48 100 100 35 180 —65 +120 180" 400 200 10 2N 3654
* 2N 3651 TO-48 200 200 35 180  —65 +120 180" 400 200 15 2N 3649
* 2N 3656 TO — 48 200 200 35 180 —65 + 120 180 400 200 10 2N 3654
* 2N 3652 TO - 48 300 300 35 180  —65 +120 180" 400 200 15 2N 3649
* 2N 3657 TO~— 48 300 300 35 180  ~65 +120 180" 400 200 10 2N 3654
* 2N 3653 TO—48 400 400 35 180 —65 +120 180° 400 200 15 2N 3649
* 2N 3658 TO — 48 400 400 35 180  —65 +120 180° 400 200 10 2N 3654
c4ou TO — 48 25 25 35 150  —65 +125 40° 10 2 caou
C40F TO - 48 50 50 35 150  —65 +125  40° 10 12 c40U
C40A TO-48 100 100 35 150 -85 +125 40 10 12 c4oU
406 TO-48 150 150 35 150  ~—65 +125 40° 10 12 c40.U
c408 TO-48 200 200 35 150  —65 +126  40° 10 12 C40U
C40H TO - 48 250 250 35 150  —65 +125  40° 10 12 C40U
caoc TO-48 300 300 35 150  —65 +125  40° 10 12 c40U
C40D TO - 48 400 400 35 150  ~65 4125 40° 10 12 c40y
C40E TO—48 500 500 35 150 —65 +125 40 10 12 c40U
% BTW28—500R  TO—48 150 500 35 180  —65 4120 150° 1000 200 20 BTW 28 ~ 500 R
% BTW28A—~500R TO—48 500 500 35 180  —65 +120 150° 1000 200 20 BTW 28 — 500 R
* BTW28—~600R  TO-—48 200 600 35 180  —65 +120 150° 1000 200 20 BTW 28 — 500 R
* BTW28A—600R TO—48 600 600 35 180  —65 4120 150° 1000 200 20 BTW 28 — 500 R
* BTW28—700R  TO—48 250 700 35 180  —65 4120 150° 1000 200 20 BTW 28 — 500 R
% BTW2BA—700R  TO-—48 700 700 35 180 -85 +120  150* 1000 200 20 BTW 28 ~ 500 R
*BTW28—~BOOR  TO=—48 300 800 35 180 -85 +120 150° 1000 200 20 BTW 28 ~500 R
% BTW28A—800R TO-48 800 800 35 180  —65 4120 150° 1000 200 20 8TW 28 ~500 R

* Dispositif recommandé
Preferred device.

§ Valeur typique
Typlcal value
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MONTAGES DE DIODES ET/OU THYRISTORS
Diodes and/for thyristors stacks

Code de désignation des montages
Stacks coding system

E/XS/lng - T = ~ <
]

S 02 VRAM max Type de montage Nombre Montage mécanique Nombre
T 10 i par élément Basic circult d'éléments et polarisé d'éléments
TD 20 per cell en série (sauf pour S 02} en paralldle
par bras
Elements de basa Valeur approchée| F=25V <A Téte bache Mecanlical Number of
Mounted components du [ de chaque] H=50V Back to back Number mounting components
diode ou J =100V of components and polarity parallel
S = Diodes seules thyristor K =200V B Pont monophasé In serfes (except S 02)
Only diodes L =300V Single phase bridge per leg
Approximate M= 400V AN
T = Thyrlstors seuls value of each P =500V C  Vaetvient Commun positlf
Only thyristors dlode R =600V Center tap Positive common
or thyristor U=700V
TD = Mixtes Io S =800V D  Doubleur AR
Mixed T = 1000V Doubler Commun négatit
Diodes + Thyristors _ Negative common
Ex ; :2; :'is A F Pont trphasé
! Three phase bridge AS
Autres
H  Mono alternance Others
Half wave

M Pont {ouvert) pour
ampli magnétique
fopen] single phase
magnetic amplifier
bridge

S Trihexaphasé étolle
Six phase star

Y  Triphasé étolle
Three phase half wave

Autres montages possibles sur demande
On request other stacks availlable

Volr page suivante une sélection de montages
See next page some selected stacks.
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CB100

CB61 %i

TABLEAU 35

Montages de diodes et/ou thyristors

TABLE Diodes and/or thyristors stacks tamb = 25°C
v, par bras lp
Montage Type Boitier Composants RAM fer 1eg Vemel* Vair notice
Basic circult Type Case Components {A) See data sheet
i: V max :o V max max
Tetebéche. Back 10 back
TO6FAIASI _. T 06 PAIASI Fig, 1 Thyrlstors 26 500 135 T 06
~ “~ | T20FAIAS! — T20SAIAS] Fig.2 Thyristors 25 800 28 T06
G
S02JBl—A — S02881-A CB 18 Diodes 100 800 0,5 s02
S02J8l—B —— S02JBl—B B 100 Diodes 100 800 0,5 502
S02RB2 —— S02SB2 cB 77 Diodes 1200 1600 0,5 so02
S10KBIASI — S10TB2AS! Fig. 1 Diodes 200 2000 26 s10
S20KBIAS! —— S20TB2ASI Fig.2 Diodes 200 2000 42 510
TO 06 F8IASI — TD 06 PB AS! Fig.1 | Diod.+ Thyr. 25 500 12 T 08
TD 20 FBIASI — TD 20 SB ASI Fig.2 | Diod. + Thyr. 25 800 22 TO06
C  \Vaetvent
Center tap S02KCl—A . S02SC2~A cB 18 Diodes 200 1600 0,5 502
S02KCI—B —— S025C2—B cs18 Diodes 200 1600 0,5 s02
S10KCI¥ — S10TC4% Fig. 1 Diodes 200 4000 26 510
~ a S20KCI¥ — S207C4% Fig. 2 Diodes 200 4000 42 s10
TO6FCI¥ —— TosPCI¥ Fig. 1 Thyristars 25 500 12 T 06
o D’S ~ | T20FCI*¥ . T20SCI¥ Fig, 2 Thy_nilsmrs 25 800 22 T06
i
G
Pont triphasé
Thvee phass bricge
§ 02 KFI — S02SFI CB 61 Diodes 200 800 0,7 so02
- + | S10KFIASI _. S10TFIAS! Fig. 1 Diodes 200 1000 36 s10
S20KFIASI —. S20TFIASI Fig.2 Diodes 206 1000 62 s10
TD 06 FFIASI__ TD 06 PFIASt Fig.1 | Diod.+ Thyr. 25 500 17 TO06
TD 20 FFIASI—— TD 20 SFIAS! Fig.2 | Diod. + Thyr. 25 800 a1 TO6

* Préciser & la commande :
Specify wher ordering

commun positif ou
poslitive common or

commun negatif
negative common

AR1
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Boitiers

Cases

0,410
58
/4 —_
— — Ly
23min, 10.8 23min. 23mip, 10,8 L 23min,
s 1.8
- A /. Y
4
— O] 7
e e PR
=
- v 7 L] 2
= = =t =
2,65,
795 Lz (1= %82 2, 75
8.55 135 " 3.5 8,
Anclennement: DM-2 Anciennement :DMs}
Formerly Formecly
cB-17 . CcB-18
CEl DATA. JEDEC SITELESC SESCOSEM CE! D.ATA. : )EDEC SITELESC SESCOSEM
A .
6,5 L 3
[} l-?’vlmr\ 17 - 23 min, -] —1
about PR
-
I ; T
40 40
= B
CALA t TYPE SiSCOSEM’
As151b 25} IN 2901 CB-28
IN 2911
Aslsle 36 N 2919 CB-29
]
A1s1d 45| 1N 2923 CB8-30
A-153g 80| 05 RM 8O €831
As153h 80 :: :: :g-: C8-32
Anciennement:PHG.1 -
Formerly .
CB-25 A-151 5 €B~28
A-153 . . CB-32,
CEl D.AT.A. JEDEC SITELESC SESCOSEM CEl D.ATA JEDEC SITELESC SESCOSEM




Boitiers
Cases

L 16
e Z 25 9
16,
__E- X 25 62,8 138
- . 138 122 @05 ]
. 1
[ | + -
SR g — ST
L|C] TYeE SESCOSEM
1RM 80 135 zZ
» Uas | Lz
200 170) |2 1o coeaz
TRM 250 X} .13 09- 09
SRM 38
SRM 42
[240]210| 41
of210f 1 56 ceee
GRM 44
. Anciennement SM:2
' SRM 80 Formerly
e CB-47
-62-. B-.
M=62-g CB-48 cB-59
43 DALA JEDEC SITELESC SESCOSEM ] DALA. JEDEC SITELESC SESCOSEM
19 9
S.08
826 135 7
122 @05 1 1
.
-
1 e — :
og 09 '
30min. b2 ! P
[ RS
Anciennement SM=1 Anciornement SM3
Formerly R B l Formerly
CB-40 : CB-61
CE D.A.T.A. JEDEC SITELESC SESCOSEM. CEl DATLA. JEDEC SITELESC SESCOSEM




Boitiers
Cases

19 o
5,08 I
5.0815.0815.08
i |50815.08;5080, T ’
1
N !
L 29,400
30min, 0,558
' -l 0.5
' Anciennement SH+3 188 e LA ey
Formerly
! Y
cs-77 C8-100
CEl DATA. JEDEC SITELESC SESCOSEM cy D.ATA, JEDEC "I SESCOSEM
MS 072 2 635 mas.
234 min, YT b4 min, P onse ™ a4 [ —
282 @ 1.53 min.
737 0,737
A e ¢ \
’ v
T L3 & /
771 \ij )
10° \
1276 max..
. . LIL1 sur plots)
syt gty ikt & pont 2032 mor.
o o gt 1 (8 . -t
Y ? Y
. C8-101 A-3M DO -4 DO-4 FoMm CB-33
B.ALA, JEDEC s SLSCOSEM CEl D.ALA. JEDEC SITELESC SESCOSEM




Boitiers

Cases

. 254 1447 max.
a2
745
.58
Y 4min 585 26min '
/ 7.62
T 0,458
“ 0.558 )
1.
—— ==
t
i
16° 1
la tonguewr oiole minimole wivant loquelle Te disposifif peut etre place
Ovec ses sorties phiées & ongle dioit est 25,4 mm . o X X
Lo longuewr axicle minimole suivani laquelle le dispositil peut étre placé
The minimem axial length in vhich the aevice with its cutputs avec sy sorlies plices & ongle droil est 16mm
A 5, .
bent at right angles oan be plased fa 25,4 m Tns mintmun axial length in Which the device with {ts outpute
bent at right angles oan be placed fs 16 .
A-19 DO-13 DO-13 F & cB-37 A-1A ‘ DO-7 D0 -7 F2 CcB-26
Cel DATA. JEOEC SITELESC SESCOSEM cel DATLA JEDEC SITELESC SESCOSEM
10.72 2.93
270 308 O 3.5
A 44
M M\ 252 max.
1.8 N
T RS T
- L )
T ) | | /
! —= = ]
o I LAmas, 2_0.8 l
1270 _max. 1694 _max,
17.48 e plot]
{6 pons) 254 mox. .
Anciennement: PHG.2
Y Y Formetly
A-4 M DO-5 DO-5 FI0M CB-34 saiir C-20 A F 46 CB-24
. Embare B =29 .
CEl D.AT.A. JEDEC SITELESC SESCOSEM . CEL D.ALA. JEDEC SITELESC SESCOSEM




Boitiers
Cases

» 5
23
t
7
vy
Ihou@ 42
123
“Lo longuew asiale minimale suivont loguelle fo d\lpd)ml peat ite placi
Ovec tas sorties pliser & ongle droit est 10 m
.
The minimem azial length in which che dﬂléﬂ with its outputs
bent at right angles can be placed te 10 m.
F80 CB-1 $-179 CB-55
Cet D.ATA, JEDEC SUTELESC SESCOSEM CEl C.ATA. JEDEC SITELESC SESCOSEM
610 27,
650 B
3
H
Arcieonemeré 1O -5
Formedy
1220 min,
12,70 min.
29,407
2
u
wir: €7 1 7O -18 TO-18 F30 cB-6 saiter C-4 - - 9 B-7

B . g-4c| TO-3? TO-39 FS5 Cl
cel DATA. JeveC SITELESC SESCOSEM cEl DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM

45




Boitiers

Cases

VA28 UNE2A

02 2,9 mn, B 153 min,
1130
@ 38
A4
] —1 |
| ‘JL ,
()
2 ls2s
7462
12,70min, 916 max. 239 2 DA min,
(U2 me plon} 280 E—
20, AO; N 1
B 0.50 - 3048 max,
gl
Y Y
e C101 7048 TO-46 F 39 cB-10 A-TY TO-48 TO-48 | F37U CB-66
° Cél D.AT AL JEDEC SITELEST SESCOSEM CEl DATA. XDEC SITELESC SESCOSEM
W_32UNF_2 A ——,
LRI 7Y sury
L)
A B Eoin
02
fnr
[
] galin
- ] ;
-—4 P 1M
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Symboles

Symbols

Capacité différentielle
Capacité de charge

Vitesse critique de croissance du courant 3
I'état passant. {d'un thyristor)

Vitesse critique de croissance de la tension
3 ['état bloqué (d'un.thyristor}

Fréquence

Courant

Courant (contin;J) d‘e reto‘urnement
Courant direct {continu) (d'une diode)

Courant direct moyen (d'une diode)

Courant direct (continu) de gachette
(d’un thyristor)

Courant direct de pointe de gachette
(d'un thyristor)

Courant direct de créte {d'une diode)

Courant direct de pointe répétitif
(d'une diode de redressement)

Courant direct (de pointe) de surcharge
{d’une diode)

Courant {continu) de gachette
(d'un thyristor)

Courant (continu) de gdchette de non-amorgage
{d'un thyristor)

Courant (continu) de gdchette d'amorgage
(d'un thyristor)

Courant {continu) hypostatique
{d’un thyristor)

Courant {continu) d'accrochage
{d'un thyristor)

di/dt
dv/dt

f

l80)
'r
lF(AV)
=g

IERM
lEsm

I

Small signal capacitance -
Load capacitance

Critical rate of rise of on-state current
{of & thyristor)

Critical rate of rise of off-state voltage
(of a thyristor)

Frequency
Current

(Continuous) breakover current

- Forward (continuous) current (of a diode)

Mean forward current {of a diode)
Forward gate (continuous) current
(of a thyristor

Peak forward gate current (of a thyristor)

Peak forward current (of a diode)

* Repetitive peak forward current

(of a rectifier diode)

Surge non repetitive forward current
{of a diode)

Gate (continuous) current
{of a thyristor)

Gate non-trigger (continuous) current
(of a_thyristor)

Gate trigger (continuous) current
(of a thyristor)

(Continuous) holding current
fof a thyristor)

(Continuous) latching current
(of a thyristor)
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Courant direct moyen (d'une diode)

Courant direct de surcharge prévisible
(d’une diode de redressement)

Courant de surcharge prévisible a ]’état passant
(d’un thyristor)

Courant inverse (continu)
(d'une diode ou d’un thyristor}

Courant inverse moyen (d‘une diode)

Courant inverse {continu) de gachette
{d‘un thyristor)

Courant inverse de créte
(d’une diode ou d’un thyristor)

Courant inverse de recouvrement
{d’une diode)

Courant (continu) & I’état passant
{d’un thyristor)

Courant moyen & |'état passant
(d’un thyristor)

Courant de créte & |'état passant
{d’un thyristor)

Courant direct de pointe répétitif 4 I'état
passant (d’un thyristor)

Courant efficace a I'état passant
(d’un thyristor)

Courant de surcharge (de pointe} accidentelle
a I'état passant (d'un thyristor)

Courant de régulation
(d’une diode régulatrice de tension)

Courant de régulation dans la régioh du coude
de claquage (d’une diode régulatrice de tension)

Courant de pointe de surcharge accidentelle
(non répétitif) de régulation (d’une diode
régulatrice de tension)

lo

liov)
ov)
IR

IR(AV)

IrG

Mean forward current (of a diode)

Overfoad forward current
(of a rectifier diode)

Overload on-state current
(of & thyristor)

(Continuous) reverse current
{of a diode or a thyristor)

Mean reverse current (of a diode)

Reverse gate ‘(continuous) current
(of a thyristor)

Peak reverse current
(of a diode or a thyristor)

Reverse recovery current
(of a diode)

(Continuous) on-state current
(of a thyristor)

Mean on-state current
(of a thyristor)

Peak on-state current
(of a thyristor)

Repetitive peak on-state current
(of a thyristor)

RMS on-state current
{of a thyristor)

Surge non repetitive on-state current
(of a thyristor)

Regulation current
(of a voltage regulator diode)

Re'gulation current in the breakdown
knee region (of a voltage regulator diode)

Surge (non repetitive) regulation current
(of a voltage regulator diode)




Courant de contréle de la tension de régulation
(d’une diode régulatrice de tension)

Dissipation totale de puissance
(d’une diode ou d'un thyristor)

Dissipation de puissance moyenne de gachette
{d'un thyristor)

Dissipation de puissance de pointe de gichette
{d’un thyristor)

Dissipation de puissance inverse de pointe
de surcharge accidentelle (non répétitive)
{d'une diode de redressement a avalanche
contrélée)

Dissipation de puissance {dans la région

de claquage).

{d’'une diode régulatrice de tension)
Dissipation de puissance de pointe accidentelle
{non répétitive} {dans la région de claquage)
{d’une diode régulatrice de tension)

Charge recouvrée (d‘une diode)

Résistance

Résistance différentielle

Résistance d’amortissement

Résistance de générateur

Résistance externe en série avec la gachette

(dun thyristor)

Résistance externe reliant la gachette et la
cathode (d'un thyristor)

Résistance de charge
Résistance apparente d |'état passant
Résistance thermique (jonction-ambiante)

Résistance thermique {jonction-boftier)

Rth(j-a)

Rin(j-c)

Regulation voltage test current
(of a voltage regulator diode)

Total power dissipation
(of a diode or a thyristor)

Mean gate power dissipation
(of a thyristor)

Peak gate power dissipation
(of a thyristor)

Surge (non repetitive) reverse power

dissipation (of a controlled avalanche
rectifier diode)

Power dissipation (in the breakdown
region)

{of a voltage regulator diode)

Non repetitive peak power dissipation
(in the breakdown region)

(of a voltage regulator diode)
Recovered charge (of a diode)
Resistance

Differential resistance

Damping resistance

Generator resistance

EXxternal gate resistance

(of a thyristor)

External resistance connecting gate
to cathode (of a thyristor)

Load resistance
On-state slope resistance
Junction-ambiant thermal resistance

Junction-case thermal resistance




Résistance différentielle (dans la région du
coude de claquage)
{d’une diode régulatrice de tension)

*
Résistance différentielle (pour le courant
inverse de mesure dans la région de claquage)
(d‘une diode régulatrice de tension)

Température ambiante
~ Température de boitier

Retard & la croissance commandée par la
" géchette (d’un thyristor)

Temps de recouvrement direct (de la tension)
{d’une diode)

Temps d'amorgage par la gachette
(d’un thyristor)

Température de jonction

Température de fonctionnement
(& dissipation nulle)

Durée d’une impulsion
Temps de désamorgage par commutation du
cireuit (d‘un thyristor)

Temps de croissance commandée par la
gdchette (d'un thyristor)

Temps de recouvrement inverse
(d'une diode)

Température de stockage
Température virtuelle de jonction

Tension

Tension (de mesure) anode - cathode
(d’un thyristor)

Tension {continue) de retournement
(d’un thyristor)

fzk

rzT

amb

case

4

Small signal resistance (in the breakdown

knee region)
{of a voltage regulator diode)

Small signal resistance (for the test reverse

current in the breakdown region)
(of a voltage regulator diode)

Ambiant temperature
Case temperature

Gate controlled delay time

" (of a thyristor)

Forward recovery time (of the voltage)

(of a diode)

Gate controlled turn-on time
(of a thyristor)

Junction temperature

Operating temperature
(at zero dissipation)

Pulse time
Circuit commutated recovery time
fof a thyristor)

Gate controlled rise time
{of a thyristor)

Reverse recovery time
fof a diode)

Storage temperature
Virtual junction temperature
Voltage

Anode - cathode (test) voltage
(of a thyristor)

(Continuous) breakover voltage
(of a thyristor)




Tension de claquage (d'une diode)

Tension continue & |’état bloqué
{d’un thyristor)

Tension de pointe & |'état bloqué
(d‘un thyristor)

Tension de pointe répétitive a |'état bloqué
(d’un thyristor)

Tension de pointe non répétitive & |'état
' bloqué (d’un thyristor)

Tension de créte a ['état'bloqué
(d'un thyristor)

Tension directe (continue)
{d'une diode)

Tension directe moyenne
(d’une diode)

Tension directe {continue) de gachette
(d'un thyristor)

Tension directe de pointe de gachette
(d’un thyristor)

Tension directe transitoire
{d’une diode)

Tension (continue} de non-amorgage par la
: géchette (d’un thyristor)

Tension {continue) d’amorgage par la gdchette
{(d’un thyristor)

Tension inverse continue

(d‘une diode)

Tension inverse (continue) de gichette
(d'un thyristor)

Tension inverse de pointe de gachette
(dun thyristor)

Tension inverse de créte
{d'une diode ou d’un thyristor)

VDRM

Vosm

Vowm

VE(AV)

Breakdown voltage (of a diode) .

Continuous off-state voltage
fof a thyristor}

Peak off-state voltage
(of a thyristor)

Repetitive peak off-state voltage

(of a thyristor)

Non repetitive peak-off-state voltage
(of a thyristor)

Crest (peak) working off-state voltage
(of a thyristor)

(Continuous) Forward voltage
(of a djode)

Mean forward voltage
(of a diode)

Gate {continuous) Forward voltage
(of a thyristor) <

Peak forward gate voltage
(of a thyristor)

Forward transient voltage
(of a diode)

Gate non-trigger (continuous) voltage
(of a thyristor)

Gate trigger (continuous) voltage
(of a thyristor)

Continuous reverse voltage
({of a diode)

Gate (continuous) reverse voltage
(of a thyristor)

Peak reverse gate voltage
{of a thyristor)

Peak reverse voltage
(of a diode or a thyristor)

e



Tension inverse de pointe répétitive
{d'une diode de redressement ou d’un thyristor}

Tension inverse de pointe non répétitive
{d’une diode de redressement ou d‘un thyristor)

Tension inverse de créte {d'une diode de
redressement ou d'un thyristor)

Tension (continue) & |'état passant
Tension de créte 3 |'état passant

Tension inverse {continue) (dans la région
de claquage)
(d‘une diode régulatrice de tension)

Tension inverse (continue) {dans la région
du coude de clagquage)
(d’une diode régulatrice de tension

Tension inverse (continue) de mesure
(dans la région de claquage)
{d’une diode régulatrice de tension)

Impédance thermique
Coefficient de température de la tension
de fonctionnement

(d’une diode régulatrice de tension)

Facteur d'utilisation
{d'une impulsion)

Rendement de détection (en tension)
{d’une diode)

VRRM
VRsMm

VRwWM

Zth

VZ

Repetitive peak reverse voltage
(or a rectifier diode or a thyristor)

Non repetitive peak reverse voltage
(of a rectifier diode or a thyristor)

Crest working reverse voltage
(of a rectifier diode or a thyristor)

(Continuous) on-state voltage

Peak on-state voltage

(Continuous) reverse voltage (in the
breakdown region)

{of a voltage regulator diode)
(Continuous) reverse voltage

{in the breakdown knee region)

{of a voltage regulator diode)

Test (continuous) reverse voltage
(in the breakdown region)

(of a voltage regulator diode)
Thermal impedance

Temperature coefficient of working
voltage

{of a voltage regulator diode)

Duty cycle (of a pulse)

Detector (voltage) efficiency
(of a diode)




1N48 1N 81
IN54 A 1N 126A
IN63 1N127A
IN65 1N 128

% Dispositif recommandé
Preferred device

Diodes germanium
a pointe tungstene

Germanium diodes, tungsten point contact

Usage général Caractéristiques principales
General purpose Quick reference data

VR 40 V100 V
o 30 mA—-50 mA

Marquage : clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) Anneau{mD

Marking : clear or coloured rings (see code next page) ring 1234
Boftier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C  {Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)]

1N48 1NB4A 1N63 1NB5 1N81 1N126A 1N127A 1N 128

Tenston inverse continue Vg .70 50 100 70 40 80 100 40 v
DC reverse voltage

Tension inverse de créte Vpm 85 125 85 50 75 125 50 Vv
Peak revarse voltage

Courant direct continu Ig 50 30 mA
DC forward current :

Courant direct de pointe Em 150 90 ’ mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge  t;=1s Iggy 500 350 mA
Surge forward current

Courant direct moyen lo 50 30 50 50 30 30 30 30 mA
Mean forward current

Température de jonction min ] —55 —55 —-55 °C
Junction temperature max +90 +90 +90 °C

"
Température de stockage min g —55 —50 —55 —55 -85 —55 —55 -55 °C
. Storage temperature max . + 90 +75 + 90 + 90 +70 +90 +90 +90 °C
1971-01 1/3
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IN48 1N 81
IN54A 1N 126A
IN63 IN127A

Caracteristiques générales tamp = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Test conditions
Tension directe lg=4mA 1N 48 Vg 1 Y
DC forward voltage IF =5mA 1N5B4A VF 1 \Y
Ip=4mA 1N 63 Ve 1 v
lr=25mA 1N 65 Vg 1 v
lg=3mA 1N 81 Ve 1 v
IF=5mA TN 126 A VF 1 \%
lp=3mA INI27A Vg 1 v
IF =3 mA 1N128 VF 1 \%
Courant inverse Vg=10V 1NG4A IR 7 HA
DC reverse current 1N 81 IR 10 HA
1N 128 In 10 uA
V=50V 1N 48 IR 830 HA
1N54A In 100 pA
1N 63 IH 50 MA
1N 65 IR 200 HA
TN126A IR 800 LA
TN 127 A IR 300 HA
Résistance différentielle VB_i‘I,S \% TN54 A r 4 MO
Differential resistance 1N 81 r 65 Q
Rendement de détection R = 5k c = 20pF 1N126A 17 38 %
en tension f=100MHz V=2V (eff]
Detector voltage efficiency (rms)

Code des couleurs (ou marquage en clair)
Colour coding (or clear.marking)

Type Armenu1 Anneau2 Anneuua Annelu4 Type ‘\nm!au1 Anm_muZ Ar\nuau:i Anneau4
Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring

1N 48 Noir  Jeune  Gris INB1  Noir  Gris Marron
Black  Yeliow Grey Black  Grey  Brown

1NS4A Noir Vert Jaune  Marron 1N 126A Marron  Rouge  Bleu Marron
Black Green Yeltlow Brown Brown  Red Blue Brown

1N B3  Noir Bleu Orange 1N 127A Marron  Rouge  Violet  Marron
Black Biue Orange Brown  Red Violet  Brown
1NB65 Noir Bleu Vert 1N 128 Macron  Rouge  Gris
Black Blue Green 8rown  Red Grey
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1IN48 - 1N 81
IN54 A 1N 126A
IN63 1N 127A
TIN65 1N 128

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diodes germanium a pointe tungstene 1N 60
' 1N 64

Germanium diodes, tungsten point contact

% Dispositif recommandé

Preferred device

Détection Vidéo Caractéristiques principales
Video detection Quick reference data )
25V 1N 60
VR i5v N 64
| 30mA 1N 60
o 50 mA 1N 64
n (30 MHz) 55% min1N 64

Marquage : clair ou anneaux de couleur {voir code page suivante) I>
Marking : clear or coloured rings (see code next page) Anneau 123
. ring
Boftier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
1N 60 N 64

Tension inverse continue VR 25 15 Vv
DV reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 25 Vv
Peak reverse voltage
Courant direct continu g 50 mA
DC forward current
Courant direct moyen lo 30 50 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Ptot 250 250 mwW
Total power dissipation
Température de jonction max 14 90 °c
Junction temperature
Température de stockage min 1st§ — 55 — 55 °c
Storage temperature max +90 +90 °c

1971-01-1/2
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1N 60
1N 64

Caractéristigues générales

General characteristics

tamb = 25 °C

“{Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min Max.
Test conditions
Tension directe |F =0,3756 mA 1N 60 VE 0,5 \
DC forward voltage IE=3mA 1N 64 VE 1 v
Courant inverse VR=10V 1N 60 IR 200 HA
DC reverse current VR=10V 1N 64 IR 25 MA
Rendement de détection Ry =3000 8 CL = 1000 pF 1N 64 7 55 %
Detector voltage efficiency
f = 30 MHz Vi= 2V (eff)
' (rms)
Code des couleurs
Colour coding
Type Anneau1 Anneau2 Anneau3
Ring Ring Ring
1N 60 Noir Bleu Noir
Black Blue Black
1N 64 Noir Bleu Jaune
Black Blue Yellow

1871-01 2/2
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Diode germanium a pointe tungstene TN 198

Germanium diode, tungsten point contact

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Usage général Caractéristiques principales
General purpose Quick reference data
VR 80V
30 mA
1<
Marquage : en clair ou anneaux de couleurs
Marking : clear or coloured rings [ I gﬂ:
blanc v
. white
Boftier DO-7 Materiau VERRE

Case Material - GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absoluts ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 80 \%
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 100 Y
Peak revarse voltage ’
Courant direct continu I 30 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IEm 90 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s IESM 300 mA
Surge forward current 1p=0,3s IESM 400 mA

tp=1ps IFSM 1 A
Courant direct moyen [Ie) 30 mA
Mean forward current
Temperature de stockage min . —-55 °C
Storage température max st +90 °c
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TN 198

Caractéristiques générales - tamn = 25°C
General characteristics

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Typ. Max
test conditions
Tension directe IF =4 mA VE 1 \
DC forward voltage
Courant inverse VR=10V IR 10 LA
DC reverse current VR=50V IR 50 UA
VR =80V IR 45 HA
VR=10V tamb = +75°C IR 75 HA
VR =50V tamb =+75°C IR 250 A
Résistance différentielle I[F=10mA r 60 Q
Differential resistance VR= 2V r 4 MQ
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TN 198

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diodes de redressement au silicium *1N 248 B
~Silicon rectifier diodes *1N 249 B

*1N 250 B

¥ Dispositif recommandé
- Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 20 A {tgaee = 150°C)
VRwm 50V —- 200V

Boitier DO-5
Case
Couple de serrage max, <245 cmAN

Maximum torque on nut

Cathode au boitier 1N248B — 1N2508B

Cathode connected to case

Anode au boitier . 1N 248 RB — 1N 250 RB
Anode connected to case ’

Valeurs limites absolues d'utilisation t_,,,=25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

1N TN 1N
248 B 2498 250 B

Tension inverse continue 150°C Vg 50 100 200 v

Continuaus reverse voltage

Tension inverse de créte 150°C VRwm 50 100 "200 v

Crest working reverse voltage

Tension inverse de pointe répétitive 150°C VRRM 50 100 200 \

Repetitive peak reverse voltage . :

Courant direct de pointe répétitif 150°C lERM 90 90 90 A

Repetitive peak forward current ! .

Courant direct de surcharge accidentelle t.=10ms lFSM 250 250 250 A
. P o

Surge non repetitive forward current 150°C

Courant direct moyen 150°C lo 20 20 20 A

Mean forward current

Température de stockage min tstg — 65 — 65 — 65 °c

Storage temperature max . +178 +175 +175 °c

1971-02 1/3
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TN 248 B
1N 249 B %
1N 250 B %

Caracteristiques générales t.. = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 1N 1N 1N
Test conditions 2488 2498 250 B
) ) max max max
Courant inverse moyen IO = ]O max 50°
Mean reverse current VR = VRWM max 1 c 'H (AV) 5 5 5 mA
max max max
Tension directe de créte IEp =50 A 25°C VEm 15 15 1,5 Y

Peak forward voltage
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% 1N 248 B
¥ 1N 249 B
%*1N 250 B

Valeurs limites
Limiting values

lo nzuax(A) Igpgy max{A) )
1]
tease = 160°C
15 300
10 \ . 200.
5 \ 10 D

L SR 0
o 50 100 B0 (%0 1 10 100 n
n =nombre de surcharges successives 1/2 période 4 50 Hz
n =Cycles at 50 Hz o

_— Caractéristiques typiques N
— Typical characteristics
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Diode germanium a pointe d’or 1N 270

Germanium diade, gold bonded

% Dispositif recommandé

Preferred device
Usage général . Caractéristiques principales
General purpose Quick refsrence data
Haute conductance, haute tension
High conductance, high voltage
Vg (200 mA) 1V max
ig (50 V} 100 u A max
1«
Marquage : en clair ou anneaux de couleur rouge jﬂf{} nolr
Marking : clear or coloured rings red violet black
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  {Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue Vg 80 Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam 100 Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu e 90 mA
DC forward current
Courant direct’ de pointe lEm 325 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp =1s IFSM 500 mA
Surge forward current
Courant direct moyen o 60 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Piot 80 mwW
Total power dissipation
Température de stockage min T5tq —65 °c
Storage temperature max + 90 °c

197101 1/2
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1N 270 : '

Caracteristiques générales t.mp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otharwise stated)

Conditions de mesure Max.

Test conditions
Tension directe |g = 200 mA Ve 1 "
DC forward voltage
Courant inverse Vg =50V » IR 100 LA

DC reverse current
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Diode germanium a pointe d’or 1N 277

Germanium diode, gold bonded

% Dispositif recommandé

Preferred device
Commutation Caractéristiques principales
Switching Quick reference data
Haute conductance, haute tension
High conductance, high voltage
VF (100 mA) 1V max
[ (50 V) 50 pA max
1<«
Marquage : en clair ou anneaux de couleur >
Marking : clear or coloured rings ;::g.“ [ violet
violat
Boftier DO-7 Materiat VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation . tambh = 25°C  (Seuf indications contaires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 100 \Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam 125 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu ]F 75 mA
DC forward current
Courant direct de pointe lem 270 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp =1s 'FSM 400 mA
Surge forward current
Courant direct moyen lo 50 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Piot 80 mW
Total power dissipation
Température de stockage min t — 65 °c
Storage temperature max stg +90 °c

1971 —-011/2
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1N 277

Caractéristiques générales timy = 25°C

General characteristics

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max,

Test conditions
Tension directe IF =100 mA Ve 1 \4
DC forward voltage
Courant inverse VR =10V lR 10 MA
DC reverse current Vo =50V | 50

R R
_ opo©
Vg=10V tamb:75°C IR 75 UA
Vg =50 \ timb=75C IR 250 MA
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Diodes silicium planar
Planar silicon diodes

1N 456
1N 457

Usage général
General purpose

Marquage : clair ou anneaux de couleur {voir code page suivante)

Marking : clear or coloured rings (see code nextepage)

% Dispositif reccommandé

Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg 40mA 1Vmax 1N 456
20mA 1V max 1N457
IR 256V 25nAmax 1 N 456
60V 25nA max 1N 457
1<
—D-
Anneau 123
ring
Boitier DO-7 Materiau  VERRE

Case

Materisl GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

{Unless otherwise stated)

1N 456 1N 457

Tension inverse continue Vg 25 60 \
DC reverse voltage ‘

Courant direct continu Ig 135 110 mA
DC forward current

Courant direct de pointe ]FM 270 225 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge = 1s §=1% lIggy 700 600 mA
Surge forward current = 2ps §=1% lggy 1.2 1 A
Courant direct moyen o 90 75 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Piot 200 200 mW
Total power dissipation

Température de stockage min Torg —80 —80 °c
Storage temperature max -+ 200 + 200 °c

SES@E@SENN
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1N 456
1N'457

Caractéristiques générales

General characteristics -

tamb = 25°C

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Typ. Max
Test conditions
Tension directe Ig =40 mA 1N 456 Vg 1 Y
DC reverse voltage lg=20mA 1N457 Vg 1 \%
Courant inverse V=25V 1N 456 IR 25 nA
DC reverse current VR= 60 V : 1N 457 IR 25 nA
VR=25V tamb=150°C 1 N 456 IR 5 A
VR=60V tymb = 150°C 1N 457 I 5 HA
Tension inverse de claquage Igm = 100 LA 1N 456 V(BR) 30 Y
Breakdown reverse voltage IRM =100 uA 1N 457 (BR) \
Capacité différentielle VR =0 f=1MHz v 1N456 C 10 pF
Small signal capacitance 1N457 C 8 pF
Code des couleurs
Colour coding
Type Anneau;  Anneau, Anneaug
Ring Ring Ring
1N 456  Jaune Vert Bleu
Yellow Green Blue
1N 457  Jaune Vert Violet
Yellow Green Vieolet
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Diodes silicium planar < 1N 461

Planar silicon diodes

1N 462

Usage général
General purpose

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg 25V 1N461
60V 1N 462
g 90mA 1N 461
75mA  1N462

1<

Marquage : clair ou anneaux de couleur {voir code page suivante) -AO—
Marking : clear or coloured rings (see code next page) Anneau 123

ring
Boftier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material  GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

1N 461 1N 462

Tension inverse continue VR 25 60 \Y
DC reverse voltage

Tension inverse de créte Vgm. 30 70 \%
Peak reverse voltage

Courant direct continu Ig 90 75 mA
DC forward current

Courant direct de pointe lEMm 180 150 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge t,=1s §=1% lpgm 550 500 mA
Surge forward current H= us 6§=1% Iggy 900 800 mA
Courant direct moyen o 60 50 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Piot 200 200 mW
Total power dissipation

Température de stockage min tsig —65 —65 °c
Storage temperature max -+ 200 + 200 °c

1971-01 172
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1N 461
1N 462

Caractéristiques générales

General characteristics

tamh = 25 °C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Test conditions
Tension directe lg=15mA 1N461 Vg 1 \Y
DC forward voltage IF =5 mA 1N 462 Ve 1 \%
Courant inverse Vp=25V 1N 461 IR 05 HA
DC reverse current VR=60V 1N 462 IR 0,5 HA
VR=25V tynp = 150°C 1N 461 I 30 HA
V=60V tamb = 150°C 1N 462 IR 30 HA
" Tension inverse de claquage Ign = 1001A 1N 461 V(BR) 30 \
Breakdown reverse voltage IRM = 100pA 1N 462 V(B R) 70 \%
Capacité différentielle VR=0 1N461 C 10 pF
Small signal capacitance 1N 462 C 8 pF
Code des couleurs
Colourcoding
Type Anneau; Anneau, Anneaug
Ring Ring Ring :
1N 461  Jaune Bleu Marron
Yellow Blue . Brown
1N 462  Jaune Bleu Rouge
Yellow Blue Red
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

1N 4838
1N 484
1N 4848

Usage général, haute tension
General purpose, high voltage

Ig{mA)
200 .
7,
v
A
100 N,
S,
1
50 100 150 200 typ,(°C)

Marquage : clair ou anneaux de couleur
(voir code page suivante)
Marking : clear or coloured rings (see code next page)

¥ Dispositif recommandé
Preferred.device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg (100 MA) 1V max 1N4838B-
1N484 A
1,1V max 1N484
[R (60 V) 25 nA max 1N 4838B
(125 V) 0,25 pA max 1N 484
(126 V) 25 nA max 1N484A

Bojtier DO-7

M

Anneau 123s

ring
Materiau VERRE
Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamth = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values)

(Unless otherwise stated)

1N 4838 1N 484 1N 484 A
Tension inverse continue Vg 70 130 130 \
DC reverse voltage
Courant direct de pointe lEm 650 400 650 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp =10ms IFSM 2 1 2° A
Surge forward current
Courant direct moyen IO 200 100 200 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Piot 250 250 250 mW
Total power disiipation
Température de stockage min totg —65 —65 —65 °c
Storage temperature max + 200 + 200 + 200 °c

Ses@SEN
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1N 483 B
1N 484
1N 484 B

Caractéristiques géneérales

General characteristics

tamb = 25 °C

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min, Max.
Test conditions
Tension directe IF =100 mA 1N 4838B Vg 1 \
OC forward volage 1N 484 Ve 1,1 v
1N484 A Ve 1 \
Courant inverse Vp=60 \ 1N 4838B IR 0,025 uA
DC reverse current VR =60V tymb =150°C 1N 483B  Ip 5 HA
V=125V 1N 484 IR 0,25 HA
VR=125V  t . =150°C 1N 484 I -30 HA
Vg =125V 1N484A IR 0,025 pA
VR=126V ., =150°C 1N484A I 15 uA
Tension inverse de claquage 'RM = 100uA 1N 4838 V(BR) 80 "
Breakdown reverse voltage 1N 484 V(B R) 150 \"
1N 484 A V(BR) 150 \
Code des couleurs (ou marquage en clair)
Colour coding {or clear marking)
Type Anneau.I Anneau2 Anneau3 Anneau,
Ring Ring Ring Ring
1N 4838 Jaune Gris Orange Rouge
Yellow Grey Orange Red
1N 484 Jaune Gris Jaune
Yellow Grey Yellow
1N484 A Jaune Gris Jaune Marron
Yellow Grey Yellow Brown
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Diodes germanium 1N 541 (AA 119)
Germanium diodes —1N 542 (2x AA 119)

% Dispositif recommandé
Preferred device

Détection Caractéristiques principales
Detection Quick reference data

La diode 1 N 541 { ou AA 119)est prévue pour étre
utilisée en détecteur AM, FM.

Les diodes 1 N 542 {ou 2 x AA 119) sont des diodes
1N 541 {ou AA 119) appariées et prévues pour étre Vg {(4mA) 1V max
utilisées en détecteur de rapport. Ig (10V) .18 LA max

The diode 1 N 541 for AA 119) Is intended for use as an

AM, FM detector.

The diodes 1 N 542 (or 2 x AA 119) are a matched pair of
1N 541 (or AA 118) and intended for use as a ratio detector.

1<
= —O—
.Anneaux 123
. rings
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Marquage : clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante)
Marking : clear or coloured rings (see code next page)

Valeurs limites absolues d’utilisation
Absolute ratings (limiting values)

Tension inverse continue VR 30 30 \%
DC reverse voltage !

Tension inverse de créte Vem 45 45 \2
Peak reverse voltage

Courant direct continu e 35 15 mA
DC forward current

Courant direct de pointe 'Em 100 100 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s | Fsm 200 200 mA
Surge forward current '

Courant direct moyen o 30 :1 5 mA
Mean forward current

Température de stockage min tstg —55 °c ,
Storage temperature max + 75 °c

1971-01 13
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TN 541 (AA119)
—~1N 542 (2x AA119)

Caractéristiques genérales
General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Typ. .Max.
Test conditions
Tension directe IF =1mA Ve 0,45 \Y
DC forward voltage IF =4 mA VF 1 \%
lF =10 mA Ve 1,5 \Y
lp=30mA Ve 3 \
Courant inverse V=15V IR 2,8 UA
DC reverse current Vg=10 \ lR 18 MA
V=30V IR 150 HA
V=45V IR 350 HA
VR=15V tamb = 55°C IR 20 A
Vp=10V tymb =55C IR 50 LA
VR=30V tymb =55°C IR 250 pA
VR=45V tamb =55°C IR 450  pA
Résistance différentielle | =10 mA 1N 541 r 50 Q
directe AA 119
Forward differential
resistance
Résistance différentielle I = 10 mA 1N 541 r 4 mMQ
inverse V=2 Y AA 119
Reverse differential
resistance
Rendement de détec- R =33 139 1 N 542 7 76 80 %
tion en tension c V' = 1V (eff) 2xAA19
Detector voltage efficiency L = 330 pF
V| = 3V (eff) toustypes n 83 89 %
f= 10,7 MHz all types
Résistance d’amortisse- R = 33 kQ 1N 542 4 20 26 kQ
ment V=1V (eff) 2xAA119
D. i1 ist: CL=
amping resistance L=330PF VI3V ef) wustypes 1y 16 2 kQ
= 10,7 MHz all types
Code des couleurs {ou marquage en clair)
Colour coding (or clear marking]
Type 23;“”1 Q;:?geauz Aﬁ?,:qeaua Type ;;1:;501 22,";”2 221";’“3
1N 541 Vert Jaune Marron 1N 542 Vert Jaune Rouge
Green Yellow Brown Green Yellow  Red
AA 119 Vert Jaune Marron (2 AA119Vert Jaune Rouge
reen Yellow Brown Green Yellow Red
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TN 541 (AA119)
—1IN542 (2x AA119)

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

—Va(¥) 40 30 20 10 0 ~VaM)4 30 20 10 o
- 1

el l=1 2§ 2 tho 1=! 80 ¢ Py

Wi L,

umA): A V/ ) y

20

1

i

)

% 20
/ 4 .

//| )4 // %
5 mdy. 100 i 100
mdy.
/ il pd - AENNY, "
2 /V /'
1 500 o i ! 500
0 1 2 3 Ve (W) — In (&A) = Iz (A)
1¢ (mA)
-
. , /
umy/
94
4
TV 1[s. ofs Ao oz o« o s Ve
— ..
T AT

1971-01 3/3






Diodes de redressement au silicium *1N 645
Silicon rectifier diodes ¥ — 1N 649

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 04 A (tamb = 25°C)
VRWM 225V — 600V

<

Anneau

Ring
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS

123

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) (Unless otherwise stated]

1N 1N 1N 1N N
645 646 647 648 649

Tension inverse de créte (1) VRwM 225 300 400 500 600 \
Crest working reverse voltage
Courant direct de surcharge accidentelle t.=1s IFSM 3 3 3 3 3 A
Surge non repetitive forward current {g)
Courant direct moyen +25°C Io 0,4 0,4 04 0,4 0,4 A
Mean forward current +150°C 0,15 0,15 0,15- 0,15 0,15
Dissipation totale de puissance Ptm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 w
Total power dissipation
Température de fonctionnement min toper -~ 65 - 65 — 65 — 65 -65 °C
Oparating temperature max +150 +150° +150 +150 +150 °C
Température de stockage min teig —-65 —-65 —65 —65 —65 °C
Storage temperature max +160 +150 +150 +150 +150 °C
(1) —65°C <1, <H50°C
{2) +25°C <1, <HB0°C

1971.02 13
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TN 645 x
— 1N 649

Caractéristiques genérales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb, 1N TN 1N 1N 1N
Test conditions 645 646 647 648 649
max max max max max
Courant inverse Vg = Vgym Max 25°C IR 0,2 0,2 0,2 02 0,2 A
Reverse current
Courant inverse VR = VRWM max 100°C IR 15 15 20 20 25 HA
Reverse current
. min min min min min
Tension de claquage IRM =0,1mA 100°C V(B R) 275 360 480 600 720 v
Breakdown voltage
max max max max max
Tension directe lg=04A 25°C Ve 1 1 1 1 1 v
Forward voltage
o typ typ typ typ typ
Capacité différentielle Vg=—-12V 25C c 8 8 8 8 8 pF
Small signal capacitance =1MHz

Code des couleurs (ou marquage en clair)

Colour coding [or clear marking)

Type leranneau  2e anneau 3e anneau
Ist ring 2nd ring 3rd ring
1N 645 Bleu Jaune Vert
Blue Yellow Green
1N 646 Bleu Jaune Bleu
Blue Yellow Blue
1N 647 Bleu Jaune Violet
Blue Yellow Violet
1N 648 Bleu Jaune Gris
Blue Yellow Grey
1N649  Bleu Jaune Blanc
Blue Yellow White
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*1N 645
% —1N 649

Valeurs limites

Limiting values
Iy max{A)
005

04
0,375

0,25

0,15
. 0,125

0 25 50 100 180ty (°0)

Igsp max(A)

N

o
amb = 150°C

-

0,01 0 1 Y

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

fem(mA)
/]

/
/
/

7

e
.

100

159
™
N

4
Imp =
oy

1\
amp <

=
™~
amp =25ac

™~
N\

=

0,3 0,5 7 VenV)
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

¥1N914 A, B
*1N 916, A, B

Commutation rapide
Fast switching
Détection
Detection

IglmA)

100

75

N
50 1
| \\

LD

o
50 100 150 200 tamb( c)

Marquage : clair ou anneaux de couleur
{voir code page suivante)
Marking : clear or coloured rings (see code next page)

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data *

Ve {10mA} 1Vmax 1N914-.916
(20mA} 1Vmax 1N914A-916A
{30mA) 1Vmax 1N914B
(100mA) 1Vmax 1N9168B

IR (20 V) 25 nA max

tr 4 ns max

1€
A
Anneau 123s
rings
Boftier DO-7 Materiau VERRE

Case

Material GLASS

Valeurs limites absolues dutilisation ~ tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values)

{Unless otherwise stated)

Tension inverse continue Vg 75 \Y

DC reverse voltage

Courant direct de pointe répétitif lFRM 225 mA

Repetitive peak forward current

Cpurant direct de surcharge H= s IFSM 500 mA

Surge forward current

Courant direct moyen lo 75 mA

Mean forward current ’

Dissipation de puissance Piot 250 mw

Total power dissipation

Température de jonction max t] 175 °c

Junction temperature

Température de stockage min tsg -85 °c
max +200

Storage temperature

SES@SE
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1N 914,
1N 916,

A,B«x
A,K6 B

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe lg=5mA 1N9148B Ve 0,62 0,72 Y
DC Forward voltage 1N9168B 0,63 0,73
IF=10mA 1N914 Ve 1 \
1N916
lp=20mA TNO14 A Vg 1 \%
TNS816 A
Ip=30mA 1TN9168B Vg 1
IF=100mA 1N9148B VF 1 \%
Courant inverse V=20V g 25 nA
DC reverse current VR=75V Ir 5 UA
Ve =20V t, . =100°C 1N914B | 3 UA
R amb iN9i6B 1
V=20V tymp = 150°C IR 50 HA
Tension inverse de claguage 'RM = 100uA V(BR) 100 A%
Breakdown reverse voltage
Capacité différentielle Vg=0 f=1MHz 1N914AB C 4 pF
Small signal capacitance
1N916,AB C 2 pF
Rendement de détection en R =56 KQ Cy =20pF 7 45 %
tension
Detector voltage efficiency f =100 MHz V| =2 Veff
Tension directe transitoire |- =50 mA tp =0,1us Vem 25 \
. Forward transient voltage S5kHz <f<100kHz
Temps de recouvrement inverse le =10mA R =1008
(du courant) R=—6V i =1mA tr 4 ns
Reverse (current) recovery time
Code des couleurs
Colour coding
Type Anneaul Anneau2 Annenu:3 Anneau4 Type Annsaul Anrnenu2 Annoau3 Annsnu4
Ring ' Ring % Ring ° Ring Ring ' Ring * Ring * Ring
1IN914 Blanc  Marron Jaune 1N916 Blanc  Marron Bleu
White  Brown  Yeliow White  Brown Blue
1N 914 A Bianc Marron  Jaune Marron 1N 916 A Blanc Marron  Bleu Marron
White  Brown  Yellow 8rown White  Brown  Blue Brown
1N 9148 Blanc Marron  Jaune Rouge 1N 916B Blanc Marron  Bleu Rouge
White Brown  Yellow Red White Brown  Blue Red
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%*1N 914, A, B
%1N916,A,B

“Caractéristigues typigues

Typical characteristics

Ig(mA)
tamy) = 29°C / ]
40
f/
3 S5 — —|
<(’ 1
v v
20 5
10
0702 04 06 o8 VE (V)
—IR({uA)
h50°C
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. 190°4——]
0.1
A
15 1
0.01
00020 %0 60 80 VR

lF(mA)
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Diodes de redressement au silicium TN 1195 A

Silicon rectifier diodes

.-

— 1N 1198 A

Boftier ~ DO-5

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anode au boftier
Anode connected to case

245 cmAN

TN1196 A —— 1N 1198 A

1N 1195 RA —— 1N 1198 RA

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data

o 20 A (tgae
Vewm 300 V—~600 V

= 150°C)

Valeurs limites absolues d'utilisation 1t case= 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

{Unless otherwise stated)

1N N 1N 1N

1185 A 1196 A 1197 A 1198 A
Tension inverse continue 150°C VR 300 400 500 600 \
Continuous reverse voltage
Tension inverse de pointe 150°C Vewm 300 400 500 600 \Y
répétitive
Repetitive peak reverse voltage
Courant direct de pointe 1) lERM 90 90 90 90 . A
répétitif
Repatitive peak forward current
Courant direct de surcharge tp =10ms lFSM 350 350 350 350 A
accidentelle =
Surge non repetitive forward current 150°C
Courant direct moyen 150°C o 20 20 20 20 A
Mean forward current
Température de fonctionnement  min toper —65 — 865 — 65 — 65 °c
Operating temperature max +175 +175 +175 +175 °c
Température de stockage min tstg — 65 —65 — 65 — 65 °c
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 °c

) —es°c<t < 150°C 1971-02 1/3
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TN 1195 A
—1N 1198 A

Caractéristiques générales t., = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 1N 1N 1N 1N
Test conditions 1195A 1196 A 1197 A 1198 A
Courant inverse 10 = 'O max max max max max
moyen Vg = Ve max 150°C IRiav) 64 5 4,4 3 mA
Mean reverse current
max max max max
Teﬁnsion directe de ey =20A 150°C Vem 1,2 1,2 1,2 1,2 \Y%
créte
Peak forward voltage
max max max max
Résistance Renie) 15 1.5 15 1,5 °c/w
thermique

Thermal resistance

1971-02 2/3



1N 1195 A
— 1N 1198 A

Valeurs limites
Limiting values

Ig max(A) Irgp max(A)
toase = 150°C
20
300
N
\ ]
200
™~
10
\ 100
\ 0
0 50 100 150 teasalC! 1 10 100 n
n=nombre de surcharges successives 1/2 période & 50 Hz
. n =Cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
Zip) SN
1
08
0,6 /‘,
04 //
02 A
0,001 0,01 0,1 1 tyld
IlA)
BQ“ /
o e/ /

04 0,6 0,8 VFM(V)
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Diodes de redressement au silicium % 1N 1581

Silicon rectifier diodes

¥ —1N 1587

Boftier DO-4

Case

Couple de serrage max.

Maximum torque on nut

Cathode au boftier

Cathode connected to case

Anode au boftier

Anode connected to case

176 cmAN

1N 1581 — 1N 1587

1N 1881 R — 1N 1587 R

Caractéristiques principales

% Dispositif recommand¢

Quick reference data

Preferred device

o

3A(t

case

= 150°C)

VRwm 50V — 600V

Valeurs limites absolues d’utilisation

Absolute ratings (limiting values)

{case = 25°C (Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

1N
1581

1N
1582

1N
1583

1N
1584

1N
1685

1N
1586

N
1587

Tension inverse de
créte

Crest working reverse
voltage

(1

VRwM

50

100

200

300

400

500

600

Courant direct de
surcharge accidentel-
le

Surge non repetitive
forward current

=
(1)

10 ms

lFsm

40

40

40

40

40

40

40

Courant direct
moyen
Mean forward current

t(335!‘.

=150°C

lo

Température de
fonctionnement
Operating

temperature .

min
max

Toper

— 65
+175

— 65
+175

— 65
+175

— 65
+175

—65
+175

— 65
+175

— 65
+175

Température de
stockage
Storage temperature

min
max

stg

—65
+175

— 65
+175

—65
+175

—65
+175

— 65
+175

—65
+175

—65
+175

o o
(1) —65 C<tcase<+’150 c

SEESESEM
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1N 1581

1N 15875

Caractéristiques générales
General characteristics

tcase = 25 OC

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure

Symb, 1N N N 1N 1N 1N 1N
Test canditions 1581 1682 1583 1584 1585 1586 1587
- max max max max  max  max max
Courant inverse moyen I =3 A 150°C [R(AV) 5 5 5 5 5 mA
Mean reverse current VR VRWM max
max ~ max max max max max  max
Tension directe de créte IO =3A 150°C VFM 15 15 16 156 15 15 15 v
Paak forward voltage
. max mamax max max max max  max
Tension directe de créte IFM =6A 150°C VFM 1,5 15 1,5 15 15 1,5 15 A\

Peak forward voltage
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x 1N 1581

% —1N 1587

Valeurs limites

Limiting values

1 max(A)
10

100

0

1gsp max(A)

100

55
I
1

\\
\FFg\ﬂ

10
1
0,001 0,01 0,1 1 t(s)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
I (mA)
y 4
&
Vi
g
10 /
bi'
//z‘é’
n
- &
/
0 05 1 15 Veylv)
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Redresseurs moulés haute tension

High voltage moulded rectifier assemb/ies

Serie TN 2901
Série 05 RM
Série 1.RM
Serie 6 RM

L\ e U 1
i 7. 25 9
Lt ) R
I e A 2o L ‘r
—H L ——T
e e o S =] -
= ‘ =
0 o IP A—— ~L
L Type Bgltier L TYPE Boitier L 1 Typg Boitier L TYPE Boitier
25  Case & RM56
25 1N2901 CB-28 60 05RMS0 CB831 2001701 AM80 240210 6 RM64 CB 48
cB-47
‘E 1 AMI50 6 RM 80
6 N9 oo 05 RM 100
36 jn2019 ©B29 80 05RM 120 CB-32 240210 1 RM250
6
45 1N2923 CB-30 05 RM 150 g Rae ca48
Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
fo 'esm 'rsm toper tstg
TYPE v v 1
R BR) . mp=sstc M iqoms =l O Lo
(kV) {kV} (A) (A} {A) {A) max. min.  max,
N 2901 3 33 0,25 08 2 150 —65 4150
1N 2911 4 4,4 0,26 0,8 2 150 —66 +150
1N 2919 5 5,5 0,25 0,8 2 150 —65 4150
1N 2923 6 6,6 0,25 0.8 2 150 ~65 +150
05 RM BO 8 8,8 0,26 0,8 2 150 —~65 +150
05 RM 100 10 1 0,25 08 2 150 —65 4150
05 RM 120 12 13 0,25 0,8 2 150 ~65 +150
05 RM 150 15 16,5 0,25 0.8 2 150 ~85 +150
1RM 40 4 0,5 2 12 150 —66 +150
1RM 80 8 0,5 2 12 150 —65 +150
1RM 150 15 05 2 12 150 —-65 +150
1RM 250 25 0,5 2 12 150 —65 4150
6 RM 36 3,6 15 150 125 —65 4125
6 RM 42 42 <15 150 125 —~65 +126
6 RM 48 a8 "5 150 125 ~65 +125
6 RM 56 56 “15 150 125 —65 +125
6 RM 64 6.4 ‘15 150 125 —65 4125
6 RM 72 7,2 *15 150 125 ~65 4125
6 RM 80 8.0 *1.5 150 125 —-65 +125
1971 -01 1/2



Série 1N 2901
Séerie 05 RM

Série. 1RM
Serie 6 RM

Caractéristiques électriques tamb = 25°C  (sauf indications contraires)
Electrical characteristiques (Unless otherwise stated)
'r
TYPE Ve Ve Ve (vH = Vawm max) Boitier
(= 0,25 A} (IF= 0,5A) “F’ 1.5A) tamb= 26°C tamb= 100°C Case
UA HA
max, max. max, max. max.,
1N 2901 6 05 30 CB 28
1N 2911 8 0,5 30 CB 29
1N 2919 10 - 05 30 cB 29
1N 2823 12 0,5 30 CB 30
05 RM 80 16 0,5 30 CB 31
05 RM 100 20 0,5 30 CB 32
05 RM 120 24 0,5 30 CB 32
05 RM 150 30 - 0,5 30 CB 32
1AM 40 ' 9 05 ca a7
1RM 80 18 0,5 CB 47
1 RM 150 28 0,5 CB 47
1 RM 250 50 0,5 CB 48
6 RM 36 6 100 CB 48
6 RM 42 7 100 CB 48
6 RM 48 8 100 CB 48
6 RM 56 8 100 CB 48
6 RM 64 8 100 CB 48
6 RM 72 8 100 CcB 48
6 RM 80 8 100 CB 48
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

* 1N 3063
1N 3064
1N 4454

Commutation trés rapide
Very fast switching
Détection

Detection

Faible capacité

Low capacitance

Marquage : clair ou anneaux de couleur
Marking : clear or coloured rings |

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg (10mA) 0,7—-0,85V 1N 3063
1V max 1 N 3064
1 N 4454
Ig (50 V) 100 nA max
C 2 pF max
trr 4 ns max
¢
D~
Anneau 12345
ring .
Boitier FBO 1N4454 Materiau VERRE

case DO7 1N3063/1N3064 Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

{Unless otherwise stated)

1 N 3063 1N 4454

1N 3064
Tension inverse continue Vg 50 50 \
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam 75 75 \
Peak reverse voltage
Dissipation de puissance Piot 250 500 mwW
Total power dissipation
Température de stockage min tsig —65 —65 °c
Storage temperature max + 200 -+ 200 °c

Ses®sSem)
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1N 3063 %
1N 3064
1N 4454

Caractéristiques générales
General characteristics

tamb = 25 oC

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min, Max,
Test conditions
Tension directe Ig=0,25 mA 1N 3063 Vg 0,506 0575 V
DC forward voltage IF =1mA 1 N 3063 VF 0,550 0,650 V
IF=2mA 1 N 3063 Vg 0610 0710 V
IF =10 mA 1N 3063 Vg 0,700 0,850 V
IF=10mA 1 N 3064 VF 1 \
Ig=10mA 1N 4454 yF 1 \
Courant inverse VR=50V 'R 100 nA
DC reverse current VR =50V tamb = 150°C IR 100 MA
Tension inverse de claquage IRM =5 KA V(gR) 75 v
Breakdown reverse voltage
Capacité différentielle Vg=0 f=1MHz (o} 2 pF
Small signal capacitance
Rendement de détection en R L= 5k CL =20 pF 7 45 %
tension f=100 MHz V=2 V(eff)
Detector voltage afficiency . (rms)
Tension directe transitoire g =100 mA t,=20ns VeEm 3 \
Forward transient voltage Rg=50%Q tp =100 ns
F{L=SOQ f =100 kHz
Temps de recouvrement inverse lF =10 mA RL =10082 oy 4 ns
{du courant) IRM= 10 mA CL= 10 pF
Reverse (current] recovery time irr =1mA
Temps de recouvrement inverse lF =10 mA R =100 Q 1N 3063 t., 2 ns
(du courant) VR =—6V CL=‘10 pF
Reverse {current] recovery time irr =—=1mA 1 N 4454
Code des couleurs {ou marquage en clair}
Colour coding for cloar marking)
Type Annaau1 Annuauz Annenu3 Anneau4 Anneaug
Ring Ring Ring Ring Ring
1N 3063 Orange Nolr Bleu Qrange Noir
Orange Black Blus Orange Blsck
1N 3064 Orange Nolr Bleu Jaune Noir
Orangs Black Blue Yellow Blsck
1N 4454 Jaune Jaune Vert Jaune Noir
Yellow  Yellow  Green Yellow  Black
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*1N 3063

1N 3064
1N 4454

Caractéristiques typiques

Typical characteristics

1N 3063

Ig(mA
Cams [ 25°F [ -
0.8
06 J
{ o
04 éf
0.2 ]
o 02 04 06 0.8 Ve(V)
CloF]
tamy|= 25°F
1= 1Mz
15
1
R S N
0.5
° 510 15 20 ~va (v

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

1g (mA) . T
o] = 25°C /
“© t
. !
‘lj
20 7 /
1 +
/J
0752 04 06 08 1 Vp(W)
~ 15 (kAL —
1
- e
! s
10 -
= oC
1
0.1 °C
001
0001 3 r W6 R
1 (mA
el = 2°C /
0702 04 06 08 1 VeV
~lgiud, .
— s ]
10
-C
1
a1 1]
001 - —
I
o0, 20 kL 60 ~Vp(V)

3064

Tp(mA)
Tarmt [= 257 1
08 . L
0bb  4— P
04l - A
02 ——-
1
o 02 04 06 08 Ve(V)
ClpF) i,
tamh|= 25°C
1= 1Mez
15
1
i
0.5
o 10 15 20 —Vgv)
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Diode silicium planar

Planar silicon diode

1N 3069

Commutation
Switching

150

i

1
w N
o | |
25 —I- — --\l

2550 100 150 200!t (°C)

Marquage-: clair ou anneaux de couleur
Marking : clear or coloured rings

. % Dispositif recommandé

Preferred.device

Caractéristiques principales
Quick reference data

VE (50 mA) 1V max.
IR (50 V)- 0,1 u A max.
ter (30 mA) 50 ns max.
1<«
orange - nolr
- nolr, l\ blanc back
black bleu white
blue
Boitier DO-7 Materiau VERRE

Case

Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 50 Y
DC reverse voltage

Tension inverse de créte VRaM 65 \
Peak reverse voltage

Courant direct continu IF 115 mA
DC forward current

Courant direct de pointe IFMm 225 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge th=1s IFSM 500 mA
Surge forward current tp=1Tus  IFSM 2 A
Courant direct moyen o 75 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Ptot 250 mwW
Total power dissipation

Température de stockage min tstg —65 °c
Stockage temperature max 4200 g

sesaseml
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1N 3069

Caractéristiques générales
General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.,

Test conditions
Tension directe |F =50 mA VE 1 \
DC forward voltage
Courant inverse VR =50V IR 0,1 MA
DC reverse current VR=50V tamb =1 50°C IR 100 UA
Tension inverse IRM =5 1A V(BR) 65 \
de claquage
Breakdown reverse
voltage
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz o 6 pF
Small signal capacitance
Rendement de détection RL=5KQ CL=20pF n 30 %
en tension f=100MHz V=2V [eff) .
Detector voltage efficiency {rms)
Temps de recouvrement I =30 mA irr=1mA trr 50 ns
inverse (du courant)
Reverse (current) IR =30mA

recovery time
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Diode silicium planar
Planar silicon diode

% 1N 3070

Commutation, haute tension
Switching, high voltage

Ptot(W)

200 {
|
100 ! A
1A
-7

100, 175 200 t,.,(°C)

Marquage : en clair ou anneaux de couleurs
Marking : clear or coloured rings

* Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
VE (100 mA) 1V max.
IR {200V) 0,1 pA max,

—J>
orange ; 7\ I;\loaltl:.k
[0 violer *

Boftier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)]

Tension inverse continue VR 175 Y
DC reverse voltage

Tension inverse de créte VRM 200 \Y
Peak reverse voltage

Courant direct continu I 150 mA
DC forward current

Courant direct de pointe IEM 300 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge tp=1s IFsSm 500 mA
Surge forward current tp=14s IFSM 2 A
Courant direct moyen o - 100 mA
Mean forward current

Oissipation de puissance Ptot 250 mw
Total power dissipation

Température de stockage min tstg —65 °c
Storage temperature max +200 °c

SesSmESeil
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1N 3070 %

Caractéristiques genérales

General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

recovery time

Conditions de mesure Min. Max.

Test conditions
Tension directe IE = 100 mA VE 1 v
DC forward voltage
Courant inverse VR =200V IR 100 nA
DC raverse current VR =175V tamb = 150°C IR 100 HA
Tension inverse de IRM = 100 A V(BR) 200V \Y
claquage
Breakdown reverse
voltage
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz [o] 5 pF
Small signal capacitance
Rendement de détection R| =5 KQ CL =20 pF- 0 35 %
en tension V=2V (ef)
Detector voltage efficiency T =100 MHz [ (:m s)
Temps de recouvrement  |F = 30mA IR= 30mA trr 50 ns

- inverse {du courant) Lo

Reverse (current) = 1 mA

1971-01 2/2



Diode silicium planar

Planar silicon diode

1N 3595

Diode de commutation
a trés faible courant inverse
Switching diode, with very low

¥ Dispositif recommandé
Preferred.device

Caractéristiques principales
Quick raference data

reverse current
VF {200 mA) 08V—-1V
1g (125 V) 1 nA max
1«
Marquage ; clair T
Marking : clear
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS
Valeurs limites absolues dutilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

Tension inverse continue Vg 125 \

DC raverse voltage

Courant direct continu lF 225 mA

DC forward current -

Courant direct de pointe IEM 450 mA

Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s  lggy 500 mA

Surge forward current tp =1us lggy 4 A

Courant direct moyen o 150 mA

Mean forward current

Dissipation de puissance Ptof 500 mw

Total power dissipation

Température de stockage min tstg — 65 °c

Storage temperature max +175 ° c

SESESEN
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1N 3595

Caracteristiques genérales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe IF =1mA VF 0,52 0,558 \%
DC forward voltage lp=5mA VF 0,60 0,75 \%
Ig=10mA Ve 0,65 0,80 \
Ig =50mA VE 0,74 0,88 \Y
Ig =100 mA Ve 0,79 092 Y
Ig =200 mA Ve 0,80 1,00 \
Courant inverse Vg=125V IR 1 nA
DC reverse current VR =30V tamb=-H 25°C IR 03 HA
o
Vg=125V tamb=+‘l25°C IR 05 HA
VR=125V  t,,=+150°C Ig 3 uAC
Capacité différentielle VR =0 f=1MHz C 8 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement inverse IF =10 mA R =1 kS - 3 us

(du courant)
Reverse (current) recovery time

Vp=-—35V i =-—0735mA.
C_ =10pF
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Diodes silicium planar

Planar silican diodes

* 1N 3600
1N 4150

Commutation trés rapide
Very fast switching

Fort courant

High current

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Marquage : clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante)

Marking : clear or coloured rings (see code next page)

Vg (200 mA) 1V max
[ (50 V) 200 nA max
i<
— ; D
; Anneau 12345
. ring
Boitiery DO-7 1N 3600 Materiau VERRE
Case F 80 1N 4150 Material GLASS

Valeurs limites absolues dutilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

1 N 3600 1N 4150
Tension inverse continue Vg 50 50 \Y
DC reverse voltage :
Courant direct de surcharge tp =1s lFSM 0,5 A
Surge forward current H= s Tggm 4 A
Dissipation de puissance 1N3600 Py 250 500 mwW
Total power dissipation 1N 4150
Température de jonction max Y , 200 °C
Junction temperature
Température de stockage min g — 65 —65 °c
Storage temperature max + 200 + 200 °C

SESE@SEN
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1N 3600 %
1N 4150

Caracteéristiques générales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe Ig=1mA VF 0,54 0,62 \Y
DC forward voltage lg=10mA Ve 0,66 0,74 \
IF=50 mA VF 0,76 0,86 \%
I = 100 mA ' Ve 082 082 V
|g =200 mA Ve 0,87 1 Y
Courant inverse Vg=50V Ig 100 nA
DC reverse currant VR=50V tamb = 150°C I 100 pA
Capacité différentielle VR =0 f=1MHz (o} 25 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement inverse lg=10mA Ig=1mA i =0,1mA tr 6 ns
( du courant ) IF=IR=10—-200mA irr—O,l 'F 4 ns
Reverse (current] recovery time IF = IR =200—~400 mA irr— 01l I3 6 ns
Code des couleurs (ou marquage en clair)
Colour coding (or clear marking)
Type Anneau Anneau2 Anneau. Anneau,  Anneaug
Ring Ring . Ring Ring Ring
1 N 3600 Orange Bleu Noir Noir Noir
Orange Blue Black Black Black
1N 4150 Jaune Marron Vert | Noir Noir
Yellow Brown Green Black Black
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w ‘ % 1N 3604
Diodes silicium planar — 1N 3606
Planar silicon diodes | %*1N 4151

— 1N 4153

% Dispositif recommandé

Preferred device
Commutation rapide Caractéristiques principales
Fast switching Quick reference data
Vg 30V 50V
Ty 2 ns max
1<
-
Anneau 12345
Marquage : clair ou anneaux de couleur (Voir code page suivante) . ring
Marking :clear or coloured rings(see code next page) Boitier DO 7 = 1 N 3604-3605-3606 Materiau VERRE

Case  F 80 = 1N 4151-4152-4153 Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) {Unless otherwise stated)

1N 3604 1N3605 14N3606 1N4151 1N4152 1N4153

Tension inverse VR 50 30 50 50 30 50 \
continue
DC reverse voltage

Tension inverse de VRM 75 40 75 75 40 75 Vv
créte .
Peak reverse voltage

Dissipation de puis- Piot 250 250 250 500 500 500 mwW
sance
Total power dissipation
Température de min - ty, 65 —65 — 65 —65 —65 —65 °c
stockage max + 200 +200 + -+200 + 200 + 200 -+ 200 °c
Storage temperature max -

1971-01 1/2
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1N 3604 % /
_ 1N 3606
1N 4151 %
— 1N 4153

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe 'F =0,1mA Ve 0,49 0,55 \%
DC forward voltage * lg= 0,25 mA 1 N 3605 VF 0,53 059 V
lp=1mA 7 N 3606 Ve 0,59 0,67 \
]F =2 mA - 1N 4152 Ve 0,62 0,70 \
Ig=10mA 1N 4153 Ve 0,70 0,81 \
g =20mA Ve 0,74 088 .V
Ip=50mA 1 N 3604 Ve 1 Vv
1N 4151
Courant inverse VR =30V 1 N 3605 g 50
DC reverse current VR =30V tamb = 150°C 1N 4152 IR 50
Vg=50V 1 N 3604 ]R 50
1 N 3606
VR =50V typp = 150°C 1N 4161 IR 50
1N 4153
Tension inverse de IRM =5 uA 1 N 3605 V(BR) 40
claquage 1N 4152 N
Breakdown reverse voltage
IgRM= 5 HA 1 N 3604 V(B R) 75
1 N 3606
1N-4151
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz ) [ 2
Small signal capacitance
Temps de recouvrement lg=10mA ip=1mA tr 4
inverse (du courant) Igm=10mA
Reverse recovery time
Temps de recouvrement e ="10mA R L= 100 tr 2
inverse (du courant) VR =6V irr= 1 mA

Reverse recovery time

Code des couleurs {ou marquage en clair)
Colour coding (or clear marking)

Type  Anneau, Annesu, Anneau, Anneau, Anneau. Type  Anneau, Anneau, Anneaus Anneau, Anneau
Ring ) Ring 2 Ring 3 Ring * Ring ° Ring Y Ring 2 Ring 3 Ring * Ring °

1N 3604 Orange  Bleu Noir Jaune Noir © 1N 4151 Jaune Marron  Vert Marron  Noir
Orange  Blue Black Green  Black * Yellow Brown Green Brown  Black

1N 3605 Orange  Bleu Noir Vert Noir 1N 4152 Jaune Marron  Vert Rouge  Noir
Orange  Blue Black Green Black Yellow Brown Green Red Black

1 N 3606 Orange  Bleu Noir Bleu Noir 1N 4153 Jaune Marron  Vert Orange  Noir
Orange  Blue Black Blue Black Yellow Brown  Green Orange  Black
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Diodes

de régulation de tension
Voltage regulator diodes :

1N 3821 A
—~ 1N 3828 A
1N 3016 B
— 1N 3029 B

P, W)

N\

05

W S S S

N\
\

0
0 2550 100 150 200 t,,("C)

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Pz

Tw

33V<Vynom< 24V

Boitier DO-13

Case

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated]

Dissipation de puissance Pz 1 w
Power dissipation

Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10ms PZSM 6 W
Non repetitive peak power dissipation

Courant inverse continu permanent V3 1000 mA
Continuous reverse current . z

Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms l,gy 6000 mA
Non repetitive peak reverse current V.
Température de fonctionnement (& dissipation nulle) min toper — 65 :C
Operating temperature (at zero dissipation) max +175 C
Température de stockage min tog — 65 °c
Storage temperature max +1756 [

SESESE
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1N 3821 A
— 1N 3828 A
1N 3016 B
— 1N 3029 B

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

Tolérance 25 %

Vo

/

lz1

zk ! lzx

/

\

ve [

ray Qyz R R '

(V) () {mA)  (Q) (mA)  (%/°C) Al (V) {(v) {mA)

nom  max max max "max
TN3821A 3.3 10 [/ 76 400 / 1 —0,075 0 /1 1,5 / 200
1N3822A 3,6 10 [/ 68 400 / 1 —0,065 10 /1 15 [/ 200
1N3823A 39 9 / 64 400 / 1 —0,055 10 /1 15 [/ 200
TN3824A 43 9 / 58 400 / 1 -0,040 10 /1 1,5 / 200
TN3825A 4,7 8 / 53 500 / 1 -0,02 10 /1 1,5 / 200
1N3826 A 5,1 7 / 49 550 / 1 +0,005 10 /1 1,5 / 200
1TN3827A 56 5 / 45 600 / 1 . +0,02 0 /2 1,5 / 200
TN3828A 6,2 2 /I 4 700 / 1 +0,035 0 /3 15 [/ 200
1N3016B 6,8 35 / 37 700 /1 +0,040 150"/ 52 15 [/ 200
1TN3017B 7,5 4 / 34 700 / 0,5 +0,045 75. [ 57 1,5 [/ 200
1N3018B 8,2 45 /] 31 700 / 05 +0,048 50 / 62 1,5 / 200
1N3019B 9,1 5 / 28 700 / 05 +0,051 25 / 69 1,5 [/ 200
1N3020B 10 7 / 25 700 / 0,25 +0,055 0 / 75 1,6 [/ 200
1N3021B 11 8 / 23 700 / 0,25 +0,06 ’ 5 / 84 15 [/ ‘200
1N3022B 12 9 /21 700 / 0,25 +0,065 5 / 91 1,5 [/ 200
1N3023B 13 0 /19 700 / 0,25 -+0,065 5 / 99 1,5 / 200
1N3024B 15 14 /[ 17 700 / 0,25 +0,070 5 / 114 1,5 / 200
1N3025B 16 16 [/ 155 700 / 0,25 +0,070 5 /] 12,2 1,6 / 200
1N3026B 18 20 / 14 750 / 0,25 +0,075 5 / 137 1,6 [/ 200
1N30278B 20 22 / 125 750 / 0,25 40,075 5 / 15,2 1,5 / 200
1N3028B 22 23 / 11,5 750 / 0,25 +0,080 5 / 16,7 1,6 [/ 200
1N3029B 24 2 / 10,5 750 / 0,25 0,080 5 / 18,2 15 / 200

Sur demande
On request

Tolérance * 2
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Diodes de redressement rapides

au silicium

Silicon fast recovery rectifier diodes

*1N 3879
*—1N 3883

Boftier DO-4

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anode au boftier
Anode connected to case

176 em AN

1N 3879 —» 1 N 3883

1N3879 R — 1N 3883 R

% Dispositif recommandé

Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
o 6 A (tcase= 100°C)
VRwWM 50 V — 400V
top 200 ns max

Valeurs limites absolues. d'utilisation t

Absolute ratings (limiting values)

case

= 25°C (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

1N 1N iN 1N iN
3879 3880 3881 3882 3883
Tension inverse continue () Vg 50 100 200 300 400 V
Contlnuous reverss voltags
Tension Inverse de créte [2H] VRwm 50 10 200 300 400 V
Crest working reverse voltape
Tension inverse de pointe répétitive &) Vgam 50 100 200 300 400V
Repetitive peak reverse voltage
Courant direct continu de surcharge prévisible [4)] TFiov) 3 35 35 35 35 A
Overload forward current
50 Hz (10 cycles)

Courant direct de surcharge accidentelle = 10ms Irsm 75 75 75 75 % A
Surpe non rapetitive forwerd cucrent {1
Courant direct moyen [§}] Io 6 6 6 6 6 A
Mean forward current 4
Températurs de fonctionnement (3) (4}
Operating tempereture min toper ~65 —-65 ~65 —65 -85 °C

max +150  +150 +160 150 +150 °C
Température de stockage min tag —65 —65 65 —65 —65 °C
Storape temperatucs max 176 #1775 175 4175 +175 °C
Notes

n

1y ~65°C<t . <+100°C
{2) -65°C< 1, <+150°C
3} Température mesurée au cantre d'un des cotés de Reference point for case tempersture measurement Is the

V'embase hexagonale
14) Volr courbe Ig = 1 lt )

center of s flat on the hexagonal base

See derating curve

SesesSeql
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1N 3879 *
— 1N 3883 »

Caractéristiques géeneérales

General characteristics

teoe = 25°C

(Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 1N 1N 1N N 1N
Test conditions 3879 3880 3881 3882 3883
max max max max max
Courant inverse Vg = Vgrwm Max 25°C IR 15 15 15 15 15 A
Reverse current
Courant inverse Vg =Vgwm Max 100°C g 1 1 1 1 1 mA
Reverse current
max max max max max
Tension directe IF=6A 25°C VE 14 14 14 14 14 \Y
Forward voltage
max max max max max
Tension directe de créte | =6 A 100°C Vem 15 1,5 15 1,5 16 v
Peak forward voltage VR = VRWM max
max max max max max
Temps de recouvrement IF =1A 25°C r 200 200 200 200 200 ns
inverse VR =—30V

Reverse recovery time

IgMS—2A

1971 - 01  2/4



*1N 3879
% — 1N 3883

1gmax(A)
6
5
25
0
0 50 100 150 tcase( )
t,,: Circuit de mesure  Test circuit {note 2)
Sw (note 1) R L
N
1A
oV —
L
1 uF
Oscilloscope
= 20 <0,5 {0 <t <2 kHz) Ri=g MQ
+ VHE l-=1A 3pF<Ci<IZpF
Fo_ 10 10w ¢ <14 s
(1) Relais & mercure. f=50Hz t, ., .4~750pus
repos ~9,25 ms
Werted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive = 750 s b4
Open 29,25 ms
(2) R-L.Rhéostat3Q 25W R(A-B}=14Q

3 QU 25 W commercial potentiometer  L(A-B] = 2 uH

Oscillogrammes

g

i

\ Y Extrapolation
,
/
/
/
0 ’
o
U 7 "
’
’
1
RM ! aM

1971 - 01 3/4



1N 3879«

— TN 3883 %

Qe
100

10

0,1

Q,lue)
100

10

0,1

e
— ‘(vi) =25C

N
\,

7

N
o —
//s»x

1

(2

NN

di
1 10 100 1000 & (A/pLs)
— CJ
"—'t(vj)—150 [of
- O P -
\e P?"J
<3h
s P/
,/ et /
« A0 P
/’ o P
g
o
di
1 10 100 1000 —- (A/ls)

dt
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Diodes de redressement rapides

au silicium

Silicon fast recovery rectifier diodes

% 1N 3889
¥ — 1N 3893
*»BYX 62 - 600

Boftier DO-4

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier

Cathode connected to case

Anode au boitier

Anode connected to case

176 cmAN

1N 3889 —» 1N 3893

BYX 62-600

1N3883R —

BYX 62-600 R

¥ Dispositif reccommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

o
VRWM

trr

12 A (tegge = 100°C)
50V . 600V
200 ns max

1N 3833 R

Valeurs limites absolues d'utilisation 1t

Absolute ratings (limiting values)

case

=25°C (Sauf indications contraires)
{Unless otharwise stated}

1N 1N N N 1N BYX 62
3889 3890 3891 3892 3893 800
Tenslon inverse contlnue 1) Vg 50 100 200 300 400 600 v
Contiavous reverse voltags
Tension inverse de créte 33} VHWM 50 100 200 300 400 600 v
Crest working reverse voltege
Tenslon inverse de pointe 2) VRRM 50 100 200 300 400 800 v
répétitive *
Repetitive peak reverse voltage
Courant direct de surcharge n 1 70 70 70 70 70 70 A
prévisible Fiew
Overtoad forward current
50 Hz{10 cycles)

Courant direct de surcharge = 10ms  lggy 150 150 150 150 150 150 A
sccidentelle )
Surge non repetitive forward current
Courant direct moyen {1} {4) lo 12 12 12 12 12 12 A
Mean forward current
Température de fonctionnement (3 4)
Operating temperature min toper —-65 —65 —65 —65 —65 —65 °C

max +150 +150 +150 4#150 150 +150 °C
Température de stockage min tsg —65 ~65 =65 —~65 65 --65 :C
Storsge temperature max +175  +175 #1725 #1975 175 +175 °C
Notes
(5 = 65°C & tgaee < +100°C
(2} ~ 85°C & e < +150°C

{31 Température mesurée au centre d'un des cbiés de

Vembase hexagonale
141 Voir courbe by = f (tz5,,)

Reference point for case temperature measutement Iy
the center of  liat on the hexagonal base

See demting curve

SESESEM]
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1N 3889 %
— TN 3893 %
BYX 62 — 600«

Caractéristiques générales t_, = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 1N 1N 1N 1N 1N BYX 62—
Test conditlons 3889 3890 3891 3892 3893 600
max ~ max max max max  max
Courant inverse VR=Vgwmmax  25°C IR 25 25 25 25 25 25 uA
Reverse currant
Courant inverse VR =VRwM Max 100°C IR 3 3 3 3 3 3 mA
Reverse current
max  max max max max = max
Tension directe IF=12A 25°C Ve 14 14 14 14 14 1,4 v
Forward voltage
max  max max max max  max
Tension directe de lg=12A 100°C Vem 15 1.5 15 15 15 15 \
créte VR =VRrwm Mmax
Peak forward voltage
. ' max  max max  max  max  max
Temps de recouviement  Ig =1A 25°C T 200 200 200 200 200 200 ns
inverse Vp=-30V
Reverse recovery time ! RM <—2A
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*1N 3889
* — TN 3893
*BYX 62 — 600

1gmax(A)
12
10
5
0
0 50 100 150 tooql c)
typ Circuit de mesure  Test circuit {note 2)
Sw (note 1) R L
[Crusiole ] MWW
I fuse

(1

(2)

<

1

300 S50W

AUy ;

30V |

T
7]

Oscilloscope

<059(U<f<2kH1) Rl—-g MQ
3pF <G, <12pF
19 10w 1, <14 ns
Relais & mercure. f=50Hz ‘travall ~750 us
repos ~9,25 ms
Wetted mercury contact relay, f= 50 Hz Conductive = 750 jis 0
Open =9,25 ms
R-L. Rhéostat 3 2 25 W R(A-B) =140

3§ 25 W commercial potentiometer  L{A-B} = 2 pH

Oscillogrammes

e

1
Y [3 Y Extrapolation
,
/

RM
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x1N 3889
¥*— 1N 3893
*BYX 62 —.600

Q. (uc)

100
o
— r(vj) =25C

—

2P
10 Ve N

L7y 0
/'2.°P“

4

0,1

1 10 100 1000 Z—i (A/us)
Q, el
100 o
—ty =180°C
~e0 P
\? - IS
10 o< |
L~ h/
6"'* - A0
/_ [ 2t
i
; / ) //
v
01 di
1 10 100 1000 o= (AIuLs)
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Diodes de redressement rapides % 1N 3899

au silicium | % — 1N 3903
Silicon fast recovery rec#/fier diodes % BYX 6 3 _ 600

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 20 A (t pee = 100°C)
Veawm 50V — 600V
Ty 200 ns max

Boftier DO-5

Case

Couple de serrage max, 245 cmAN )

Maximum torque on nut

Cathode au boftier . 1N 3899 —» 1N 3903
Cathode connected to case  BYX 63-600

Anode au boitier 1N 3899 R —"1 N 3903 R
Anode connected to case BYX 63-600 R

Valeurs limites absolues d’utilisation  tgase = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)

1N 1N 1N 1N 1N BYX 63
3899 3900 3901 3902 3903 600

Tension Inverse continue (1) VR 50 100 200 300 400 600 v

Continuous reverse volitsge

Tension Inverse de créte [$] Vawm 50 100 200 300 400 600 v

Crest working reverse voltage

Tenslon fnverse de pointe répétitive (2) Verm 50 100 200 300 400 600 v

Repotitive paak reverss voltage

Courant direct de surcharge prévisible (1) lgovy 120 120 120 120 120 120 A

Overiosd forward current

50 Hz (10 cycles}

Courant direct de surcharge 5= 10ms TEsm 235 225 225 225 225 225 A

accldentelle m

Surge 10 repetitive forward current

Courant direct moyen (1 (4) o 20 2 20 20 20 20 A

Mean forward current

Température de fonctionnement (3) 4

Operatirg temperature min Toper ~65 ~65 —~65 ~65 —65 65 °c
max +150  +150  +180 4150 +150  +150 ‘c

Température de stockage min g ~65 ~—65 -—B5 —65 —65 65 °c

Storage wmperature max HIS HTE 175 175 175 4175 °c

Notes

m = 65°C < tgye0 < +100°C

(2) = 65°C < toge < +150°C

(3] Température mesurée au centre d'un des cotés de Reference polnt for case temperature messurement Is the

I"embase hexagonale centerof a flat on the hexsgonal base
(4) Voir courbe '0 =1t (xm) See derating cutve

1971-01 1/4
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1N 3899 %

— 1N 3903 %

BYX 63 —

600 %

Caracteristiques générales
General characteristics

tcase =25°C

(Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb, 1N 1N 1N 1N 1N BYX 63~
Test conditions 3899 3900 3901 3902 3903 600
max ~ max max max max max
Courant inverse Vp= VRWM max 25°C g 50 50 50 50 50 50 HA
Reverse current
Courant inverse Vg = Vgwpm max 100°C IR 6 6 6 6 6 6 mA
Reverse current
max max max max max max
Tension directe lg=20A 25°C Ve 1,4 14 14 1,4 1.4 14 \
Forward voltage
max max max max max max
Tension directe de créte 10 =20A 100°C VFM 15 15 15 15 1,5 1,5 \
Peak forward voltage VRWM max
max max max  max max max
Temps de recouvrement 25°C t 200 200 200 200 200 200 ns

inverse
Reverse racovery time

18
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% 1N 3899
% — TN 3903
¥»BYX 63 - 600

1gmax{A}
20
10
0 50 100 150 teel°0)
tp Circuit de mesure Test circuit {note 2)
Sw (note 1) R L
I fusible I a ”'““”(W
| fuse l N
’ !
1A
KLUA N
—-— 1uF
e Oscilloscope
= 2<05 Q{o0<t<2kHz) R.=9 M
+ 1 uF 1
Ml lo=1A 3pF <C; <12 pF
F t,<{4 ns
—_ 1Q 10W ¥
—

m

(2)

Relais & mercure. f=50Hz t. .0 750 s

trepus ~9,26 ms

Werted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive =750 Lis
Open ~9,25 ms

R-L. Rhéostat 32 25W R(A-B) =140
3 §) 25 W commercial potentiometer  L{A-B) =~ 2 uH

Oscillogrammes

e \ oy ’F Yy Extrapolation
’
’
4
. 7
° ’
0o
7y I t
r
1
1
RM 'am
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1N 3899 «

BYX 63 — 600

Qs(uC)
100

01

Qs [111)]
100

10

0,1

—o®
_t(vn =25C

Lt("l’) =150C

/
7

100
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Diodes de redressement rapides 1N 3909

au silicium : %»— 1N 3913
Silicon fast recovery rectifier diodes %BYX B 4 — 600

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
_ o
lo 30 A (tcase = 100°C)
VRWM 50V — 600V
tr 200 ns max
Boftier DO-5
Case
Couple de serrage max. 245 cmAN
Maximum torque on nut
Cathode au boftier - 1N3909 —1N3913
Cathode connected to case  BYX 64-600
Anode au boftier TN3%08 R — 1N3913R |
Anode connected to case BYX 64-600 R
Valeurs limites absolues d'utilisation tcasez 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values] {Unless otherwise stated)

1N 1N 1N 1N N BYX 64.
3909 3910 3911 3912 3913 600

Tension inverse continue m VR 50 100 200 300 400 600 v

Continuout reverse voltage

Tenslon Inverse de créte [§1] vawm 50 100 200 300 400 600 v

Crest working reverss volmge

Tension Inverse de pointe répétitive )] Vapm 50 100 200 300 400 60O v

Repatitive peak reverse voltage

Courant direct de surcharge prévisible (1} lgov) 180 180 160 160 160 160 A

Overload forward current )

50Hz 10 Cycles

Courant direct de surcharge tp=10ms Iesm 300 300 300 300 300 300 A

accidentelle [§H)

Surpe non repetitive forwerd cugrent

Courant direct moyen ) @) o 30 30 30 30 30 30 A

Mesn forwerd current

Température de fonctlonnement 3 (4) o .

Opersting tempersture min toper —-65 —65 ~65 ~65 -85 65 (]
max +150 4150 4150 +150 150 +150 °c

~8§5 —65 65 —65 —65 —65 <

e e 0® . 9 w75 qws w75 75 75 75 °C

Notes

mw — 65°C <K top50 < +100°C

2 —~B5°C < tegee < +150°C

(3] Température mesurée au centre d'un des cotés de Refermce point for case tempersture messurensent is the

I'embase hexagonale center of & Hlat on the hexsgonal base
(4) Volr courbe I = { {215, Sea derating curve

1971-01 1/4
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1N 3909 «

— 1N 3913

BYX 64 —

600 %

Caractéristiques générales
General characteristics

tease = 20°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 1N 1N 1N 1N 1N BYX64-
Test conditions 3909 3910 3911 3912 3913 600
max  max max  max max max
Courant inverse VR = VRWM max 25°C [R 50 50 50 50 50 50 LA
Reverse current
Courant inverse Vg =Vaymmax  100°C  Ip 6 6 6 5 6 6 mA
Reverse currant
max  max max max max max
Tension directe Ig=30A 25°C Ve 14 14 18 14 14 14 v
Forward voltage
max  max max max max max
Tension directe de créte IO =30A 100°C VFM 1.5 1,5 1,5 15 15 1,5 v
Peak forward voltage VR = VRWM max
max  max max max max max
Temps de recouvrement 25°C ty 200 200 200 200 200 200 ns

inverse
Reverse recovery time

1971-01 2/4



% 1N 3909
¥ — TN 3913
*BYX 64 — 600

1gmax(A) -
30
20
10 X
0
0 50 100 150 toasel C)
e Circuit de mesure Test circuit (note 2)
Sw {note 1) ] L

. ———— MWWWWIITTT T —
1A J
0V
1 ufF
: Oscilloscope
Zp<05Q{0<t<2 kHz) R;=9 MO
* 1 Ie=1A 3pF <G, <12 pF
Fom 192 10W 1 <14ns
LU
(1) Relais 3 mercure, f=850Hz 1ty .0 =750 s B
traposzglﬁ ms
Wetted mercury contact relay. f= 50 HZ Conductive ~ 750 s 7
Open ~9,25 ms
(2) R-L. Rhéostat3Q 25W R(A-B) =148

3 S0 25 W commercisl potentiometer L(A-B) = 2 uH
Oscillogrammes

e \ G e T Extrapolation
’

~
-

RM !
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1N 3909
—~ 1N 3913 %

Q,fuc)

100
F— 1y =25°C
10 ot
\¢ P~/
2O
Sy '1;?.
« //\OP‘/
—
32
7
/////
01  di
1 10 100 1000'g; (AHsl
Q_{uc)
¥ 100
1,y =150°C
"a
10 \?46
A2
" o
«® A0 P
e / [on
1 //
//
v

01 S
1 10 100 1000 g7 (A/Ms)
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

1N 4009
% 1N 4154

Commutation trés rapide
Very fast switching

% Dispositif recommandé
Preferred.device

Caractéristiques principales
Quick reference data

VE (30 mA) 1V max.
IR (25 V) 100 nA max.
trr 2 ns max.
_ i<
Marquage : clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante) == A
Marking : clear or coloured rings (see code next page) Anneau 12345
ring
Boftier DO-7 1N 4009 Materiau  VERRE
Case F80 1N4154 Material  GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation

Absolute ratings (limiting values)

tamb = 25°C- (Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

1N 4009 1N 4154
Tension inverse continue VR 25 25 \
DC reverse voltage
Dissipation de puissance Piot 250 500 mwW
Total power dissipation
Température de jonction max Y 200 200 °c
Junction temperature
Température de stockage min tig —65 — 65 °c
Storage temperature max + 200 + 200 °c

¥ Sesmsemn
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1N 4009
1N 4154 %

- Caractéristiques générales tamp = 25°C

General characteristics (Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe Igp=30mA Ve 1
DC forward voltage
Courant inverse Vg =25 \ ) IR 100
DC reverse current VR=26V  t,,=150°C Ig 100
Tension inverse de claquage . lgm=5rA V(BH) 35
Breakdown reverse voltage
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz C 4
Small signal capacitance
Temps de recouvrement inverse lg=10mA ip=1mA trp 4
(du courant) Ig =10mA
Reverse (current) recovery time
Temps de recouvrement inverse 'F =10 mA R =1009Q t, 2
(du courant) VR=6V i =1mA

Reverse (current] recovery time

Code des couleurs

Colour coding

Type Anneau 4 Anneau, Anneaus Anneau, Anneaug
Ring Ring Ring Ring Ring

1N 4009 Jaune Noir Noir Blanc Noir
Yellow Black Black White Black

1N 4154 Jaune Marron Vert Jaune Noir

Yellow Brown Green Yellow Black

1971 -01 2/2



* 1N 4148
* 1N 4149
* 1N 4446
% — 1N 4449

% Dispositif recommandé
Preferred device

Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

Commutateur rapide Caractéristiques principales
Fast switching Quick reference data :
Détection

Detection

VF(10mA) 1V max 1N 4148 1N 4149
(20mA) 1V max 1N 4446 1N 4447
(30 mA) 1V max 1N 4449
{100 mA) 1V max 1N 4448

IR (20 V) 25 nA max

Yr 4 ns max

1<«
Marquage : clair >

Marking : clear

Boftier F 80 . Materfau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 75 Y
DC reverse voltage
Dissipation de puissance Pto't 500 mwW
Total power dissipation
Température de jonction max % 200 °c
Junction temperature
Température de stockage min tstg — 65 °c
Storage temperature max + 200 °c

1971—-01 1/2

¥ Ses@sSEn A—



1N 4148 «
1N 4149 %
1N 4446 «
— TN 4449 x.

Caractéristiques générales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max
Test conditions
Tension directe 'F =5mA 1 N 4448 VF 0,62 0,72 \%
DC forward voltage 1N 4448 0,63 0,73
Ig=10mA 1N 4148 Ve 1 \Y
1N 4149
lg=20mA 1N 4446 Ve 1 \Y
1N 4447
lg=30mA 1N 4449 Ve 1 \Y
g =100 mA 1N 4448 Ve 1 \
Courant inverse Vg=20 \ I-R 25 nA
OC reverse current - VR=75V IR 5 HA
Vp =20V t, . =100°C 1N 4448 I 3 KA
R amb 1N 4449 R
Vg=20V tympb = 150°C IR 50 uA
Tension inverse de ciaguage Igm = 100 uA V(BR) 100 \Y
Breakdown raverse voltage =
Capzcité différentielle Vp=0 f=1MHz 1N 4149 C 2 pF
Small signal capacitance 1N 4447
. 1N 4449
1N 4148 C 4 pF
1N 4446
1N 4448
Rendement de détection en R = 500082 C_=20pF 1N 4148 n 45 %
tension 1N 4446
Detector voltage efficiency 1N 4448
f=100 MHz V) =2 Veff)
2V (rms)
Temps de recouvrement inverse I\}: =10mA RL= 100 Y 4 ns
(du courant) R= 6V =1 mA

Reverse fcurrent) recovery time

voir
1N 4150 see 1 N 3600

1N 4151, 1 N 4152, 1 N 4153 Y"1 N 3604

1N 4184 Y9I 1N 4009
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Diode silicium planar 1N 4244

Planar silicon diode

% Dispositif recommandé
Preferred device

Commutation ultra-rapide Caractéristiques principales
ultra-fast switching Quick reference data

Ve (20mA) 1V (max)
IR (10V) 100 (nA)

trr 0,75 ns max
C 0,8 pF max
i<
Marquage : clair o
Marking : clear
Boftier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS
Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)
Tension inverse continue Vg 10 Vv
DC reverse voltage
Dissipation de puissance Pwt 250 mwW
Total power dissipation
Température de stockage min g —60 °c
Storage tempersture max + 200 °c

1971-01 1/2
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1N 4244

Caractéristiques générales
General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

{du courant)
Reverse [current) recovery time

Conditions de mesure Min. Max

Tension directe Ve 1 \Y
DC forward voltage
Courant inverse | R 100 nA
DC reverse current ]R 250 nA

IR 100 UA
Tension inverse de claquage V(BR) 20 \%

. Breakdown reverse voltage

Capacité différentielle (o} 0,8 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement inverse Yy 0,75 ns
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Diodes de régulation de tension . 1N 4728, A
Voltage régulator diodes ¥ — 1N 4752 A

Epi Z°®

% Dispositif recommandé

Preferred device
P4 (W) Caractéristiques principales
A
] Quick reference data
1
R }e “4m
1
|| \ £=10 mm ‘ '
1] K | P, - 1W
os L1 t=20mm 33V < Vynom< 33V
0
0 50 100 150 ‘amh( c)
=
Boftier CB-101 Materiau  VERRE
Case : Material GLASS
Valeurs limites absolues d'utilisation "tamy =50°C " (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) : (Unless otherwise stated)
" Dissipation de puissance Note {1} -~ PZ 1 W
Power dissipation
Dissipation de puissance de pointe non répétitive rp =10ms PZSM 5 w
Non repetitive peak power dissipation
Courant inverse continu permanent Iz 1000 mA
Continuous reverse current . Note (1) ’ Vo
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms ]ZSM 5000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement {3 dissipation nulle) min toper 65 °C
Operating temperature (at zero dissipation) R max +200 °C
Température de stockage min toig -85 ‘C
Storage temperature max +200 °C

refroidisseurs infinis

Ve infinite heat sinks \

. —1
Note (1) Valeurs limites definies pour £ = 4mm
Ratings defined for € = 4mm

=T
L

1971-01 177
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1N 4728, A %
—1N 4752, A %

Caractéristiques générales tan, = 25°C

/ GB/)E/’H/ Cﬁﬂfﬁctef/st[ﬁs 1N 4728 — 1 N 4752 Tolérance £ 10 %
1N4728A - 1N4752 A Tolérance £ 5 %

VT rzr /o lgr g 4ol @y lg VR Ve /g

(Vi@ mA) Q) (mA) (%/°C) (@A) VY (ma)

nom max max typ max max
1N4728 33 10 / 76 400 / 1 ~0,075 100 / 1 15 / 200
1N4729 36 10 /.69 401 / 1 —0,065 100 / 1 15 / 200
1N4730 39 9 / 64 400 / 1 —0,085 50 / 1 15 / 200
1N4731 43 9 / 58 400 / 1 ~0,04 10 /1 1,5 / 200
1N4732 47 8 [/ 53 500 / 1 002 10 /1 1,5 / 200
1N4733 51 7 /43 550 / 1 40005 10 /1 15 / 200
1N 4734 5,6 5 / 45 600 / 1 +0,02 10 / 2 1,6 [/ 200
1N4735 62 2 [ 41 700 / 1 +0,035 10 / 3 15 / 200
1N4736 68 35 / 37 700 / 1 0,04 10 / 4 15 / 200
1N4737 75 40 / 34 700 / 05 40045 10 / 5 1,56 / 200
1N4738 82 45 / 31 700 / 05 +0,048 10 / 6 1,5 / 200
1N4739 91 5 . 28 700 / 05 40,051 10 / 7 15 / 200
1N474Q 10 7 /26 700 / 025 +0,056 10 / 76 1,5 / 200
1N4747 1 8 /23 700 / 025 4006 5 / 84 1,5 / 200
1N4742 12 9 [ 21 700 / 025 +0,085 5 / 91 15 / 200
1N4743 13 10 /19 700 / 025 +0065 5 /99 15 / 200
TN474d 15 14 /17 700 / 025 4007 5 / 11,4 15 / 200
1N4745 16 16 / 155 700 / 025 4007 5 [ 122 1,5 / 200
1N4746 18 20 / 14 750 / 025 40075 5 / 13,7 - 1,5 / 200
1N4747 20 22 / 125 750 / 025 +0075 5 / 152 15 / 200

1N 4748 22 23 16,7 1,5 / 200

~

11,5 750 / 0,25 +0,08 5

1N 4748 24 25 18,2 15 [/ 200

~

10,5 750 / 025 +0,08 5

-~~~

1N 4750 27 35

~

95 750 / 025 40,085 5 206 15 / 200

226 1,5 / 200

~

1N 4751 30 40 8,;5 1000/ 0,25 +0,085 5

~ | ~
~

25,1 1,5 / 200

1N 4762 33 45 7,5 1000/ 0,25 +0,085 5
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*1N 4728, A
* — 1N 4752, A
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TN 4728, A % | '
— 1N 4752, A x

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

rz(\Q)

5 20 25 30 VZ(V)

%/ %)

0,05 /V/ - >

~0,05
!

0 10 20 30 Vo (V)
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%1N 4728, A
% 1N 4752, A

Caractéristigues typiques
Typical characteristics

0

Ry (°CM)

max. /

we /
100 //_/
refroidisseurs infinis
&~ infinite heat sinks \
7 :
50 E —
REERE //
0 5 10 15 ¢=(mm)
AVZ(mV) ]
|2T= 10 mA
!ZT =15 mA\
500 4
lzr=20mA
IZT =25mA
I . .
l;7=35mA / /
250 4+
Iy =45 m7 J ) /
i/
0 5 10 15 20 25 30 Viv)

AVZ entre la mise sous tension et I'équilibre de température

between the setting under voltage and the equilibrium of temperature
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1N 4728, A
— 1N'4752, A

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

A \yz{mV)
1N 4733 e
o |
roidisset .
—T sans ek
150 o
/ T

PZ:J W P=4mm

100 PS
/

50
. sans refroidisseur
w;rhoﬁ heat sink
PZ=U.25W e=4mm
0 10
i B 40 1ls)
A yyz(mv)
o Py=1W
e ——r .
-_ =T sans refroidisseu?
e T without heat sin
—
i
Ve d
1000 /L Py=1W =4 mm
) Py = 0,25W
S T e e —— §
N — I =T ans refroidisseur -
without heat sink
P,=025W E=4mm

| ) ’ | . 40 tls)
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»1N 4728, A
% — 1N 4752, A

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Oscillogrammes Schéma de mesure
Test circuit .
v, 1
J 2
v v
90 % ! J—U—LPJ 2
470 2
[ 3800
-7 10 % [s]
T
V2
90 % tls) I
500 \ 17 =100 ma |
10 % \ A
= 04
ton. Totf
1
2 2[/
0,2 —
\ﬂm_
'z [\ fon
' 0 10 20 V(V)
s lF(A] . - C{PF) o

—

/ \\
A\

P—
P —

N V=
N
Vo= —4V_N\ | vo=-2v
100 ? ‘\ \< i
-r \w
Vg=-10V N
0,001 1
0 02 04 06 08 1 VgV 0 10 20 W VW
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Thyristors

2N 681

Thyristors —2N 692
% Dispositif recommandé
Preferred device
Caractéristiques principales
Quick reference data
T {rms) 35 A (eff)
VR RM 25 V —_— 800 V
di/dt 50 Alus
Boftier ~ T0-48
Case

Couple de serrage max,
Maximum torque on nut

245cmA N

Anode au boftier
Anode connected to case

Y- 28UNF-2A —

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated]

—65°C <t(v” <125%C

2N
681

2N 2N- 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
682 683 684 685 686 687 687 688 689 690 691

Tension inverse de pointe répétitive VRRM 25
Repetitive peak reverse voltage

50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V

Tension inverse de pointe non Vgsm 35 70 150 225 300 350 400 500 600 720 840 960 V
répétitive
Non-repetitive peak reverse voltage
Tension de pointe répétitive a I'dtat  Vppy 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V
bloqué
Repetitive peak off-state voltage

1971-01 1/6
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2N 681
— 2N 692

% Dispositif recommandé
Preferred device

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

~65°C <ty <125°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gachette VRGM 5 Y
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gachette VFGM 10 \
Peak forward gate voltage
. A o
Courant efficace a |'état passant tease 765 C lT(rms) 35 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non répétitif) b= 10 ms ITSM 150 A
4 I'état passant t(yj) Max
Surge(non repetitiveJon-state current
Vitesse critique de croissance du courant & I'état Vp = VpRrm max di/dt 50 Alus
passant (1)
Critical rate of rise of on-state current
Dissipation de puissance moyenne de gachette PG(AV) 0,5 w
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de gachette tp =10 ms PGM 5 w
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min tj) -85 °C
Virtual junction temperature max +125 °C
Température de stockage min t -65  °C
stg °
Storage temperature max +150 C

(1) Source de gichette V=10V
Gate supply R G = 208
t < 0,1us

1971-01 2/6



2N 681
— 2N 692

% Dispositif recommandé

Preferred device

Caractéristiques électriques

Electrical characteristics

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N

681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
Tension de retournement min min min min min min min min min min min min
Breakover voltage
Ig=0
— 85 C < toyse < +125°C v (BO) 25 50 100 1850 200 250 300 400 500 600 700 800 V
CDUrant inVEI'Se max max max max max max max max max max max max
Reverse current
Ig=0
(Vg = Vpgymax) 126°C g 65 65 65 65 6 556 5 4 3 25 225 2 mA
Courant 3 I'état bloqué max  max  max max max  max  max Max  max max  max  max
Direct off-state current
lg=0 .
{Vp = VpRyy, max) 128°C  Ip 65 65 65 65 6 55 5 4 3 25 225 2 mA

1971 -01 3/6



2N 681
— 2N 692

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

* Disp\ositif recommandé

Preferred device

Tous types
. All types
- toase min typ max
Courant hypostatique Vac=6V 25°C Iy 10 mA
Holding current
Tension d I'état passant Ilr=50A 25°C Vo 2 \
On-state voltage
Courant de gachette d’amorgage Vac=+6V —65°C leT 80 mA
Gate trigger current R L= 50Q +25°C IGT 40 mA
+128°C gy 25 mA

Tension- de gichette d’amorgage VAC =46V —65°C VeT 3 \
Gate trigger voltage R L= 50 Q +125°C
Tension de gachette de non Vac= Vggymin 125°C Vep 0,25 Y
amorgage R =1 k2
Gate non trigger voltage
Temps d’amorgage par la gachette Vgg=10V 25°C tt 14 us
Gate controlled turn-on time Rg=258

t= 0,1 us
Temps de désamorgage par com- lT=10A 125°C 1 75 us
mutation du circuit Igm=5A
Circuit commutated recovery time VD =Vio min

dv/dt=10 V/us
V(te_sse rfrlf{que de croissance de la.  de V=0 ty) dv/dt 10 Vius
tension & l’état bloqué from 125°C
Critical rate of rise of off-state voltage El v .

0 * (BO) TN
Résistance thermique Rih(i-c) 1,7 °c/w

Thermal resistance
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2N 681
— 2N 692

00— 180°
8 J t
L T
Valeurs limites
Limiting values
0
tCESE( C) . 10358(00)
125 125
100 N 100

. N\ N s N\
RERYNN NERRNN
NI\ . 1)

4

25 4 +
0=130° | 60°§ 90%120° {180° RSP U Y A BN
l | l l . T 12 6 3 -
0 10 20 30 Ip(ayimex(A) - 0 10 20 'T(AV)maX(A)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
P(AV)(W) . ) P(AV)(W)
60 - 80 I
/ 12
Y, 13
0180° 1] =
40 90 120 < QQJ 40 t =l—€ 4 I//
. " T 12
600// y [/ //[
9=3o°/ / /
20 / 20 A
/2 /r/
0 10 20 W dpayA 0 10 2 Irian(®)
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2N 681
— 2N 692

Valeurs limites
Limiting values

Caractéristiques typiques

Typical characteristics

) 0
Irgmmax(A} Zipgje) OO
\ lo I [ 0 l
—~ 65 C<t(w~, < 125°%¢c 1,75 max.
-
120 1,50 /
125 /
80 T~ 1 /
~—~——] /
0,75
4 05 /
0,25
0 0
1 2 5 10 20 50n 0,001 0,01 0,1 1 10
n=nombre de surcharges 1/2 alternance - f = 50 Hy
cycles at 50 Hz
[
[ P
0 5+
tyj) = 125 Cr; é
10 /4
1/
/ / ) = 25°C
1 [
0,1
0,01 0 .
1 2 Vv

tp(s)
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Thyristors
Thyristors

2N 877
— 2N 881

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lT(rms) 05 A ff
Vewm 30V — 200V

= C@A

Boitier TO-18 Anode au boftier
Case Anode connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation —65°C <t <100°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) case {Unless otherwise stated)
2N 2N 2N 2N 2N
877 878 879 880 881
Tension inverse continue VR 30 60 100 150 200 \%
Continuous reverse voltage
Tension inverse de pointa (1) VRRM 30 60 100 150 200 Y
répétitive .-
Repetitive peak reverse voltage
Tension continue a |'état bloqué Rgc= 1000 Q Vp 30 60 100 150 200 Vv
Corntinuous off-state voltage
Tension de pointe répétitive a (1) VbRM 30 60 100 150 200 \Y
I’état blcqué Rgc= 1000 Q2

Repetitive pesk off-state voltage

() —85°C Sy <125°C

SesS®SeEn)

1971 - 01 1/4
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2N 877
—2N 881

% Dispositif recommandé

Preferred device
Valeurs limites absolues d'utilisation —650c <t <100°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) case {Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gachette VRGM 5 \%
Peak reverse gate voltage '
Courant continu & |'état passant IT 0,35 A
On-state current
'3 o -]
Courant direct moyen —65C< tease <+70°C 'T(AV) 0,3 A
Mean on-state current
. L, . _ o
(?o.ur‘arit’de surcharge accidentelle (non répé- p= 0,2 ms tM)+1OO Cc lrsm 20 A
titif)d I’état passant
Surge non repetitive on-state current
Dissipation de puissance moyenne de gachette PG(AV) 10 mw
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de gachette PGM 100 mw
Peak gate power dissipation
Temperature virtuelle de jonction min. —65 °c
. o
Virtual junction temperature max Vi) +125 C
Température de stockage min tog 65 °C
Storage temperature max +150 °C
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2N 877
—2N 881

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques électriques

Electrical characteristics

Tous types
Tease . All types
min. typ. max.
Courant inverse Rgg=10002 (Vg =Vgpymax) 25°C IR 0,1 10 HA
Revers current (Vg=Vggpumax)  125°C Ia 10 100 pA
Courant 3 I'état bloqué Rgc = 10009 (VD = VDRM max) 25°C Ip 0,63 10 nA
Direct off-state current (VD = VDRM max) 125°C ]D 10 100 uA
Courant inverse de gichette Vge=-2V 25°C I 10 A
Reverse gate current
Courant hypostatique Rge=10002 V,c=24V 25°C i 1,7 5 mA
Holding current
Tension 3 I'état passant lrm=02A 25°C Vrm 1,5 \Y
On-state voltage
Courant de géchette d'amorgage Rge=1000Q Vpc=6V 25°C leT 0,04 02 mA
Gate trigger current R L= 10092
Tension de géichette d’amorcage Rgc= 10002 V,n~=6V 25°C VeT 0,4 08 v
Gate trigger voltage R L= 1002
Tension de gchette de non-amorgage Rge= 10002 VAc = VDHM max t(vn=125°c Vgp 0,05 A
Gate non-trigger voltage )
Temps d'amorgage par la gachette Rge=300Q Vge=6V 25°C tor 1 us
Gate controlled turn-on time ’ Vac= Vpgrm Max
[T= 1A

Temps de désamorgage par commuta- {2) tM)=125°C tq 15 us
tion du circuit
Circuit commutated recovery time
@ ip=1A

Rgc= 1000

Tension réappliquée m

Reapplled voltage VD AM

dv/dt =120 V/ps
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.2N 8717
— 2N 881

Valeurs limites
Limiting values

tcase(oc)
-
) = 125°C
100 NN !
N
N
. Cg,]”,”/
rwo" m
50 120°
90°
60°
6=30° I |
l
0 02 0,4 IT(AV)max(A)
0
‘amh( C)

) = 125°C l

-

180° \
0
s 17297y

0 0,2 04 Iy(ay)max (A)

1971 - 01 4/4



Thyristors
Thyristors

% 2N 1595
% — 2N 1599

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

1,6 A eff
50 V — 400 V

IT(rms)
VRWM

ﬂ C@A

Boitier TO-39 Anode au boitier
Case Anode connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation . 250c <t <80 (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) case (Unless otherwise stated)
2N 2N 2N 2N 2N
1695 1596 1597 1598 1599
Tension inverse continue Vp 50 100 200 300 400 Y
Continuous reverse voltage
Tension inverse de pointe répétitive (1) VRRM 50 100 200 300 400 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Tension continue & I'état bloqué RGC=1OOO§L Vp 50 100 200 300 400 \Y%
Continuous off-state voltage
Tensiqn de pointe répétitive a |'état (2) VDRM 50 100 200 300 400 \"
bloque Rgc=100022

Repetitive peak off-state voltage

(1) —65°C< typ) < +150°C
(2) —65°C< tj) < +125°C

SESESE

1971 - 01  1/4
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2N 1595 %
—2N 1599 %

% Dispositif recommandé

Preferred device

Valeurs limites absolues d’utilisation 25%c <t <80°C {Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) case (Unless otherwise stated)
Tous types
All types

Tension inverse de pointe de géchette VRGM 6 \%

Peak reverse gate voltage

Tension directe de pointe de gachette VegM 6 \

Peak forward gate voltage

Courant continu  I'état passant IT 1 A

On-state current

Courant direct moyen 'T(AV) 1 A

Mean on-state current

Courant efficace 3 1'état passant 'T(rms) 1,6 - Aleff)

RMS on-state current

Courant de surcharge accidentelle {non répétitif & |'état passant) tp = 10ms 'TSM 15 A

Surge non repetitive on-state current t(Vi) max

Courant direct de pointe de gichette : ’ leGMm 0,1 A

Peak forward gate current

Dissipation de puissance moyenne de gachette Pg (AV) 10 mw

Mean gate power dissipation

Dissipation de puissance de pointe de gachette (4) Pem 100 mw

Peak gate power dissipation

Température virtuelle de jonction min ) —-65  °C

Virtual junction temperature max +125 °C

Température de stockage min tstg —-65 °C

Storage temperature max +150 °C

1971 -01 2/4



% 2N 1595
% —2N 1599

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

Tous types
t All types
case min. typ. max.
Courant inverse (VR = VRWM max) 25°C IR 5 10 HA
Reverse current (VR =V RWM max) 125°C | R 40 100 uA
Courant 3 I'état bloqué (Vo = Vpwy max]  25°C Io 5 10 HA
Direct off-state current (Vp=Vpwy max) 125°C  Ip 40 100 pA
Courant hypostatique RGC = 1000 Q 25°C IH 15 mA
Holding current
Tension 4 |'état passant lr=1A 25°C V. 1,7 2 \Y
T T
On-state voltage
Courant de gachette d'amorgage Vac=6V 25°C IGT 0,9 10 mA
Gate trigger current R =12 Q :
Tension de gachette d‘amorcage Vpr= 6V o
Gate trig gI e AC 25°C VGT . 08 3 \
jgger voltage RL=12 Q
Tension de gichette de non amorgage Rge= 1000 §2 125°C VGD 0,1 Y
Gate non trigger voltage VAC = VD RM max
Temps d‘amorgage par la gdchette 25°C ot 14 Ms
Gate controlled turn-on time
Retard a la croissance commandée par la 25°C 14 0,6 us
gichette
Gate controlled delay time
Temps de croissance commandée par la 25°C t 0,8 us
gichette ‘
Gate controlled rise time
Temps de désamorgage par commutation du 25°C tq 20 us

circuit
Circuit commutated recovery time

1871 - 01 3/4



2N 1595
— 2N 1599 x

Valeurs limites
Limiting values

tamb(oc) tl:ase(nc)
125 / 125 {
0 . ]
100 100 \fo,,%_ 0]
¢
" 75 NN d
N %, \ N\ \\
120% %, W - o
50 ON% 50 +—4— 120
902 \ 6=30° 60° 90° o
25 Y 600 NN 25 180
—n0 (]
=] |
0 0,2 04 0,6 08 IT(AV)maX(A) 0 05 1 15 IT(AV,max(A)

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

IrialA)
=
L 77
t(j) = 125 0//
/

o Y

0,01
tyj) =25°C

0,001

0 1 2 Vel
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Thyristors * 2N 1770
Thyristors ¥ —2N 1771

* 2N 2619

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

M {rms) 7.8 Aleff)
VRRM 25V — 600 V
di/dt 50 Alus

Boftier TO-64
Case

Couple de serrage max, 176 cm AN
Maximum torque on nut

10-32 UNF 2A -

Anode au boftier
Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation _g50c <t <60°C (sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) case {Unless otherwise stated)

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 2619

Tension inverse de pointe répétitive  Vgpy 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 V
Repetitive peak reverse voltage

Tension inverse de pointe non - VRsm 40 75 180 225 300 350 400 500 600 720 V
répétitive .
Non-repetitive peak reverse voltage

Tension de pointe répétitive a I'état  Vpgpy 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 V
bloqué :
Repetitive peak off-state voltage

1971 - 01 1/5
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2N 1770
2N 1777 %
2N 2619 %

% Dispositif recommandé
Preferred device

Valeurs limites absolues d'utilisation

0 0 (Sauf indications contraires)
mites ab ~65°C
Absolute ratings (limiting values) < tca se <60°C (Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gichette VRGM 10 \Y
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gichette VEGM 10 \Y
Peak forward gate voltage
Courant efficace d |'état passant lT(rms) 74 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)a |'état passant t,=10ms  lrgm 60 A
Surge non repetitive on-state current ' t(vj) max
Courant direct de pointe de gichette ' lrom 2 A
Peak forward gate current '
Dissipation de puissance moyenne de gichette Pg (AV) 0,5 \
Mean gate power dissipation '
Dissipation de puissance de pointe de gachette Pem 5 w
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min i) —65 °c
Virtual junction temperature . max +125 °c
Température de stockage min 1y, —65 °c
9 o
Storage temperature max +150 (o3
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x2N 1770
% — 2N 1777
%2N 2619

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

% Dispositif recommandé
Preferred device

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 2619
Tension de retournement min min  min  min  min min min min  min  min
Breakover voltage
Ig=0 -
toase = —65 +125°C Viso) 25 50. ° 100 150 200 250 300 400 500 600 V
Courant inverse max max max max max max max max max max
Reverse current
Ig=0
(VR = VRgm max) 126°C  Ipy 9 9 9 8 6 5 4 2 2 2 mA
Courant 4 I'état bloqué max max max ~max max max max ~max max max
Direct off-state current
IG =0
Vg = Vpgy max] 125°C  Iny 9 9 9 8, 6 5 4 2 2 2 mA
Tous types
All types
Toase min  typ max
Courant hypostatique Ig=0 25°C Iy 8 mA
Holding current A\ AC= +6 V
Tension 3 |’état passant m=15A 25°C V1M 1,8 V
On-state voltage
Courant de gichette d'amorgage Vac=12V —65°C laT 30 mA
Gate trigger current RL=250Q +26°C Igr 15  mA
+125°C gy 8 mA
Tension de gachette d’amorgage R =250 Q —B65°C VGT 2 \%
Gate trigger voltage VA =12V
Q
—65"C <t p0 <+125°C
Tension de gichette de non amor- V= Vpgy max 125°C Vsp 0,3 v
¢age R L= 250 Q2
Gate non trigger voltage
Résistance thermique Rth(j-c) 31 ‘cw

Thermal resistance

1971 - 01  3/5



2N 1770
~2N 1777 %
2N 2619 %

Valeurs limites
Limiting values

tcase(oc) lrgpmax(Al
—
120 — — 60 65°C <ty <125°C—
[ 180
AN\ L8 )= >~
SRR S -
0 ) (&
0712089 N”\_
40 20
0
0 2 4 6 lpayymaxiAl 12 5 10 20 50 o
n = nombre de surcharges 1/2 alternance - f = 50 Hz
- cycles at 50 Hz
Caractéristiques typigues Valeurs limites
Typical characteristics Limiting values
Igmmax(Al
= =20°C 3 412500 N
Plav)i ] I U w0
3 T~
120%§ Lt =65 §, ~20°c T IIN
0 x>
6 0L /S 40
R 7/4v4
I~ 6=30° 4
4 J /]/;A — 30
A —
Y,
2 ol | 01 20
0 FL180
0 2 4 6 IT(AV)(A)
0
1 2 5 t{ms)
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x 2N 1770
¥ 2N 1777
% 2N 2619

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Iy (Al b (A)
>
+
10 o
& @t
X
ti) = 150°C ¢ 20 =296 ;«@*‘
/A 100 o |
/ o v ) = 150°C
tyiy =255 vi) =
J (vj) 50 / .
0,1 ’I
’ 20
0,01 10
1 2 3 Vo) 0 2 4 6 8 10 Voyv)

Zth(]‘C) (°c/w)

4
max.
3
2 /
a
1 /
B
0
0,001 0,01 0,1 1 10 tp(s)
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Thyristors

Thyristors

x 2N 1770 A
¥ — 2N 1777 A

Boftier TO-64
Case

Couple de serrage max, 176 cm AN
Maximum torque on nut

Anode au boftier
Anode connected to case

10-32 UNF 2A —

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Itims) 74 Aleff)
VRam =~ 25V —= 400V
di/dt 50 A/us

Valeurs limites absolues d'utilisation —65°C <t <#105°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) Case (Unless otherwise stated)
2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
1770A 1771 A 1772A 1773 A 1774A 1775A 1776 A 1777 A
» Tension inverse de pointe répétitive VRRM 25 50 100 150~ 200 250 300 400 \
Repetitive peak reverse voltage
Tension inverse de pointe nonrrépétitive  Vggy 40 75k 150 225 300 350 400 500 A
Non-repetitive peak reverse voltage
Tension de pointe répétitive a 'état Vorm 25 50 100 150 200 250 300 400 \%
bloqué

Repetitive peak off-state voltage

SES@SEN
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2N 1770 Ax
— 2N 1777 A%

+% Dispositif recommandé

Preferred device

Valeurs limites absolues d'utilisation —659C <t <105°C {8aut indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) case (Unless otherwise stated)
Tous types
All types

Tension inverse de pointe de gachette VRGM 10 \Y
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gdchette VFGM 10 \%
Peak forward gate voltage
Courant efficace 3 I'état passant [T(rms) 7.4 Aleff)
RMS on-state current
C?urant de surcharge accidentelle {non répétitif)a = 10 ms tM)max ITsm 60 A
|'état passant
Surgelnon repetitive)on-state current
Vitesse critique de croissance du courant a |'état Vge=7V 25°C di/dt 50 Alus
passant Ry =25 Q
Critical rate of rise of on-state current tr <1lus
Courant direct de pointe de gachette IFGM 2 A
Peak forward gate current
Dissipation de puissance moyenne de gichette PG(AV) 0,5 W
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de gachette Pem 5 w
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min t(VI) —65 °c
Virtual junction temperature max +150 °C
Température de stockage min tstg —65 °c

’ max +150 °C

Storage temperature

1971 -01 2/5



*2N 1770 A
*— 2N 1777 A

% Dispositif recommandé

Preferred

device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

2N 2N 2N

2N

2N 2N 2N

2N

1770A 1771 A 1772A 1773A 1774A 1775A 1776 A 1777 A
Tension de retournement . . . . . . . .
Breakover voltage min min min min min min min min
le=0
G
tease = —65 +150°C V{BO) 25 50 100 150 200 250 300 400 \
Courant inverse max max max max max max max max
Reverse current
Ig=0
Vg = VRrm max) 105°C I ] 9 9 8 6 5 4 2 mA
Courant 3 I'état bloqué
Direct off-state current max max max max max max max max
=0
G
(Vp = Vpgy max) 105°C I 9 9 9 8 6 5 4 2 mA

Tous types
1 All types
case min typ max

Courant hypostatique Ig= 25°C 'y 25 mA
Holding current VAC =6V
Tension 4 I'état passant lyy=15A 25°C Vorm 185 Vv
On-state voltage
Courant de gachette d’amorgage Vac=12V —65°C leT 30 mA
Gate trigger current Ry =250 150°C ! 6 mA

L GT
Tension de gachette d’amorgage Vac=12V —65°C Vgr 2 v
Gate trigger voltage R L= 250
Tension de gachette de non amorcgage \Y =V max

AC = VRRM R
Gate non trigger voltage R L= 250 Q2 150°C VGD 0,2 \%
Temps d’amorgage par la gichette 25°C tgt 1,4 Hs
Gate controlled turn-on time
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2N 1770 A %
2N 1777 A%

Valeurs limites
Limiting values

0
toasel C) l brgpmmax(A)
[~<2ating
"~ ) 60
120 NN ¥ N =857 < t(;) < 150°C
— P,
6= 3o°| 120° ] \ )
80 50° 180 — 40 P
50 | [ ———
40 0° L 5 180°% 20 -
' T‘-—_‘-A
[ ] 0
0 2 4 [ 8 IT(AV)max(A) 1 2 5§ 10 20 50 n
n= nombre de surcharges 1/2 alternance - f = 50Hz
cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques Valeurs limites .
Typical characteristics Limiting values
lrgpmax(Al
— AR I
Wy s
(W) N
P
{AV) ~ 50 o %, -
0 e 72,
10 — 1 N7
N F——1, . = —§5° 0
900 11200 Q;\‘QQ tj) =—65°C 4, +20°C R
6 7 o 40
60° _/ |
= S A T
4 I — 30
V74 _
7/, V4
2 A 0° 180° 20
[
L [ “
0 2 4 5 lpantA
0
1 2 5 tp(ms)
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x*x2N 1770 A
¥ 2N 1777 A

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

o
X
10 ®
& . oot }:/
5% & 200 tM)=Z§C o
tiy=1 R
{vi)
1 ;F 100 / — 50%
= 26°C t(vi) =1
‘ (vj) 50 /
0,1 II
L 20
0,01 10 b=
1 2 3 VoVl 0 2 4 6 8 10 Voyvd
0

Zinjc) S

4
max.
3
2 / v
: //
—

¢
0,001 0,01 0,1 1 10 tols)
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1 2N 1842
Thynstors | — 2N 1850
Thyristors C36M
C36Ss
C36N

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

IT(rms) 16 A (eff)
Vawm 25V —= 800V

Boitier TO-48
Case

Couple de serrage max. 245 cm/A\N
Maximum torque on nut 1, - ——
7y~ 28UNF-2A

Anode au boitier
Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation 0 0 (Sauf indications contraires)
—40°C <ty o < C
Absolute ratings (fimiting values) o (V]) <100 (Unless otherwise stated)

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N C36 C36 C36
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 M S N

Tension inverse de créte Vewm 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V
Crest working reverse voltage .

Tension inverse de pointe tp=5ms Vgsm 35 75 150 225 300 350 400 500 600 720 840 960 V
non répétitive

Non repetitive peak reverse

voltage

Tension continue 2 |'état Vp 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V

bloqué
Contlnuous off-state voltage

1971 -01 /4
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2N 1850 - \
— 2N-1842

C36M

C36s

C36N

% Dispositif recommandé

Preferred device

Valeurs limites absolues d'utilisation _40%Cc <t <35%C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) = Tcase {Unless otherwise stated)
Tous types
All types

Tension inverse de pointe de gachette . VRGM 5 \%

Peak reverse gate voltage

Tension directe de pointe de gichette ' ) VFGM 10 \Y

Peak forward gate voltage

Courant direct moyen ’ IT(AV) 10 A

Mean on-state current

Courant efficace & |'état passant [T(rms) 16 Aleff)

RMS on-state current

C?urant de surcharge accidentelle {non répétitif)a tp =10 ms t(vj) max ITSM 125 A

I'état passant

Surge non repetitive on-state current

Courant direct de pointe de gichette IEGMm 2 A

Paak forward gate current

Dissipation de puissance moyenne de gachette . PG(AV) 0,5 w

Mean gate power dissipation

Dissipation de puissance de pointe de gachette p= 10 ms Pom 5 w

Peak gate power dissipation -

Température virtuelle de jonction min v} =40 °c

Virtual junction temperature max +100 °C

Température de stockage min totg —40  °C

Storage temperature max +125 °C
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2N 1842
2N 1850

C36M

-~ C36S

C36N

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

1 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N C36 C36 C36
case 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 M S ]
Tension de retournement min min min  min  min min  min min  min  min min  min
Breakover voltage
Ig=0
—40°C <tgpee < 100°C VBo) 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 V
yCourant inverse max mMax max max max max max max max max max  max
Reverse current
(Vg = VRwm max) 40°C Ig(av) 225 19 125 65 6 55 5 4 3 25 225 2 A
Courant 3 I'état bloqué max max ~max fmax Mmax max max max max max  max max
Direct off-state current .
Ig=0
Vp = Vprp max) 40°C Ipay) 225 19 125 65 6 55 5 4 3 25 225 2 uA
Tous types
All types
tease min typ max
Courant hypostatique IG =0 25°C IH 20 mA
Holding current \J ACS 6V
Tension & |état passant Iym=30A 25°C Vrm 2,5 \Y
On-state voltage tp =1ms
§=2%
Courant de gachette d’amorgage Vac=+12V —40°C laT 150 mA
Gate trigger current R =508 25°C [GT 80 mA
100°C 6T 50 mA
Tension de gachette d’amorgage Vac™= +12 Vv —40°C vVGT 35 v
Gate trigger voltage RL =508
Tension de gachette de non Vac=Vewm max 100°C Vep 03 v
amorgage
Gate non trigger voltage R L= 500
Temps d’amorgage par la,gichette Vp= V(BO) min 25°C tgt 1,4 us
Gate controlled turn-on-time lr=5A
Vitesse critique de croissance de la de 0 125°C dv/dt 10 V/us
tension 4 I'état bloqué from D
Critical rate of rise of off-state voltage El
\% min
to (BO)
Résistance thermique - Rih(j-c) 2,5 °c/wW

Thermal resistance

1971 -01 /4



7

2N 1842
—-2N 1850
C36M
C36S -
C36N

Valeurs limites
Limiting values

case(oc) ITspmadA)
75 W —
\ Y 1807 g
\ \__9_1 ~40°C <t < 100°C_|
Sl A \ \\ ”Oo%IL 80
60° goo ¥ W\ RN ———
90 1200 0
25 18 a0
0 5 10 IT(AV)maX(A) 1 2 5 10 20 50 n
n = nombre de surcharge 1/2 alternance- f= 50Hz
cycles at 50 Hz

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
P(AV)(W} |TM(A)

; T y I
'
30 | I (‘-\’A/ max
180° o 10 ftyyp) = 100°C
12000 %
0 . < Q
20 o0~ AA I//
6=30° / ! ——
/ [ t(vj)=25 C
10 01— .
R
0,01
5 10 Ir(av)(A) 2 3 VoyV)
Yac/Vo(t=
Zth(i-c)(OC/W) ’ l c/Voli=0)
maX. 1
z ” u=rk
1A\
06 ; 50 7
1 Vi 04 [1AN
,/ i 0,2 1”‘\ ]
. td t 0
oH] e e
0001 001 0,1 1 10 tls) 1 2 3 tr=tg+ t (1s)
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Thyristors
Thyristors

% 2N 2322
¥ — 2N 2326

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Mims) 18 A eff
VRwM 25V —=400 V

= O

Boitier TO-39 Anode au boftier

Case Anode connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation _85%c <t <85°C (Sauf indications contraires)

- case (Unless otherwise stated)

Absolute ratings (limiting values)

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N
2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329

Tension inverse continue
Continuous reverse voltage

VR 25 50 100 150 200 250 300 400 V

Tension inverse de créte
Crest working reverse voltage

Vewm 25 50 100 150 200 250 300 400 V

Tension inverse de pointe non- t,=5ms
répétitive
Non-repetitive peak reverse voltage

Vesm 40 75 150 225 300 350 400 500 V

Tension continue & I'état bloqué  Rgc = 1k2
Continuous off-state voltage

Vp 25 50 100 150 200 250 300 400 V

Tension de pointe répétitive & RGC =4 hO
I"état bloqué )
Repetitive peak-off-state voltage

Vporm 25 50 100 150 200 250 300 400 V.

1971 - 01 1/4
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2N 2322
— 2N 2329 x

¥ Dispositif recommandé
Praferred device

Valeurs limites absolues d’utilisation

! ‘ —85%Cc < 0 {Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) tcase <85°C (Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gachette VRGM 6 \
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de géchette VFGM 6 Vv
Peak forward gate voltage
Courant continu & |'état passant ]T 16 A
On-state current
. o o
Courant direct moyen —40°C <ty S +60°C rav) 1 A
Mean on-state current
. PTrI - ©
Courant efficace a I'état passant tease = 126°C . lT(rms) 1,6 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle {non t.=10ms ITSM 15 A
répétitifjd I'état passant tyj) max
Surge(non repetitivejon-state current
Courant direct de pointe de gichette R legm 100 mA
Peak forward gate current . )
Dissipation de puissance moyenne de gachette PG (AV) 0,01 w
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de gachette Pem 0,1 w
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min ) —65  °C -
_ Virtual junction temperature : max +125 °C
. Température de stockage min tstg —-65  °C
Storage tempersture max +150 °C
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% 2N 2322
% —2N 2329

% Dispositif recommandé

Preferred device
Caractéristiques électriques
Electrical characteristics
Tous types
t All types
case min. _typ. max.

Courant inverse Rgg=1000Q2 (Vp= Vo max) 25“9 [’y 2 10 MR
Reverse current (VR = VRWM max) 125°C IH 40 100 pA
Courant 3 I'état bloqué Rge=1000Q (V= Vpyyp max) 2s°§: I 2 10 A
Direct off-stata current . Vo= Vpwm maxt  125°C In 40 100 HA
Courant hypostatique Rgc=10002 R =10k 25°C Iy 1 2 mA
Holding current R =50k 125°C I 015 04 mA

R =10k -65°C Iy 3 mA
Tension 3 I'état passant e lT(AVX =1A 85°C Vi 19 2 \
On-state volage = 2ms Ity =4A 25°C VTM . 2,0 22 \
Courant de géchette d'amorgage Rgc=1000Q V =6V 25°C IGT 0,05 0,2 mA
Gare wigger current R =100 —65°C IGT 0,35 mA
Tension de gachette d'amorgage Rgc=1000Q Vac=6V 25°C Vet 0,5 08 v
Gate trigger voltage Ry =100Q Vac=6V —66°C Var 0,7 1 v
Tension de gachette de non-amorgage R =100 Vac=Vowm max .
Gate non-trigger voltage Rgc = 1000 125°C Vgp 01 v
Temps d'amorgage par la gichette 25°C tot 14 bs
Gate controlied turn-on time
Retard 3 la croissance commandée par la gdchette 25°C ty 0,6 us
Gate controlied delay time
Temps de croissance commandée par |a gdchette 25°C t 0,8 Hs
Gste controlied rise time
Temps de désamorgage par commutation du circuit 25°C Tq 40 us
Cireuit commutsted recovery time R :

1971 - 01 3)4



2N 2322
—2N 2329 x.

Valeurs limites
Limiting values

tamb (°c) tcase(nc)

126 / 125 [ /
° 2

100

l‘a,,,.
i
75 k op 2u

75 0NN
180 \ ‘\\ ~N
50 | 120° 50 ,
900 | 90 fag—120°
25 | 600 ——p\W\ 25 60° = 180°
- 6=30
6—30"—»[ I i
0 0,2 0 038 IT(Av)max(A) 0 0,5 ] 1,5 IT(AVmax(A)
Caractéristiques typigues
Typical characteristics
Irmial
. —
Pav)W
+
I 6\}// 'Tus c
— 1259 & t =
ty) = 125°C & {vi)
01 a4/ Lo ]
q [ I 2
1]
/ '8 —‘—0120" 180
90
60° L
0,01 1 °
. ' To=30° 7
tyj) = 25°C <
\ 05
0,001 AN
0 05 1 15 Ipay)Al
0 1 2 Vet
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Thyristors

Thyristors

Série & recouvrement rapide

Fast recovery series

* 2N 3649
% —2N 3653

APPLICATIONS

Convertisseur de fréquence
Onduleurs
Eclairage en haute fréquence
Générateur ultrasoniques
Décharge de capacité

lignes 4 retard

Boftier TO-48
Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Anode au boftier
Anode connected to case

Cycloconverters

Inverters

High frequency lighting

Ultrasonic generators

Discharge of capacitance
delay line

245 cmAN

14-28 UNF2A —-

4 Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lT(rms) 35 Aleff)
VRwm 50 V— 400V
di/dt 400 Alus

Valeurs limites ahsolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

0 0
.—65°C <t ., ¥120°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

2N 2N 2N 2N 2N
3649 3650 3651 3652 3653

Tension inverse continue
Continuous reverse voltage

(1 Vg

50 100 200 300 400 \

Tension inverse de pointe non répétitive Vasm
Non repetitive peak reverse voltage

75 150 300 400 500 Y

Tension continue 3 'état bloqué (1) VD

Continuous of -state voltage

50 100 200 300 400 v

Tension de pointe répétitive d I'état bloqué ~ {1) VoaM

Repetitive peak o ff-state voltage

50 100 200 300 400 v

1T R lh(c.a)< 5° C'IW

¥ SES@SER
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2N 3649 x
—2N 3653 %

Valeurs limites absolues d’utilisation

Absolute ratings

—65°C <1, <120°C

Sauf indications contraires
Unless otherwise specified

Tqus types
All types
Tension inverse de pointe de ga‘chet{e VHGM 10 \
Peak reverse gate voltage
Courant continu 3 I’état passant —65°C z&aseg +40°C It 25 A
On-state current tease ™ 0°c ) IT 16 A
Courant efficace 4 {'état passant ]T(rms) 35 Aleff)
RAMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (nor.- Ims 1, < 10ms {2) 2.t 165 Als
répétitif & 1'état passant) tp = 5ms t(vj) max (2) lrsm 180 A
Surge(non repetitive on-statecurrent
Vitesse critique de croissance du courant . max < 800 A (3) di/dt 400 Alus
& I'état passant Vo =VDRM max
Critical rate of rise of on-state current
Courant direct de pointe de gachette IFGM 6,4 A
Peak forward gate current
Dissipation de puissance moyenne de tease = 40°C Pelay) 1 w
géchette )
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de tp =0,1ms PGM 40 ‘W
géchette tease = 40°C t, = 0,5ms 20 W
Peak gate power dissipation tp =5ms 10 w
Température virtuelle de jonction min i) -65 °C
Virtual junction temperature max +120 °C
Température de stockage min tseg -85 °C
Storage temperature max +150 °C

(2)  Aprés cet essai, la tension ne peut étre réappliquée

immédiatement.

After this test voltage must not be immediately reapplied

(cf NF C 95 830}

(3) Alimentation de gichette
Gate supply

V=20V ; Ri<2OQ H tr<0,ms H tp>1,5ys
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*2N 3649
* — 2N 3653

Caracteristiques genérales
General characteristics

¢ 2N 2N 2N 2N 2N

case 3649 3650 3651 3652 3653
Courant inverse
Reverse current )
(Vg = Vawm max) 1200 (1) I 6 6 6 5,5 5 MA
Courant 3 1'état bloqué
Direct off-state current . .
{(Vp = Vpgrm max) 120°C (1) 1 & 6 6 56 4 HA
t Tous types
case All'typos
min typ max
Courant hypostatique (5) ‘ 25°C Iy 75 150 mA
Holding current —85°C Iy 160 350 mA
Tension 4 I'état passant tp> 1ms 5<1% - 28°C Vo 1.8 2,05 V
On-state voltage lT =25A
Courant de gichette d’amorcage 1 > 20us Vac=6V 25°C 6T 80 180 mA
Gate trigger current R =2Q -85°C T 150 500 mA
Tension de gachette d'amorgage tp >20us VAC =6V 25°C Vot 1,5 3 v
Gate trigger voltage RL =480 —BF?:C \Y GT 2 4,5 v
Tension de gachette de non-amorcagetp > 20us VAC = VDWM X
Gate non trigger voltage . R =200 Q 120°C Vgp 0,25 v
Vitesse critique de croissance de la  (6) de Vo =0 120°C  dv/dt 200 Vius
tension & I'état bloqué . from D
Critical rate of rise of off-state voltage ?0 VD = VDWM max
Résistance thermique : Bthij-c) 1,7 °c/w

Thermal resistance

1971.01 37



2N 3649 x
—2N 3653 %

Caractéristiques générales
General characteristics

Tous types
All types

min  typ  max

Temps de désamorgage par commuta- (7) 115°C tq 15 us
tion {méthode impulsionnelle)
Pulse circuit commutated turn-off time
Temps de désamorgage par commuta- (8) 120°C tq 15 us
tion du circuit (méthode classique)
Conventional circuit ed turn-off
time
o . _

(1 Rithica) <5 C/W (7) lITM T‘1OO'A l (8) IITMTIQA
5)  Circuit de gachette ouvert mpulsion sinusoidale . _ mpulsion rectangulaire . _
R Gate open cg'cui(ed Sine waveform tp 2us Rectangular waveform tP 50 s

Vae=24V f=400 Hz f=50Hz

PN 5 Circuit de gachette Circuit de gichett
Courant initial 3 A créte S 200 't dé g €100 0
Initial current 3 A peak dG\j;iifl:;:gpliqué g";; circuit |
v/dt réappliqué

(6)  Essai suivant norme NF C 95830 Reapplied dv/dt 200V/us Reapplied df,),dc,l 200 V/us

Tnj:! a:.:cord/'n_:.; to standard NF C 95830 jusqu'a Vo=V jusqu‘a Vo =y

Circuit de gachette ouvert up to D DWM max up tp D= VDWM max

Gate open circuited Vg < 200 V au moment de la com- Vg s VRWM au moment de la com-

mutation puis <30 V

V , <200 V when commutating and
then <30V

mutation puis V< 15 V
VvV, < VH wai When commutating and
then<15 V

o2 [ 1
Alimentation continue L ——te—] {
DC supply | I
H Th. | Allmenmtion dv/dt !
A SCR | Linear dv/dt supply .
o—¢ 1

ﬁ‘ !’
{ |

Courant Tension

Current Masse Voltage

Ground

e ——
OSCILLOSCOPE

Forme d'onde dans la mesure de t Schéma de principe du circuit

en fonctionnement impulsionnel 9

Whveform for pulse turn-off time test

impulsionnel de mesure

Pulse turn-off time basic test circuit
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*2N 3649
% —2N 3653

Valeurs limites
Limiting values

irlA) teasel°C)
/ T T T T Hr
50 Hz <f <400 Hz
500 / / '
¢ / |
/‘\' 120
7 - \.\ ‘
O A = T
200 —AG (04/ \‘ NN N
100 C/{r 80 \ \\\\ \\\
Ay NN ™
5 A\ NN\
7 NN
/1 “ NINR N
. ) \ 1
5= 1 05)] 0,250,333 0,167 0,083
10 , | I
0,1 1 10 tius) o 20 40 60 80 100 | M max (A}
temps aprés amorgage
times after firing
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
ViV Pay(W) -
T T 11 h
r 50 Hz <f <400 Hz —
40
Lieu des l
droites de charges 60 |
30 admissibles ¢ 054 |
—=1 L
Permissible gate sourceload HT /
lines 0 y.
20 / y
0,167
T § //I{A B % 0,083
P : 1
10 2, Sm=qpy | 20 /’/// e
0 ol el ll
"‘"
0 2 4 6 lG{A} 0 20 40 60 80 100 ]TM(A)
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2N 3649 x
— 2N 3653 %

Valeurs limites
Limiting values

Ippy maxiA) tpage= 61
oo | /L emmmma
o 5 oy
200 = 500 I N
L~ |~ 700q .\ ~ \~
2000 ~ \
100 b 000 SISO N
L 10000 ~ \\\\;
50
o0 e NN
v B
20 — ,Lg,ooo . impulsions par seconde
V ' pulses per second
10 N I
2 5 10 20 50 100 200 500 1000 tp(lls)
0
Im max(A) tase =90
500 M TN
™~ 104 \%b
200 ~C 0 < \
— l500 ] \ ™
0 2 ﬁl?o ™~
10 005 1< <
50 S0gp ~ \;\\\P -
L 10000 N S
| TNNINN
20 " 20000 S impulsions par seconde
25000 pulses per second
10 1 -
2 5 10 20 50 100 200 500 100 tp(lds)
1150
Iy max(A) toase = 115
impulsions par seconde
{ \ ‘ ‘ pulses per second
500
200 =_ "
iy, QN
100 100 N
200 N
50 — \\\\\t
T~ 500 el T N \
\.,\lwoo o \\\
20 > 2000 R
] — Y
10 L

50 100 200 500 71000 tp(ps)

1 - impulsion sinusoidale
sine wave form

2 - source de yachette
gate supply

V=20V
Ri= 2082
tr<0,1 s
tPZT,S;As

3'VD<VDWM""3X

4-Vg =200V
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* 2N 3649
% —2N 3653

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Iy (A) ir(A)
™ T
TTT
W par impulsion
A per pulse 500
N N
N
1000 200
Q N . N
500 AN "N
— \“O c?‘?vq} 7 100
200 \ ‘?o"o\\ AN l LA
\ \6\ N % 50 /// / I
100 to‘?”e N AN ,// / 100‘w
27 NN \\ / Lmte60 W
50 REONNNNR fiba |
NN oo y AV
K‘ 2 N 20 aow
20 F-A=ef2 2 5 NN \ 7/ 1
RO A 0 fVAAASEECY
12 510 100 Sk 10k tolus) 01 1 10 100 1000 tolus)
abaquede la puissance instantanée dissipée dans le Thyristor temps aprés amorgage
instantaneous power djssipation time after firing
tq (ps)
= )
tease = 120 C
20
et /"L— .
L1 Impulsion rectangulaire t_ =50 us
1 Rectangular waveform P
1 f =50 Hz
Circuit de gachette 100
Gate circuit
" dv / dt réappliqué ( 200 V / us(jusqu’a Vo= Vpwm
Reapplied dv /dt upto
Vi <V au moment de la commutation, puis < 15 V
R RWM .
when commutating and then
-8
4

o 2 40 60 80 100 IpylA)
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Thyristors | % 2N 3654
Thyristors » % — 2N 3658

Série a recouvrement rapide

Fast recovery series
APPLICATIONS % Dispositif recommandé
Preferred device
Onduleurs Inverters L L.
Convertisseur de fréquence  Cycloconverters Caractéristiques principales
Générateurs ultrasoniques Ultrasonic generators Quick reference data
Décharge de capacité Discharge of capacitance
( lignes & retard ) ( delay line )
T {rms) 35 Afeff)
VRWM 50V . 400V
di/dt 400 Afus
dv/dt 20 0l V/us
Boitier ~ 1O-48 ty 10 ps
Case
Couple de serrage max. 245 cm AN

Maximum torque on nut

Anode au boitier

Anode connected to case
1/4-28UNF—2A —_—

Valeurs limites absolues d'utilisation —65%C <t <120°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) case {Unless otherwise stated)

2N 2N 2N 2N 2N
3654 3655 3656 3657 3658

Tension inverse continue (1) VR 50 100 200 300 400 \Y
Continuous reverse voltage

Tension inverse de pointe non répétitive VRSM 75 150 300 400 500 \2
Non repetitive peak reverse voltage

Tension continue & I'état bloqué (1 Vp 50 100 200 300 400 \4

Continuous off-state voltage

Tension de pointe répétitive 3 |'état bloqué (1) VORM 50 100 200 300 400 \
Repetitive peak off-state voltage

N Ripea) <5°CW

1971-01 17
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2N 3654 x
— 2N 3658 x

% Dispositif recommandé

Valeurs limites absolues d'utilisation

) —65° °
Preferred device 65°C< t::aSe <120°C Absolute ratings limiting values
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gachette VRGM 10 Vv
Peak reverse gate voltage
Courant continu 3 I'état passant -65°C 1, <H40°C I 26 A
- =70 I 16 A
On-state current t case T
Courant efficace a I'état passant IT(rms) 35 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle {non répétitif 1 ms<t, <10 ms tM)max 2) .t 165 Als
4 I"état passant tp <5k M 180 A
Surge non repetitive on-state current
Vitesse critique de croissance du courant 3 I'état | v S800A (3) di/dt 400 Alus
passant D= VDHM max
Critical rate of rise of on-state current
Courant direct de pointe de gachette | 6,4 A
FGM
Peak forward gate current
Dissipation de plfis;ance moyenne de gichette tease = 40°c R PG(AV) 1 w
Mean gate power dissipation .
Dissipation de puissance de pointe de gachette t = 0,1 ms P 4n w
Peak;)are power SIss/Pat/‘on T P = 40°C? P 0.50ms e %0
case 5 ms 0

Température virtuelle de jonction min t(v” —65 :C
Virtual junction temperature max +120 Cc
Température de stockage min tg -65  °C
Storage temperature max +150 (o}
(2)  Aprés cet essai, la tension ne peut étre réappliquée (3) Alimentation de gichette V =20V

immédiatement Gate supply R;=20Q

After this test voltage must not be immediately reapplied t <0,1us

(cf NFC:95 830) ty=1.5us
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¥ 2N 3654
% —2N 3658

Caractéristiques électriques

Electrical characteristics

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

tease 2N 3654 2N3655 2N3656 2N 3657 2N 3658
Courant inverse
Reverse current
°
(VR =VRWM max) 120°C (1) lg 6 6 6 5,5 4 HA
Courant 3 |'état bloqué
Direct off-state current
°
(Vb= VpRMm max) 120°C (m 15 6 6 6 5,5 4 HA
Tous types
toase All types
min.  typ. max,
Courant hypostatique (5) 25°C 1y 75 150  mA
Holding current —65°C | H 150 250 mA
Tension a |'état passant ty<1ms §<1% 25°C Vo 18 205 V
On-state voltage IT =25A
Courant de gchette d’amor- tp >20us VAC =6V 25°C lGT 80 180 mA
cage R =28 —65°C g 150 500  mA
Gate trigger current
Tension de gachette d'amor- t 220 us Vae=6V 25°C \% 1,5 5 v
p AC S GT
gage . R =4Q —65°C Vgt 4,5 Y
Gate trigger voltage
Tension de gachette de non tp 220 Vo= Vpwmmex . :
amorgage R =200 Q 120°C VGD 0,25 \
Gate non trigger voltage -
Vitesse critique de croissance - (6) de yy —g 120°C  dv/dt 200 Vius
de la tension d |'état bloqué from D
Critical rate of rise of off-state o VD = Vpwm max
voltage
Résistance thermique Rinfi-c) 1,7 °CW
Tharmal resistance
M Riggja) <s°cw I5)  Circuit de gachette ouvert (6)  Essai-suivant norme NF C 95 830

Gate open circuited
\ aCc™= 24V

Courant initial 3 A créte
Initial eurrent 3 A peak

Test according to standard NF C 95 830
Circuit de gachette ouvert
Gate open circuited
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2N 3654 %
— 2N 3658 %

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

Lease max
Temps de désamorgage par commutation du circuit  {7)  115°C tq 10 Ms
{méthode impulsionnelle)
Pulse circult commutated turn-off time
Temps de désamorgage par commutation du circuit  (8) 120°C tq 10 us
{méthode classique)
Conventional circuit commutated turn-off time
(7) (8)
ITM=100A '11\7?’0/\
Impulsion sinusoidale . _ Isi Jai
n t . =2us Impulsion rectangulaire | _
Sine waveform P K Rectangular waveform tp 50 s
f =400 Hz f=50 Hz
Circuit de gachette < 200 Circuit de gachette
Gate supply Gate circuit 100 £
dv/dt réappliqué jusquia,, _ dv/dt réappliqué jusqu’a _
Reapplied dvidt 200 Vips up to Vo Vowm max Reapplied dvidt 200 V/us up to Vp = Vpwm max
V, <200y aumomentde lacommutation puis <3gy au moment de la commutation puis
R when commutating and then Ve <Virwm when commutating and then <15V
Vo'
Vowm
: tq f ¢
i} 5 4. 1. o7 2N
i Alimentatlon continue L *_—”——*
l N7 bC
VR i'-r 200 V max. 30 V max. supply .. | Almantion dvds
H 100 A 9 SCR | Linear dv/dt supply
H R O_Q
s - i
i —
t t o [
Courant ension
Current g?:::d Voitage

Forme d'onde dans la mesure de t
en fondionnement impulsionnel

Waveform for pulse turn-off time test

e ——
OSCILLOSCOPE

Schéma.de principe du circuit
impulsionnel de mesure

Pulse turn-off time basic test circuit
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x 2N 3654
% —2N 3658

Valeurs limites
Limiting values

iy max (A) a6l °0)
// / 50 He <{ <400 Hz
500 X 74 :
S
o ‘>A/ 120 ]
G (t’ T~ T
200 =%, o~
NS NEY
100 / 80 \\\; \ \\
/ /| NN ~
50 4 7 \\\\\‘
/ 40 NN )
20

=1 051 025033 0,167 0,083

=l

| I |
10
01 1 10 ths) o 20 40 80 80 100 lpy™XA)
temps aprés amorgage
times after firing
Caractéristiques typigues
Typical characteristics
) PaviVi
I I J
- 50 Hz<f<400 Hz
40
Lieu des I
droites de charges 50
dmissible 0[5 T
30 Lo, / 0,33
Permissible gate sourceload T 4 —
lines 0,25 |
20 40
l yosS LT 0167 0,083
P
; Sn=aony__| po| AL | |
G vrrrod ﬁ/ 1
\-11’
0 2 4 8 Iglal o 20 40 60 80 100 ipylA)
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2N 3654 x
—2N 3658 %

Valeurs limites
Limiting values .

A) tease™ 65
lTM max { case 1 - impulsion sinusoidale
l sine wave form
soo| 4 L L ——
~ T oF 5o ~ g 2 - source de gachette
1 %0 N gate supply
200 500 L TN O™
[t [~ 7o0g ~ N V=20V
2000 ] \\ \“
100 000 S \‘ R, 200
—
| 100do \ \\\ tr<0,1 us
50 t.>1,5us
L 20000 ™~ \ \ P
1 -
20 |— 059 impulsions par seconde 3-Vp SVppym mex
] pulses per second
10 ' ‘[ L 4 - VR =200V

2 5 10 20 50 100 200 500 1000 tyfus)

=
%9 N
50(|)o h \; \\

50 -~
10000 4 \ N
20 F—— o[ \ \
— 2000 o impulsions par seconde
10 L= 25000 pulses per second
2 5 10 20 50 100 200 500 1000 tp ()
I_rMmax (A) toase = 115"
(‘\ ( \ impulsions par seconde
500 pulses per second
200 || =]
m— o0
100 190 50\\ N N
P — 200 -P\\\\
50 \ 500 -—q\\ P o
\\ ~ \
[ 7000 \\\
2 \\ 2000 "‘"\‘ \\\
700, | %000
10 N L

2 5 10 20 50 - 100 200 500 1000 tp(lls)
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* 2N 3654
% — 2N 3658

Caractéristiquves typiques
Typical characteristics

Iy (A) A
™
TIT ] A
W par impulsion & -
;gerpulxe 500 ¥ \o\:s‘ N
© ] N
1000 200 V/L"' N
00 QW 7777 X
&
i O oo oY, & o . 400w
™~ 02576 &
RIS 100 2 aoow
200 \'05‘9; N /// 11
N EAA N 50 i /£ 100 W
100 IR NN // [
NCEANYN Lo W
50 et PN 020, -
RN P AN Q NS Ve [
02227 " NN \\\ 20 g aow
0 e NN A/ Lo
o L 0024745 A 10 / = )
12 510 100 1k 10k tplush 01 1 10 100 1000 tylus)

abaquede la puissance instantanée dissipée dans le Thyristor
instantaneous power dissipation

temps aprés amorgage
time after firing

tolus)
tease= 120°C
20
Impulsion rectangulaire t_ =50 us
Rectangular waveform P
B f=50 Kz
Circuit de gachette 100 2
% //—’ Gate circuit
12 P dv / dt réappliqué (200 V / us jusqu'é{VD = Vpwm max
| Reapplied dv / dt up to
Vg <Vgwwm au moment de fla commutation, puis <15 V
when commutating and then
8
4

0 20 40 60 80 100 IpylAl
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Thyristors
Thyristors

% 2N 5204
% —2N 5207

Boftier ~ 10-48
Case

Couple de serrage max. 245 cm AN
Maximum torque on nut

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Fr(rms) 35 Aleff)
Vppm 600 V——1200V
di/dt 75100 Alus

Anode au boitier 1/4 - 28 UNF - 2A —— c

Anode connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation —40°C <t <1259 (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) Case (Unless otherwise stated)

2N 2N 2N 2N
5204 5205 5206 65207

Tension inverse de pointe répétitive (1) VR AaM 600 800 1000 1200 V
Repetitive peak reverse voltage
Tension inverse de pointe non répétitive 1/2 sin,

Non repetitive peak reverse voltage

tp= 10 ms VRSM 720 960 1200 1440 V

Tension de pointe répétitive & I'état bloqué
Repetitive peak off-state voltage

(n VbRM 600 800 1000 1200 V

(1) Durant cet essai
During this test

Rih (c-a) < 5° C/W

1971 -01 1/5
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2N 5204 x
—2N 5207 %

% Dispositif recommandé

Preferred device
Valeurs limites absolues d'utilisation —40°C <t <1250C (Sauf indications cantraires)
Absolute ratings (limiting values) case (Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gichette VRGM 5 \2
Peak reverse gate voltage
Courant direct moyen tease = 40:0 IT(AV) 22 A
Mean on-state current toase = 20°C n A
Courant efficace 4 I'état passant Hirms) 38 Aleff)
RAMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non-répétitif)a I'dtat  t =1ms 2.t 200 Als
passant =10 ms tease =40°C lrsm 300 A
Surge{nan-rapet[t/vo)an-snm current
Vitesse critique de croissance du courant & I'état passant V= 1200 V/ ftm < 150A  2N5207 di/dt 75 Alus
3 Pétat passant (note 2) Vp=1000V  lpy < 160A  2N5206 - 2N5207 80
VD =800V ITM & 180A 2N5205 - 5206~ 90
Critical rate of rise of on-state current (note 2) 5207
Vp =600V Itm < 200 A 2N520432N5207 100
Vp>Vgo 10
Dissipation de puissance moyenne de géchette PG(AV) 2 w
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de gichette t, =500 us PGM 60 W
Poak gate power dissipation .
Température virtuelle de fonction min i) —40 °c
WVl °,
Virtual Junction temperature max +125 [+
Température de stockage min tyg —40 °c
Storage temperature max +150 °C

{2) Source de gichette V=20V
Gate supply R=20Q
t <0,1pus
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*x 2N 5204
¥ —2N 5207

% Dispositif recommandé

Preferred device
Caractéristiques électriques
Electrical characteristics
t 2N 2N 2N 2N
case 5204 5205 5206 5207
Courant inverse max max max max
Reverse current
Ig=0
(Vg = VRRM Max) 125°C IR 33 25 2 1,7 mA
Courant a |'état bloqué max max max max
Direct off-state current
Ig=0 .
Vp=Vpgry max) 25°C g 33 25 2 1,7 mA
Tous types
tcase A/I‘ types
min.  typ. max.

Courant hypostatique ’ Ig=0 » 25°C IH 100 mA
Holding current Ipplinitial) =05 A —40°C I 200 mA

Vac=24 \Y
Tension 3 |'état passant t.=1ms 25°C Vo 2,3 v
On state voltage 5p< 2%

l+=70A
Courant de géchette d’amorgage VAC =12V 25°C loT 40 mA
Gate trigger current R =12 Q —40°C lGT 80 mA
Tension de gichette d’amorgage R =120 +125°C
Gate trigger voltage VAC =12V —40°C VGT 3 v
Tension de gachette de non-amor- VD = VDRM max
cage R =1k 125°C Veb 0,25 Y
Gate non-trigger voltage

- Temps de désamorgage par commu-  {3) 125°C tq 75 us
tation du circuit
Circuit commutated recovery time
Vitesse critique de croissance de la de =0
tension 3 I'état bloqué from D -
Critical rate of rise of off-state voltage @ VD =Vp RMmMax 125°C dv/dt . 100 V/us
to iy

Ig=

Résistance thermique Rth(j-c) 1,5 ‘W

Thermal resistance

1971 -01  3/5



2N 5204
—2N 5207%

Valeurs limites
Limiting values

Irgmmax(Al 12t (A%s)
600 600
500 500
400 400 L
300 ™ 0 300 T
/
200 200
100 100
1 2 3 4 5 678 tp(ms) 1 2 3 4 5678 tp(ms)
teasel*C) toasel°C)
100 / %‘ 100 W Z
80 k k\\ —_— f1 80 \\
N\ \ \\ L] \\ O T
50 AN N | 6 \\\\
& \
40 20 40 \ P \\
1 LI 20 —i""l_' ’.‘1‘.1 l}l I\
20 o100 fanc120°780° T 126432
6 =309 60° [908120° 180
adl il W e i |
0 10 20 30 IT(AV)maX(A) AO 10 20 30 IT(Av)max(A)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
Pav)W) Plav)W)
p I ) = 125°C
60 P amnl [21)
/ Z
0(\
7 —Lst v_1l
— 1 1209
40 900 ‘A
L §0°, A/,
6=30
20 7
) = 1lzs°c 4
0 10 20 30 IT(AV)(A) 0 10 20 30 Ipayy(A)
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*x 2N 5204

% 2N 5207

Valeurs limites
Limiting values

Iymax(A)
.
500 ' &
7
i
200 t <400 Hz
100° 240°C <1, ., < 125%
50 /<_ Vge=10V
/ & R
p //\’\« 6C<20Q
0 .
2 74 No t< 0,1 4s
10

01 02 05 1 2 5 10 )
temps aprés amorgage
time after firing

Caractéristiques typigues

Z(h(i-c)(OCIW) Typical characteristics
max.
. —
41
P
v
0,1
0,01
0,001 0,01 01 1 10 1ls)
A}
o .
'(vi)=25 ¢ ___]max |
100 e | =125
y, 4
10 —7
&/ff
)i
=T
01 1
0 2 4 Vvl
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Modulateurs en anneau A 502 GE
a diodes germanium A 503 GE
Germanium diodes ring modulators A 504 GE

Spécification prr_ oNET ; LSTC 158 C
Spécification

Catégorie cimatique
Climatic class 10/055/66 (CEI 68-1)

Boftier plastique  CB 18 : A 502 GE . )
_ Plastic case CB 17 : A 503 GE .
CB 18 : A 504 GE

Schémas electriques ; )
Basic circuits CB 18 CB 17

|| L1

A 502 GE A 503 GE
A 504 GE
Caractéristiques générales de chaque diode ' ' tamb = 25° C
General characteristics of each diode :
min typ max
Courant direct Ve=14V A502GE lg 14 25 mA
" Forward current A 503 GE
Tension directe lg=10mA A 504 GE Ve 0,4 0,5 v
Forward voltage
Courant inverse Vg=14 V  A502GE IR 20 HA
Reverse current A 503 GE
Vg=1V A 504 GE [ 5 LA
Résistance différentielle VF =14V AB502GE r 25 50 Q
Differential resistance A 503 GE
1F=10mA A 504 GE r 20 Q
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A 502 GE
A 503 GE
A 504 GE

Conditions d'équilibrage
Balance conditions

. Affaiblissement du courrant porteur

Carrier current attenuation

T T
A 502 GE A 504 GE e
A 503 GE v.
% 2
f1 300 8 kHz ¥
VF1 1 0,6 Veff(rms) A, s p Ps R,
Ry=Rg= 75 600 Q
\% porteur
N p/Ns 7 1 1 Carrier
log,¥2 > 5 45 Np
Ve T1=Ty
1
Affaiblissement du courant modulateur
Modul. current at i
. A 502 GE A 504 GE
A 503 GE
i 300 8 kHz
0 Atténuateur
VF1 ! 6 Vetf(rms) Attenuator
fy 4 1 0,1 MHz 1,3Np., Ty, Ty Vs,
Vi !
VF2 1 0,6 eff(rms) R, (07 Np1 3 ‘
Ry=R;=R,= 75 600 Q -
H4 = R5 0 10 Q Vf - s R
Np/Ng 22 1 R R, Rg
V. N - modulateur Y. porteur
]oge _V_Z 6,2 6,2 Np modulator 2 carrier
Fy
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Diodes germanium a pointe tungsténe AA 113

Germanium diodes, tungsten point contact

% Dispositif recommandé
Preferred device

Diodes appariées Caractéristiques principales
Matcheddiodes Quick reference data

Détecteur de rapport
Ratio detector

Discriminateur de phase

Phase discriminator Ve (10mA) 1,6 V max

Ig (30 V) 120 u A max

. <
Marquage : clair ——
Marking : clear
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS
Valeurs limites absolues d’utilisation
Absolute ratings (limiting values)
tamb = 25°C 60°C
Tension inverse continue Vg 60 55 Y,
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam . 85 60 \Y
Paek reversa voltage :
Courant direct continu s 25 10 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IEm 50 20 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp =1s lFSM 100 50 mA
Surge forward current . .
Courant direct moyen o 10 4 mA
Mean forward current
Température de stockage min tstg — 55 :C - B
Storage temperature max ) + 100 (o]

1971—01 1/2
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AA 113

Caractéristiques géneérales tamp = 25°C

General characteristics (Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max,
Test conditions

Tension directe Ig=10mA ' VF 1,6 Y
DC forward voltage
Courant inverse Vg=30 \ IR 120 UA
DC reverse current VR =60V IR 500 HA
Variation de la capacité 0,75 V<V5<3V AC 0,18 pF
Capacitance variation note 1

AA 113

—O
500 pF :

VHF I $ Vo
f=107MHZ 20 k2
—0

Note 1: Schéma de mesure de AC
Test circuit for AC

1971 -01 2/2 voir .
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Diodes silicium planér

Planar silicon diodes

" BAV 54— 30
BAV 54 — 70
BAV 54 — 100

Commutation rapide
Fast switching

Marquage : clair
Marking : clear

% Dispositif recommandé
Preferrad device

Caractéristiques principales
Quick reference data -

Vg (10mA) 1,1V max.
1= (10 V) 0,2 p A max.
T 4 ns max.
<
e — B
Boitier F 80 Materiau VERRE

Materjal GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation ™ tamb = 25°C  (Seuf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) ’

(Unless otherwise stated)

BAV 54-30 BAV 54-70 BAV 54-100
Tension inverse continue Vg 20 40 60 . v
DC reverse voltage
Tension inverse de créte ’ VRM 30 70 100 Y
Peak revarse voltage
Courant direct continu g 200 200 200 mA
DC forward current
Courant direct de pointe lFM 500 500 500 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp =1us | ESM 2 2 2 A
Surge forward current v
Courant direct moyen lo 150 150 150 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Piot 500 500 500 mwW
Total power dissipation
Température de stockage min tog —65 —65 —65 ZC
Storage temperature X max +200 +200 +200 C

SES@SEN
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BAV 54 - 30

BAV 54 - 70
BAV 54 —-100

tamb = 25 OC

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Caracteéristiques générales
General characteristics

Conditions de mesure min max
Tension directe IF =10 mA VF 1 \
DC forward voltage
Courant inverse VR =20V BAV 54-30 lR 0,2 MA
DC reverse current VR =40V BAV 54-70 IR 0,2 UA
VR =60V BAV54-100 g 02  pA
Tension inverse de claquage IRM =100 A BAV 64-30 V(BR) 30 \
Breakdown reverse voltage BAV 54-70 V(BH) 70 \
BAV 54-100 V(BR) 100 \%
Capacité différentielle VH =0 f=1MHz (o} 4 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement lp=10mA Ry =100 Q t te 4 ns
inverse (du courant) Vo=6V i ] Ve
Reverse (current) recovery R w ~10 —R—L
time
Rendement de détection RL =33k CL =330 pF n 90 %
en tension f=4-10,7 MHz V=1 Vieff)
Detector voltage efficiency (rms)
1z =50 uA)
Rendement de détection R =3 k2 C_=10pF n 70 %
en tension f=40 MHz V=3 V{eff)
Detector voltage efficiency (1 E= 50 pA) {rms)
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*BAW32A

!)wd-es smmun-l _ % _. BAW32D
a pointe aluminium
(23 J2

Silicon diodes, aluminium point contact
—~28J2)

% Dispositif recommandé
Preferred device

Usage général Caractéristiques principales
General purpose Quick reference data
Treés faible capacité

Very low capacitance

Ve (10 mA) 1V max

igr (Vam! 0,1 A max

C (-2V) 0,4 pF max

¢
Marquage : clair ou anneaux de couleur (voir code page suivante)
Marking : clear or coloured rings (see code next page) Anneau 12
ring
Boftier DO-7 Materiau VERRE

Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

BAW32A BAW32B BAW32C BAW32D BAW 32E

(23J2) (24J2) (25 3 2) (264 2) 2712 (284 2)
Tension inverse de Vam 200 150 100 50 30 10 \Y
créte . .
Peak reverse voltage
Courant direct de tp=1s lggm 120 120 120 120 120 120 mA
surcharge
Surge forward current
Courant direct o 60 60 60 60 60 60 mA
moyen
Mean forward current
Température de max g +125 +125 +125 +125 +125 +125 °c
jonction :
Junction temperature
Température de min -ty -85 —55 — 55 — 55 — 55 — 55 °c
stockage max +150 +150 +150 +150 +150 +150
Storage temperature

1971-01 1/3
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BA W32 Ax

— BAW 32 D%

(23 J2
— 2842)

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25 °C

{Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions
Tension directe ]F =10 mA VF 1 \
DC forward voltage IF =60 mA VF 1,3 \
Courant inverse VR = VRM IR 0,1 UA
DC reverse current VR = VRM tamb = 125°C IR 20 MA
Capacité différentielle Vg=-2V =1 MHz Cc 0,4 pF
Small signal capacitance
Capacité différentielle Vg =—40 \ f=1MHz BAW 32 A (o 0,3 pF
Small signal capacitance —BAW32D
Rendement de détection R =10 k& Cy = 1000 pF n 55 %
en tension f=10 MHz V| =10 Veff .
Detactor voltage efficiency (rms)
Code des couleurs {ou marquage en cfair)
Colour coding (or clear marking]
Type de diode  ler anneat  2e anneau
Djode type Istring 2nd ring
23J2 Rouge Orange
Red Orange
24J2 Rouge Jaune
Red Yellow
25J2 Rouge Vert
Red Green
2642 Rouge Bleu
Red Blue
27J2 Rouge Violet
Red Violet
28J2 Rouge Gris
Red Grey
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Diode silicium planar BAY 71

Planar silicon diode

% Dispositif recommandé

Preferred device

Commutation rapide Caractéristiques principales
Fast switching’ Quick reference data

P, . (mW)

2“5’3( Vg (20 mA) 1V max

200 1 IR (35 V) 0,1 #A max

tr {10 mA) 2 ns max
100 I - \
t <
-
% 100 175200 t(°C)
Marq‘_uage : clair Boftier DO-7' Materiau  VERRE
Marking : clear Case Material GLASS
Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)

Tensidn inveyse continue Va 35 \
DC reverse voltage

Courant direct continu e 115 mA
DC forward current
Courant direct de pointe TEm 225 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp= 1s lggm 500 mA 5
Surge forward current tp =1us  lgsm 2 A
Courant direct moyen ‘O 75 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Piot 250 mW
Total power dissipation
_Température de stockage min totg —65 °C '
Storage temperature max +200 °C

1971-01 1/2
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BAY 71

Caractéristiques générales tamp = 25°C
{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

General characteristics

Conditions de mesure Min. Max
Test conditions
Tension directe Ig=0,1mA Ve 046 056 Y
DC forward voltage IF =1mA VF 0,57 0,69 \%
IF =10 mA VF 0,69 0,88 \Y
=20 mA Ve 076 1 v o
Courant inverse Vg = 3BV g 0,1 HA
OC reverse current VR =35V tamb = 125°C | R 100 HA
Tension inverse de claquage Igm=5rA V(BH) 50 Y
Breakdown reverse voltage
Capacité différentielle Vg=0 f=1MHz C 2 pF
Small signal capacitance
Rendement de détection en R =5k C_=20pF 7 45 %
tension f=100 MHz VI = 2\feff)
Detector voltage efficiency rms)
Tension directe transitoire IF =100 mA t= 20 ns VFM 3 \%
Forward transient voltage Z=508Q
Temps de recduvrement direct lp= 190 mA te 40 ns
Forward recovery time Impulsion t_ =20 ns max
pulse v
Temps de recouvrement inverse | = 10 mA R =1008 Yy 4 ‘ns
{du courant) Irm = 10mA i, =1mA :
Raverse (current) recovery time
Temps de recouvrement inverse  |g =10 mA R|_=1008 e 2 ns
{du courant) Vg=6V ir=1mA
Reverse (current) recovery time
Charge recouvrée Ig=10mAe IR =1mA Cls 50 pC
Recovered charge IF =20 mA IR =2mA Qs 65 pC
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Thyristors % BRY 54-100
Thyristors % — BRY 54-600

% Dispositif recommandé
Preferred device

Hautes performances vis-3.vis des contraintes Caractéristiques principales

(surcharges) . ) _— ' Quiick reference data
Immunité aux parasites (faible sensibilité)

High performances in regard to stresses (surges)
Noise immunity (low sensitiveness)
IT(rms) 2,5 A eff

Vewm 100 V—-600V
di/dt 200 Alus
—40°C < ;) < +100°C

’ G
Boftier TO-39 Anode au boitier
Case Anode connected to case

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings {limiting values)

—40°C <ty < 100°C

BRYS54 BRYS54 BRYS54 BRY54 BRY54 BRYS54

Notes 100 200 300 400 500 600
Tension inverse de créte VRwM 100 200 300 400 500 600 )
Crest working reverse voltage .
Tension inverse de pointe non VRSM 150 300 400 500 600 700 \Y
répétitive
Non repetitive peak reverse voltage
Tension continue a I'état Vo 100 200 300 400 500 600 \Y
bloqué
Continuous oll-'stare voltage
Tension de pointe non répéti- VDSM 150 300 400 500 600 700 \Y

tive 3 1'état bloqué
Non repetitive peak off-state
voltage

1971-01  1/4
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BRY 54-100 %
— BRY 54-600 x

% Dispositif recommandé

Preferred device
Valeurs ll.mITB.S ??SO[UBSd utilisation —40°C <t, . <100°C (Sauf indications contraire)
Absolute ratings (limiting values) . (Vj) {Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gdchette VRGM 6 \
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gichette Vesm 10 \
Peak forward gate voltage
. ° °
Courant direct moyen —40 C<tcase<+40 C ]T(AV) 1,6 A
Mean on-state current
Courant efficace a |'état passant ~40°C <ty , <+40°C Tirms) 28 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non t,=10ms tyj) Max 2.t 18 Als
répétitif a |'état passant) lrsm 60 A
Surge non repetitive on-state current
Vitesse critique de croissance du courant a I =50A (1) di/dt 200 Alus
g = ax .
I'état passant Vp =067 VDRMm t(v;) max
Critical rate of rise of on-state current
Dissipation de puissance moyenne de gichette PG(AV) 0.1 w
gachette
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de tp = 500 us PGM 1 W
gachette
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min t(v}) —40 °c
Virtual junction temperature max +100 °C
Température de stockage min teq —40 °c
Storage temperature max +125 °C

(1)  Essai suivant norme DIN 41787
VD =0,67 VDRM max, circuit de gachette ouvert

courant d'impulsion de gachette 40 mA
t <05us
lrm =50 A f=50Hz

Test according to norm DIN 41787
VD =0,67 VDRM max, open gate circuit

Pulse current of gate 40 mA,
[ <0,5us

Iy =50A f=50Hz

1971 - 01 2/4



% BRY 54-100
% — BRY 54-600

% Dispositif recommandé

Preferred device
Caractéristiques électriques
Electrical characteristics
Tous types
t("l) All types
. max
Courant inverse
Reverse current
=0
(Vg =Vgyp max) 100°C g 1 mA
Courant 3 Iétat bloqué max
Direct off-state current
Ig=0
(Vp=Vpwm max)  100°C D 1 mA
Tous types
All types
i) min typ max
Courant hypostatique Ig=0 25°C Iy 10 25 mA
Holding current (2)
Tension 4 I'état passant o= 10 ms 25°C v 1.3 1,8 Vv
On-state voltage |T =5A -
Courant de gachette d'amorgage Vac=12V 25°C leT 10 20 mA
Gate trigger current R L= 1280
Tension de gichette d’amorgage Vag=12V 25°C Vot 0,6 1,6 Vv
Gate trigger voltage R =129
Tension de gachette de non Vac=Vpwm max  100°C Vpg 0,2 \Y
amorgage
Gate non trigger voltage SN
Vitesse critique de croissance de de V=0 A 100°C dv/dt 200 V/us
la tension & ['état bloqué from D
Critical rate of rise of off-state voltage 3
= \Y
w VD = 087 oy max

Résistance thermique Rihii-c) 20 °c/w
Thermal resistance Rth( i-a) 150

(2)  Vpg=12Vocréte

VAC= 12 V peak

— Courant initial d’anode 0,2 A créte
— Initial anode current 0,2 A peak
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BRY 54-100 *
— BRY 54-600

Valeurs limites
Limiting values

o
toase("C) tamb‘oC)
50 Hz <f<400 Hz

6=30"] 90 180°

100

50 Hz <f <400 Hz —]

50

0 1 2 br(ayymax(A) 0 IT(AV)max()-\)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
Prav)W) Iy(A)
100
3 180°4. & -
§/
_Z 7 "’
g /
2 .
0 / 1 /
90 , y
6=30° /
, 1/
% = 125% ™
50 Hz <f <400 Hz Yyj) = 25%C
0,01
0 1 2 IpapiA) - 2 4 V)
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Thyristors

Thyristors

% BRY 54-100 T
% — BRY 54-600 T

Hautes performances vis-a-vis des contraintes

(surcharges)

Immunité aux parasites (faible sensibilité)
High performances in regard to stresses {surges)
Noise immunity (low sensitiveness)

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Hyms 25 A (eff)
Vawm 100 V—-600 V
di/dt 200 A/us
—40°C < t(y;) < +125°C

== O

Boftier TO-39 Ancde au boitier

Case

Anode connected to case

Valeurs limites absolues d’utilisation

Absolute ratings (limiting values)

—~40°¢C <tM) <125°

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

BRY 54 BRYS54 BRYS54 BRY54 BRYS54 BRYG54

100 T 200T 300T 400T 500 T 600T
Tension inverse de créte VRWM 100 200 300 400 500 600 \
Crest working reverse voltage
Tension inverse de pointe non VRSM 150 300 400 500 800 700 \%
répétitive
Non repetitive peak reverse voltage
Tension de pointe a |'état VDWM 100 200 300 400 500 600 \Y
bloqué
Peak off-state voltage
Tension de pointe non répéti* VDSM 150 300 400 500 600 700 \
tive 3 |'état bloqué ’
Non repetitive peak off-state
voltage
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BRY 54-100 T x
— BRY 54-600 T %

% Dispositif recommandé

Preferred device
Valeurs limites absolues d"utilisation —40°C <t . <125% (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) case (Unless otherwise stated)
Tous types
All types

Tension inverse de pointe de gachette VF{GM 6 \%
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gachette VFGM 10 \%
Peak forward gate voltage
Courant direct moyén —40°C <t <+60°C lray) 18 A
Mean on-state current
Courant efficace a |'état passant —40°C< tease S +60°C [T(rms) 2,5 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non tp =10ms . t(vj) max %t 18 Als
répétitif a 1'état passant) [TSM 60 A
Surge non repetitive on-state current
Vitesse critique de croissance du courant t(vj) max di/dt 200 Alus
a I'état passant
Critical rate of rise of on-state current m
Dissipation de puissance moyenne de PG(AV) 0,1 w
gachette
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de tp =500 us Pem 1 W
gachette
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min ) —-40  °C
Virtual junction temperature max +125 °C
Température de stockage min ' Tt —40 °c
Storage temperature max +150 °C
(1)  Essai suivant norme DIN 41787 Test according to norm DIN 41787

Vp =067 VDRM max, circuit de gichette ouvert, v, =0,.57 V5 am M3, opengate circuit

Courant d‘impulsion de gachette 40 mA, Pulse current of gate 40 mA,

tr< 0,5 us 1, <05 s

oy =50A  f=50Hz =504  f=50Hz
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% BRY 54-100 T
% — BRY 54-600 T

% Dispositif recommandé

Preferred device
Caractéristiques électriques
Electrical characteristics
Tous types
t(\/i) All types
Courant inverse max
Reverse current
Ig=0
0
(VR = VRwp max X 125°C IR 1 mA
Courant a I'état bloqué ~max
Direct off-state current
Ig=o
Vp = Vpym max) 125°C (N 1 mA
Tous types
All types
t (vi) min typ max
Courant hypostatique Ig=0 25°C In 10 20 mA
Holding current (2)
Tension & |'état passant t =10ms 25°C Vi 1,3 1,8 \Y
On-state voltage lT=5A
Courant de gachette d’amorcage Vac=12V 25°C leT 10 20 mA
Gate trigger current Ry =12 Q
Tension de gichette d'amorgage Vac=12V 25°C Var 0,6 1,5 v
Gate trigger voltage RL =128
Tension de gachette de non Vac=Vpwm M* 126°C Vep 0,2 \Y
amorgage
Gate non trigger voltage
Vitesse critique dg croissance de la de =0 125°C dv/dt 200 V/us
tension a |'état bloqué from D
Critical rate of rise of off-stage voltage 3 - max
o Vp =087 Voywm
Résistance thermique Rihij-c) 20 °c/w
Thermal resistance Rth(]-a) 150

(2)  Vpg=12 Vcréte

VAC = 12 V peak

— Courant initial d'anode 0,2 A créte
— Initial anode current 0,2 A peak
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BRY 54-100 T *
— BRY 54-600 T %

Valeurs limites
Limiting values

1case(oc) ‘amb(OC)
50 Hz <f <400 Hz
125 125 | 50 Hz<<f <400 Hz —]
: N —1 7
100 100 L —
NN (e ' /
‘\ \ a— 1] —
~ Miny \ 8 ]
o¢ N
50 50 \
=30 90°] 180° \ M\%
XN
0=30°¥0 180‘&
0 0,5 1 1,5 Ir(av)max(A) 0 0,5 1 b Av)maxiA)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
Plav)iWl I (Al
100
3 180°As, d
N3
SIS
. 10
/ ‘
21— / /
[} ] /
1
I s’y
0= 3oy
. /]
0,1
) = 125%C
50 Hz <f <400 Hz t=25°C
}
0,01 1
0 1 2 lpayfA) 2 4 Vopv)
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Thyristors
“Thyristors

%»BTW27-100R
¥ — BTW 27 — 600 R

Boitier TO-66
Case

Anode au boftier
Anode connected to case

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
lT(rms) 7,4 A (eff)
VRWM 100 V—600 V

G

Valeurs limites absolues d'utilisation tgyge = 25°C  (Saif indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

AMS on-state current

BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27 BTW 27

100 R 200 R 300R 400 R 500R 600 R
Tension inverse de créte VRwWM 100 200 300 400 500 600 \
Crest working reverse voltage
Tension inverse de pointe répétitive \Y RRM 100 200 300 400 500 600 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Tension inverse de pointe non répétitive VRSM 150 300 400 500 600 700 \Y
répétitive :
Non repetitive peak reverse voltage
Tension continue 3 |'état bloqué VDWM 100 200 300 400 500 600 \Y
Continuous off-state voltage

" Tension de pointe répétitive a I'état VDRM 100 200 300 400 500 600 \
bloqué . ‘
Repetitive peak off-state voltage
i A

Courant direct moyen b (AV) a7 47 47 47 47 a7
Mean on-state current
Courant efficace 3 1'état passant b (rms} 74 74 74 74 74 74 Aleff)

¥. ESESE
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BTW27-100R *
— BTW 27 — 600 R

% Dispositif recommandé
Preferred device

Valeurs limites absolues d’utilisation
Absolute ratings (/imiting values)

fcase= 25°C  (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Courant de surcharge accidentelle (non répétitif t(vi)max 2t 50 Al
a |'état passant ITSM 100 A
Surge(non repetijtive on-swte)current
Vitesse critique de croissance du courant & |’état lgT =80 mA tyj)max di/dt 200 Alus
passant ~1Tmax =47 A
Critical rate of rise of on-state current fr <0,1us
Vp =0,67 Vpyyy max
Température virtueile de jonction min . tM) —20 °c
Virtual junction temperature max - +100 °c-
Température de stockage min tg —20 °c
Storage temperature max +125 °c
Caractéristiques électriques ¥ Dispositif recommandé
Electrical characteristics Preferred device
BTW27 BTW 27 BTW27 BTW?27 BTW27 BTW27
i) 100R  200R  300R° 400R  S00OR  60OR
Courant inverse max max max max max max
Reverse current
(Vg = VRwm Max) 100°C Iy 5 3 15 15 15 15 mA
Courant a I'état bloqué
Direct off-state current
(Vp = Vpgrp Max 100°C Ip 5 3 15 15 15 15 mA
t Tous types
case All types
typ. max.
Courant hypostatique 25°C Iy 15 50 mA
Holding current
Tension 3 |'état passant lp=15A 25°C Vi 17 3 \%
On-state voltage
Courant de gachette d’amorgage 25°C IgT 15 50 mA
Gate trigger current
Tension de gachette d'amorgage 25°C VGT 07 2 \%
Gate trigger voltage .
Vitesse critique de croissance de |a tension de =0 a 100°C dv/dt 300 Vius
4 I'état bloqué from D to
Critical rate of rise of of f-state voltage VD =67% VDWM max
.. . °
Résistance thermique Rth(i - 3 4 c/w

Thermal resistance
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Thyristors
Thyristors

Série rapide, haute performance
High performance, fast recovery series

% BTW 28-500 R

* — BTW 28-800 R
% BTW 28 A-500 R

% — BTW 28 A-800R

APPLICATIONS

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Onduleurs Inverters
Emetteurs sonar Sonor transmitters
Convertisseur de fréquence  Cycloconverters
Décharge de capacité Discharge of cap

lignes a retard delay lines
Modulateur radar Radar Modulator

Générateurs ultrasoniques Ultrasonic generators

Boitier TO-48
Case

Couple de serrage max. 245cmAN
Maximum torque on nut

14-28 UNF-2A

Anode au boitier
Anode connected to case

lT(rms) - 35 Aleff)
VDWM 500 V—800 V
di/dt 1000 A/us

Valeurs h.mne.s @solues d'utilisation — B5°C < tgpe <+120°C
Absolute ratings (limiting values)

BTW 28 )

BTW 28 A 500R B00R 700R 8O00R
Tension inverse continue (1) VR BTW 28 150 200 250 300 \%
Continuous reverse voltage BTW28 A 500 600 700 800 \Y
Tension inverse de pointe non VRSM BTW 28 250 300 350 400 \Y
répétitive BITW 28 A 600 700 800 900 . V

Non repetitive peak reverse voltage

Tension continue & I'état bloqué (1) VD
Continuous off-state voltage

500 600 700 800 \

) Ripea) < 5°C/W

¥. ESSEM
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BTW 28-500 B

— BTW 28-800 R %

BTW 28 A-500 R *

— BTW 28 A-800 R+

Valeurs limites absolues d'utilisation

Sauf indications contraires

. — 65°C < tg,ee <' 120°C
Absolute ratings ase Unless otherwise specified
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gdchette VRGM 10 v
Peak reverse gate voltage
Courant continu d I'état passant —65°C<t ase <+40°C I 25 A
On-state current toase =70°C IT 16 A
Courant efficace a |'état passant IT(rms) 35 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non- 1ms <t, <10ms 2.t 160 Als
répétitif)a I'état passant tp =5ms t(Vl') max (2) ITSM 180 A
Surge(non-repetitivelon-state current
Vitesse critique de croissance du courant Iy <200 A (3) di/dt 1000 Alus
3 l'état passant VD = 0,67 VDWM max
Critical rate of rise of on-state current
Courant direct de pointe de gdchette IFGM 6 A
Peak forward gate current
Dissipation de puissance moyenne de toase = 40°C PG(AV) 1 w
gdchette
Mean gate power dissipation
Dissipation de puissance de pointe de t,=0,1ms tease = 40°C Pam 40 w
gachette =05 ms 20 w
Peak gate power dissipation =5ms 10 w
Température virtuelle de jonction min t) -85 °C
Virtual junction temperature max +120 °C
Température de stockage min te -65 °C
. 9 °

Storage temperature max +150 C
(2)  Aprés cet essai, la tension ne peut étre réappliquée  (3)  Alimentation de gachette V=20V

immédiatement Gate supply Ri= 20 Q

After this test voltage must not be immedjately reapplied tr <0,1us

(cf NF C95830) . tp >1,5us
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% BTW 28-500 R

¥ — BTW 28-800 R
% BTW 28 A-500 R

¥ — BTW 28 A-800 R

Caracteristiques génerales
General characteristics

N BTW 28 600R 600R 700R 800R
case BTW 28 A 500R 600R 700R 800R
Courant inverse BTW 28 6 6 55 4 mA
Reverse current '
(VR = Vgwm Max) 120°C (1) lg BTW28A 3,6 3 2,5 2 mA
Courant 3 I'état bloqué
Direct off-state current
(Vp = Vpgrm max) 120°C (1) b 3,5 3 2,5 2 mA
Tous t
t All rynga
case min typ max
Courant hypostatique (5) 25°C Iy 45 mA
Holding current —65°C [H 150 mA
Tension & I'état passant pSims 5<% 25°C Vo 18 205V
On-stste voltage IT =25A
Courant de gichette d'amorgage tp < 20us VAC =6V 25°C [GT 50 150 mA
Gate trigger current RL=28 —65°C o7 120 500  mA
Tension de gachette d’amorgage tp > 20us VAC =6V 25°C VGT 13 3 \Y%
Gate trigger voltage R =4 Q —65°C VGT 2 4,5 Vv
Tension de gachette de{non-amorgage} tp> 20us VAC = VDWMmax .
Gate{non-trigger)voltage R L= 200 & 120°C VG D 0,25 \Y
Vitesse critique de croissance de la  (6) de  —¢ 120°C dv/dt 200 500 Vius
tension 4 I'état bloqué 5 from D
Critical rate of rise of off-state voltage © Vp =067 VDWM
Résistance thermique Rth(i-c) 1,7 °ciw
Thermal resistance
o
(1 Ripica) <5 C/W
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BTW 28-500 R *

— BTW 28-800 Rx
BTW 28 A-500 R

— BTW 28 A-800 Rx

Caractéristiques électriques Tous types

 trict: - foti 1 . All types
Electrical characteristics case min typ" max
Temps de désamorcage par commuta-  {7) 115°C t 20 us

tion du circuit
(méthode impulsionnelle)
Pulse circuit commutated turn-off time

Avec diode montée en inverse 115°C tq 35 us
With feed back diode
Temps de désamorgage par commuta- (8) 120°C rq 20 us

¢ tion du circuit (méthode classique)
Conventional circuit commutated turn-off

time
{5)  Circuit de gachette ouvert (7) ]TM =100 A (8) N7 10A
Gate open circuited Impulsion sinusoidale to=2ps [mpulsion rectangulaire t =50ps
\Y; =24V Sine waveform p Rectangular waveform P
AC
N f=50Hz f =50 Hz
Courant initial 3 A créte - N P N
o Circuit de gdchette 209 Circuit de gachette 100 Q
Initial current 3 A peak Gate supply Gate circuit
(6)  Essai suivant norme NF C 95830 dv/dt (éappliqué 200 Vs dv/dt r_éappliqué 200V/us
Test according to standard NF C 95830  Reapplied dv/dt Reapplied dv/dt
ircui 3 jusqu'a = jusqu‘a —
Circuit de gaci.wette ouvert {: iia Vp =067 Vowm max ' Vp =067 Vo max
Gate open circuited P
vH < 300 V au moment de la com- VR < VRWM au moment de la
mutation puis < 50 V commutation puis < 15 V
Vg 300 V when commutating and Vp Swhen commutating and then
then <50 V <15v

Sur demande : tq plus faible
On request : shorter t q

o2 [ _Ii

Alimentation continue L ———]
DC supply I |
N Th, ! Allmentation dv/dt !

SCR | Linear dv/dt supply {

|

|

J

!
f ~

e |
|

T

.

Coura,
t:urrer:‘tt Masse zef;S'On
Ground Y Oltege

————
OSCILLOSCOPE

Forme d'onde dans [a mesure de t Schéma de principe du circuit
en fonctionnement impulsionnel impulsionnel de mesure

Waveform for pulse turn-off time test Pulse turn-off time basic test circuit
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% BTW 28-500 R

% — BTW 28-800 R
% BTW 28 A-500 R

* — BTW 28 A-800 R

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Puissance moyenne dissipée en fonction du courant
direct de créte (onde rectangulaire)
Average power dissipation for rectangular waveform

Vgiv) WL -
80
40
50 %
} 606 = 100%
30 . 2 (/ 333%
L 26 %
ﬁ% w0 A A
2 4 % / L% 8%
Lieu des droites N7 / v 2
de charge admissible / V V
/. Permissible gate SOUICE N~ 20 AN A
10 load lines //"/' |+ -
—//’

o 2 4 6 IG[A) Q 20 40 60 80 100 120 |TM(AI
Cette caractéristique n'est valable que pour des courants
rectangulaires, de fréquence comprise entre 50 et 400 Hz
lorsque di/dt est relativement faible de facon & négliger
les pertes pa commutation.

This chart provides a rapid mean f determining SCR
dissipation with low value of di/dt. It is applicable for
rectangular waveform current between 50 and 400 Hz.
Abague de la puissance dissipée dans le Thyristor Energie par impulsion en régime sinusoidal
Instantaneous power dissipation Energy per pulse sine waveform
ip(A) i ta)
1000 AN -~ 1000 — \_l E‘*
2 500 Q "‘P
500 L A \qu. N A\ o J \
A S ¥ N o N
v 2 %0 | ‘E
200 I 200 w \ N
/ e L 0,005 NN
100 A | e 100 =N \ N\
V4 7 0,0025 4 \o, e N
5 v ) sl 1 ™~ \\°"\\ \\
0 ===t
AT AT N N
/ oo‘r\ l . \\ \
20 A 20 009 =t ™ N
/ / < ? I \\ \‘ \ \
2
10 / 10
81 02 05 1 2 5 10 20 50 100 12 5§ 10 20 50 100 200 5001000
Temps aprés 'amorcage t{s) t )
Time since firing P
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BTW 28-500 R %

— BTW 28-800 R %
BTW 28 A-500 R x

— BTW 28 A-800 R

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

Retard de croissance du courant & ['état passant

Oscillogramme : décharge d'une ligne  retard
Gate controlied delay time

discharging a delay line

vVl (At .
| Vp=200V
500 300 tdlgy) =50ns
| )= 25°C
i ! \
.
400 200 \
\ 95%
N

05 Nt
200 \ 100 N ’»\\\ -
\ 59 N C T
\ﬁ_ ’
[ ———_]

t{us) 0 100 200 300 IGT(mA)

Oscillogramme : commande par impulsion de gachette
firing by gate pulse

vVl T
.y
) 200

400
| =500 mA
N / GT

@v tp= 0,1us

¥
\ 100

200 /

0,5 1 15 tlus)
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Diodes de redressement au silicium

Silicon rectifier diodes

BY 183-50
_-BY 183-600

igmax(A)
0,2
| \
0,1 i \
0 50 100

Marquage : en clair
Mearking : clear

0
tamb( )

% Dispositif recommandé

Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data

o 02A
VRwWM 50 V —~ 500 V
1«
—I D
Boftier DO-7 Materiau VERRE

Case

Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

BY 183- BY 183- BY 183- BY 183- BY 183. BY 183- BY 183-

50 100 200 300 400 500 600
Tension inverse de créte Vewm 50 100 200 300 400 500 600 \
Crest working reverse voltage
Tension inverse de pointe VRRM 50 100 200 300 400 500 600 v
répétitive
Repetitive peak reverse voltage
Courant direct de pointe IFRM 0,7 07 0,7 07 0,7 0,7 07 A
répétitif
Repetitive peak forward current
Courant direct de surcharge tp=10ms Tesm 2 2 2 2 2 2 2 A
accidentelle
Surge non repetitive forward current
Courant direct moyen lo 0,2 0,2 02 02 02 0,2 0,2 A
Mean forward current
Température de fonctionnement  min toper —40 —40 —40 —40 —40 —40 —40 °c
Operating temperature max +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 °c
Température de stockage min tg —40 —40 —40 —40 - 40 — 40 ~40 °c
Storage wmperature max +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 °c

1971-02 1/2
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BY 183-50
—BY 183-600

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General c/iaracter/'st/cs (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

BY183- BY183- BY183- BY183- BY183-Y183. BY182-
50 100 200 300 400 500 600

max max max max max max max
Courant inverse VR = VRwm Max IR 1 1 1 1 1 1 1 HA

Reverse current

) max max max max max max mak
Tension directe Ig=0,1A Ve 1.2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 \
Forward voltage

1971-02 2/2



Diodes de redressement xBYX 60 _ 50(60J2)...
%--BYX 60 — 700 (67 J 2)

au silicium

Silicon rectifier diodes

Marquage : en clair
Marking : clear

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

o 0,4 A
VRWM 50V 700V
IR (100°C) 50 uA max

e
—

Boitier DO-7 E Materiau  VERRE

Case

Materjal GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

{Unless otherwise stated)

BYX BYX BYX BYX BYX BYX BYX BYX

60-50 60-100 60-200 60-300 60400 60-500 60-600 60-700

(60J2) (61J2) (62J2) (63J2) (64J2) (65J2) (66J2) (67J2)
Tension inverse de créte Vawm 50 100 200 300 400 500 600 700 A
Crest working reverse voltage
Courant direct de surcharge tp =1s ]FSM 25 25 25 25 25 2,5 25 25 A
accidentelle
Surge non repetitive forward durrent
Courant direct moyen 25°C o 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 A
Mean forward current 100°C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 A
Dissipation totale de puissance Piot 06 0,6 06 0,6 06 0,6 0,6 0,6 w
Total power dissipation
Température de fonctionnement  min Toper —40 —40 —40 —40 —40 —40 —40 -40 °c
Operating temperature max N +125 +125 +125 +125 +126 +126 +126 +125 °c
Température de stockage min teg —40 —40 —40 —40 ~40 —40 —40 —40 °c
Storage temperature max +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 +150 °c

1971 -02 1/3

SES@SEN

- 12 THOMSON-CSF



BYX60—-50(60J2)...%
—~BYX 60 — 700 (67 J 2) %

Caractéristiques générales
General characteristics

tamh = 25 °C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditfons de mesure Symb. BYX BYX BYX BYX BYX BYX BYX BYX
Test condltions 60-50  60-100 60200 60300 60-400 60-500 60-600 60-700
(604J2) (61J2) (62J2) (63J2) (64J2) (65J2) (66J2) (67J2)
max max max max max max max max
Courant Inverse V= Vrwm mex g 1 1 1 1 0,5 05 05 0,5 HA
Raverse current
Courant Inverse Vp=Vgwymax  100°C lg 50 50 50 50 50 50 50 50 vA
Reverse current
min min min min min min min min
Tension de claquage V(BR) 60 120 270 360 480 600 720 .850 \
Breakdown voltge
max max max max max max max max
Tension directe ’F =04A VF 12 12 12 12 12 1,2 1,2 1,2 v
Forward voitage
max max max max max max max’ max
Capacité différentielle Vg =-12V c 12 12 12 12 12 12 12 12 pF

Small signal capecitance

t=1MHz
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% BYX60—-50(60J2)...
* —BYX 60 — 700 (67 J 2)

Valeurs limites

Limiting values
1, max(A)
%05

04
0,375 ~
0,25 \

N

0,125 \\
0,
0 25 50 100 150 tcasa‘ c)
g max(A)

\

N

0,01 0,1 1 n

n=nomhbre de surcharges successives 1/2 période 3 50 Hz
n = Cycles at 50 Hz

2,5
N~

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

te(mA)
F 100°C /

/ /=
100 / /

/.
[/

/
/
I

03 0,4 0,6 08 Vglv)
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Diodes de redressement rapides

au silicium

Silicon fast recovery rectifier diodes

*BYX 61-50

*—BYX 61-400

DO-4

Boftier
Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boitier

Cathode connected to case

Anode au boftier

Anode connected to case

176 cm/AN

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 12 A (tggee = 100°C)
VewM 50V — 400V
trr 100 ns max

BYX 61-60 —= BYX 61-400

BYX 61-50 R —— BYX 61-400 R

Valeurs limites absolues d'utilisation

Absolute ratings (limiting values)

tease= 25°C  (Sauf indications contraires)

{Unless otherwlse stated)

BYX 61 BYX61 BYX6B1 BYX61 BYX61

50 100 200 300 400
Tenslon Inverse continue (1) VR 50 100 200 300 400 v
Contlnuous reverse volmge
Tenslon Inverse de créte 1) Vewm 50 100 200 300 400 v
Crest working reverse voltage
Tension Inverse de pointe  {2) Vapm 50 100 200 300 400 v
répétitive
Repotitive pesk roverss voltage
Courant direct de surchar- {1} lesm 150 150 150 150 150 A
ge accidentelle (p= 10ms
Surge non repatitive forward
current
Courant direct moyen (1} {4) o 12 12 12 12 12 A
Mesn forward current
Température de fonction-  {3) (4)
nement min toper ~ 65 —~ 65 —~65 —~65 —85 °c
Operating tempersture max pe 4150 4150 © #150  +150 4150 °C
Température de stockage mii ‘stg —65 —65 —~65 — 65 —65 °c
Storage temparature min +175 +175 +175 +175 +175 °c
Notes

1))
(2)

'embase hexagonale
(4) Volr courbe lg=1lt

casel

~B5°C< 1500 < +100°C
= 65°C € tyqe < +150°C
(3) Température mesurée au centre d'un des cotés de

Refarsnce polnt for case temperature messurement Is
the conter of a flat on the hexagons! base
See derating curve

SES®SEN

1971 - 01 1/4

> THOMSON-CSF



BYX 61-50
—BYX 61-400 %

Caractéristiques générales t .. = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb, BYX61 BYX61 BYX61 BYX61 BYXG61
Test conditions 50 100 200 300 400
max max max max max
Courant inverse VR=Vgpyymax  25°C IR 25 25 25 25 25 uA
Ruverse current
Courant inverse Vg = VM max 100°C IR 3 3 3 3 3 mA
Reverse current
max max max max max
Tension directe lg=12A Ve 14 14 14 14 14 v
Forward voltage
max max max max max

25°C t 100 100 100 100 100 ns

Temps de recouvrement o

inverse -
Reverse recovery time

1971 - 01 2/4



* BYX 61-50
¥ - BYX 61-400

1gmax(A}
.
12
10
5
0 50 100 150 t,6(°C)
t,: Circuit de mesure  Test circuit {note 2)
. Sw (note 1) R L
l fusible I
7 ]
l use I A
1A
300 50w
3V —
= 1WF
Oscilioscope
= 24 <0,5 2(0<t<2 kHz) R. =9 MQ
0 0
3 14 A 3pF <C; <12 pF
F - 19 10w t,<14ns
——
(1) Relais & mercure. f=50Hz  t .4 ~750 s
reposzs,ZS ms

Wetted mercury contact relay. = 90 HZ Copductive = 750 s
Open =28,25 ms

(2) R-L.Rhéostat3 Q2 25W R(A-B) =148
3§ 25 W commercial potentiometer  L{A-B) = 2 pH

Oscillogrammes

— —_
t
F \ Yre ' Yer Extrapolation
N ’
’
/

RM IRM
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BYX 61 — 50«
—BYX 61 —400*

Q (e
10 l
o
b— t(vj) =25C 1
IF =60 A
30A
— 20A
10A
5A
1
6\'8“
01 /
P
001 o (A/us)
4 10 100 1000
Q_iua)
%10
. I =60 A
|t .. =150°C A~ F30A
v / Ba
> =" | 5a
—
1
+
<&
/,
o /
i
< (azus)
oq dt
A | 10 100 1000

1971 -01  4/4 BYX 62-600 . 1N 3889
BYX 63-600 0.7 1N 3899
BYX 64 - 600 1N 3909



Diodes de redressement rapides *BYX 65-50
au silicium | % —BYX 65-400

Silicon fast recovery rectifier diodes

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
lo 30 A (tcase = 100°C)
VRWM 50V — 400V
ter 100 ns max
Bojtier DO-5
Case
Couple de serrage max. 245 cmAN

Maximum torque on nut

Cathode au boftier BYX 65-50 —» BYX 65-400
Cathode connected to case

l‘;node au bojitier BYX 65-50 R —» BYX 65-400 R

Anode connected to case

Valeurs limites absolues d’utilisation  t g5 =25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)

BYX65 BYX65 BYX65 BYX65 BYXES

50 100 200 300 400

Tension inverse continue ) Vg 50 100 200 300 400 v
Continuous reverse eoltage

Tension inverse de créte {1 VRWM 50 100 200 300 400 \
Crest working reverse voltsge

Tension inverse de pointe (2) VR AM 50 100 200 300 400 v
répétitive

Repetitive peak reverse voltage

Courant direct de surcharge = 10ms Esm 300 300 300 300 300 A
accidentelle 1)

Surge non repetitive forward current

Courant direct moyen (1) (&) !0 30 30 30 30 30 A
Mean forward current

Température de fonctionnement  min Toper — 85 -85 —65 —65 —65 °c
Operating emperature (3} {4) max +150 +1850 +150 +150 +150 °c
Température de stockage min g —65 - 65 —65 —65 —~65 °c
Storage 1emperature max +175 +175 +175 +175 +175 °c
Notes

(1 —B5°C K tgg5e < +100°C

2 —65°C K tgyse < +150°C .

{3) Température mesurée au centre d'un des cotés de Reference polat for case temperature measurement is the

I'embase hexagonale center of a flat on the hexagonal base
{4) Volr courbe Ig =1 (tgyq) See derating curve

1971-02 1/4
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BY X 65-50%
—BYX 65-400 «

General characteristics

Caractéristiques générales

te. = 25°C

(Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. BYX65 BYX65 BYXG65 BYX65 BYXG65
Test conditions 50 100 200 300 400
. max max max max max
Courant inverse VR = Vpwm Max 25°C In 80 80 80 80 80 HA
Reverse current
Courant inverse Vg = Vawm max 100°C g 10 10 10 10 10 mA
Reverse current
max . max max max max
Tension directe lp=30A Vg 1.5 1,5 15 1,5 1,5 \
Forward voitage
max max max max max
Temps de recouvrement  Ig =1A 25°C ty, 100 100 100 100 100 ns
inverse Vp=-30V

Reverse racovery time
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% BYX 65-50
% —BYX 65-400

Igmex(A}
30
20 \
10
0
0 50 100 150 t.o(°0)
t.p+ Circuit de mesure  Test circujt {note 2)

Sw (note 1} R L

Oscilloscope
24<0,5 (0 <t <2 kHz) {=9IMQ
le=1A . 3pF <C; <12 pF
F

_ 10 10w t,<tdns

{1} Refais & mercure. f="50 Hz tmva“j;gg us
trepos ~9r£0 MS ) ~

Wetted mercury contact relay. f= 50 HZ Conductive = 750 [is
Open &=8,25 ms

(2) "R-L. Rhéostat 3 Q2 25 W R(A-B) =148
3 Q0 25 W commercial potentiometsr  L{A-B) = 2 pH

Oscillogrammes

‘e t i . : e )
(44 F rr xtrapolation
,
‘ s
' 4

RM
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BYX 65 — 50 %
—~BYX 65— 400

e
—typ =25°¢C
Ie=60A:
~<—30 A
AL
/// *
-
6\«5"
/,
h = 100 7000 dt (A/us)
1
= 150° 1. =60
— tu =150°C - Fsof\ 8
20A
0A
— 5A
<%
y
a
= (alus)
1 10 100 1000 9t
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Diodes de redressement rapides %BYX 66 — 600

au silicium *BYX 66 — 800
Silicon f: fier di
ilicon fast recovery rectifier diodes BYX 66 — 1000

% Dispositif recommandé

P
Ces diodes 3 "RECOUVREMENT PRO- referred device
GR!ESSIF“ sont spécialement adaptées pour

éviter les surtensions au moment du blocage, P . .
Herles : v Caractéristiques principales
These “SOFT RECOVERY* diodes are

pecialy ded to avoid over-voltage when QUIck reference data
turning off.
lo 12A
VRwm 600 V1000 V
tr 500 ns max
Boftier DO-4
Case
Couple de serrage max., 176 cm/AN
Maximum torque on nut
Cathode au boftier BYX 66-600 - BYX 66-1000
Cathode connected to case
Anode au boitier BYX66-600 R —» BYX66-1000R
Anode connected to case
Valeurs limites absolues d'utilisation t case— 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values} (Unless otherwise stated)
<
BYX66 BYX66 BYX66
600 800 1000
Tension inverse continue n Vi 600 800 1000 \
Continuous reverse voltage
Tension inverse de créte (1) Vawy 600 800 1000 v
Crest working revarse voltage
Tension inverse de pointe répétitive {2) VRRM 600 800 1000 2
Repetitive peak reverse voltage
Courant direct de surcharge accidentelle tp = 10ms 'FSM 150 180 | 150 A
Surge non repetitive forward current )
Courant direct moyen () (4) lo 12 12 12 A
Mean forward current
Température de fonctionnement 3) 4
Operating temperature min toper -85 —~65 —65 °c
max +150 +150 +150 °c
Température de stockage min ‘stg —65 —~ 85 —65 °c
Storage temperature max +175 +175 +175 °c
. Notes
n = 65°C K tgy < +100°C
@ : ~65°C< togee & +150°C
{3} Température mesurée au centre d'un des cotés de
I'embase hexa 1 point for caza
gonale is the center of a flat on the hexagonal basa.
(4] Voir courbe (O =t (‘case' See derating curve

1971 -01 /4
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BYX 66 — 600
BYX 66 — 800
BYX 66 — 1000

[
Caractéristiques géneérales t.. = 25°C
General characteristics . l (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. BYX66 BYX66 BYXG66
Test conditions 600 800 1000
max max max
Courant inverse Vg = VRwm max 25°C . g 25 - 26 25 UA
Reverse current
Courant inverse Vg = VRwm max 100°C IR 3 3 3 HA
Reverse current
max max max
Tension directe IF= 12A VF 15 1,5 15 \%
Forward voltage
max max max
Temps de recouvrement Iz =1A (5) 25°C ty 500 500 500 ns
inverse Vp=—-30V
Reverse recovery time R

dl
—'< 80 A/us
dt

(5) La caractéristique "’Recouvrement progressif'’ est contrélée par la mesure de la vitesse de remontée du courant de recouvrement,

The “’soft recovery” characteristic is checked by rate of rise of recovery.
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% BYX 66 — 600
*BYX 66 — 800
*BYX 66 — 1000

1gmax(A),

12

10

t,,* Circuit de mesure  Test circuit

l fusible [ o
] fuse l A

Sw (note 1)

0
150 to,e(°0)

{note 2)

1A
30V —
1uf

_+ 1 uF

2 <05 Q0 <t <2 kHz)
Ip=1A

Oscilloscope
R; =39 M2
3pF <Gi <12pF

19 10w t, <14 ns

(1) Relais & mercure, f=60Hz ;.. ~T750 s
traposzg'zs ms

Watted mercury contact relay. f== 50 HZ Copductive =~ 750 s
Open ~9,25 ms

(2) R-L.Rhéostat 32 26 W R(A-B} =148
3 Q 25 Wcommercial potentiometer  L{A-B} = 2 uH

Oscillogrammes

Z4

.(h_ est mesuré entre 0,8 ‘RM et 0,2 \RM
dt' is mesured between 0,8 IRM and 0,2 /RM

g \ e IF ot Extrapolation
0 - °

021igm 021am
“
1 \s‘ \b
ARM ' >¢ &%

081
081am RM
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BYX 66 — 600
BYX 66 — 800 x

BYX 66 — 1000 %

os(pCl
100 I
— -]
L_((Vj)——25 (o] \Fﬁeop.'-—-
[N
o+ 2
(‘\0 20 P\ v
10A=
10 P //’ e 5 A
/ ///—-—f
’»/,,
1
01 di
1 10 100 1000 gy VAJHS)
Q_Iue)
s
100 ——
- o 460P‘
— typ =159°C \ gop\,—é_.
e
L .\OA_——-
!//—— 5A==~—‘
10 /
1
on di
) ——{A/us)
1 10 100 1000 9t
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Diodes de redressement rapides xBYX 67 — 600

au silicium

Silicon fast recovery rectifier diodes

*BYX 67 — 800
*BYX 67 — 1000

% Dispositif recommandé

Ces diodes 3 "RECOUVREMENT PRO- . Preferred device
GRESSIF" sont spécialement adaptées pour
éviter les surtentions au moment du bloquage.

Caractéristiques principales

These "SOFT RECOVERY* diodes are

specialy Intended to avoid over-voltage when

turning off.

Boitier DO5

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anade au boitier
Anode connected to case

Quick reference data

(1) 30 A (teqee = 100°C)
VRwM 600 V — 1000 V
Tor 500 ns max

245 cmAN

BYX 67-600 — BYX 67-1000

BYX 67-600 R — BYX 67-1000 R

Valeurs limites absolues d"utilisation tnse= 25°C  (Sauf indicatigns contraires)

Absolute ratings {limiting values) (Unless otherwise stated)
BYX 67- BYX67- BYX67-
600 800 1000

Tension inverse continue () Vg 600 800 1000 v
Continuous reverse voltage

Tension inverse de crite (1) - VRwM 600 800 1000 \
Crest working reverse voltage .

Tension inverse de pointe {2) VRRM 600 800 1000 \2
répétitive

Repetitive peak reverse voltage

Courant direct de surcharge tp =10ms lFSM 300 300 300 A
accidentelle (1)
Surge non repetitive forward current .

Courant direct moyen (1) (4) lO 30 30 30 A
Mean forward currant .

Température de fonctionnement  (3) (4)

Oparating tempersture min toper — 65 — 65 —65 °c

max +150 +150 +150 °c

Température de stockage min tstg — 65 —65 —65 °c
Storage tamperature max +150 +150 +150 °c
Notes

(1 — 65°C K tgpge < +100°C

(2) — 65°C K tea5e < +150°C

(3). Température mesurée au centre d’un des cotés de Refe point for case

'embase hexagonale
(4) Voir courbe iy = f {to5ee)

Is the center of a tlat on the hexagonal base
See derating curve

1971-01 /4
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BYX 67 — 600 %
BYX 67 — 800
BYX 67 — 1000x

Caractéristiques générales t .. = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires}

(Unless otherwise stated)]

Conditions de mesure Symb, BYX67 BYX 67 BYXG67
Test conditions . 600 800 1000
max max max
Courant inverse VR =Vgpymmax  25°C IR 80 80 80 uA
Reverse current -
Courant inverse VR =Vgwmmax  100°C g 10 10 10 mA
Reverse current
max max max
Tension directe IF =30A Vg 1,5 15 15 \
Forward voltage
max max max
Temps de recouvrement Iz =1A (5) 25°C e 500 500 500 ns
inverse Vg=—30V
Reverse recovery time
dlg <s
e 0 Alus

(5) La caractéristique “Recouvrement progressif'” est contrdlée par la mesure de la vitesse de remontée du courant de recouvrement.

The “Soft recovery*’ characteristic is checked by rate of rise of recovery current messurement.
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*BYX 67 - 600
*BYX 67 — 800
*BYX 67 — 1000

1gmax(A)
30
20 \
10
0 50 100 180 t,,(°C)
t,* Circuit de mesure  Test circuit {note 2)

Sw (note 1) R L

] fusible I -

| fuse I A

1A
0V L

1uF
Oscilloscope,

- 25<05Q(0<t<2kHz) Ri=9 MQ
+ 1HF Ig=1A 3pF <C; <12 pF
. 19 10w t,<14ns
(1) Relais & mercure. f=50Hz t, .0 ~750 s
. rapnszS,ZE ms
. Wetted mercury contact relay. f= 50 Hz Conductive = 750 s
Open 8,25 ms
(2) R-L Rhéostat 30 25W R(AB)=14Q 4R est mesuré entre 081y et 02 Iy
3 S0 25 W commercial potentiometer  L{A-B) ~ 2 uH dt -

Oscillogrammes

e \ t, e - Extrapolation
4

¥
2

0
o \d
0215y 0215y
Tam "M
08 1lgm 08 lam
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BYX 67 — 600 %
BYX 67 — 800 %
BYX 67 — 1000

Os (uC)
- 100

10

0,1

Q_(uC)
* 100

10

0,1

s
") =28 C— 60 A ===—]

A
1000

di X
. (Alus)
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Dicdes de régulation de tension

Voltage regulator diodes

Epi Z2®

*BZX 46-C2V7
% —-BZX 46-C33

Mémes caractéristiques électriques que
Same electrical characteristics as

PZ(W)
0,4
=
\\\
LA
0,2 \%\
\\
0 50 100 150 200 t . ,(°C)
Marquage : corps bleu - anneau
coté cathode - en clair :  BZX
' 46 C
Marking  : blue diode - ring at X x
X

cathode end - in clear :

4 Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Pz 0,4 W
2,7vV< Vz nom< 33V

Boftier F80
Case

Materiau VERRE
Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamh =50°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

Dissipation de puissance Note(1) P 0,4 w
Power dissipation

Dissipation de puissance de pointe non répétitive = 10ms . Pogy 1 W
Non repetitive peak power dissipation

Courant inverse continu permanent 15 400 mA
Continuous reverse current Notel1} 2
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms lygy 1000 mA
Non repetitive peak reverse current Vz
Température de fonctionnement (a dissipation nuile} min toper 55 :C
Operating temperature [at zero dissipation) max +175 C
Température de stockage min tstg - 55 :C
Storage temperature max +175 Cc

Note(l): Valeurs limites définies pour / = 4mm
Ratings defined for ¢ = 4mm

refroidisseurs infinis

o~ infinite heat sinks \

t

LA Lt

¥. esesem
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BZX 46-C 2V7
—BZX 46-C33 %

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Var Vzr o Vzr o Tz llzm otz M @y ' 1 Vg Ve 1lg

v ) v ) mAl Q) (mA) 40l T) wa) (VI V) (mAl

min nom max max max min max max max
BZX46C2V7 25 27 29 30 120 700 /1 -008 006 75 / 1 1.5 / 200
BZX46C3V0 28 3,0 32 29 /20 700 /1 -008  -006 50 / 1 1,5 /200
BZX46C3V3 3,1 33 35 28 /20 700 /1 -008 -005 10 [ 1 1,6 / 200
BZX46C3V6 3.4 36 38 24 120 700 /1 -008 004 10 / 1 1.5 /200
BZX46C3Ve 37 39 41 23 120 700 / 1 -007 =003 10 / 1 1,5 / 200
BZX 46C4V3 40 43 46 22 /20 700 /7 004 -001 2 / 1 1,5 /200
BZX 46C4V7 4.4 47 50 19 720 700 /1 003 4001 2 / 1 1.5 /200
BZX 46C5V1 48 5,1 5.4 17 720 700 /1 -002 4005 1/ 1 15 /200
BZX 46C5V6 52 56 6.0 11 /20 700 /1 001 +006 1 / 2 1.5 /200
BZX 46C6V2 58 6.2 6.6 7 120 700 /1 0 +007 1/ 3 15 /200
BZX 46 C 6V8 6.4 6,8 712 45 /185 700 / 1 +0,01 +008 5 / 48 1,5 /200
BZX46C7VE 7,0 7.5 79 55/ 165 700 /05 <001 +008 5 / 53 15 /200
BZX 46C8V2 7.7 82 8.7 65/15 700 /05 +001 4009 5 / 58 1,5 /200
BZX 46COV1 85 9,1 96 75 /14 700 /05 +002 401 5 [/ 64 15 /200
BZX 46 C 10 9.4 10 106 85 /125 700 /025 +0,03 +011 5 / 70 1,5 /200
BZX 46 C 11 104 N 11,6 95 /11,5 700 /025 +003 +0,11 5 / 84 16 /200
82X 46C 12 14 12 127 115/ 105 700 /026 +003 +0,11 5 / 91 1,5 / 200
BZX 46C 13 124 13 141 13 /95 700 /025 +0,03 +011 5 / 99 15 /200
BZX 46 C 15 138 15 156 16 /85 700 /025 +003 +0,11 6 / 114 15 /200
BZX 46 C 16 183 16 174 17 /78 700 /025 +003 4011 5 / 122 1,5 /200
B8ZX 46 C 18 168 18 190 21 /7 750 / 0,26 +0,03 40,41 5 / 137 1,6 / 200
82X 46 C 20 188 20 212 25 /62 750 /025 +003 40,11 5 / 182 1,5 i 200
BZX 46 C 22 208 22 233 20 /56 750 /025 +003 +0o11 5 / 167 15 /200
BZX 46 C 24 28 24 256 33 /52 750 /025 40,04 4012 5 / 182 1,56 /200
82X 46 C 27 251 27 289 41 /46 750 /025 +0,04 +012 5 [ 206 15 /200
BZX 46 C 30 28 20 32 49 /42 1000/ 025 +004 4012 5 / 228 1,5 /200
82X 46 C 33 31 33 35 58 /38 1000/ 025 +0,04 +0,12 5 / 251 1,5 /200

Sur demande
On request

Tolérance £ 2 S0
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*BZX 46-C 2V17
%—-BZX 46-C33

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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BZX 46-C 2V7x
—BZX 46-C33 %

Caractéristigues typigues
Typical characteristics
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*BZX 46-C 2V7
% _ BZX 46-C33

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

Ry (°C /W)

300

200 /
/

refroidisseurs infinis

« infinite heat sinks \

o

. Z
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BZX 46-C 2V7

Caractéristiques typigues
Typical characteristics

0Oscillogrammes Schéma de mesure
Test circuit
Vq I,
V] V2
90 %
’ 1000
—f 0% 0 n 3son '
t
V2
90 % t{us)
« 0,5
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: \ =30
N 0,4 vy
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Diodes de régulation de tension % BZX 55-C 0V8
Voltage regulator diodes ¥ BZX 55-C33

Epi 2°®

% Dispositif recommandé

Preferred device
P2 (W) Caractéristiques principales
Quick reference data
0,4
\<\\? Pz 0,4W
0,2 \39 0,8 V< VZ nom< 35V

Pt

A

0 50 100 150 200 ty,u{°C)

f e
Marquage : corps bleu anneau
coté cathode - en clair : gg’é
Marking  : blue diode - ring at X X X Boftier F 80 Materiau VERRE

cathode end - in clear : Case ' . Material  GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 50°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Dissipation de puissance Note (1) P 0,4 w
Power dissipation
Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10ms PZSM 1 w
Non repetitive peak power dissipation
Courant inverse continu permanent IZ 400 mA
Continuous reverse current NOt? (1) VZ
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms IZSM 1000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Temperature de fonctionnement (4 dissipation nulle) min toper 55 :C
Operating perature (at zero dissip ) max +175 Cc
Température de stockage min ’ tog -55 °C
Storage temperature max L4175 (o3

refroidisseurs infinis

/ infinite heat sinks \

N
i\\§

——
Note (1) : Valeurs limifes définies pour ¢ —4mm

Ratings defined for ! =4mm Lqi)— <.£J

1971-01 1/8
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BZX 55-C 0V8x
- BZX 55-C33 %

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Var' Vzr o Vzrt o fzr Dolgr otz 1ol @z fsocambfsooc, v. VYFl g

VW W@ A A G0 Ay vy V) (ma)

min nom max max max max max max
BzXs55COvV8 073 078 08 8 / 5
BZXS5C2V7 2,5 27 29 75 /5 600 / 1 -007 4 50 /1 1/ 400
BZX55C3V0 28 3,0 32 80 /5 600 / 1 ~007 4 50 /1 1/ 100
BZX55C3vV3 3,1 33 35 8 [ 5 600 / 1 -006 2 4 /1 1/ 100
BZX55C3V6 34 36 38 8 / 5 60 / 1  -007 2 0 /1 11 100
BZX56C3V9 3,7 39 41 7% /5 600 / 1  —0085 2 4 /1 1/ 100
BZX56C4V3 4,0 43 46 70 / 5 600 / 1  -0045 2 0 7/ 15 1/ 100
BZXS5C4AVI 4,4 47 5,0 60/ / 5 600 / 1  -0,025 2 30 /2 1/ 100
BZX 55 C5V1 4,8 5,1 5,4 50 !/ 5 560 [ 1 -+0,02 0,1 2 /71 1/ 100
BZX56C5V6 52 56 6,0 40 /5 450 / 1 +003 o0 2/ 1 11 100
BZX55C6V2 58 6.2 6,6 10 /5 200 /1 4004 01 272 17 100
BZX55C6VE 64 6.8 7.2 8 /5 150 / 1 40,045 0,1 2/ 3 1/ 100
BZX55C7VS 7,0 7.5 7.9 7 /5 5 [ 1 4005 01 2/ 5 1/ 100
BZXS5C8V2 77 82 8,7 7 15 S0 /1 4005 0,1 276 1/ 100
BZX55COVI 85 9,1 96 0 /5 8 /1 4008 01 2 /7 117 100
BZX 55 C 10 9,4 10 106 15 /65 70 / 1  +0,086 01 2/ 75 11 100
BZX 55 C 11 104 11 116 20 [/ 5 70 J 1 40,07 0 2/ 85 1/ 100
BZX 55 C 12 M4 12 127 20 /65 9 /1 4007 o0, 279 1/ 100
BZX 55 C 13 124 13 141 26 /5 110 / 1 +0075 0,1 27 10 17 100
BZX 55 C 15 138 15 156 30 /8§ 110 / 1 40075 0, 27 11 1/ 100
BZX 55C 16 153 16 174 40 /5 170 / 1 +0080 0, 27/ 12 1/ 100
BZX 55 C 18 168 18 191 8 /5 170 / 1 40,080 0,1 27 14 1/ 100
BZX 55 C 20 188 20 212 55 / 5 220 / 1 +0080 0, 2/ 15 1/ 100
BZX 55 C 22 208 22 233 55 / 5 220 / 1 40,085 0, 2/ 17 1/ 100
BZX 55 C 24 28 24 256 80 / 5 220 / 1 +0,085 01 2/ 18 1/ 100
BZX 55 C 27 25,1 27 289 8 /5 220 / 1 +0,08 0, 27 20 1/ 100
8ZX 55 C 30 28 30 2 80 / 5 220 / 1 4009 0, 2/ 22 1/ 100
BZX 55 C 33 31 3 35 80 / 5 220 [ 1  +009 01 27 24 1/ 100
CS):r’:iqeur:;nde Tolérance £ 2 % ::;L:sm ns tp =100 ms
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% BZX 55-C 0V8
% —BZX 55-C33

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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BZX 55-C 0V8 %
—BZX 55-C33 %

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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*x BZX 55-C 0V8
% —BZX 55-C33

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Ry (9C /W)

oe

e

200 /
refroidisseurs infinis
/ infinite heat sinks \

N

0 5 10 15 2 (mm)
AV (V)
1 [ 'mmm?=°'°“'“ A s et
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w7
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1 /
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BZX 55-C 0V8 x
—BZX 55-C33 %

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Oscillogrammes Schéma de mesure
Test circuit
vy T I,
: ik .
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l 1000 N
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T
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\ 0% 08 -
1
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Diodes de régulation de tension

Voltage regulator diodes

Epi Z°

*BZX 83-C 2V7
% —--BZX 83-C33

P,
7/
0,4
-
%
0,2 \%a
N

0 50 100 150 200 t,,(°C)

Marquage : corps bleu anneau

coté cathode - en clair : 232)(.(‘,
Marking : blue diode - ring at XXX

cathode end - in clear :

3 Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Boitier

Case

F 80

Materiau VERRE
Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 50°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

Dissipation de puissance Note(1) PZ 0,4 W
Power dissipation

Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10ms PZSM 1 w
Non repetitive peak power dissipation

Courant inverse continu permanent Iz 400 mA
Continuous reverse current Note(1 P
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms l,gy 1000 mA
Non repetitive peak reverse current . VZ
Température de fonctionnement (4 dissipation nulle)  min toper 55 :C
Operating temperature {at zéro dissipation) max +175 Cc
Température de stockage min tg — 55 :C
Storage temperature +175 C

max

Note (1) Valeurs limites définies pour l -4mm
Ratings defined for £ = 4mm

refroidisseurs infinis

Ve infinite heat sinks \

N

—
LA LA

N

SESEESEn

1971-01 1/6

/> THOMSON-CSF



BZX 83-C 2V7 x
—~BZX 83-C33x

Caracteristiques générales

General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Vart  Var Vart o mpp g oty iy By lh ! Vg Vel
v) v V) 1) {mA} () (mA) (%/°C) (A} (V) (V) (mA)
min nom max max max max R max

BZX83C2V7 25 2,7 8,9 %0 / 5 600 / 1 -0,07 100 / i 1/ 50
BZX 83 C 3V0 2,8 3,0 3,2 90 /1 5 600 / 1 -0,07 60 / 1 1/ 50
BZX 83C3V3 3,1 3,3 35 90 [ 5 600 / 1 -006 30 / 1 17 50
BZX83C3V6 34 36 3,8 90 / 5 600 / 1 -0,07 20 / 1 1/ 50
28X 83C3ve 37 39 4,1 85 /I 5 600 / 1 -0,065 10 / 1 1/ 50
BZX83CaV3 40 43 46 8 / 5 600 / 1 -0,045 5 /1 1/ 80
BZX 83 C 4V7 4,4 4,7 5,0 80 /5 600 / 1 -0,025 2 I 1 1/ 50
BZX 83 C5V1 48 5,1 54 60 /5 550 / 1 +0,02 1 ! 1/ 50
BZX B3 C5V6 572 56 6,0 40 /| 5 450 / 1 40,03 1 11 1/ 80
BZX83C6V2 58 6,2 6,6 10 /5 200 / 1 4004 1 1/ 2 1/ 50
BZX 83C6V8 6,4 6,8 7.2 8 ! 5 150 /1 +0,045 1 / 3 1/ 80
BZX83C7V5 7.0 75 79 7 /] 5 50 71 +0,05 1 1 35 1/ 50
BZX 83 C8V2 7,7 82 87 7 ! 5 50 [/ 1 +0,055 1 /I 4 1/ 50
BZX 83C9V1 8,5 9,1 9,6 10 /1 5 50 I 1 +0,06 1 /I 5 1/ 50
BZX83C 10 9,4 10 10,6 15 / 5 70 I 1 +0,065 1 /| 6 1/ 50
BZX 83C 11 10,4 1 116 20 /5 10 [ 1 +007 1 1 7 1/ s0
BZX 83C 12 11,4 12 27 20 /5 90 /1 4007 1 /8 1/ 50
BZX 83C 13 12,4 13 14,1 25 /8 110 /1 40,075 1 /19 1/ 50
BZX83C 15 13,8 15 15,6 30 !/ 5 10 / 1 40,075 1 /I 1 1/ 50
BZX 83C 16 1,53 16 17,1 40 /5 170 /1 +0,08 1 I 1 1/ 50
BZX 83C 18 16,8 18 19,1 55 [ 5 170 / 1 +008 1 / 12 1 { 50
BZX 83C20 18,8 20 21,2 55 /1 8 220 /1 +0,08 1 !/ 14 1/ 80
B2X 83C 22 20,8 22 23,3 58 !/ 5 220 /1 +0,085 1 !/ 15 1/ 850
BZX 8_3 c24 228 24 25,6 80 ! 5 220 1 1 40,085 1 !/ 16 1/ 850
BZX83C27 25,1 27 28,9. 80 /! 5 250 [/ 1 -+0,085 1 !/ 18 1 7 50
BZX 83 C 30 28 30 32 90 !l 5 250 / 1 +0,09 1 ! 20 1/ 50
BZX 83C33 31 33 35 90 /5 250 /1 +0,09 1 1 22 1/ 50
i:r::l:;”de Tolérance £2 % ,', 'Zfe‘jm’“‘ t, = 100 ms
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*BZX 83-C 2V17
*—BZX 83-C33

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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BZX 83-C 2V7 %
—BZX 83-C33 %

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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*BZX 83-C 2V7
*—-BZX 83-C33

Caractéristigues typiques
Typical characteristics

Ryp (0C /W)
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BZX 83-C 2V7 %
—BZX 83:€33x

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Oscillagrammes : Schéma de mesure
Test circuit
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Diodes de régulation de tension

Voltage regulator diodes

Epi Z°

*BZX 85-C 3V3
% —-BZX 85-C33

P, W)

pr

N \/ lll=4mm
A\ £=10 mm —
\

A

I
e=20mm

0,5

—— 1

B e e— —

010304050 100 150 tampl°C)

Marquage : corps bleu - anneau

g H BzZX
cote cathode - en clair :
85C
Marking  : blue diode - ring at XXX

cathode end - in clear?

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Pz 1w
3,3Vv< Vznom< 33V

Boitier

Case

CB-101 Materiau VERRE

Material GLASS

Valeurs limites ahsolues d'utilisation tamp = 40°

Absolute ratings (limiting values)

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated]

Dissipation de puissance Note (1) P2 1 w
Power dissipation '

Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10ms Pygy 5 w
Non repetitive peak power dissipation

Courant inverse continu permanent ‘Z 1000 mA
Continuous reverse current Note (1) VZ
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms IZSM 5000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement (3 dissipation nulle) min toper 40 :C
Operating temperature (at zero dissipation) max +150 Cc
Température de stockage min tg —40 :C
Storage. temperature max +150 Cc

Note (1) : Valeurs limites définies pour =4
Ratings defined for [ =4mm

refroidisseurs infinis

/ infinite heat sinks \

7
%ﬂ e

SESESENI
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BZX 85-C 3V3 %
—BZX 85-C33%

Caractéristiques générales tamy = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Var' Var o Vart ot g g /e Sy g 1V Ve o lg

V) (Vi 821 (£2) {mA} () {mA)  [i/°C) (1) wa) (vy  (v) {mA)

min nom max Typ max max min max - max max
BZX 85 C 3V3 3,1 3,3 3,5 10<20 /80 400 / 1 —0,08 -0,04 40 /1 1/ 200
BZX 85 C 3V8 34 3,6 38 8<15 /60 500 / 1 ~0,08 -005 20 /1 1/ 200
BZX 85 C 3V9 3,7 3,9 4,1 8<15 /60 500 / 1 -0,07 -0,02 10 /1 1/ 200
BZX 85 C 4V3 4,0 4,3 46 7<12 /50 500/ 1 -0,05 40,00 3 /1 1/ 200
B2X 85 C 4V7 4,4 4,7 5,0 5<13 /45 600 / 1 -0,03 +0,04 3 /15 1 / 200
BZX 85 C5V1 438 5,1 5,4 3<10 /45 500/ 1 -0,01 4004 1 /2 1/ 200
BZX 85 C5V6 5.2 5,6 60  2<7 /45 400 / 1 o] 40,045 1 /2 1/ 200
BZX 85 C 6V2 58 62 6.6 15<4 /35 300/ 1 +001 +0,056 1 /38 1 [/ 200
BZX 85 C 6V8 6,4 6.8 7.2 15<35 /35 300 / 1 +0,015 +0,06 1, /4 1/ 200
BZX 85 C7V5 7.0 75 78 156<3 /35 200/ 05 0,02 0066 1 /45 1 / 200
BZX 85 C 8V2 7.7 8,2 8,7 25<s5 /25 200/ 05 +003 +007 1 /5 1] 200
BZX 85 C9V1 85 9,1 9,6 3<5 /256 200/ 05 +0,035 +0,075 1 /65 1 [/ 200
BZX 85C 10 9,4 10 10,6 3<7 /25 200/ 05 4004 +0,08 05 /7 1/ 200
BZX 85C 11 10,4 11 11,6 35<8 (20 300/ 05 +0,045 +0,08 05 /77 1/ 200
BZX 85 C 12 11,4 12 12,7 4<9 /20 350/ 05 +0,045 +0,085 05 /84 1 / 200
BZX 85C 13 12,4 13 14,1 4a<10 /20 400 / 05 +0,05 +0,08 05791 1 / 200
BZX 85C 15 138 15 15,6 45<15 / 15 500 / 05 +0,055 H008 05 /105 1 / 200
BZX 85 C 16 15,3 16 171 5<15 /15 500 / 05 o085 +0,00 05 /112 1 / 200
BzZX85C18 168 18 19,1 65<20 /15 8500 / 05 +006 1003 057/ 126 1 / 200
BZX 85 C 20 18,8 20 21,2 65<24 /10 600/ 05 <006 4008 05714 1/ 200
BZX 85 C 22 208 22 23,3 7<26 /10 600 / 05 <006 +0,0905 05/ 154 1 [/ 200
BZX 85 C24 228 24 25,6 7<25 /10 600 / 05 +o,06 +0095 05/ 168 1 / 200
BZX 85 C27 25,1 27 289 75<30 /10 750 / 025 -+0,06 10,0905 05 /189 1 / 200
BZX 85 C 30 28 30 32 8<30 /10 1000/ 025 +0,06 +0,095 05/ 21 1 / 200
BZX 85C 33 31 33 35 9<3 /10 1000/ 025 -+to06 +0,095 05/ 23,1 1 / 200
Sur demande . 4rance £ 2 o (0 Jusau® goy g5 cavy 1y ftest) =20 mA
On request Up to
L’;fe‘;‘“"”s to = 200 ms [F);m BZX 85 C5V1 :; BZX85C33 Iy (test) = Iyp
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%«BZX 85C 3V3
%—BZX 85-C33
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BZX 85-C 3V3
—BZX 85-C33x

- Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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%BZX 85-C 3V3
%—BZX 85-C33

Caractéristiques typiques

Typical characteristics

0
Ry (°CW)
max. //
e /
100 7/
—
refroidisseurs infinis
. / infinite heat sinks \
Z Z
50 ) —T
[ L 2 [4
0 5 10 15 e={mm)
A VZ(mV) l
lzr=10mA__|
= 15 mA
500
IZT = 2‘[] mA . 4
IZT =25mA
1
lyr =35 mA } /
250 4+ T
lZT =45 mA jﬁ /
7/
0 5 10 15 20 25 Va(v)

AVZ entre la mise sous tension et ['équilibre de température.

between the setting under voltage and the equilibrium of temperature
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BZX 85-C 3V3 x
—~BZX 85-C33 %

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

Ayzlmv)
p,=1W
BZX 85 C5 V1 . T
——s;ns refroidisseur
without heat sin

Py=1W £=4mm

—_

sans refroidisseur
without heat sink
I

P,=025W €=4mm
!

| w ’ . 40 tls)

Ayz(mV)

BZX 85 C15 PZ:]\N T
=T sans refroidisseut a—

I ithout heat sin
. / P -1 wi
)
Ve d
. Po=1W €=4mm
1000 / ]
= W
s |
—t —
" ] =T s refroidisse ‘.
. without heat sif
-
Pz=0,25w 2=4mm
0 10 20 “ . J
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*BZX 85-C 3V3
* —BZX 85-C33

Caractéristiques typiques

Typical characteristics
Oscillogrammes Schéma de masure
Test circuit

V1 T |2
’ \Y | I t V.
90 % ! 2
r.. | 470 °
I 3500
—f 0% 0 2

t

V2
90 % tlus) .
500 Iy =-130—0mA ]
10 % \ A
N 0,4
ton. Tott
|
2 10”
0,2 T
——— ]

‘z l\ ton

t 0 10 20 V4(V)
1e(A) [

F (pF)
T p

I )

o =
1 tymp = 25°C X f=1 MHz\
/ 400

0 /

0,001 I
0 02 04 05 08 1 VHV) [\ 10 20 30 Vglv)
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Thyristors
Thyristors

Serie & recouvrement rapide
Fast recovery series

caou
—C40E

Boitier TO-48

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

245 cm AN

Anode au boftier
Anode connected to case

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

I (rms) 35 Aletf)
VRrM 25V —= 500V
tq 12 pus max

1/4-28 UNF 2A

Valeurs limites absolues d'utilisation

Absolute ratings (limiting values)

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

—65°C <t <125°C

C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40
U F A G B H C D E

Tension inverse de pointe répétitive o <5ms
Repetitive peak reverse voltage

VRrm 25 50 100 150 200 250 300 400 500 V

Tension inverse de pointe non-
répétitive
Repetitive peak off-state voltage

VRsm 35 75 150 225 300 350 400 500 600 V )

Tension de pointe répétitive 3 1'état
bloqué
Repetitive peak off-state voltage

Vprm 25 50 100 150 200 250 300 400 500 V

SesEsen

1971 - 01 1/5
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caou
—C40E

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Valeurs limites absolues d’utilisation
Absolute ratings (limiting values)

~85°C <t(,;) <125°C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Tous types

All types
Tension inverse de pointe de gichette VRGM 5 \
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gachette Vegm 10 \
Peak forward gate voltage
Courant continu & I’état passant b 25 A
On-state current ‘
Courant direct moyen ]T(AV) 16 A
Mean on-state current
Courant efficace a {'état passant ' IT(rms) 35 Aleff)
ARMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)a 15ms<t, <10ms  rpmax it 75 Als
I’état passant = 10 ms lrsm 150 A
Surgefnon repetitivelon-state current
Vitesse critique de croissance du courant & I'état Vp = Vprm Mmax (1) di/dt 10 Alus
passant
Critical rate of rise of on-state current
Courant direct de pointe de gichette ]FGM 2 A
Peak forward gate current
Dissipation de puissance moyenne de gachette PG(AV) 0,5 w
Mean gate power dissipation !
Dissipation de puissance de pointe de gichette Pem 2 w
Peak gate power dissipation
Température virtuelle de jonction min ‘(v]) —65 °c
Virtual junction temperature max +125 °C
Température de stockage min tig -65 °C
Storage temperature max +150 °C

(1) Source de gichette Vgg=10V
Gate supply RG =200

t <01us

2

1971 -01 2/5



Caou
—C40E

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

c40

C40 C40 C40 C40 C40 C40 C40 cC40
Tcase U F A G B H c D E
Tension de retournement min min min - min min min min min min
Breakover voltage
Ig=0 25°C V(BO) 25 50 100 150 200 250 300 400 500 V
Courant inverse max max max ~max max max max max max
Reverse current .
(Vg = Vywm max) 125°C gy 13 13 13 13 12 11 10 8 6 mA
Ig=0
Courant & I'état bloqué max  mex max  max max  max max  max  max
Direct off-state current .
Ilg=0
(Vp = Vpgrm max) 125°C - Iy 13 13 13 13 12 1 10 8 6 HA
Tous types
tCZ:ISe All types
max

Courant de géchette d'amorgage Vac=12V 25°C lgr 40 mA
Gate trigger current R L= 50 Q —65°C [GT 80 mA
Tension de géchette d'amorcage VAC =12V
Gate trigger voltage RL = 50\ Q —65°C +125°C VGT 3 \%
Tension de gachette de non amorgage VAC = VDRM max 125°C VGD 0,25 V min.
Gate non trigger voltage R L= 1 k)
Temps de désamorgage par commutation du circuit (1) 125°C tq 12 Hs
Circuit commutated recovery time
(1 ey =10A Igm=10A

Vam = VRRM Ma¥ VoM = VpRm Max

dv/dt =20 V/us

f=50 Hz 6§=0,5"%

1871 - 01 '3/5



caou
—CA40E

|

1809

t
- T
Valeurs limites

Limiting values

CBSE(:LC) 'case‘cc)
125 126
100 S 100 \
‘o, \ )
75 &\\ 00(//" 75 \ P
50 50 §\\
RN ) )
25 L 25
0=30°] 60°f 90%120° |180° L_1 i L
T 12 6 3 2
[ Y 1
0 10 20 30 Ip(ayymax(A) 0 10 20 ,T(Av)max(A)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
P(Av)(v-) P(AV)(‘I“)
60 60 1
S 1
13
1800 & 1]+
op—+ 0_1390 L 20 L _1_§l% A Z
T 12 /
60°//// / //Z
V9
6 =30°
2 / // " 4 ,/A
e
0 10 20 K (A) 0 10 20 IranA)
T{AV) (
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caou
—C40E

Valeurs limites
Limiting values

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

0
ITSMmaX(A) Zth(]-t)( C/w)
I I I l
\ —65°¢ <ty < 125°% 1,75 max. |
-
120 150 //
1,25 /
80 T — ! /
0,75 /
40 0,8
0,25
0 0
1 2 5 10 20 50n 0,001 0,01 0,1 1 10 tp(s)
n=nombre de surcharges 1/2 alternance - f = 50 4z,
cycles at 50 Hz
A
! P
tyy) = 125% /4
10 /4
// tyj) =25°C
' /
0,1
0,01
no 1 V.
2 m{v)
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Photodiodes au silicium
Silicon photodiodes

30F 2
—-35F2

Détection de signaux lumineux
Detection of light signals

Lecture de cartes perforées
Punched cards read out systems

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation

Ptot (mW)
75
AN
50 AN
25 \\
26 50 100t (°C)

4 Dispositif recommandé
Prefered device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Photocourant 30F2 6-50 uA /2500 lux
Photo current  31F2 30 -95 uA /2500 lux.
32F2 65-180uA /2500 lux
33F2 120-360uA /2500 lux:
34F2 240-720 uA /2500 lux:
35F2 >480puA /2500 Jux:

Boftier

Case

,

.—1&@

F46 Materiau  VERRE (1) (2)

Material .GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamh = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwise stated)

30F2—34F2 35F2

Tension inverse continue VR 40 30 \
Continuous reverse voltage

Tension inverse de créte Vam 40 30 A
.Peak reverse voltage .

e . . g0

Dissipation totale de puissance tcase—zs Cc Ptot 75 75 mW
Total power dissipation

Température de fonctionnement max toper +125 +125 °c
Operating temperature

Température de stockage min tstg —65 —65 °c
Storage temperature max +175 +175 °c

(1)
Yellow dot Indicates positive biased lead

(2) au lieu de

instead of

Sur demande

¢ max = 2,2 mm
On request

2,5 mm

La connexion repérée d'un point jaune doit &tre reliée au pdle positif de la source

SEeSESEm]

1971-01 1/4
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30 F 2
—-35F2

Caractéristiques générales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

min typ max

Courant d'obscurité Vp=24V I 001 005 A
Dark current V=24V tymb =100°C g 1 A
Photo courant VR =24V 30F2 A IR 6 50 uA
Photo current E=2500 lux 31F2 A [H 30 95 HA
= 2870°K 32F2 A IH 65 180 MA

33F2 A lg 120 360 HA

34F2 A IR 240 720 uA

35F2 A IR 480 HA

Temps total d’établissement VR =20V 30-34F2 27. 7 us
Turn on time R =100 Q 35F2 2,7 8 us

1971-01 2/4



30 F 2
—~35F2

iq 1A ‘

1000 .
Vo= 8Y mem 1/5,—4
V,=15Vm= ¢ 1
R=" D —

'5{
L{//‘/
:_x,b.‘;q' = '
- -
'3’3?1/'/
—
100 / 3’LF1/‘7
B> e
—
/// s
y. = - —1
— — ]
10
/d
3
0 1000 2000 3000 E (lux)

Réponse spectrale relative Relative spectral response

1
= photodiodes ﬁ \
lampe tungsténe Y
=== tungsten lamp / / \\
0,8 t, = 2870°K I -
i)
i
I
0,6
|
0,4
0,2 ]’
4
0 0,4 08 12 Alpm)
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30F 2

—35F2
Caractéristiques typigues
Typical characteristics
IR {nA) . ‘R (uA)
tamb = 25°C Vp=24vV
4 E=0 lux L C1fE=0Jux

1 / - 0,001
0 10 20 30 Vgivi —50 0 50 10ty (°C)
C (pFl A IR/f
A lR/OHZ
15
\ !
10 \\ f= fréquence de modulation
modulation frequency
\1 05
5
0 0
1 2 5 10 20 40 VR (V) 0,01 0,1 1 10 100 f (kHz)
Al R/a:o
Alo/0 &
R ~
0,75 / \
0,5 \
0,25
0

-60 -30 0 30 60 )
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Diode germanium a pointe d’or FS 19

Germanium diode, gold bonded

% Dispositif recommandé

Preferred device
Commutation fort courant Caractéristiques principales
High current switching Quick reference data
VR 25V
g 110mA
1<
Marquage: clair G
Marking: clear
Boftier DO-7 Materiau VERRE
Ease Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolurte ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)
Tension inverse continue Vg 25 \
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 25 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu [F 110 mA
DC forward current
Courant direct de pointe lEm 150 mA

Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s [FSM 200 mA

Surge forward current

Courant direct moyen o 30 mA
Mean forward current
Température de'stockage min Tetg —55 °C

Storage wmpérature max +70 °C

1971-01 1/2
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FS 19

Caracteristiques générales tamp = 25°C
General characteristics

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated]

Conditions de mesure

Test conditions

Max.

Tension directe lg=10mA Ve 0,48 \
DC forward voltage IF =110 mA VF 11 \
Courant inverse VR =10V IR 10 MHA
DC reverse current VR =25V IR 70 HA
V=10V tmb=70C g 65 HA
VR=25V tamp =70°C g 240 pA
Courant inverse de recouvrement IF =5mA te1 = 0,5 us im 250 MA

Reverse recovery current

tyo =35us [ 25 HA

‘ ‘ 80 pF _l_ 2K 3

Yyvyy

E e £10%7 T £1%3

Oscilloscope

3 ur2 4 tluds)

200
irrl
300 (-~

15 (wA)

¥
25 MA max

1970 -01 2/2



Diode germanium a pointe tungsténe FS 36
Germanium diode, tungsten point contact

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg (10 mA) 1V max
Ig (10 V) 40 uA max

Marquage : clair — D

Marking : clear

Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamt = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)
2
Tension inverse continue VR 30 \Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vgm 30 v
Peak reverse voltage
Courant direct continu g 30 mA
DC forward current
Courant direct de surcharge = s lggm 300 mA
Surge forward current N
Température de stockage min tstgv —55 °c
Storage temperature max -+85 °c
1971-01 1/2
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FS 36

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max.
Test conditions

Tension directe lg=3mA VF 0,6 v
DC forward voltsge IF =10 mA VF 1 \%
Iz =30 mA VF 2 \%
Courant inverse V=10V IR 40 LA
DC reverse current Vg =30V IR 250 HA
— _— o
VR—-l,SV tamb—70 C lR 60 MA
Vp=10V i 100 pA
Vg=30V IR 500 MA
Charge recouvrée IF =10 mA IR =0,5mA Qs 150 pC

Recovered charge

1971-01 2/2



Diodes de redressement au silicium

a avalanche controlée

x 166 J 2
% 168 J 2

Silicon rectifier diodes,controlled avalanche

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Case

IO 0,4 A (tamb = 25°C)
\Y, RWM 600V, 800V
V(BR) 700V, 900 V
1<
A
Anneau 123
Ring
Boftier DO-7 Materiaa  VERRE

Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

166 168

J2 J2
Tension inverse de créte —65,4160°C  Vgwy 800 800 \
Crest working reverse voltage
Courant direct de pointe répétitif lERM 1,25 1,25 A
Repetitive peak forward current
Courant direct de surcharge accidentelle tp =1s IFSM 3 3 A
Surge non repetitive forward . = 150°C
Courant direct moyen 25°C o 04 0,4 A
Mean forward current 150°C 0,15 0,15 A
Puissance dissipée en inverse par t,=10 n:s
surcharge-accidentelle Yyj) = 25°C Pg 30 30 w
Peak reverse power dissipation t(v]) =150°C Pg 20 20 w
Température de fonctionnement min toper — 65 —65 °C
Operating temperature max +150 +150 °C
Température de stockage : min tstg — 65 — 65 °c
Storage temperature max +150 +150 °C

SES@SER
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166 J 2 %
168 J 2 %

General characteristics

Caractéristiques générales , tamp = 25°C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

anditions de mesure Symb. 166 J2 168 J2
Test conditions
max max
Courant inverse Vg = VRwm max 25°C IR 0,5 05 HA
Reverse current
Courant inverse Vg = Vgwm max 100°C Y 60 60 HA
Reverse current
min-max  min-max
Tension de claguage IRM =50 uA 25°C V(BR) 700 900 \%
Breakdown voltage 500 uA 1000 1200
max max
Tension directe lg=04A Ve 1 1 \Y
Forward volage
Code des couleurs {ou marquage en clair)
Colour coding (or clear marking)
Types ler anneau  2e anneau 3e anneau
st ring 2nd ring 3rd ring
166 J 2 Marron Bleu Bleu
8rown Blue Blue
168 J 2 Marron Bleu Gris
Brown Blue Grey

1971-02 2/3



%166 J 2
%168 J 2

Valeurs limites

Limiting values

1 max(A)
0 0,5
0,4
0,25 \s
0,15
0 25 50 100 B0 ¢ 00
Igsy max(A)
T 1]
tamb= 150°C
NL
5 \\
3
\\
0
0,01 0,1 1 Ys)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
lggimA)

/]
///f

100

mp | 500,
N

b,
b §Iogoc

/7]
/ -

VeVl

0,5
1971.02 3/3







Modulateurs en anneau 20 M 1
Ring modulators 20M 2

21 M1

Modulateurs a diodes germanium  20M 1 —21M 1
Germanium diodes modulators

Modulateurs 3 diodes silicium 20M2
Silicon diodes modulators
Boftier platique cB60 20M1
Plastic case i CB59 21 M1
CB 60 20M2
Schémas electriques
Basic circuits
........ —
! M P2 14 CB 59 CB 60
|4 I 1€
3 » s 20M1 T pt 21M1
20M2 ¢
4 N1
¢ La]
Conditions d'équilibrage
Balance conditions
Affaiblissement du courant porteur Affaiblissement du courant modulateur
Carrier current attenuation Modulator current attenuation
f1 =300 kHz f1=1MHz
va =1V eff (rms) Vf =1V eff (rms}
1 =
v, =0 32 = 300 kHz
2 \Y/ =0,285V
log, _2>5Np f \/'2
v log, —2 >4,9Np
f e
1 Vf
2
T
Ry
A
Vi, Mo =
Vi
T, =T
172
n1/n2=2\6

R1=R2=7SQ

1971-01 111






Diodes germanium a pointe d’or 15 P 1
Germanium gold bonded 85 P 1

¥ Dispositif recommandé

Pretferred device
Usage général Caractéristiques principales
General purpose Quick refarence data
Commutation
Switching
(100 mA) 1V max 15P1.
(200 mA) 1V max 85P1
| {100 V) 100 pA max 15P1
R (50 V) 100 A max 85P1
1<
Marquage : clair —
Marking : clear
Boftier DO-7 Materiau VERRE
Case Matarial GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unlass otherwise stated)
15P1 85 P1
Tension ifwerse continue VR 100 50 \%
DC reverse voltage
Courant direct de surcharge tp=1s {FsSM 500 500 mA
Surge forward current
Courant direct moyen o 150 200 mA
Mean forward current .
Température de stockage min  tstg —55 —55 °c
Storage tempersture max + 85 485 °c
1871-01 1/2
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15P1
85P1

Caractéristiques générales tamp = 25°C
‘General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max
Test conditions
Tension directe IF=10mA 15P1 VE 0,8 Y
DC forward voltage IF = 100 mA 15P1 VE 1 \
IF =200 mA 85 P1 VE 1 \
Courant inverse VR=10V 15P1 IR 20 LA
DC reverse current VR =100 V 15P1 IR 100 MA
VR=10V tamb = 755.C 15 P1 IR 150  pA
VR =60V tamb = T55°C 15 P1 IR 250 HAS
VR =50V 85 P1 IR 100 HA
VR =30V tomp = +55°C 85 P1 IR 250 HA
Temps de recouvrement IF=10mA IR=1mA trr 250 ns

inverse (de la tension)
Reverse (voltage)
recovery time

g

1971-01 2/2°



Diode germanium a pointe d’or 19 P 1

Germanium diode, gold bonded

- % Dispositif recommandé

Preferred device
Usage général Caractéristiques principales
Genem{ purpose Quick reference data
Détection
Detection
VE (100 mA) 1V max
IR (10V) 25 pA max
7 (100 MHz) 55% min
1<
Marquage : clair T
Marking : clear
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) ) {Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 15 \
DC reverse voltage
Courant direct de sucharge tp=1s IFsm 500 mA
Surge forward current
Courant direct moyen lo 200 mA
Miean forward current
'
Température de stockage min tstg —-55 °C
Storage temperature max +85 °c
1971-01 1/2
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19 P 1

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max

Test conditions
Tension directe IF =100 mA VE 1 \
OC forward voltage )
Courant inverse VR=10V IR 25 HA
DC reverse current VR=10V tamb = +55°C IR 150 UA
Rendement de détection RL=3 k& CL = 1000 pF n 55 %
en tension
Detector voltage efficiency f=100 MHz V=2V (eff}
Temps de recouvrement Ig =10 mA IR=1mA trr 250 ns

inverse {de la tension)
Reverse (voltage)
recovery time

1971-21 2/2



Diode germanium a pointe tungsténe

26 P1

Germanjum diode, tungsten point contact

Usage général
General purpose

Comparateurs de phase
Phase comparaters

Marquage : clair
Marking : clear

% Dispositif recommandé
Preferred davice

Caractéristiques principales
Quick reference data

VR sov .
o 50mA o =
1<+
S ¢ [ S—
Boftie;' pO-7 Materiau  VERRE
Case Material  GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise statad)

Tension inverse continue VR 50 \Y

DC reverse voltage

Tension inverse de créte VRM 50 \

Peak reverse voltage

Courant direct moyen lo 50 mA

Maean forward current

Température de jonction max 1 -85 °C

Junction temperature +90

Température de stockage min tstg —565 °C
max +90 °c

Storage temperature

SES@SET
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26 P1

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure : Max,

Test conditlons
Tension directe IF=5mA VE 1 \
OC forward voltage
Courant inverse VR=10V IR 25 MA
DC reverse current VR=50V IR 50 A
Temps de recouvrement IF=30mA RL= 2k2 trr 500 ns
inverse (du courant)
Raverse (current) VR=35V irr=0,75 mA

recovery time

1871-01 2/2 voir
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Diodes silicium & pointe aluminium

Silicon diodes, aluminium point contact

%12 P 2
% 19 P 2

Usage général
General purpose

Trés faible capacité
Very low capacitance

Marquage : clair ou anneaux de

Marking: clear or coloured rings [see code next page}

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo

VRMm

10V 200V

60mA 12P2, 19P2
40mA 13P2_,18P2

couleur (voir code page suivante)
Boftier
Case

DO-7

Materiau  VERRE
Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation
Absolute ratings (limiting values)

tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

12P2 13P2 14P2 15P2 “,;I_GPZ 17P2 18P2 19P2

Tension inverse de créte VM 200 200 150 100 . 50 30 10 10 \

Peak reverse voltage .

Courant directde tp= 1s 'FSM 180 120 120 120 120 120 120 180 mA

surcharge

Surge forward current i

Courant direct moyen . | 60 40 - 40 40 40 40 40 60 mA

Mean forwerd current  t, = 125°C 30 20 20 20 20 20 20 30 mA

Température de jonction max ti +126 +125 +125 +125 +125 -+126 4126 +126 °c

Junction temperature

Température de stockage min tstg -85 55 55 —55 —55 55 —56 55 °C

Storage tempersture max +125 +125 +125 +126 +125 +125 +125 +126 °¢
1971-01 1/3
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12 P 2%
—19 P 2%

Caractéristiques générales
General characteristics

R 0
tamb = 25°C
{Sauf jndications contraires)

{Unless atherwise stated)

Conditions de mesure Max.
Test conditions
Tension directe g =10mA 12P2 Ve 1 \Y
DC forward voltage lg=1mA 13P2 Ve 1 Vv
—18P2
lg=10mA 19P2 Ve 1 \
Courant inverse VR = VRM . lR 05 LA
DC reverse current VR =Vgem tamb = 125°C IR 100 UA
Capacité différentielle VR = 2V f=1MHz o} 0,4 pF
Small signal capacitance
Capacité différentielle Vg= 40V  f=1MHz 12pP2 C 0,3 - pF
Small signal capacitance —16P2
-Code des couleurs
Colour coding
Type Annf:au1 Anneau,,
Ring Ring
12P2 Marron Rouge
Brown Red
13P2 Marron Orange
Brown Orange
14P2 Marron Jaune
Brown Yellow
15P2 Marron Vert
Brown Green
16P2 Marron Bleu
Brown Blue
17P2 Marron Violet
Brown Violet
18P2 Marron Gris
quwn Grey
19P2 Marron Blanc
Brown White
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%12 P 2

¥ 19 P 2
12P2-19P2
1E{mA) ' 1E(mA)
50 8
40
6
30
| '
20
10 z
]
0 0,5 1 15 Ve(V) 0 02 04 06 08 ViV
IlmA) 13P2-18P2 ’
F
1p(mA)
0,8
30
0,6
20
0,4
10
0,2 /
0 05 1 15 VEV) 0 02 04 06 08 Vg
ID(mA)
60
40
20
0 50 100 180 1, .(°C)
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Diodes silicium 34 P a
Silicon diodes - 37 Pa

* Disposit‘if recommandé
Preferred device

Usage général Caractéristiques principales
General purpose Quick reference data

VR 20V _,. 90V
VE(10mA) 1V max 36P 4
VE(15mA) 1V max 34P4
Vg (20mA) 1V max 35P4 37P4

' c(oV) 2 pFmax 35, 36, 37P 4
c(ov) 4 pFmax 34P 4
i<
Marquage : clair 1O
Marking : clear
Boftier F 80 Materiau VERRE
Case . Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)

34P4 35P4 36P4 37P4

Tension inverse continue VR 20 45 90 45 \
DC reverse voltage

Courant direct continu Ig 115 115 115 115 mA
DC forward current

Courant direct de pointe IFM 225 225 225 225 mA
Peak forward current

Courant direct moyen lo 75 75 75 75 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Piot 500 500 500 500 “mW
Total power dissipation

Température de jonction max Y + 200 + 200 + 200 + 200 °c
Junction temperature

Température de stockage ~ min titg —65 —65 — 65 —65 °c
Storage temperature max -+ 200 + 200 + 200 + 200 °c

1971 —01 1/2
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34 P 4
~37P 4

Caracteristiques générales
General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max,
Test conditions
Tension directe IF =5mA 36P4 Ve 0,8 \
D¢ forward volige Ig=10mA BP4 Vg 1 v
lg=15mA 34P4 Ve 1 \
lg=20mA 35P4 Ve 1 v
lg=20mA 37P4 Ve 1 \
Courant inverse Vg=10V 34P4 g 30 nA
DC raverse current V=20V ‘P4 I 10 nA
VR=20V 37P4 IR 10 nA
VR=50V 36P4 IR 60 nA
Capacité différentielle Vp=0V, f=1MHz 34 P4 c 4 pF
Small signal capacitance 35P 4 c 2 pF
36P4 c 2 pF
37P4 c 2 pF
Temps de recouvrement lg=10mA Ig=10mA 34P4 tr 10 ns
inverse du courant i =1mA 36P 4 ey 10 ns
Reverse {currant) recovery time m 7P4 t 6 ns
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Photadiodes au germanium

Germanium photodiodes

PHG 1
PHG 2

Détection de signaux lumineux
Detection of light signals

Lecture de cartes perforées
Punched card read out systems

Dissipation de puissance maximale
Maximum power dissipation

Piot (MW)

30

20

o
5 50 85 Tump °C

Bomer{PHG1 =

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

PHG 1
PHG 2

Sensibilité
Sensitivity

1001 A / 1000 tux
501 A / 1000 lux

CB 25
" F a6

Materiau  VERRE (1)

Case Material GLASS

PHG 2 =

Valeurs limites absolues d'utilisation tamp = 25°C

Absolute ratings (limiting values)

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 30 \
Continuous reverse voltage

Tension inverse de créte VRM 30 \
Peak reverse voltage

Dissipation totale de puissance {2) Ptot 30 mw
Total power dissipation ®

Température de fonctionnement  max topér 85 °c
Operating temperature

Température de stockage min torg —-65  °C
Storage temperature max +85 °c

(1) En connexion marquée d’un point rouge {anode) doit étre connectée au pole négatif de la source.

. Red dot indicates lead to be biased negative (anode]

(2) Compte tenu de I'échauffement provoqué par la lumiére incidente
Including heating due to incident light

SEs@SEn
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PHG 1
PHG 2

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)”

Caractéristiques générales
General characteristics

min.  typ. max.

Courant d'obscurité VR =30V o PHG1 IR 10 30 uA
Dark current V=30V tmb=55C PHG1 | 70 200 WA

VR=20V o PHG2 IR 10 30 HA

Vp=20V tamb=55C PHG2 | R 70 200 uA
Photo courant E = 1000 lux PHG1 Al 70 100 HA
Photo current t.= 2650°K PHG2 A& IR 30 50 MA
Impédance d’entrée Vg =10 \ PHG1 1 10 M
Output impedance PHG2 5 MQ
Temps total d'établissement PHG1 ton 2 6 us
Turn-on time .
Courant de bruit 800 Hz < f< 2000 Hz PHG1 0,2 nA

Noise current
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PHG 1
PHG 2

Caractéristiques typiques
. Typical characteristics

Réponse spectrale relative
Relative spectral response

0,8 )4
0,6 y, \
04 i
7
0,2 visible infra-rouge
infra-red
0,4 08 12 16 2 Num)
PHG 1 G2
Al Al
Ny 11 B T T
("‘Ag 30, 10° (mA; 60, 10°
1 " =0 ]
tamb = 25°C tanp =25 C
25 - 25 )
20.10° 40, 10°
2 - 2 [
15 1,5
3 3
10.10% 20, 10° lux
1 1 b
5.10°
05 b 0,5
o 5 10 15 20 26 30 —V_ (V) 0 5 10 15 20 25 30 -V (V)
- [R (UA) - 'R nA)
. Vg =-30V Vp=—20V .
200 | g=gux 200 E=0lux
100 100 .
50 / 50 /
20 // 20 /
10 10 //
1/ / T/ /
2 2
1 1
o
0 20 40 80 t .(°C) 0 20 40 60 t,pp(°C)
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Diodes de redressement au silicium %22 R2
-S/'//'con rectifier diodes % 30 R2

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

) 20 A (tgpee = 120°C)
VRwm 200V —. 1000 V

Boitier DO-5
Case
Couple de serrage max. 245 cmAN

Maximum torque on nut

Cathode au boftier 22R2—30R2

Cathode connected to case

Anode au boitier 22R2R ——30R2R N
Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation  tcase= 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) ) (Unless otherwise stated)

22 24 26 28 30
R2 R2 R2 R2 R2

Tension inverse de créte VRwM 200 - 400 600" 800 1000 V

Crest working reverse voltage -~

Courant direct de surcharge Yvj) = 150°C | SM 250 250 250 250 250 A

accidentelle tp=10ms 1.t 310 310 310 310 310 A’s

Surge non repetitive forward current

Courant direct moyen tcase =120° IO 20 20 QO 20 20 A

Mean forward current

Température de fonctionnement  min toper - 65 — 65 — 65 — 65 —65 °c

Operating temperature max +150 - +150 +150 +150 +150 °C

Température de stockage min tetg —-65 —65 —65 —65 —65 °C

Storage temperature max +175  +175  +175 +175 +175 °C
1871-02 1/3
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2 R2%

—30R2%

General characteristics

A

Caractéristiques générales

tase = 25 oc

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure

Symb. '

22 24 26 28 30
Test conditions R2 R2 R2 R2 R2

max max max  max
Courant inverse Viam = VRwm Max 150°C Iam 45 25 15 1 1 mA
de créte
Peak reverse current

max max max max max
Tension directe lp=20A Ve 13 13 1,3 13 13 \
Forward voltage

max max max max max
Résistance thermique ‘ Rintioe) 12 1,2 1,2 1,2 1,2 °cw

Thermal resistance
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*x22R2

% —30R2
Valeurs limites
Limiting values .
1 max(A) Irsy max(A)
20 -
J .
RRT R 300
N
| L o T
10 ~1
N
5 \ 100
0
0 50 100 120 150 1% 1 10 100 n

. n=nombre de surcharges successives 1/2 périade 4 50 Hz
1 =Cycles at 50 Hz

Caractéristiques typiques.

Typical characteristics
Zipfy) S )

1

08
/-——_-
06 /
04 /
02 /
0,001 0,01 01 1 tpls)
T la)
1000

I

1 [ o {w)

(v} =25°C — —f—»— . P

i /——- /(AV) I /
/ + ) 150°C

100 / |_ 60 { //
tyg) =150°C 3 phases (6= 1200C) ——=—

40 /

// “

10
. _{1 phase (6 =180°C}
20

1

, I 0 10 20 30 40 50 IglA)
0,1
o 1 2 3 Veyv)
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Diodes de redressement au silicium % 26 R 2s

a avalanche controlée % —»30 R 2s
Silicon rectifier diodes,controlled avalanche % 212 R 2s

Boftier DO-5

Case

Couple dé serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anode au bofitier
Anode connected to case

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

o 20 A (tgaee = 120°C)
Vawm 800V —-1200 V

245 cmAN

26R2S,28R2S,
30R2S, 212 R2S

26 R 2RS, 28R2RS
30 R 2RS, 212R2RS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tcase=25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings {limiting values) {Unless otherwise stated)
26 28 "30 212
. R2S R2S R2S R2S
Tension inverse de créte VawMm 600 800 1000 1200 \Y
Crest working reverse voltage
Courant direct de surcharge tp =10ms lFSM 250 250 250 250 A
accidentelle tyyy) = 150°C 121 310 310 310 310 Als
Surge non repetitive forward current )
Courant direct moyen tcase=120°c IO 20 20 20 20 A
Mean forward current
Température de fonctionnement  min toper — 65 — 65 — 65 — 65 °c
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 °c
Température de stockage min tstg —~65 3 —65 — 65 — 65 °c
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 °c

1971-02 13
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26 R 2s «
—30 R 2s %
212 R 2s %

Caractéristiques générales

General characteristics

{Unless otherwise stated)

t case = 25 DC

{Sauf indications contraires)

Conditions de mesure Symb 26 28 30 212
Test condijtions . R2S R2S R2S R2S
Courant inverse de créte Vam = VRwwm Max  150°C max  max  max  max
Peak reverse current Iam 1,5 1 1 1 mA
min min min min
Tension de claquage ]RM =0,5mA V(BR) 700 900 1150 1300 v
Breakdown voltage
max max max max
Tension directe IF =20A VF 13 13 1,3 1.3 \
Forward voltage
max max max max
Résistance thermique Rth(j-c) 1,2 1.2 1,2 1,2 °c/w

Thermal resistance

1971-02 2/3



%26 R 2s

%—30 R 2s
%212 R 25
Valeurs limites
Limiting values
1 max(A} Igsy max(A)
20
15 300
N
10 \ 200 ™~
\
™N
N
5 100 ~—]
0
0 50 00 120 150 1,000 1 10 100 n
n=nombre de surcharges successives 1/2 période & 50 Hz
11 = Cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques
.. Typical characteristics
ZIh(]»C)( c/w)
1
038
L

05

0,4 /4

o2 /

0,001 0,01 01 1 toldl
TmlA)
1000 T]
Yy =25°C — —75—— P[AV) w

100 P

I
y
1) 180°C /
'_ 60 i /
/ o)

150 !
=150 3 phases {§ = 120°C) ——»//
40
ol /1 e
Z— 1 phase (9 =180°C)
20 P
1 /
l | 0 10 20 30 40 50 Ig(A)
01
0 1 2 3 VeVl

1971 - 01 3/3






Diodes de redressement au silicium
Silicon rectifier diodes

%32R2

%38 R2

Boitier DO-5

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boitier
Cathode connected to case

Anode au boitier
Anode connected to case

245 cmAN

32R2—38R2

32R2R—+38R2R

¥ Dispositif recommandé

Praferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

‘o

VRWM

36 A (tgpe = 110°C)
200 V—~800 V

Valeurs limites absolues d"utilisation

Absolute ratings (limiting values)

tease = 25 °C  {Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

32R2 34R2 36R2 38R2
Tension inverse de créte VRWM 200 400 600 800 \
Crest working reverse voltage
Courant direct de surcharge tp =10ms IFSM 500 500 500 500 A
accidentelle t(vi) = 150°C 12t 1250 1250 1250 1250 Als
Surge non repetitive forward current
Courant direct moyen tease =110°C g 35 35 35 35 A
Mean forward current
Température virtuelle de min i) — 65 — 65 —65 — 65 °c
jonction max +150 +150 +150 +150 °c
Virtual junction temperature
Température de stockage min teg — 85 —65 —65 —65 °c
Storage temperature max +175 +175 +75 +175 °c

1971-02 1/3
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32 R2%

—38 R2%x

Caractéristiques générales

General characteristics

t case — 25 °C

(Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb 32 34 36 38
Test conditions ymo. R2 R2 R2 R 2
Courant inverse de créte VRM = VRwMm Max 150°C max max. max max.
Peak reverse voltage IRM 45 45 45 3 mA
max max max max
Tension directe IF =35A VF 1.3 1,3 1.3 1,3 \%
Forward voltage
max max max max
Résistance thermique 1 1 1 °C/W

Thermal resistance

Rinc) !
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%32 R2
%—-38R2

Valeurs limites
Limiting values

o max(A) Iggp max(A)
35
tj) = 150°C
30 - 600
NS
\ \'\
20 400 ~
N
\ \~
1 200 :
0
0 50 100110 150 1, (%0) 1 10 100 n
n=nombre de surcharges successives 1/2 période 3 50 Hz
n = Cycles at 50 Hx B
Caractéristiques typiques
2y 0o Typical characteristics
1
08
06 P
0,4 /I
0,2 /4
0,001 0,01 0,1 1 tals)
leyiA)
1000 I
) =250C = e Prav) W

- // fI_ ' ) Hedl ][‘5°°° /% '

_ I
g =150°C 3 phases (6 =120°C) ——-7/
} a0 fa
10

phase {6 =180°C)

20

0 10 20 30 40 50 Ig(A)

01

0 1 2 37 Vg
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Diodes de redressement au silicium 36 R 2s

a avalanche controlée * —40 R 28
Silicon rectifier diodes controlled avalanche % 312 R 2s

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Io 35 A (tggee = 110°C)
Vawm 600V _. 1200V

Boitier ~ DO-5
Case
Couple de serrage max, 245 cmAN

Maximum torque on nut

Cathode au boftier 36R2S — 312R2S

Cathode connected to case

Anode au boitier 36 R2S — 312R2RS
Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase== 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)

36R2S 38R2S 40R2S 312

R2S
Tension inverse de créte VRWM 600 800 1000 1200 \
Crest working reverse coltage
Courant direct de surcharge tp =10ms IFSM 500 500 500 500 A
accidentelle t(vj) =150"C 12t 1250 1250 1250 1250
Surge non repetitive forward current

. _ o
Courant direct moyen tease = 110°C IO 35 35 35 35 A
Mean forward current
Température virtuelle de min t(vj} — 65 — 65 - 65 — 65 °c
jonction max +150 +150 +150 +150 °c
Virtual junction temperature
Température de stockage min Lig —65 —65 —65 —65 °c
Storage temperature max +175 +175 +175 +175 °c
1871-02 13
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36 R 2s
40 R 2s &
312 R 2s %

Caracteristiques géenérales

General characteristics

tcexse = 25 OC

(Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb 36 38 40 312
Test conditions R28 R2S R2S R2S
Courant inverse de créte VeM = VRwm mex 150°C max max max max
Peak reverse current [RM 45 3 3 3 mA
min min min min
Tension de claquage 'rMm = 0,5 mA V(BR) 700 900 1150 1300 VvV
Breakdown voltage
max max max max
Tension directe ]F =35A VF 1,3 13 1,3 1,3 \%
Forward voltage
max  max . max  max
Résistance thermique Rth(j-c) 1 1 1 1 °c/wW

Thermal resistance
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%36 R 2s
% 40 R 2s
%312 R 2s

Valeurs limites
Limiting values

19 max(A) Iggp max(A)
]
35 tyj) = 150°C
30 600
N
20 \ 400 —
\\
S ~——
0 200
0
0 50 100110 180 to,,°C) 1 10 100 n
. n=nombre de surcharges successives 1/2 période & 50 Hz
n ==Cycles at 5g Hz
Caractéristiques typiques
Zagpa 05 /w)Typ ical characteristics
1
08
o /
04
. ‘/
0,001 0,01 0,1 tols)
1gmfA)
1000 I[
Hujp =25%C — ——%ﬁ—- Piay) ) .
I
100 / f ) 150°C //
|
, \_ ] 0 l v
Yy =150°C .
i) 3 phases {§ =120°C) -—7/
10 J 0 ///
Z— 1 phase (§ =180°C)
20
1
B |
0 10 20 30 40 50 IglA)
0,1
0 1 2 3 VeyV)
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Diodes de redressement au silicium x42 R2
Silicon rectifier diodes % —48 B 2

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 6 A (tgyee = 125°C)
Vawm 200V .. 800V

Boftier DO-4
Case
Couple de serrage max. 176 cmAN

Maximum torque on nut

Cathode au boitier 42R2 —»-48R2

Cathode connected to case

Anode au boftier 42R2R——48R2R

Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation tcase=25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) . {Unless otherwise stated)

42 44 46 48
R2 R2 R2 R2

Tension inverse de créte . : VRwMm 200 400 600 8007 VvV
Crest warking reverse voltage '

Courant direct de surcharge _ tp =10ms IFSM 75 75 75 75 A
accidentelle  t(,; = 150°C 12t 30 30 30 30 As

Surge non repetitive forward current

Courant direct moyen toase = 125°C g 6 6 6" 6. A
Mean forward current )
Température de fonctionnement  min toper — 65 — 65 —65 —65 °c
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 °C
Température de stockage min tg —-65 —65 —65 —B5 °C
Storage temperature max +175 4175+ 4175 +175  °C
1971-02 1/3
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42 R 2 %
—48 R2%

Caractéristiques genérales

General characteristics

{Unless otherwise stated)

t case — 25 °C

(Sauf indications contraires)

Conditions de mesure Symb. 42 44 46 48
Test conditions R2 R2 R2 R2
max max max max
Courant inverse decréte  Vpy = Vpyy max  150°C gy 45 25 15 1 mA
Peak reverse current
max max max max
Tension directe lp=6A Ve 13 13 13 1,3 Y
Forward voltage
max max max max
Résistance thermique Rip(joc) 2 2 2 2 °cw

Thermal resistance
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x42 R 2

%—48 R 2
Valeurs limites
Limiting values
lo max(A) ‘ Iggp max(A)
1
tyj) = 150°C
6 75
\Jr\\
4 \ 50
2 25
- 0
0 50 00 125 150 1,00 1 10 100 n
n=nombra de'surcharges successives 1/2 période & 50 Hz
n =Cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques
Zuja) 5 Typical characteristics
/ |
1
08 /
o/
0.6 /
04
0
.2/
0,001 0,01 0,1 1 tolsl
Iey () .
1000 1.
ty.q) =25°C — 3
{vj) i [ — Plav) W) -
L
100 i e 180°C
Lt W =1500C 30 1 /
{v-§) ] /
3 ph ses(rf=1|zo°c)—-—-/
20
10 /, 7
Z o\ 1 phase {6 = 180°C)
10
1
0 5 10 15 20 . 25 Il
0,1
0 1 2 3 Vew V)
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Diodes de redressement au silicium %46 R 2s

a avalanche controlée %48 R 2s
Silicon rectifier diodes,controlled avalanche %50 R 2s

Boitier DO-4

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anode au boftier
Anode connected to case

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

o 6 A [topge = 125°C)
VRWM 600 V —. 1000 V

176 cmAN

46R2S . 50 R2S

PITERTIRNR

46R2RS — 50R2RS

Valeurs limites absolues d'utilisation tease==25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
46 48 50
R2S R2S R2S
Tension inverse de créte VRWM 600 800 1000 V
Crest working reverse voltage
Courant direct de surcharge o= 10 ms lesm 75 75 75 A
accidentelle  t(,;y = 150°C L3 30 30 30 A’s
Surge non repetitive forward current
Courant direct moyen tease = 125°C o 6 6 6 A
Mean forward current
Température de fonctionnement  min toper —65 — 65 — 65 °c
Operating temperature max +150 +150 +150 °C
Température de stockage min toig —65 —65 —-65 °C
Storage temperature max +175 +175 +175  °C

‘

SESESEN
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46 R 2s %
48 R 2s %
50 R 2s %

Caracteéristiques générales t . = 25°C

General characteristics (Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Symb. 46 48 50
Test conditions R2S R2S R2S
Courant inverse de créte VRm = VRwm max 150°C max  max max
Peak reverse current Irm 15 1 1 mA
Tension de claquage 'RM =0,5mA ) min min min
-Breakdown voltage V(BR) 700 900 1150 V

max max max
Tension directe lg= 6A Ve 13 13 1,3 Y
Forward voltage

Résistance thermique max max max
Thermal resistance Rihj-c) 2 - 2 2 c/w
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x46 R 2s

%48 R 2s
%50 R 2s
Valeurs limites
Limiting values
1g max(A) Iesi max(A)}
|
tyyj) = 180°C
6 75
N~
~f—
4 50 <
\N—
2 \ 25
0
0 50 00 125 180t {°0) 1 10 100 n
n=nombre da surcharges successives 1/2 période 4 50 Hz
n =Cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques
2y OO Typical characteristics
—
1
-
08 //
05
04
0,2
—
0,001 0,01 01 1 il
Iew (A1
1000 i
. =25°C —] , .
i) i — Prav) W)
100 i ) ;5o°c /r
L ) =150°C 30 4
. 3 phases {§ = 120°C) —{»— /
» / 20 v
_*’__’1 phase {6 = 180°C)
10
1
0 5 10 15 20 25 Igha
0,1
0 1 3 Vey V)

1971- 01 3/3






Diodes de redressement au silicium *62 R 2
Silicon rectitier diodes ¥ —eG8 R 2

¥ Dispositif recommandé

Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo 12 A (t gy = 125°C)
VRwm 200V — 800V

Boitier DO-4

Case

Couple de serrage max. 176 cmAN
Maximum torque on nut

Cathode au boitier 62 R2»68R 2
Cathode connected to case

Anode au boftier 62 R 2R-~68R 2R

Anode connected to case

Valeurs limites absolues d’ utlhsatmn tease™= 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)

62 64 66 68
R2 R2 R2 R2

Tension inverse de créte VRWM 200 400 600 800 Y]

Crest working reverse voltage

Courant direct de surchagge tp =10ms IFSM 150 150 150 150 A
accidentelle 1,5 = 150 C CoRa 110 110 110 110 A’
Surge non repetitive forward current

Courant direct moyen Toase™ =125°C IO 12“‘ 12 12 2 A

Mean forward current

Température de fonctionnement  min Toper —~65 —65 —65 —65 °C '
Operating temperature max +150 +150 +150 +150 °C
Température de stockage min tstg — 65 —65 — 65 — 65 °c

Storage temperature max +175 +175 +175 4178 °C

18971-02 1/3
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62 R2 %
—68 R2 X

Caractéristiques générales t . = 25°C

General characteristics

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure ﬂSymb. 62 64 66 68
Test conditions R2 R2 R2 R2
Courant inverse de créte VRm = VRwm Max  150°C max  max max  max
Peak reverse current IRM 45 25 1,5 1 mA
max max  max max
Tension directe IF =12A VF 13 13 13 13 \%
Forward voltage .
max max max max
Résistance thermique Rinije) 158 1,5 15 15 °cw

. Thermal resistance
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x62R2

% —68 R2
Valeurs limites
Limiting values
1 max(A} legm max(A)
L
typ = 159°C
12
150
10 \4\\\
100 <
-
5
50
0
0 50 W 125 180 t,,°0) 1 10 100 n
° n=nombre de surcharges successives 1/2 période & 50 Hz
n = Cycles at 50 Hz
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
Zop 0 3y (°CIW) '
thij-c)
1
08 =
06 e
0,4
02 —
v 0,001 0,01 0,1 i
Ty (A)
1000 lL
try.y =25°C — s
tvf) i / P(AV) (W) I
100 i o) 150°C /'
L 4 =150% 3 '
tvf) = v 1.
3 phases (6 =120°C) _._/
T2
0 / £
7.l 1phase (0=180°C)
10
1
o 5 15 20 25 IfAl
0,1
0 1 2 3 Ve V)
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Diodes de redressement au silicium 46 R 25

a avalanche contrdlée %—72 R2s
Silicon rectifier diodes controlled avalanche

Boitier DO-4

Case

Couple de serrage max.
Maximum torque on nut

Cathode au boftier
Cathode connected to case

Anode au boitier
Anode connected to case

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

lo - 12A(tgee= 125°C)

Vawm 600 V— 1200 V

176 cmAN

66 R2S,68R2S,70R 2S,72R2S .

66 R 2 RS, 68 R 2 RS, 70 R 2 RS, 72R2RS =

Valeurs limites absolues d'utilisation 1case = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)]
66 68 70 72
. R2S R2S R2S R2S

Tension inverse de créte
Crest working reverse voltage

Vawm 600 800 1000 1200 V

Courant direct de surcharge = 10ms lesm 150 150 150 150 A
accidentelle  t(,;) = 150°C - 2. 170 110 110 110 Als
Surge non repetitive forward current

. _ °
Courant direct moyen tease = 125 C IO 12 12 12 12 A
Mean forward current
Température de fonctionnement  min toper —65 —65 —65 —65 °C
Operating temperature max 4150 +150 +150 +150 °C
Température de stockage min tog — 65 — 65 — 65 — 65 °c
Storage temperature max +175 4175 +175 4175 °C

1971-02 1/3
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66 R 2s %
72 R2s %

"Caracteéristiques générales

General characteristics

tcase = 25 "C

{Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure §ymb 66 68 70 72

Test conditions R2S R2S R2S R2S
Courant inverse de créte VEM= Y RWM max max - max  max  Mmax
Peak reverse current I RM 15 1 1 1 mA
Tension de claquage Igpm =05 mA min " min min min
Breakdown voltage v (BR) 700 900 1150 1300 \

max max max max

Tension directe IF =12A VF 1,3 13 13 13 \
Forward voltage
Résistance thermique max max. max max
Thermal resistance Rth {j-c) 15 15 15 15 °cw
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% 66 R 2s.

¥ —-72 R 2s
Valeurs limites
Limiting values
1 max{A) 1ggp max(A)
[ T T
Yy = 150°C
12 150
10 \-\\r\
h
100 - [
5
50
0
0 50 100 125 150 tuw(oC) 1 0+ 10 100 n

n=nombre da surcharges successives 1/2 période 2 50 Hz
n = Cycles at 50 Hz

Caractéristiques typigues
Zaga oW Typical characteristics

1
08 ——
06 7
04 L
02 >
0,001 0,01 01 1 e
ey )
1000 }
.y =25°C — X ‘
v —7// L -
; L
100 I— Y ;5""9 74
L 1500 30 .
) =150°C I 74
7 3ph m(a=m°c)—r-/
20
10 /| ‘ 7
/o) 1phase [0 =180°C)
10 -
1
0 5 10 15 20 25 IglA)
0,1
0 1 2 3 Vey V)
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Montages de diodes de redressement moulés S02

Moulded rectifier assemblies

cB18 CB 100 CcB77 CB 61
Boi'tiers plastiques
Plastic cases
t =50°C
\ V moyen amb
Vamm d'entrée de sortie Boftier
REFERENCE {par bras) Input Output V lo Case .
(per leg] Vims Vo
V) (\2) V) (A)

S02JB1 A 100 70 63 0,5 cB18 Pont monophasé
S02 KB1 A 200 140 125 0,5 CB1i8 Single phase bridge
S02 LB1 A 300 210 188 0,5 c818
S02 MB1 A 400 280 - 250 . 05 cB18
S02 PB1 A 500 350 310 05 cB18 Vots
S02 RB1 A 600 420 375 05 cB818
S02SB1 A 800 560 500 05 cB1i8
s0z2JB1 B 100 70 63 0,5 CB100 + —
S02 KB1 B 200 140 125 0,5 CB100
sS02LB1 B 300 210 188 0,5 CB100
sozms1 B 400 280 250 0,5 cB100
S02PB1 B 500 350 310 0,5 CB100
S02 RB1 B 600 420 375 0,5 CcB100
S02s81 B 800 560 500 0,5
S02 RB2 1200 840 750 0,5 cB77
S02 SB2 1600 1120 1000 0,5 CcB77
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S02

v tamb = 580°C
v eff Z moyen
RRM B e sortie N
REFERENCE. (par bras) d,:;:'fe m:,;m v o BoTtler
{per leg) Vims o
V) v) V) (A)
S02KC1 A 200 140 63 05 cB18 Va et vient
S02MC1 A 400 280 125 05 CB18 Center tap-single phase
S02 RC1 A 600 420 188 05 cBi8
S028C1 A 800 560 250 05 cB18
S02RC2 A 1200 840 375 05 cB18
s02sC2 A 1600 1120 500 0,5 cB18 N
L
veff EE
=
S02KC1 B 200 140 63 0,5 cB100 -
s02MmC1 B 400 280 125 0,5 CB100
S02RC1 B 600 420 188 0,5 CB100
S02SC1 B 800 560 250 0,5 cB100
S02RC2 B 1200 840 375 0,5 CB100
so2scz B 1600 1120 500 0,5 cB100
S02KD1 A 200 70 197 0,25 cB18
S0ZMD1 A 400 140 394 0,25 cB18
S02RD1 A 600 210 . 592 0,25 cB18
S02SD1 A 800 280 788 0,25 cB18 Doubleur de tension
S02RD2 A 1200 420 1184 0,25 cB18 Voltage doubler
S025D2 A 1600 560 1576 025 cB18
' 4
S02KD1 B 200 70 197 0,26 acmoo +
$02 MD1 B 400 140 394 0,25 WCs100 )
S02 RD1 B 600 210 592 0,25 CB100
$02SD1 B 800 280 788 0,25 cB100 + -
S02 RD2 B 1200 420 1184 0,25 €8100 -~
S02sD2 8 1600 560 1576 0,25 CB100 eft T
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502

tamp = 50°C
v Vetf V moyen de
RRM d'entrée sortie Borti
REFERENCE (rer l;raj) " Input Output v Io ;s':f Pont triphasé
er /e .
p ) Vims Vv o ) Three-phase hridge
\Y

V) V) vy (a) =t
502 KF1 200 140 185 0,7 CB61
S02 MF1 400 ‘ 280 370 0,7 CB61
S02 RF1 600 420 560 0,7 CB61
S02 SF1 800 560 740 0,7 CB61
S02 KY1 A . 200 N 140 a3 0,7 cB18
SO02MY1 A | 400 280 185 0,7 CB18
S02RY1 A 600 420 280 0,7 CB18
S028Y1 A 800 560 370 0,7 cB18

Triphasé étoile
. Triphase half wave

S02 KY1 B © 200 146 93 0,7 CB100
sS0zZMY1 8B 400 280 185 0,7 CB100
S02RY1 B 600 420 280 0,7 CB100
S02SY1 B 800 560 370 0,7 CB100
S02 RY2 1200 840 560 0,7 CB77
S02SY2 1600 1120 740 0,7 CB77
Autres éalisables sur d d

On request other circuits available.

Io ltamp)
Ig (50°C) l\
|
0.8 }
s 1\
0.4 l K
' !
02 IL \
L \
0 50 100 125 tagp °C)
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Assemblages de diodes de redressement

Rectifiers stacks

$10
S20

134
o O (7
2l
o )
? <
'
X
S20
Jaune = Entrées alternatives
Yellow AC inputs .
CODE DE COULEURS Bleu = Sortie redressée négative
TERMINAL COLOR CODING Blue Negative rectified output
Rouge = Sortie redressée positive
Red Positive rectified output
Codification des montages
Stacks coding system
S20 ‘_l[_J "jB-I 1 AS L:I[‘
Série VRRM Type de montage Nombre de Polarité du montage Nombre de
des diodes Rectifier circuits diodes Circuit polarity diodes
§10 utilisées H = Mono-alternance en s(;rle par élémentlalErles
Diodes indivi Si ras en paralléle
of m.dnvndual ingle phase Number of Number of
lg=16A diodes half wave ot rer
€= Va-etvient n?cuflgr c?lls rectll?er
s/ in series in cells
§2O - ingle ;;hase each circuit leg AN : étoilé 3 in parallel
Diodes K =200V center top in each
D = Doubleur commun (N eac
10 =21 M = 400V Single phase positif . circuit leg
R =600V doubler Common
S =800V B == Pont monophasé positi.ve .
T =1000V . Single phase star circuit
bridge X 1 AR : 6toilé
M= Pont pour ampli commun
rn.agnéuque négatif 1
Single phase magnetic Common
amplifier bridge 2 negative
Y = Thriphasé étoilé star circuit
Three phase
half wave AS : autres
S = Tri-hexaphasé étoilé montages
Six phase star 4 (non
F = Pont triphasé &toilés)
Three phase bridge others
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S10
S20

Principaux montages S 10

O
Main circuits- tamb = 25°C
v Vietr) Vmoyen
RRM d’entrée sortie
REFERENCE (par bras) Input Outpur v 'O LI DI
loer teg) |, v
{rms) ‘o .
V) V) (V) (A} mm mm
$10 MH1 AN1 400 . 280 126 13 60
810 RH1 AN1 600 420 190 13 60
S10SH1 AN1 800 560 250 13 60
S10TH1 AN1 1000 700 315 13 60
§10 RH2 AS1 1200 840 380 13 60
S10 SH2 AS1 1600 1120 500 13 60
$10 TH2 AS1 2000 1400 630 13 60
510 RH4 AS1 2400 1680 760 13 121 106
S$10 SH4 AS1 3200 2240 1000 13 121 106
S$10 TH4 AS1 4000 2800 1260 13 121 106
$10 MB1 AS1 400 280 250 26 121 106
S10 RB1 AS1 600 420 380 26 121 106
§10 SB1 AS1 800 560 500 26 121 106
$10TB1 AS1 1000 700 630 26 121 106
$10 RB2 AS1 1200 840 760 26 225 210
$108B2 AS1 1600 1120 1000 26 225 210
S10 TB2 AS1 2000 1400 1260 26 225 210
$10 MF1 AS1 ’ 400 280 370 36 173 158
S10 RF1 AS1 600 410 560 36 173 158
§10SF1 AS1 800 560 740 36 173 158
S10 TF1 AS1 1000 700 930 36 173 158
'0 (tamb)
lo {25°C)
0,8 1
05 ||
/ I~
04 !
0,2 {
1
0 25 50 100 tamp (°C)

Monophasé simple alternance
Half wave single phase

Pont monophasé
Single phase bridge

Pont triphasé
Full-wave Three-phase bridge
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S10
S20

Principaux montages S 20

tamp = 25°C
Main circuits amb
VRRM V(eff) V moyen
d'entrée  de sortie
REFERENCE (|(>ar blras’) Input  Outpuc v o (% D,
per ieg V(rms) Vo
———”———L (V) (V) v} (A) mm mm
+g

:E $20 MH1 AN1 400 280 126 21 61

Vet AL = $20 RH1 AN1 600 420 180 21 61

e z $20 SH1 AN1 800 560 250 21 61

— $20 TH1 AN1 1000 700 315 21 61

$§20 RH2 AS1 1200 840 380 21 61

S§20 SH2 AS1 1600 1120 500 21 61

$20 TH2 AS1 2000 1400 630 21 61
S$20 RH4 AS1 2400 1680 760 21 127 112
$20 SH4 AS1 3200 2240 1000 21 127 112
S20 TH4 AS1 4000 2800 1260 21 127 112
$20 MB1 AS1 400 280 250 42 127 12
S§20 RB1 AS1 600 420 380 42 127 112
§20 SB1 AS1. 800 560 500 42 127 112
$20TB1 AS1 1000 700 630 42 127 112
$20 RB2 AS1 1200 840 760 42 237 222
§20 SB2 AS1 1600 1120 1000 42 237 222
S20 TB2 AS1 2000 1400 1260 42 237 222

Ry
— + S$20 MF1 AS1 400 280 370 62 185 170
S§20 RF1 AS1 600 420 560 62 185 170
S§20 SB1 AS1 800 560 740 62 185 170
§20TB1 AS1 1000 700 930 62 185 170
Autres réalisables sur d d

Other circuijts availabe on request.

Vett

1971 - 01  3/3






Modulateurs en anneau | SF - A 302
a diodes silicium planar SF - A 303

Silicon planar diodes ring modulators

Valeurs limites absolues d'utilisation de chaque diode  typ = 25° C
Absolute ratings (limiting values) of each diode

3
Tension inverse de créte Vem —40 \ SFA 302 SFA 303
Peak reverse voltage
Courant direct continu Ig 300 mA
Forward current
Courant direct moyen o 200 mA
Mean forward current ,
gourant direct de surcharge tp=1 s lFSM 1 A
urge forward current
Courant direct de surcharge tp=1ps IFSM 4 A
Surge forward current
Dissipation totale de puissance Ptot 400 mw
Total power dissipation CB 18 CB 17
Température de stockage min tyg 65 :C
Storage temperature max +200 °C
Caractéristiques générales de chaque diode
General characteristics of each diode min max
Tension directe [F =1mA VF 0,55 0,66 v
Forward voltage lF =5mA VF 0,63 0,71 \Y%
lg=10mA Ve 0,65 0,76 \
lg=50mA Ve 075 080 Vv
IF =100 mA VF 0,82 1,00 Y
Ig =200 mA Ve 0,89 1,10 \
Ig = 500 mA Ve 088 150 V
Courant inverse VR = —40 V lR 100 nA
Reverse current
Capacité différentielle Vg=0V f=1MHz (o4 3 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement inverse I =200 mA R =1008 tr 20 ns
Reverse recovery time ‘RM =200mA i, =-20mA

Caractéristiques du modulateur
Modulator characteristics

AVF entre les 4 diodes IF =100 uA lF =10 mA AVF 5 mVv
between the 4 diodes
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

SFD 43
SFD 83

Commutation rapide
Fast switching

Marquage : anneaux de couleur

Marking : coloured rings

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

VE (10 mA) 1,1V max,

IR (10V) 0,2 £ A max.

trr 4 ns max.

1<
—(I O—
gllzl; — ~—————  violet

Boftier F 80 SFD 43 Materiau VERRE
Case DO-7 SFD 83 Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) - (Unless otherwise stated)

SFD 43 SFD 83
Tension inverse continue VR 25 25 \
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 30 30 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu IE 200 150 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IEM 500 225 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=14s IFSm 2 . A
Surge forward current tp=10ms IFsm 500 mA
Courant direct moyen lo 150 100 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Ptot 250 mwW
Total power dissipation
Température de stockage min tstg —65 —65 °c
Storage temperature max +200 + 200 °c

SES@SEN
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SFD 43
SFD 83

Caracteristiques géenérales
General characteristics

tamb = 25 °C

(Sauf indications contraires)

{Unless otharwise stated)

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

test conditions
Tension directe IF=10mA SFD43 VF 11 \
OC forward voltage IF=10mA SFD 83 VE 1,1 \%
Courant inverse VR=10V IR 0,2 HA
DC reverse current VR=25V IR 1 UA
Tension inverse de IRM = 100 A V(BR) 30 \%
claquage
Breakdown reverse
voltage
Capacité différentielle VR= 0 f=1MHz c 15 4 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement IF=10mA RL=1008 ter 4 ns
inverse {du courrant) - 1V
Reverse [current) VR=6V = EB-

10 UL

recovery time
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Diode silicium planar

Planar silicon diode

SFD 86

Commutation, haute tension
Switching, high voltage

Marquage : anneaux de couleur
Marking : coloured rings

% Dispositif recommandé’
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

Vg (60 mA) 1V max
Ig (150 V) 10 4A

tr (30 mA) 75 ns max

1<
- —I >
Jaune _—_/ \___.___ marron
. yellow i . brown
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case . Materjal GLASS

Valeurs limites absolues dutilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values)

{Unless otherwise stated)

Tension inverse continue ‘ Vg 150 \Y
DC reverse voltage

Tension inverse de créte VRM 150 \Y
Peak reverse voltage

Courant direct continu Ie 150 mA
DC forward current

Courant direct de pointe lEm 300 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s | ESM 500 mA
Surge forward current tp = 1us ‘FSM 2 A
Courant direct moyen o 100 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Prot 500 mw
Total power dissipation

Température de stockage min tetg —65  °C
Storage temperature max +200 °c

SES@SENT
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SFD 86

Caractéristiques générales tamp = 25°C

General characteristics . {Sauf indications contraires)
. {Unlass otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max.
Test conditions

Tension directe g =50 mA Ve 1
DC forward voltage

Courant inverse VR=150V lR 10
DC reverse current

Capacité différentielle VR=0 f=1MHz C 6
Small signal capacitance

Rendement de détection en R =5kQ Cp =20 pF n 35

tension f= 100 MHz VI =2 Veff)

Detector voltage efficiency frms

Temps de recouvrement inverse lF =30 mA R =100 Q o 75
{du courant) [ = 30mA i .= 3mA

RM "

Reverse (current) recovery time
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Diode silicium planar
Planar sificon diode

SFD 89

Commutation, haute tension
Switching, high voltage

Marquage : anneaux de couleur
Marking : coloured rings

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
VF (50 mA) 1,3 V max
Ig (180 V) 10 pA max
tyr (30 mA) 75 ns max
1<
-
g:la'y vo]n orange
green
Boftier DO-7 Materiau VERRE
- Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings {limiting values)

(Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 200 \
DC reverse voltage

Tension inverse de créte Vam 220 \
Peak reverse voltage

Courant direct continu | E 150 mA
DC forward current

Courant direct de pointe Iem 300 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s IFSM 500 mA
Surge forward current tJ =1ps | Esm 2 A
Courant direct moyen lo 100 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Piot 500 mwW
Total power dissipation

Température de stockage min torg —65 °C
Storage temperature max +200 °c

Sesesenl
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SFD 89

Caractéristiques générales
General characteristics

tamh = 25 °C

(Sauf indications contraires)
{Unless otharwise stated)

Conditions de mesure
Test conditlons

Min. Typ. Max,

Tension directe

= 50

OC forward voltage IF 50 mA VE 13 v
Courant inverse VR =180V IR 10 HA
OC reversa current VR =220V IR 100 HA

VR=180V t, ., =+60°C IR 100 HA
Capacité différentielle ~ ’
Small signal capacitance VR=0 f=1MHz (o} 6 pF
Rendement de détection
en tension RL=5k2 CL=20pF n 35 %
Daetactor voltage sfficiency

f=100 MHz V| =2 Veff)

(rms)

Temps de recouvrement
inverse (du courant) IF=30mA RL=1008
Reversa (current) !RM ~30mA irr= 3mA tr 75 ns

recovery time
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Diode germanium a pointe tungstene SFD 105

Germanium djode, tungsten point contact

¥ Dispositif recommandé
Preferred device

Commutation Caractéristiques principales
Switching Quick reference data

Marquage : anneaux de couleur ~ N

Marking : coloured rings ‘éf&ﬁn ;:: e
Boftier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues dutilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 30 \
DC raverse voltage
.. Tension inverse de créte VRM 30 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu e 30 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IFM 90 mA

Peak forward current

Courant direct de surcharge t.=1s IFSM 300 mA
Surge forward current

Courant direct moyen IO 30 mA
Mean forward current

Dissipation de puissance Piot 250 mwW
Total power dissipation

Température de stockage min totg —~55 °C
Storage temperature max + 85 °c

1971-01 1/3
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SFD 105 '

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max.
Test conditions
Tension directe IF= 10 mA Ve 15 \
DC forward voltage
Courant inverse VR =5V IR 15 HA
OC reverse current Ve=10V IR 30 HA
Vg =30 \ Ig 250 HA
Vg=10V tamp = +55°C  Ig 120 pA
— — 0
Vg=30V tamb =155C g 500 HA
Temps de recouvrement inverse IF =10 mA IR =05 mA e 160 ns

(de la tension)
Reverse (voltage) recovery time
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SFD 105

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

VrtVi 30 P 10 ValV) . 20 1
" 1 " T i 1
1l t 28°C 7// 2 tody 2 59°C 2
! | i
1 {15 H
I (mA) :/
5 T 10 1C

moby. !

10 moy- 50 ! 50
} ; | ! P /
5| 100 . 100
, : !
) / : 00 ! : 200
5 Tomb = 25 C + H
b 0
)
5 R 1 i 500 H : . - 500
0 1 2 3 VetV — In (4A) . - lg{uA
Ig (mA)

Lo 1/

- Va

Ve (V)

— g WA)
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Diode germanium a pointe tungstene ~ SFD 106

Germanium diode, tungsten point contact

¥ Dispositif recommandé

Preferred device
Détection vidéo et audio Caractéristiques principales
a basse impédance X Quick reference data
Video and LF detection
at low impedance ) A
VR BV
o . 30mA
1<
Marquage : anneau de couleur — D—
Marking : coloured ring orls
) grey
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Materfal GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 25 \%
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 25 \
Peak reverse voltage
Courant direct continu Ig 30 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IFM 90 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s IFSM 300 mA
Surge forward current
Courant direct moyen |o/ 30 mA
Mean forward current ‘
Température de stockage min sty — 55 °c
Storage temperature max + 85 °c

1971-01 1/5

ses@sEn R



SFD 106

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Typ. Max.

Test conditions
Tension directe . IF =10 mA VE 1,4 \%
DC forward voltage
Courant inverse VR=15V IR 10 UA
OC reverse current VR=10V IR 40 HA

VR=25V IR 220 UA
Rendement de détection RL=39KQ CL=10pF n 62 %
en tension f = 30 MHz Vi =5 [crete
Detector voltage {peak}
efficiency
Résistance d'amortissement R =39 KQ C_ =10pF rd 3 1%9]
Damping resistance f =30 MHz Vy=5V créte

(peak)
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SFD 106

Caractéristiques typiques
Typical characteristics

— Va (V) 20 15 10 5 [ - Vr(V) 20 15 30 5 0
| ST |
-t = {25°C // 2 - Camb= 55+ ¢ 2
yap e
l; = // : ‘/ / 10 ‘/ A 10
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SFD 106

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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SFD 106

]

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diode germanium a pointe tungsténe SFD 108

Germanium diode, tungsten point contact

% Dispositif recommandé
Preferred device

Usage général, haute tension Caractéristiques principales

General purpose, high voltage Quick reference data

V (5mA) 1V max
Ig (100 V) 250 pA max

1«
Marquage : anneaux de couleur jrl[—?'ﬁ/\
) Jaune
Mgrklny 2 coloured rings orange yellow
Boitier DO-7 Materiau VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue Vg 100 \
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam 115 \
Peak reverse voltage
Courant direct continu g 50 mA
OC forward current
Courant direct de pointe [FM 150 mA

Peak forward current

Courant direct de surcharge tp =1s 'FSM 500 mA
Surge forward current

Courant direct moyen lO 30 mA
Mean forward current

Température de stockage min tog —55 °C
Storage temperature max +85 °c

1971-01 1/3
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SFD 108

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

{Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Typ. Max.
Test conditions

Tension directe Ip=5mA ) Vg 1 \%
DC forward voltage IF =10 mA VF 1,5 v
[r=30mA Ve 26 v
Courant inverse VR =15V 'R 4,5 HA
DC reverse current V=10V ‘R 7 UA
Vg =50V g 60 HA
VR =100V IR 250 HA
VR=15V tamb = +55:C IR 20 77
V=10V tyamb =155 C  Ig 30 LA
VR =50V tamb = T55°C I 100 pA
o
VR=100V tamb=+55 C IR 380 uA
Résistance différentielle lp=10mA r 55 Q
Differential resistance VR =2V r 35 MQ
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SFD 108

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diode germanium a pointe d’or SFD 108 A

Germanium diode, gold bonded

Usage général
General purpose
Tension élevée
High voltage

Marquage : anneaux de couleur

Marking : coloured rings

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

VE (30 mA) 1V max

IR (100 V) 250 pA max

c (1Vv) 1 pF max

te
—T O~
orange —J \———-—— i

Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue Vg 100 \Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vam 115 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu = 50 mA

DC forward current

Courant direct de pointe
Peak forward current

lem 150 mA

Courant direct de surcharge
Surge forward current

t=1s lggy 500 mA

Courant direct moyen lo 50 mA
Mean forward current

Température de stockage min tstq -85 °C
Storage temperature max 4 85 °c

1971-01 12
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SFD 108 A

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max.
Test conditions
Tension directe g =30 mA Ve 1 \Y
DC forward voltage
Courant inverse Vp=15 \ IR 45 UA
DC reverse current Ve=10V IR 7 MA
Vo =50V IR 60 LA
Vg =100V IR 250  pA
— — o
VR=50V ., =55°C g 100 pA
VR=100V tamb=55 C IR 380 UA
Capacité différentielle VR=1V f=1MHz C 1 pF

Small signal capacitance
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Diode germanium a pointe d’or SFD 118 A

Germanium diode, gold bonded

% Dispositif recommandé

Preferred device
Commutation trés rapide Caractéristiques principales
Very fast switching - Quick reference data
VE {10 mA) 0,5V
IR (6V) 10 pA
trr {10 mA) 6 ns max
1+
Marquage: anneaux de couleur I
Marklng.' coloured rings e
Jaune N rouge
yellow red
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Materfal GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 10 \Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 12 \
Peak reverse voltage
Courant direct continu IF 50  mA
DC forward current
Courant direct de pointe IFm 100 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s 1FSM 200 mA
Surge forward current
Courant direct moyen lo 30 mA
Mean forward current
Température de stockage min tstg -85 °C
Storage temperature max + 85 °c

1971-01- 1/3
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SFD 118 A

Caractéristiques genérales tamy = 25°C
General characteristics

{Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure

Test conditions

Max.

Tension directe IF=10mA VE 0,5 \%
DC forward voltage
Courant inverse VR=6V IR 10 HA
DC reverse current VR=10V IR 100 HA
Temps de recouvrement IF =10 mA R =100 trr 6 ns
inverse (du courant) 1 Vg
Reverse (current) recovery VR=6V fr=cs —

. 10 R
time
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SFD 118 A

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diode germanium a pointe d’or

Germanium diode, gold bonded

SFD 121

Commutation
Switching

Marquage : anneaux de couleur
Marking : coloured rings

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data
VE (10mA) 0,80 V max.
IR (10V) 10 pA max.
1<¢

) -
Sleu S~ . jaune

Boftier DO-7

yellow

Materiau  VERRE
Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (/imiting values)

{Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 10 \
DC reverse voltage

Tension inverse de créte VRM 15 \
Peak reverse voltage

Courant direct continu g 30 mA
DC forward current

Courant direct de pointe IEM 100 mA
Peak forward current

Courant direct de surcharge tp=1s 1ESm 200 mA
Surge forward current

Courant direct moyen lo 30 mA
Mean forward current

Température de stockage min tstg — 55 °c
Storage temperature max + 85 °c

sSsesesen)
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SFD 121

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max
Test conditions
Tension directe IF= 1mA VE 0,38° Y
DC forward voltage IF= 4mA VE 0,55 v
IF=10mA VE 0,80 \Y
IF=30mA VE 1,40 \
Courant inverse VR= 15V IR 2 HA
OC reverse current VR= 3 V IR 3 HA
VR=10 V IR 10 LA
VR= 15Vt =+55°C IR 10 uA
VR= 3 V  t . =+455°C IR 15 HA
VR=10 V  t, ., =+55°C IR 50 HA
Temps de recouvrement IF =10 mA IR=0,5mA tr 400 ns

inverse (de la tension)
Reverse (voltage). recovery time
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SFD 121

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diode germanium a pointe d’or SFD 122

Germanium diode, gold bonded

¥ Dispositif recémmandé
Preferred device

Commutation Caractéristiques principales
Switching Quick reference data

“VE (60 mA) 0,8V max.

IR (25V) 50 £A max.
1«
Marquage : anneaux de couleur T _>——
Marking : coloured rings
P b
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamh = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 25 \
DC reversa voltage
Tension inverse de créte VRM 30 \
Peak reverse voltage
Codurant direct continu Ig 50 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IFm 150 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s IFSM 500 mA
Surge forward current
Courant direct moyen 1o 50 mA
Mean forward current :
Température de stockage min — 55 °c
Storage temperature max + 85 °c

1971-01 1/3
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SFD 122

Caracteéristiques générales

General characteristics

tamb = 25°C

{Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

. e ¢
Conditions de mesure

Test conditions

Max.

Tension directe
DC forward voltage

IF=10mA
IF = 50 mA

VE 0,5 Y
VE 0,8 \

Courant inverse
_ DC reverse current

VR=256V
VR=5V

VR=15V
VR=25V

R
IR 22 uA
IR 60 HA
IR 100 pA

Temps de recouvrement
inverse (de la tension)

Reverse [voltage)
recovery time

IF=10mA

amb +55°C

tamb : +55°C
tampb = +65 C
IR =05 mA

trr 400 ns
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SFD 122

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
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Diodes germanium % SFD 129 B (AAY 49)
a pointe d'or % AAZ 18

Germanium diodes .gold bonded

¥ Dispositif recommandé

Preferred-device
Commutation a fort courant Caractéristiques principales
High current switching Quick reference data
Code des couleurs {ou marquage en clair) , Vg (300 mA) 0,78 V max.
Col odi /i kil
olour coding (or clear marking) IR 10 V) 15 £ A max. AAZ 18
Type Anneau.l Anneau2 (40V) 25pAmax. SFD129B
Ring Ring
AAZ 18 Violet Marron
Violet Brown
Si:D 129B  Rouge Orange
Red Orange
1€
=
Anneau 12
Ring
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Case Material GLASS

Valeurs limites absolues d’utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings {limiting values) {Unless otherwise stated)
AAZ 18 SFD 129 B
Tension inverse continue Vg 20 40 \%
DC reverse voltage
Tension inverse de créte Vem ™ 20 40 \
Peak reverse voltage
Courant direct continu e 180 200 © mA
OC forward current
Courant direct de pointe [FM 300 500 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s lEsm 400 700 mA
Surge forward current
Courant direct moyen lo 180 150 mA
Mean forward current
Température de jonction max tj 75 °c
Junction température
Température de stockage min —65 — 55 :C
Storage temperature max +75 + 85 Cc
1971-01 1/3
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SFD 129 B (AAY 49)x

AAZ 18 %

Caracteristiques générales
General characteristics

tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Max
Test conditions
Tension directe tmp=25"C  [g=0,1mA  AAZ18 Ve 02 V
DC forward voltage =1mA VF 0,3 \
=10mA Ve 0,41 \
=30mA Vg 0,49 \
=150 mA Ve 0,65 \
) =300 mA VF 0,78 \
tymb= 60°C Ig=0,1mA  AAZ18 VE 014 V
=1mA Vg 025 V
=10mA Vg 0,36 \
=30 mA Vg 0,45 \
=150 mA VF 0,62 \
=300 mA Vet 076V
Ctmp=25°C Ig=10mA  SFD129B Vg 045 V
=100 mA Vg 065 V
=200 mA Ve 0,75 v
=500 mA Vg 09 \
Courant inverse tymb=25C  Vp=18V  AAZ18 IR 35  uA
DC reversa current =10V. - IR 15 MA
=20V IR 50 pA
tamb =60°C Vg=15V AAZ 18 Ig 30 HA
' =10V IR 45 HA
=20V IR 100 HA
tamp =25°C  VR=10V SFD129B Iy 5 LA
=40V g 25 HA
tanp =70°C VR =10V SFD129B Iz 75  pA
=40V IR 200 MA
Capacité différentielle tamb = 25°C Vp=1V AAZ 18 (o} 1,5 pF
Small signal capacitance . f=1MHZ
Temps de recouvrement inverse tamb = 25°C Ig=10mA AAZ 18 - 70 ns
{du courant) R_=100Q
Reverse {current) recovery time VR =1V
ip=1mA
Temps de recouvrement inverse tamb = 25°C Ig=10mA SFD 129 8B e 400 ns
{de la tension) lg=0,5mA

Reverse (voltage) recovery time

* Impulsion t < 300 us §<2%
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% SFD 129 B (AAY 49)
% AAZ 18

Caractéristiques typigues
Typical characteristics
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Diodes silicium planar SFD 143
SFD 183

Planar silicon diodes

% Dispositif recommandé

Preferred device

Commutation rapide . Caractéristiques principales
Fast switching Quick reference data

VE (10 mA) 1V max.

IR (40 V) 0,2 uA max.

trr' 4 ns max

M de couleu Lh
arquage : anneaux de couleur —
Marking : coloured rings AR .
une
;ﬁgn yuellow
Boitier F 80 SFD 143  Materiau VERRE
Case DO-7 SFD 183 Material GLASS
Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C (Saut indications contraires)
Absolute ratings {limiting values) (Unless otherwise stated)

Tension inverse continue VR 40 \Y
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 70 \Y
Peak reverse voltage
Courant direct continu Ig 150 mA
DC forward current !
Courant direct de pointe IEM 225 mA
Pesk forward current
Courant direct de surcharge tp=1s Igsm 500 mA
Surge forward current
Courant direct moyen lo 75 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Ptot 250 mw
Total power dissipation
Température de stockage min ¢ — 65 o
Storage temperature max STg + 175 c

1971-01 1/2
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SFD 143
SFD 183

Caracteéristiques génerales

General characteristics

~

tamb = 25 OC

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min.  Max.
Test conditions
Tension directe IF=10mA VE 1 \Y
. DC forward voltage
Courant inverse VR=40V IR 0,2 uA
DV reverse current .
Tension inverse de IRM = 100 KA V(Br) 70 \Y
claquage
Breakdown reverse
voltage
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz c 4 pF
Srmall signal capacitance
Temps de recouvrement IF =10 mA Ry 21000
inverse {du courant) 1V
Reverse (current) VR=6V ip=— "R ter 4 ns
recovery time 10 R L
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Diodes silicium planar

Planar silicon diodes

SFD 180
SFD 181

% Dispositif recommandé

Usage général
General purpose

Marquage : anneaux de couleur {voir code page suivante)}

Marking : coloured rings (see code next page)

Preferred device

Caractéristiques principales

Quick reference data

VE (10 mA) 0,96 V max.
(50 V) 0,1 tA max. SFD 180
(150 V) 0,1 uA max. SFD 181
1<
1>
Anneau 12
Ring
Boitier DO-7 Materiau VERRE

Case

Material .GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values)

(Unless otherwlse statad)

SFD 180 SFD 181
Tensiol inverse continue VR 50 150 Vv
DC reverse voltage :
Courant direct continu IF 160 160 mA
DC forward current
Courant direct de pointe IEM 250 250 mA
Peak forward current
Courant direct moyen 1o 80 80 mA
Mean forward current * ’ .
Température de stockage  min tstg — 65 —65 °c
Storage temperature max + 200 + 200 °c

' ¥ Seswmsen
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SFD 180
SFD 181

Caractéristiques genérales tamp = 25°C
General characteristics {Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Typ. Max.
Test condjtions
- .

Tension directe IF=0,1mA VE 062 V
DC forward voltage IF=10mA VE 0,96 \Y

IF=30mA VE 1,15 \
Courant inverse VR= 50V SFD 180 IR 0,1 A
DC reverse current VR =150V SFD 181 IR 0,1 HA

VR =150 V tamb  125°C SFD 181 IR 10 uA
Capacité différentielle VR=0 f= 1 MHz C 4 pF

Small signal capacitance

Code des couleurs {ou marquage en clair)
Colour coding (or clear marking)

Type Anneau 1 Anneat 2
Ring Ring

SFD 180 Violet Orange
Violet ~ Orange

SFD 181  Violet Vert
Violet Green
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Diode silicium planar SFD 185

Planar silicon diode

¥ Dispositif recommandé

Preferred device
Commutation-rapide Caractéristiques principales
High speed switching Quick refarence data
Commande de tores +
Tores driving

VE (100mA)  0,82-1,00V
IR (30V) © 0,1 pAmax.

trr 10 ns max.

1€
Marquage: anneaux de couleur —I -
Moarking: coloured  rings marron | arls
brown vert arey
gresn
Boitier DO-7 Materiau  VERRE
Casa Material GLASS

Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb == 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tension inverse continue VR 30 -
DC reverse voltage
Tension inverse de créte VRM 50 \
Peak ravarse voltage
Courant direct de pointe IFM 600 mA
Peak forward current
Courant direct de surcharge tp=1s IESM 1 A
Surge forward current tp = 1us IESM 4 A
Courant direct moyen o 200 mA
Mean forward current
Dissipation de puissance Ptot 500 mwW
Total power dissipation
Température de s'tockage min — 65 oc
Storage temperature max tstg +1786

1971-01 1/2
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SFD 185

v

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics

{Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure Min. Max,
Test conditions
Tension directe IF=0,1 mA VE 0,45 0,53 \%
DC forward voltage IF=1mA VE 0,56 0,64 \;
Ip=10mA VE 0,68 0,76 \%
IF =50 mA VE 0,78 0,90 Vv
Ig =100 mA VE 0,82 1,00 \
I =200 mA VE 0,87 1,16 v
Ig = 350 mA VE 0,90 1,25 \
Ig =500 mA VE 0,95 1,50 Vv
Courant inverse VR=30V . IR 0,1 HA
DC raverse current VR=30V tamb = 150"C IR 100 HA
Capacité différentielle VR=0 f=1MHz (o} 2,5 pF
Small signal capacitance
Temps de recouvrement IF =200 mA irr=20mA trr 10 ns

inverse (du courant)
Raverse (current)
recovery time

lam=200mA RL=1008
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Assemblages de thyristors et diodes T 06 — TD 06
S. C. R. and diodes stacks '

T20-TD 20

90
o]
—B—
[¢]

Ly

125

134
o & O (7
& (o} e}
P ? o
. =

s =1 | 3
E H
TO6.TDO6 T20.TD20
Jaune = Entrées alternatives
Yellow AC input
Bleu = Sortie redressée négative
CODE DE COULEURS Blue Négative output
TERMINAL COLOR CODING Rouge — Sortie redressée positive
Red Positive output
Blanc = Entrée électrodes de commande
White Gates input
Codification des montages
Stacks coding system
TD 120 I\ \? T | AlS ‘_1_'
Série Tension inverse ‘Ty?e de munta?a Nombre de Polaritéd du montage Nombre de
de.cret? :ﬂes Circuit configuration dispositifs Circuit polarity dispositifs
TO6 dispositifs en série en
Thyristors utilisés par bras paraildle
lg=6A Cells Number of Number of
peak reverse cells in AN : étoilé d cells in
TDO6 voltage ratings = Mono-alternance series in i oty parallel
Thyristors VRam Single phase each circuit com.m.;m in each
+ Diodes half-wave leg cposm circuit leg
Ig=6A = Téte-béche ommon
Back to back posrtt/ve
T20 = Va-et-vient sta. .
Thyristors Single phase AR : étoiléa
lg=14A F = 25V center tap commun
H = 50V = Pont monophasé négatif
TD20 J = 100V Single phase ’ 1 Comrr_wn 1
Thyristors K = 200V bridge négative
+ Diodes L = 300V = Triphasé étoilé sar
lg=14A M = 400 z Three phase AS : Montages
P = 500 M half-wave non étoilés
S = ggg v = Pont triphasé Others
S — 800V Three phase
= bridge N
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T06 - TD 06
T20-TD 20

Principaux montages

Main circuits

tamb = 25°C

Vetf v moyen

vV,
( HSM ) d’entrée  de sortie
ar bras
REFERENCE : leg) Inputr Output V [0 Ll Bl
er le
4 9 Vrms VO
(V) (V) (V) (A) mm mm
TO6 KA1 AS1 200 140 138° 14 121 106
TO6 LAT AS1 300 210 208* 14~ 121 106
TO6 MAT AS1 400 280 278" 14~ 121 106
TO6 PA1 AS1 500 350 348* 14> a1 106
TDO6 KB1 AS1 200 140 125 12 121 106
TDO6 LBT AS1 300 210 188 12 127 106
TDO6 MB1AS1 400 280 250 12 121 106
TDO6 PB1 AS1 500 350 310 12 121 106
T06 KC1 AN1 (1) 200 140 63 12 121 106
TO6 LC1 ANT (1) 300 210 g5 12 121 106
T06 MC1 AN1 {1} 400 280 126 12 121 106
To6 PC1 AN1 (1) 500 350 168 12 121 106
TOO06 KF1 AS1 200 140 185 16 173 158
TDO6 LF1 AS1 300 210 280 16 173 158
TDO6 MF1 AS1 400 280 370 16 173 158
TDO6 PF1 AS1 500 350 465 16 173 158
o ltamb!
(]
1g (25°C)
08 ‘! \
0,6 L X
04T \
0.2 ! A -
025 50 100 180ty ©°C)

-

Téte béche
Back to back
6 =180°

Pont monophasé
Single phase bridge
© =180°

Va et vient
Center Tap single phase
©=180°

Pont triphasé
Three phase bridge
6 =120°
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T 06 — TD 06
T20-TD 20

Principaux montages
— 9E 0
Main circuits . tamy = 26°C

Vetf V moyen

A\
RRM d’entrée  de sortie o Ly o,
REFERENCE (par bras) Input  Outpout V
{per leg) v
rms o

(V) V) \2] (A) mm mm
T20 KA1 AS1 200 140 138~ 30° 127 112
T20 MA1 AS1 400 280 278* 30* 127 112
T20 RA1 AS1 800 420 418* 30* 127 112
T20 SA1 AS1 800 560 558" 30* 127 112
TD20 KB1 AS1 200 140 125 26 127 12
TD20 MB1 AS1 400 280 250 26 127 112
TD20 AB1 AS1 600 420 375 26 127 112
TD20 SB1 AS1 800 560 500 26 127 112
T20 KC1 AN1 (1) 200 140 63 26 127 112
T20 MC1 AN1T (1) 400 280 125 26 127 112
T20 RC1 AN1 (1) 600 420 190 26 127 112
T20SC1ANT (1) 800 560 - 250 26 127 112
TD20 KF1 AS1 200 140 185 33 186 m
TD20 MF1 AS1 400 280 370 33 186 m
TD20 RF1 AS1 800 420 555 33 186 7
TD20 SF1 AS1 800 560 740 33 186 7

* Tension et courant de sortie efficaces

RMS Outpout voltage and current
(1) AN1 = commun positif

positive common

Sur demande AR 1 = commun négatif (2 préciser 2 la commande)
On request =negative common (to specify when ordering)
Nombreux autres réalisables sur d d
Many other circuits available on request.
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Thyristors . * 10T4
Thyristors * —17T4

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

T 1,6 A (eff) {rms)
VRRM 25V — 400V

. G
= O
Boftier TO-39 Anode au boftier
Case Anode connected to case
<
Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)
10 1 12 14 16 17
T4 T4 T4 T4 T4 Ta
Tension inverse de pointe répétitive ‘ (mn v RAM 25 50 100 200 300 400 v
Repetitive peak reverse voltage
Tension de pointe répétitive a |'état (1) VDRM 25 50 100 200 300 400 \Y
bloqué

Repetitive peak off-state voltage

(1) RGcssooQ

—20°C Sz\,jsmo"c

1971-01 1/5
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10T4 %
—~17T4 %

% Dispositif recommandé

Preferred device
Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Tous types
All types
Tension inverse de pointe de gachette VRGM 6 \Y
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gdchette VFGM 6 A
Peak forward gate voltage
N s 114 oo
Courant efficace 3 I'état passant toase =25 C lT(rms) 1,6 Aleff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle {non répétitif a 1'état)passant tp =10ms lrsm 15 A
Surgefnon repetitive on-state)current t(vj ) max
Courant direct de pointe de gichette IFGM 100 mA
Peak forward gate current
Température virtuelle de jonction min t(vj) —20 °c
Virtual junction temperature . max +100 °c
Température de stockage min totg —40 °c
Storage temperature max +125 °c
Caractéristiques électriques
Electrical characteristics
N 10 1 12 14 16 17
(vi) T4 T4 T4 T4 T4 T4

max max max max max max
Courant inverse
Reverse current

RGC =500 Q

(Vg = VRrM Max) 25°C Ig 25 25 25 25 25 25 A
(VR = VR RM max) 100°C IR 250 250 250 250 250 250 MA
Courant & I'état bloqué max max  max  max max  max

Direct off-state current

Rge = 5000

(VD = VDRM max) 25°C lD 25 25 25 25 25 25 HA
(VD = VDRM max) 100°C ID 250 250 250 250 250 250 HA
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) 10T 4
%—17T4

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

Tous types
‘ivil [ All types
min. typ. max.

Courant hypostatique lg=0 25°C " 2 mA
Holding current
Tension 4 I'état passant t =10ms 25°C VT 1,7 2 \
On-state voltage lTM =1A
Courant de gichette d’amorcage Vac=12V 25°C et 02 2,5 mA
Gate trigger current R L= 1280

Rgg =500 &
Tension de gachette d'amorgage Vac=12V 25°C VGT 0,6 3 \
Gate trigger voltage Rgc = 500 Q

R =128
Tension de gichette de non amorgage Vac= Vprm™ X Veb
Gate non trigger voltage Rgc= 500 Q  100°C 0,1 \Y
Temps d'amorgage par la gachette IT <1A 25°C tgt 1.4 us
Gate controlled turn-on time
Retard 4 la croissance commandée par la ]T= 1A~ 25°C 4 0,6 us
géchette :
Gate controlled delay time
Temps de croissance commandée par la lT =1A 25°C t, 0,8 us
gachette
Gate controlled rise time
Temps de désamorgage par commutation du Rgc =500 Q  100°C tq 20 us
circuit lr=1A
Circuit commutated recovery time | RIVT 1A
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10T4 %
—-17T4 %

/ 7 % %
Lo ] . t
Valeurs limites T

Limiting values

tCBSE(OC) tcase(oc)
75 I 75
\ \
%ony; '\
50 \\ N 50 \\ - N
A\ \\\ N . N \'\\ N
® ] Gl IS 1 )
6 =30%} 60° 90°120° 180° 360° T 12| sf4}3]]|2
i [ A | 1
0 0,5 1 15 IT(AV)max(A) 0 0,5 1 1,5 IT(Av)max(A)
tambl°C) tamb!°C)
| 4
75 J 75
l‘oo
',
\ N \ 25 \
— 20| ‘o\}mu 0\3600 oA} iz Y1
6 =30 60790°120" 180° 3 5l sk b
0 0,1 0.2 03 04 I(ayymaxiA) 0 01 02 03 lIrjay)mexiA}
Caractéristigues typiques
Typical characteristics
Pavi¥l Piav) )
A %
15 01800 15 1_1_3 /
ggo120 > t_1 6
& =
1 50° K T /
0 =30° / V
5 / 0,5 [ty = 100°C
o - ton = 100°C )
(vj) I
I
0 05 1 15 ranfA) 0 05 1 15 IyayAl
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x10T4

% 17T4

Valeurs limites
Limiting values

A
s mXA)

0

1 2 5 0 20 n
n = nombre de surcharges 1/2 alternance- f = 50 Hz
surges at 50 Hz

Caractéristiques typigues
lwial  Typical characteristics

! Il
Yyj) = 100°C
o {
— 0,
) = 25°C
0,01
0,001 N
0 0,5 1 15 Voyiv)
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Thyristors
Thyristors

x10T4 S
% 17T4 S

Haute sensibilité
High sensitiveness

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

T 1,6 A (eff) (rms)
VRR\VI 25V — 400 V
IGT 0,2 mA max

G
==
Boitier =~ TO-39 Anode au boftier

Case Anode connected to case

N .
Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

10 1 12 14 16 17

T4S T4S T4S T4S T4S T4S
Tension inverse de pointe répétitive  {1) VR RM 25 50 100 200 300 400 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Tension de pointe répétitive d I'éstat (1) Vpgm 25 50 100 200 300 400 \
bloqué

Repetitive peak off-state voltage

(1) Rgc<500Q

—20° < °
20 C<‘Vj)\+100 C

1971 - 01 /5
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10T4 S
— 17T4S %

£

% Dispositif recommandé
Preferred device

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Absolute ratings (limiting values)

Tous types
All types

Tension inverse de pointe de gachette VRGM 6 Vv
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gdchette VFGM 6 \
Peak forward gate voltage

Courant efficace & I'état passant tease =25°C tims 146 Aleff)
RMS on-state current

Courant de surcharge accidentelle {non répétitif 3 I'état)passant tp =10ms ITSM 15 A

(non repetitive rJeurrent tyyj) max

Courant direct de pointe de gachette IFGM 100 mA
Peak forward gate current

Température virtuelle de jonction min t) ~20 °c
Virtual junction temperature max +100 °c
Température de stockage min teg —40 °c
Storage temperature max +125 °c
Caractéristiques électriques

Electrical characteristics

. m 12 14 16 17
Hvj) T4S T4S T4S T4S T4S T4s

Courant inverse max max  max max max max

Reverse current

(VR = VRRMmax) 25°C ’ (2) IR 25 25 25 25 25 25 LA

(VR = VRRM max) 100°C (2) IH 250 250 250 250 250 250 HA

Courant & |'état bloqué

max max max max max max

Direct off-state current

(Vp = Vpgy max) 25°C 20 lp 25 25 25 25 25 25 pA

{Vp = Vpgppm max) 100°C  (2) Ip 250 250 250 260 260 250  wA
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*10T4S
%1774 S

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

Tous types All types

) min typ max

Courant hypostatique Rge =500 © 25°C Iy 2 4 mA
Holding current
Tension d ['état passant tp=10ms 25°C A2 1,7 2 \Y
On-state voltage ;IT =1A
Courant de géchette d'amorgage Vac=12V 25°C et 0,1 0,2 mA
Gate trigger current R = 1280

. Tension de gachette d'amorgage Vac =12V 25°C Vg 05 1 \Y
Gate trigger voltage R L= 128
Tension de gachette de non amorgage Vac= VDRM max  100°C Vb
Gate non trigger voltage 0z \Y
Temps d’amorcage par la gachette F<1A 25°C tot 1,4 Us
Gate controlled turn-on time
Retard 3 la croissance commandée pz;lr la gachette br=1A 25°C 4 0,6 us
Gate controlled delay time
Temps de croissance commandée par la gachette lT =1A 25°C t, 0,8 us
Gate controlled rise time
Temps de désamorcage par commutation ducircuit R =500 100°C tq 20 Ms
Circuit commutated recovery time IT =1A

IRM =1A

{2) Rge= 50002
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10T4Sx
—-17T4 S

_
o]

Valeurs limites
Limiting values

1,5 bpiayymax(A)

tCBSE(OC) tcaSE(OC)
75 75
Y \
P \
50 \x\ N 50 k <
B [ G Y 1 1 A A
6 =30°] 60° 90°120°180° 360° T 12} slal3}]2
A I | ] | | I 1
0 05 1 15 lpayymextal 0 05 1
tamb{ C) L)
75 \ 75
000
Z
50 B 50 :
\§ \ 25 \ ™,
e=3c|D 60°90)120°180°‘360° =1 l\E]]ljl
A 1 T 12|} shkils |2
0 0,1 02 03 04 lp(ay)max(al 0 0,1 02 03 Ir(av)maxiA)
Caractéristiques typigues s
Typical characteristics
Pan (W Prayy (W)
360° (av) . 1
13 2
15 | 180° ,/ 15 173,
900120 S t_1 |8
Low 54 iy
"6 =30° // 7 ! V
0,5 7 / : 0,5 [ty = 100°C
L~ to = 100°C _
(v} l
|
0 058 1 15 ran(A) 0 0,5 1
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%*10T4S
% _L17T748S

Valeurs limites
Limiting values

lrsm max(A)
\ —20°C< 1,1 < 100°C
(vj)
10 \\
N
4 \\
0
1 2 5 10 20 n

n = nombre de surcharges 1/2 alternance- f = 50 Hz
surges at 50 Hz

Caractéristiques typigues
lrfA) Typical characteristics

|
1 A~
ti) = 100°C
0,1 II i
0
= 25°C
0,01
0,001 \
0 05 1 15 VoVl
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Thyristors 60T 4
Thyristors -64T4 .

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

IT (rms) 0,26 A (Eff)
VRpm 25V —- 200V

G
S C@A
Boftier TO-46 Anode au boftier
- Case Anode connected to case

Valeurs limites absolues d'utilisation
Absolute ratings (limiting values)

60T 4 61T4 62T 4 64T 4

Tension inverse de pointe répétitive - (1) VR RM 25 50 100 200 Y
Repetitive peak reverse voltage

Tension de pointe répétitive d |'état bloqué {1) VDRM 25 50 100 200 \Y%
Repetitive peak off-state voltage

(1) -—20°C<t(vi) <100°C

1871 -01 1/4
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60T4
—64T4

Valeurs limites absolues d'utilisation

Absolute ratings (limiting values)

tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

(Unless otherwise stated)

Tous types

All types

Tension inverse de pointe de gachette VRGM 6 \Y
Peak reverse gate voltage
Tension directe de pointe de gachette VFGM 2 Y
Peak forward gate voltage
Courant efficade & |'état passant ]T(rms) 260 mA (eff)
RMS on-state current
Courant de surcharge accidentelle (non répétitif)a tp =10ms t(vj) max ITSM 5 A
I'état passant
Surge non-repetitive on-state current
Courant direct de pointe de gichette leGM 100 mA
Peak forward gate current
Température virtuelle de jonction min i) —20 °c
Virtual junction temperature max +100 °C
Température de stockage min. tstg —40 °c

max +125 °C

Storage temperature
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60T 4
—64T4

% Dispositif recommandé

Preferred device

Caractéristiques électriques
Electrical characteristics

Tous types
All types
tﬂi) max

Courant inverse Rge =5000 Q VR = VRRM MeX 100°C b 50 UA
Reverse current
Courant & 'état bloqué Rge=5000Q . Vp=Vpgymax 100°C 5 50 HA
Direct off-state current
Courant hypostatique Rgc = 5000 Q 25°C " 3 mA
Holding current |
Tension 4 |'état passant t,=10ms lp=02A 25°C Vo 11 v
On-state voltage
Courant de gachette d’amorgage RGé =50008 . VAC =6V 25°C leT 200 HA
Gate trigger current R L =100 £ _
Tension de gachette d'amorgage * Vac=6V 26°C Vgt 08 \Y

Gate trigger voltage

1971 - 01 3/4



60 T4
—64T4

Valeurs limites
Limiting values

IT(Av)max(mA)
- leff(180°C)
\(mMs(mo“c)
300 AN Ii'
\ continu
\< 0G| 1gge
200 \\
S
100 —
60°

0 20 40 60 80 100 t,(°C)
Caractéristiques typiques
Typical characteristics
A ProW)

T
| continu

90%120°180° | DC

2 . / 0
! —100°c/ 03 30°fe0y [ / /) /
case

V 4
15 ) / / y / ///

1 vaia 7

0 / tease =25 C 0,1

A

02040608 112 141618 Vplv) 0 100 200 300 400 Ip(py)(mA)

N

1 ff(180°)

/ IRMS(180°)
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Diodes de régulation de tension

Voltage régulator diodes

11 Z 6F
— 28 Z 6F

116 Z 6F
— 124 Z 6F

Py (W)

05

0
200 tyu(°C)

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

1w

33V<Vynom<33V

o [—
| —
Boitier DO-13
Case
Valeurs limites absolues d'utilisation  tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) (Unless otherwise stated)
Dissipation de puissance P 1 w
Power dissipation
Dissipation de puissance de pointe non répétitive = 10ms  Prgy 6 w
Non repetitive peak power dissipation -
Courant inverse continu permanent [Z 1000 mA
Continuous reverse current VZ
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms lzgm 8000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement (& dissipation nulle) min tope‘r — 55 ‘:C
Operating remperature (at zero dissipation] max +150 “C
Température de stockage min Yy -85 °C
max +150 “°C

Storage temperature

¥_ SSENN
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11 Z 6F
.28 Z 6F

116 Z 6F

—~124 Z 6F

Caractéristiques générales

General characteristics

tamb = 25 °C

Tolérance + 10 %

21/

/

VT Izt vz Ve /g

(V] (@)  (mAl (%/°C) (V1 (mA)

nom  max typ. max
1126F 33 60 [/ 10 -0,05 15 [/ 500
12Z6F 36 60 / 10 -0,08 15 [ 500
1326F 39 60 / 10 —0,05 15 / 500
1426F 43 B0 / 10 -0,05 15 / 500
1526 F 47 60 / 10 —0,03 15 / 500
1626 F 51 36 / 10 +0,01 15 / 500
17Z6F 56 36 / 10 +0,02 1,56 / 500
1826 F 62 20 [/ 10 +0,03 15 [ 500
1926F 68 20 / 10 +0,08 15 / 500
20Z6F 75 14 /10 +0,07 1,5 / 500
21Z6F 82 14 [ 10 +0,07 1,6 / 500
22Z6F 9,1 18/ 10 +0,08 15 / 500
23Z6F 10 18/ 10 +0,08 1,5 / 500
2426 F 1 18 /10 +0,08 15 / 500
2526F 12 2 /10 +0,08 15 / 500
2626F 13 24 /10 +0,08 15 / 500
2726 F 14 50 / 10 +0,08 1,5 [/ 500
28Z6F 15 50 / 10 +0,08 15 / 500
116Z6F 16 70 /10 +0,08 15 [ 500
11826F 18 80 / 10 +0,08 15 / 500
12026F 20 90 / 10 +0,08 15 / 500
12226 F 22 110 / 10 +0,08 1,5 [/ 500
124Z6F 24 120 / 10 +0,08 15 / 500
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11 Z 6F

— 28 Z 6F
116 Z 6F
— 124 Z 6F
Caractéristiques typiques
7 o)  Typical characteristics
i
Al
|
CUIIE

r7 {2

30 /'\ lz=10mA

m,\ -

0 5 10 15 20 25 vy %)
%/9C
My o
L
0,05 //
0 /,
~0,05 —
~01
0 5 10 15 20 75 vz V)
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Diodes de régulation de tension

Voltage régulator diodes

11 Z 6AF
—28 Z 6AF

116 Z 6AF
— 124 Z 6AF

P, W)

0,5

SN SRS S §
e

50 100 150 200 t,_.{°C)

amb

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

P> 1TW
33V <Vznom< 33V

Boftier

Case

DO-13

Valeurs limites absolues d'utilisation tamb = 25°C  (Seut indications contraires)
Absolute ratings (limiting values)

(Uriless otherwise stated)

Dissipation de puissance P, 1 W

Power dissipation

Dissipation de puissance de pointe répétitive = 10 ms PZSM 6 W

Non repetitive peak power dissipation R

Courant inverse continu permanent 7 1000 mA

Continuous reverse current VZ

Courant inverse de pointe non répétitif t.=10ms 'ZSM 6000 mA
L P ”

Non repetitive peak reverse current Vz

Température de fonctionnement (3 dissipation nulle) min Toper 55 °C

Operatir P {at zero dissipation] max +150 °C

Température de stockage min g —-55 °C

Storage temperature max +150 °C

SESE@SE
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11 Z 6AF
.28 Z 6AF

116 Z 6AF
—124 Z 6AF

Caractéristiques géneérales tamy = 25°C

General characteristics Tolérance 10 %

Var otz lzr otz oz Qg Ve /g

(V) [£9)) (mA)  (Q2) (mA)  (%/°C) v) (mA)

nom max max typ. max
11Z6AF 33 52 /10 600 / 1 —005 15 / 500
12Z6AF 36 52 / 10 600 / 1 0,05 1,5 / 500
132Z6AF 39 52 / 10 600 / 1 0,05 1,5 / 500
1426AF 43 52 /10 600 / 1 —005 15 / 500
18Z6AF 47 52 / 10 600 / 1 —~0,03 -1,5 / 500
16Z6AF 51 34 / 10 512 / 1 40,001 1,5 / 500
1726AF 66 34 /[ 10 512 / 1 +002 15 / 500
18Z6AF 62 12 / 10 360 / 1 40,03 15 / 500
19Z6AF 68 12 / 10 360 / 1 +0,06 1,5 / 500
20Z6AF 75 6 /10 55 /1 +0,07 15 [/ 500
21Z6AF 82 6 [/ 10 12 /1 +0,07 1,5 / 500
22Z6AF 91 9 /10 2 /1 +0,08 15 / 500
23Z6AF 10 9 /10 38 /1 40,08 15 / 500
24Z6AF 11 12 /10 50 / 1 +0,08 1,5 / 500
2BZ6AF 12 12/ 10 50 /1 40,08 1,5 / 500
262Z6AF 13 19 /10 330 / 1 +008 15 / 500
27Z6AF 14 21/ 10 550 / 1 +0,08 1,5 / 500
28Z6AF 15 24 /10 550 / 1 +0,08 1,5 / 500
116Z6AF 16 35 / 10 600 / 1 +0,08 15 [ 500
118Z6AF 18 40 / 10 600 / 1 +0,08 1,5 / 500
120Z6AF 20 45 / 10 600 / 1 +0,08 1,5 / 500
122Z6AF 22 55 / 10 600 / 1 +0,08 15 / 500
124Z6AF 24 60 / 10 600 / 1- +0,08 1,5 / 500

Sur demande
On request

Tolérance £ 2 %
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11 Z 6AF
—-28 Z 6AF

116 Z 6AF
— 124 Z 6AF

Caractéristiques typiques
Iz (mA) Typical characteristics
0

I

Il
|
I

0 5 10 15 20 Vg (V)

50

7 (Y]

30 /
20

v, )

-0
0 5 10 BT 20 2 vz V)
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Diodes de régulation de tension 5126
Voltage régulator diodes —-6876

% Dispositif recommandé
Prefarred device

PzW) Caractéristiques principales
Quick reference data
4
A
N) ‘ PZ 4 W h
2 33V<Vznom< 15V

S S I

N 0,
50 100 150 200 t,,(°C}

Boftier
Case

Valeurs limites absolues d'utilisation -tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)

Absolute ratings {limiting values) (Unless otherwise stated)
Dissipation de puissance (1) © Py 4 w
Power dissipation
Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10 ms PZSM 10 w
Non repetitive peak power dissipation
Courant inverse continu permanent (1) IZ -4000 mA
Continuous reverse current Vz
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms lzgy 10000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement (3 dissipation nulle) min toper T 55 :C
Operating temperature (at zero dissipation) max -+150 Cc
Température de stockage min t-stg — 55 :C
Storage temperature max +150 C

(1) Sur ailette verticale en cujvre 100 x 100 x 2 mm
On copper vertical heat-sink 100 x 100 x 2 mm

1971-01 1/3
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5126
—6826

Caractéristiques générales tamp = 25°C

General characteristics Tolérance £ 10 %

Vet rzr /o lzr vz Ve 1 Ig

(V) Q) (mA}  (%/°C) [\%] {mA)

nom ma;(‘ max
5126 33 30 / 100 -005 1,5 / 500
5226 36 30 / 100 -0,05 1,5 / 500
53z6 39 30 / 100 -004 1,5 / 500
54726 43 30 / 100 -004 1,5 / 500
5526 47 30 / 100 -0,03 1,5 / 500
5626 51 20 / 100 -002 1,5 / 500
5726 56 20 / 100 +001 15 / 500
5826 62 10 / 100 4003 15 / 500
59z6 68 10 / 100 40,05 1,5 / 500
60z6 75 10 / 100 4007 15 / 500
6126 82 10 / 100 40,07 1,5 / 500
6226 91 15 / 100 4008 15 / 500
6326 10 15 / 100 +0,09 15 / 500
6426 11 15/ 100 40,1 1,5 / 500
6526 12 20 / 100 40,12 15 / 500
6626 13 20 / 100 4013 15 / 500
6726 14 40 / 100 40,14 1,5 / 500
6826 15 40 / 100 +0,19 15 / 500
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Typical characteristics
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Diodes de régulation de tension 51 Z 6A
Voltage régulator diodes —68 Z 6A

% Dispositif recommandé
Preferred device

Py w)

Caractéristiques principales
4 Quick reference data

AN

Q,
2 P2 4w

J \ 33V<Vynom< 15V

2650 100 150 200 t,y(°C)

Boftier DO-4
Case

Valeurs limites absolues d"utilisation tamb = 25°C (Sauf indications contraires)

Absolute ratings (limiting values) {Unless otherwise stated)
Dissipation de puissance (1) . Py 4 W
Power dissipation
Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10ms P,gy 10 w
Non repetitive peak power dissipation
Courant inverse continu permanent {1) . IZ 4000 mA
Continuous reverse current VZ
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms ‘ZSM 10000 mA
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement (a dissipation nulle) min toper - —55 ZC
Operating temperature (at zero dissipation) max +150 [}
Température de stockage min totg — 55 :C
Storage temperature max +150 o3

(1) Sur ailette verticale en cuivre 100 x 100 x 2 mm
On copper vertical heat-sink 100 x 100 x 2 mm

18971-01 1/3
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51 Z 6A
— 68 Z6A

Caractéristiques générales tamp = 25°C
General characteristics

Tolérance £ 5 %

Voar  tzr [l otz Yzk @z Ve /I

v) ()] (mA) () (mA)  (%/°C) (V) 7 {mA)

nbm max . typ . max
51Z6A 33 25 / 100 32 /10  —005 1,6 / 500
5226A 36 25 / 100 32 / 10  —005 15 / 500
53Z6A 38 20 / 100 31 / 10  -004 15 / 500
54z26A 43 20 / 100 30 / 10  —004 15 / 500
5526A 47 20 / 100 27 / 10  —003 15 / 500
5626A 51 15 / 100 . 23 / 10 <002 15 / 500
57Z6A 56 15 /. 100 20 / 10 40,01 15 / 500
58Z6A 62 10 / 100 - 8 / 10 40,03 15 / 500
59Z6A 68 10 / 100 5 /10 4005 15 / 500
60Z6A 75 10 / 100 38 / 10 4007 15 / 500
6126A 82 10 / 100 35 / 10 4007 1,5 / 500
6226A 97 15 / 100 38 / 10 40,08 15 / 500
6326A 10 15 / 100 44 / 10 4009 1,5 / 500
6426A 11 15 /100 6 / 10  +0,1 15 / 500
6526A 12 20 /100 8 /10 4012 15 / 500
6626A 13 20 / 100 19 / 10  +013 15 / 500
6726A 14 35 / 100 14 / 10 4014 15 / 500
68Z6A 15 40 / 100 15 / 10 40419 15 / 500

Sur demande
On request

Tolérance £2 %
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‘NOTES



Diodes de régulation de tension

Voltage régulator diodes

7126, A
—-88726 A

Py W)

20

% Dispositif recommandé
Preferred device

Caractéristiques principales
Quick reference data

10

_1_{L._. -1

0 2550 100 150 200 t,(°C)

P2 25 W
33V<Vznom< 15V

Boitier

Case

A

S-12e

.
&8
]

Valeurs limites absolues d'utilisation

Absalute ratings (limiting values)

tamb = 25°C  (Sauf indications contraires)
{Unless otherwise stated)

Dissipation de puissance (1) PZ 25 w
Power dissipation

Dissipation de puissance de pointe non répétitive tp =10 ms PZSM 230 w
Non repetitive peak power dissipation

Courant inverse continu permanent (1) I 25 A
Continuous reverse current VZ
Courant inverse de pointe non répétitif tp =10ms lygy 230 A
Non repetitive peak reverse current VZ
Température de fonctionnement (& dissipation nulle) min toper — 56 :C
Operating temperature (at zero dissipation] max +150 o]
Température de stockage min tog — 55 :C
Storage temperature max +175 [o4

(1) Sur rac!lateur vertical en cUivre 150 150 x 2 mm
On vertical copper heat-sink

{2) Diode nue
Unfined diode

SES@SEN
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7126, A
—-~8826, A

Caractéristiques générales tamn = 25°C

General characteristics Tolérance  10% 7126 — 8826
t 5% 7126A — B8Z6A

Vzr rzr [l g Ve e
V)@ (mA) (%°C) (V) (mA)

3
o
x

nom max

7126 33 2 400 -0,05 1

7226 3,6 19 400 -0,05 1

7326 39 18 400 -0,05 1

(8]

7426 4,3 1,5 400 —0,05 1

7526 4,7 1,6 / 400  —0,05 1

76Z6 5,1 1,0 ‘400 +0,06 1

7726 5,6 1,0 400 +0,06 1

ol | ol o

78726 6,2 1,2 400 +0,06 1

7926 6,8 1,2 400 +0,06° 1

80Z6 7.5 1,8 400 +0,06 1

8126 82 2,0 400 +0,06 1

8226 9,1 2,5 400 +0,07 1

R BN S BN I BN BN RN PN BRI

8326 10 3,0 400 +0,07 1

~

84276 11 35 400 +0,07 1

8526 12 38 400 +0,08 1

86276 13 3,8 400 +0,08 1

8726 14 5,0 400 +0,09 1

~|~I N~ N~~~ N~ NN~ N~~~ ~]~
(5]

N~~~

8826 15 55 400 +0,09 1

Sur demande

Tolérance 2 %
On request
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71126, A
—-88726, A

Caractéristiques typiques
Typical characteristics
I (A)

I,
2 I,
LT -
Y

——
[ ——

0 i 15 vz (V)
Qy7 %I°C -
0,05 //
0 7

-0,05
0,1

) 5 10 15 V4 (V)
7 (9)
10

Iz = 400 mA
/ |

0 5 10 1B Vv
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